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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC203)提出并归口。
本文件起草单位:中国科学院微电子研究所。
本文件主要起草人:陈宝钦、王香、李和委、王力玉、李新涛、冯伯儒、薛丽君、郝美玲、薛彩荣。
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微电子学微光刻技术术语

1 范围

本文件界定了微电子学微光刻技术有关的微电子光刻技术,先进光刻技术,微光刻图形化和图形数

据处理技术,微光刻感光材料、铬板与基板材料,光掩模技术,光刻工艺(曝光、刻蚀与微纳米加工)技
术,电子束掩模制造与直写技术,光刻及掩模质量参数测量和评定,掩模制造设备和微光刻设备等术语

和定义。
本文件适用于微电子学微光刻技术领域的教学、科研、生产、应用、贸易和技术交流。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

3.1 微电子学光刻技术

3.1.1
  微电子学 microelectronics

研究固体功能材料(主要是半导体材料)及基于这些功能材料的微型电子元器件研制及生产技术的

学科,包括其物理特性、工作原理、电路集成和系统集成的设计理论及生产工艺制造技术。
注:研究内容主要包括,半导体科学理论基础(semiconductorsciencetheories)、微电子材料科学(microelectron-

icsmaterialsscience)、集成电路设计(integratedcircuitdesign)、微光刻与微/纳米加工技术(microlithography
andmicro-nanofabricationtechnologies)、集成电路芯片加工工艺技术(integratedcircuitchipprocessingtech-

nology)、测试技术(measuringandtestingtechnique)、组装与封装技术(assemblyandpackagingtechnique)、微电

子装备的研发(microelectronicsequipmentresearchanddevelopment),以及微机械电子学(micromechanical

electronics)、微纳机电系统(micro-nanoelectromechanicalsystems,MEMS)、真空微电子学(vacuummicroelec-

tronics)、超导微电子学(superconductingmicroelectronics)、纳米电子学(nanoelectronics)、有机电子学(organic

electronics)、生物电子学(biomedicalelectronics,bioelectronics)、分子电子学(molecularelectronics,molelectron-

ics)、量子电子学(quantumelectronics)等交叉学科。

3.1.2
  半导体科学与技术 semiconductorscienceandtechnology

半导体材料、半导体物理、半导体器件、微电子学的半导体集成电路设计与制造工艺技术及产业化

技术融为一体的一门综合性科学。
注:相关的热点研究领域包括:半导体硅材料(semiconductorsilicon)、宽禁带半导体光电子器件(optoelectronic

deviceofwidebandgapsemiconductor)、宽禁带半导体电子器件(electronicdeviceofwidebandgapsemiconduc-

tor)、红外半导体材料和器件(infraredsemiconductormaterialanddevice)、低维半导体材料和器件(lowdimen-

sionalsemiconductormaterialanddevice)、射频系统与射频集成电路设计(designofRFsystemandRFIC)、功

率半导体器件与功率集成电路(powersemiconductordeviceandpowerIC)、太阳能电池(solarcell)、微光刻与微

纳米加工技术(micro-lithographyandmicro-andnano-fabricationtechnology)、微电子与光电子集成(integration

ofmicroelectronicsandoptoelectronics)、半导体检测与分析(inspectionandanalysisofsemiconductor)、高速光
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电子器件测试与封装(measurementandpackageofhigh-speedoptoelectronicdevice)、新型硅基半导体器件

(noveldeviceofsemiconductorsilicon)、薄膜电子学(thinfilmelectronics)、有机电子学(organicelectronics)、纳

电子学(nanoelectronics)、量子相干和调控(quantumcoherentandcontrol)、半导体自旋电子学(semiconductor

spintronics)、微纳传感、微机电器件与系统(microandnanosensingandMEMS)、大功率半导体激光器(high

powersemiconductorlaser)等。

3.1.2.1
  肖特基接触 Schottkycontact

金属和半导体材料相接触的时候,在界面处半导体的能带弯曲,形成肖特基势垒,由于势垒的存在

导致有大的界面电阻。
注:肖特基接触也称为整流接触。

3.1.2.2
  PN结 P-Njunction

在一块本征半导体某界面的两侧通过扩散不同的杂质,分别形成N型半导体和P型半导体,其二

者相连的接触面。

3.1.2.3
  P型半导体 P-typesemiconductor

空穴浓度远大于自由电子浓度的掺杂半导体。
注:P型半导体也称为空穴型半导体。

3.1.2.4
  N型半导体 N-typesemiconductor

自由电子浓度远大于空穴浓度的掺杂半导体。

3.1.2.5
  空穴 hole

在固体物理学中指共价键上流失一个电子,最后在共价键上留下空位的现象,即共价键中的一些价

电子由于热运动获得一些能量,从而摆脱共价键的约束成为自由电子,同时在共价键上留下空位。
注:空穴为能带论中价带上由于价电子激发到导带后留下一些空着的能级。

3.1.2.6
  载流子 carriers

晶体中荷载电流(或传导电流)的粒子总称。
注:在金属中电子为载流子;在半导体中载流子有电子和空穴两种,如果半导体导电的过程中,电子起主要作用,那

么空穴相对于电子就是少数载流子,反之,电子相对于空穴就是少数载流子。

3.1.2.7
  能带理论 energybandtheory

用量子力学的方法研究固体内部电子运动的理论,是研究固体中电子运动规律的一种近似理论。
注:该理论研究固体(包括金属、绝缘体和半导体的晶体)中电子的状态及其运动规律,解释了导体与绝缘体、半导

体之间能带区别及晶体中电子的平均自由程等问题。

3.1.2.8
  能级 energylevel

由玻尔的理论发展而来的,现代量子物理学认为原子核外电子的可能状态是不连续的,各状态对应

的能量值。

3.1.2.9
  能带 energyband

在形成分子时,原子轨道构成具有分立能级的分子轨道。
2
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3.1.2.10
  导带 conductionband

由自由电子形成的能量范围,即固体结构内自由运动的电子所具有的能量范围。
  注:对于金属而言,由于导带和价带交叠,没有禁带,所有价电子所处的能带就是导带。对于半导体而言,所有价电

子所处的能带为价带,比价带能量更高的能带是导带,或者说价带以上能量最低的允许带称为导带。

3.1.2.11
  空带 emptyband

无任何电子占据的能带(3.1.2.9)。
注:一般空带是在价带之上的允许带范围,整个允许带中没有任何电子存在。受到光电注入或热激发后,价带中的

部分电子会越过禁带进入能量较高的空带,空带中一旦存在电子,即成为导电的能带,空带就成为导带。

3.1.2.12
  价带 valenceband

在晶体中,由价电子能级分裂而成的能带(3.1.2.9)。
注:也称为价电带。比价带能级更高的是参与导电的自由电子所在的能带,即导带。价带上由于价电子激发到导

带后留下一些空着的能级称为空穴。价带和导带之间隔着有不允许其他能级存在的禁带。对于金属而言,由

于价带和导带交叠,没有禁带。

3.1.2.13
  价电子 valenceelectron

原子核外层电子中,在参与化学反应时,能与其他原子相互作用形成化学键的电子,为原子核外跟

元素化合价有关的电子。

3.1.2.14
  允许带 allowedband

允许被电子占据的能带(3.1.2.9)。
注:孤立原子的每个能级都有一个能带与之相应,所有这些能带称为允许带。导带和价带均为允许带。原子壳层

中的内层允许带总是被电子先占满,然后再占据能量更高的外层的允许带。

3.1.2.15
  不允许带 disallowedband

允许带(3.1.2.14)之间的范围。

3.1.2.16
  满带 filledband

电子占满的允许带(3.1.2.14)。

3.1.2.17
  禁带 forbiddenband

不同的能带之间有一定的能量间隔,在这个间隔范围内电子不能处于稳定状态,实际上形成一个能

级(3.1.2.8)禁区。
注:在半导体器件中,“禁带宽度”主要指导带和价带之间的能带间隙,也称不允许带。

3.1.3
  纳电子学 nanoelectronics

研究纳米尺度电子器件的物理特性、工作原理、设计理论、制造工艺及器件应用的学科。
注:纳电子学的主要研究内容包括,纳米尺度内量子或量子波动规律的理论,纳米加工与制造技术及其相应的表

征,分析和测量方法,设计并开发基于新原理、新功能、新材料、新结构的纳米器件和电路。纳米电子器件具有

超高速、超大容量、超小型以及更高的工作频率、更低的功耗和更优的机械性能等优点,并与机械、光电子学及

磁学交叉融合,构成各种微型功能部件。纳米电子器件包括固态纳米电子器件、纳米光电子器件、磁性纳米器

件、有机纳米电子器件及量子信息处理器件等,其中固态纳米电子器件基本上又归纳为三类:第一类是以经典
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的互补金属氧化物半导体(CMOS)器件的特征尺寸进入纳米尺度的CMOS器件,它仍然以传统的能带理论为

基础,以经典的电子流为信息载体,器件有源区尺寸达到纳米尺度;第二类是以单电子输运方式为信息载体的

纳米电子器件,器件有源区为纳米结构,具有某些特殊的量子效应,处于实验室研究阶段;第三类是以量子波为

载体的量子器件,器件有源区为量子结构,具有完全的量子效应,由量子波替代传统的电子流和单电子输运,旨
在实现固体量子运算器件和电路。

3.1.4
  分子电子学 molecularelectronics

研究并开发基于单分子信息处理器件的电子学科。
注:也称分子纳米电子学(molecularnanoelectronics)。分子电子学的目标是用单个分子、超分子或分子簇代替硅基

半导体晶体管等固体电子学元件组装逻辑电路,乃至组装完整的分子计算机。研究内容包括各种分子电子器

件的合成、性能测试以及如何将它们组装在一起以实现一定的逻辑功能。微电子学主要采用自上而下的方法

(top-downapproach)加工制备器件,而分子电子学主要靠原子和分子尺度结构自下而上的加工方法(bottom-up
approach),通过识别(recognition)、生长构建和自组装(self-assembly)等方式来构成电子器件。包括分子动力

学(moleculedynamics)、分子轨道理论(moleculeorbitaltheory)、分子力学(moleculemechanics)、分子工程

(moleculeengineering)、分子构建(moleculearchitecture)、信息化学(semiochemistry)、超分子化学(supramolec-
ularchemistry)、分子机械(moleculemachine)、分子纳米磁体(moleculenanomagnet)、分子器件(moleculede-
vice)、分子整流器(moleculerectifier)、分子天线(moleculeantenna)、分子电池(moleculebattery)等。

3.1.5
  生物电子学 bioelectronics

生物学与电子信息科学相互交叉渗透所形成的一门新兴学科。
注:一是研究生物体系的电子学问题,包括生物分子的电子学特性、生物系统的信息存贮和传递,以及由此发展的

基于生物信息处理原理的新型计算技术;二是应用电子信息科学的理论和技术解决生物学问题,包括生物信息

获取、生物信息分析,也包括结合纳米技术发展的生物医学检测技术及辅助治疗技术,开发微型检测仪器。研

究内容包括,生物电子学基础理论的建立和研究;生物信息的采集技术和检测系统;生物信息系统的建模与仿

真;场与环境对生物物质的作用与应用;分子电子学与纳米生物学;生物医学信息学;生物芯片;生物医学仪

器等。

3.1.6
  集成电路制造设备 integratedcircuitmanufacturingequipment

集成电路制造工艺所涉及的仪器设备。
注:集成电路制造专用设备主要包括硅片及其他晶片制备设备、掩模制造设备、光刻设备、离子注入与扩散设备、薄

膜生长设备、等离子体刻蚀设备、湿法工艺设备、工艺检测设备、组装与封装设备、关键通用部件、集成电路测试

设备、生产线其他相关设备等。

3.1.6.1
  硅片制备设备 wafermanufacturingequipment

硅片生产全过程所需要的设备。
注:包括硅单晶材料制备、拉单晶、滚磨、切片、研磨、抛光、清洗到检验包装的整个生产过程的仪器设备。主要有:

直拉单晶炉(czochralskigrowthfurnace)、区熔单晶炉(floatzonecrystalgrowthfurnace)、滚磨机(ingotgrind-
ing)、切片机(slicing)、退火炉(annealingfurnace)、倒角机(edgerounding)、研磨机(lapping)、抛光机(polishing)、

双面磨片机(doublesidegrinding)、单面磨片机(singlesidegrinding)、边缘抛光机(edgepolishing)、双面抛光机

(doublesidepolishing)、单面抛光机(singlesidepolishing)、硅片最终清洗机(finalwafercleaning)。

3.1.6.2
  掩模版和中间掩模版制造设备 maskandreticlemanufacturingequipment

掩模版制造全过程所需要的设备。
注:包括掩模版图处理系统、掩模数据格式转换系统、匀胶铬掩模基板制造设备、掩模原图制备设备、掩模曝光设

备、掩 模 清 洗 设 备 和 掩 模 检 测 仪 器 设 备 等。主 要 有:共 焦 激 光 扫 描 显 微 镜 (confocallaserscanning
microscope,CLSM)、激光差动共焦显微镜(laserdifferentialconfocalmicroscope,LDCM)、掩模线宽测量设备
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(masklinewidthmeasurementequipment)、掩模关键尺寸测量系统(maskCDmeasurementsystem)、掩模检查

设备(maskinspectionequipment)、掩模比较仪(maskcomparator)、表面缺陷和污染检测仪(surfacedefectand

contaminationdetector,SDCD)、掩模版自动检查系统(automaticphotomaskinspectionsystem)、掩模修补系统

(maskrepairsystem)、掩模制造设备(mask-makingequipment)、光学图形发生器(opticalpatterngenerator,

OPG)、光学分步重复机(photorepeater)、扫描激光直写系统(scanninglaserdirectwritesystem,SLDWS)、超大

尺寸平面显示掩模激光直写系统(scanninglaserdirectwritesystemforultralargesizemask)、基于DMD激光

直写系统(laserdirectwritingsystembasedonDMD)、无掩模光刻系统(masklesslithographysystem,ML2sys-

tem)、电子束掩模制造系统(electronbeamsystemformaskmaking)、电子束投影光刻系统(electron-beampro-

jectionlithographysystem,EBPLsystem)、电子束光刻系统(electron-beamlithographysystem,EBLsystem)、

掩模抗蚀剂涂布机(maskresistcoater)、掩模显影机(maskdeveloper)、掩模清洗设备(photomaskcleaninge-

quipment)、掩模抗蚀剂处理及清洗设备(maskresistprocessingandcleaningequipment)、超大尺寸平面显示掩

模处理及清洗设备(resistprocessingandcleaningequipmentforultralargesizemask)、掩模抗蚀剂去除装置

(maskresiststripper)、掩模复印机(maskprinter)、掩模湿法刻蚀设备(maskwetetchingequipment)、掩模干法

刻蚀设备(maskdryetchingequipment)、烘干设备(bakingequipment)、掩模版保护膜安装仪器(pelliclemount-

inginstrument)、掩模图形数据处理系统(maskpatterndataprocessingsystem)。

3.1.6.3
  光刻设备 photolithographyequipment

光刻工艺全过程所需要的设备。
注:包括基片处理系统、涂胶设备、光刻曝光设备、晶片显影设备、晶片清洗设备和晶片检测设备等整个光刻工艺过

程所 需 要 的 仪 器 设 备。主 要 有:光 刻 机(microlithographictools)、多 电 子 束 光 刻 系 统(multiplee-beam
lithography,MEBL)、光学无掩模光刻机(opticalmaskless)、接近接触式光刻机(contact/proximity)、步进重复

光刻机(stepandrepeat)、步进扫描光刻机(stepandscan)、浸没光刻机(immersionlithography)、极紫外光刻机

(extremeultravioletlithography,EUVL)、纳 米 压 印 (imprint)、多 重 图 形 化 光 刻 (multiplepatterning
lithography,MPL)、计 算 光 刻 (computationallithography)、涂 胶 机 (coater)、显 影 机 (developer)、烘 烤 机

(baking)、去胶机(resiststripping)、边缘曝光机(waferedgeexposure)。

3.1.6.4
  离子注入及扩散设备 ionimplantationanddiffusionequipment

半导体基片掺杂全过程所需要的设备。
注:包括离子注入、热扩散、氧化和钝化等热处理设备及检测设备等整个工艺过程所需要的仪器设备。主要有:卧

式扩散炉(horizontaldiffusionfurnace)、立式扩散炉(verticaldiffusionfurnace)、退火炉(annealingfurnace)、高
压氧化炉(highpressureoxidationfurnace)、中束流离子注入机(mediumcurrentionimplanter,MCII)、大束流离

子注入机(highcurrentionimplanter,HCII)、高能离子注入机(highenergyionimplanter,HEII)、快速热处理设

备(rapidtempprocessequipment,RTP)。

3.1.6.5
  薄膜生长设备 thinfilmequipment

半导体平面工艺所需要的设备。
注:包括薄膜外延设备、化学沉积设备、物理沉积设备、薄膜蒸镀设备等薄膜生长工艺设备。主要有:气相外延系统

(vaporphaseepitaxy,VPE)、液相外延系统(liquidphaseepitaxy,LPE)、分 子 束 外 延 系 统(molecularbeam

epitaxy,MBE)、离子束外延系统(ionbeamepitaxy,IBE)、化学束外延系统(chemicalbeamepitaxy,CBE)、低能

离子束外延系统(lowenergyionbeamepitaxy,LEIBE)、常压化学气相淀积设备(atmosphericpressurechemical

vapordeposition,APCVD)、低压化学气相淀积设备(lowpressurechemicalvapordeposition,LPCVD)、等离子体

增强化学气相淀积设备(plasmaenhancedchemicalvapordeposition,PECVD)、光化学气相淀积设备(photo

chemicalvapordeposition,photo-CVD)、激光化学气相淀积设备(laserassistchemicalvapordeposition,LCVD)、

电子回旋共振微波等离子化学气相淀积设备(ECRplasmaenhancedchemicalvapordeposition,ECR-CVD)、金

属化学气相淀积设备(metalchemicalvapordeposition,MCVD)、金属有机化学气相淀积设备(MetalOrganic
ChernicalVaporPhaseDeposition,MOCVD)、真空蒸镀设备(vacuumevaporator)、电子束蒸镀设备(e-beame-
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vaporator)、真空溅射设备(vacuumsputtering,PVD)、射频溅射设备(radiofrequencysputtering,RFPVD)、磁控

溅射设备(magnetronsputtering,magnetronPVD)、原子层沉积设备(atomiclayerdeposition,ALD)。

3.1.6.6
  干法刻蚀设备 dryetchequipment

微光刻刻蚀工艺所需要的设备。
注:包括等离子刻蚀设备、反应离子刻蚀设备、磁增强离子刻蚀设备等。主要有:离子束刻蚀设备(ionbeametching
equipment,LBE)、等离子刻蚀设备(plasmaetchingequipment,PE)、反应离子刻蚀设备(reactive-ionetchinge-

quipment,RIE)、磁场增强反应离子刻蚀设备(magnetronreactive-ionetchingequipment,MRIE)、电子回旋共振

微波等离子刻蚀设备(electron-cyclontronresonanceplasmaetchingequipement,ECRPE)、电容耦合等离子体刻

蚀设备(capacitivelycoupledplasmaetchingequipement,CCPE)、电 感 耦 合 等 离 子 体 刻 蚀 设 备(inductively
coupledplasmaetchingequipement,ICPE)、表 面 波 等 离 子 体 刻 蚀 设 备 (surface waveplasmaetching
equipment,SWPE)、原 子 层 刻 蚀 设 备(atomiclayeretchingequipment,ALE)、干 法 清 洗 设 备(drycleaning
equipement)、等离子除胶设备(plasmastripper)。

3.1.6.7
  湿法工艺设备 wetprocessequipment

半导体传统的化学处理工艺所需要的设备。
注:包括湿发腐蚀设备、化学清洗设备、化学机械抛光设备和微纳电镀设备等。主要有:槽式硅片清洗机(wetbench
wafercleaner)、槽式硅片湿法腐蚀机(wetbenchwaferetcher)、单片硅片清洗机(singlewafercleaner)、单片硅片

湿法腐蚀机(singlewaferwetetcher)、单片硅片刷洗机(singlewaferscrubber)、单槽体硅片清洗机(singlebath
wafercleaner)、低温超临界硅片清洗机(cryogenicaerosalwafercleaner)、化学机械抛光机(chemicalmechanical

polisher,CMP)、无应力抛光机(stessfreepolisher,SFP)、铜板电镀机(electricalcopperplater)。

3.1.6.8
  工艺测量和检测设备 processmetrologyandinspectionequipment

集成电路芯片制造工艺所需要的测量和检测设备。
注:包括工艺在线质量检测设备、芯片缺陷检测控制设备、各种光学检测设备等。主要有:光刻套刻测量设备(over-
laymetrology)、测量关键尺寸的扫描电子显微镜(CD-scanningelectronmicroscope,CD-SEM)、光学图形化硅片

缺陷检测设备(opticalpatternedwaferinspection,OPWI)、电子束图形化硅片缺陷检测设备(E-beampatterned
waferinspection,EBPWI)、光学非图形化硅片缺陷检测设备(opticalunpatternedwaferinspection,OUWI)、微缺

陷检测设备(microdefectinspection,MDI)、扫描电子显微镜缺陷复查和分析设备(SEMdefectreviewandclas-
sification,SEMDRC)、缺陷复查和分析设备(defectreviewandclassification,DRC)、光学薄膜测量设备(optical
thinfilmmetrology)、傅里叶变换红外光谱仪(Fouriertransforminfraredspectrometer,FTIRspectrometer)、X
射线 荧 光 光 谱 仪 (X-rayfluorescence,XRF)、X 射 线 荧 光 谱 仪/反 射 仪 (X-rayfluorescence/X-ray
reflectometry,XRD/XRR)、光学关键尺寸测量设备(opticalCDmetrology)、原子力显微镜(atomicforcemicro-
scope,AFM)、四探针方阻测试仪(fourpointprober)、聚焦离子束显微镜(focusedionbeam,FIB)、薄膜应力测试

仪(filmstresstester,FST)、台阶仪(stepprober)、工艺控制专用软件(processcontrolsoftware)。

3.1.6.9
  组装与封装设备 assemblyandpackagingequipment

半导体集成电路芯片封装工艺和模块组装工艺所需要的设备。
注:主要有,线焊机(wirebonder)、倒装焊机(flipchipmachine,FCM)、丝网印刷机(screenprinter)、能谱仪(energy
dispersivespectrometer,EDS)、红外显微镜(infraredmicroscope)、MEMS圆片自动测试系统(waferprobetest
systemforMEMS)、振动试验装置(vibrationtester)、颗粒度检测仪(particleinspector)、红外对准仪(infraredal-
ligner)。

3.1.6.10
  关键通用部件 keycommonparts

维持半导体工艺线正常运行所需要的通用零部件和配件。
注:主要有设备机械手传输系统前段接口模块(equipmentfrontendmodule,EFEM)、机械手(robot)、气体质量流量
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计(massflowcontroller,MFC)、射频电源(radiofrequencysource,RFsource)、尾气处理装备(scrubber)、干泵

(drypump)、冷泵(cryopump)、分子泵(turbopumpchiller)、温度控制器(chiller)、阀门(valve)、气路系统(gas

panel)、静电卡盘(ESC)、喷淋头(showerheader)、反应腔室(chamber)。

3.1.6.11
  集成电路测试设备 ICtestingequipment

集成电路功能测试和终测所需要的设备。
注:包括等离子刻蚀设备、反应离子刻蚀设备、磁增强离子刻蚀设备等。主要有:通用数字(逻辑)电路自动测试系

统(logicICtestsystem)、模拟/混合信号自动测试系统(analog/mixed-signalICtestsystem)、系统级芯片自动

测试系统(system-on-chiptestsystem,SoCtestsystem)、存储器自动测试系统(memoryICtestsystem)、射频电

路自动测试系统(RFICtestsystem)、定制化测试设备(customizedtestequipment)、硅片探针台(waferprober)、

机械手(handler)、电子测试仪表(electronictestinstrument)。

3.1.6.12
  生产线其他相关设备 fabfacilityrelatedequipmentandothers

集成电路生产净化水、超净环境维护和老化实验设备。
注:主要有烤箱(oven)、氮气柜(N2box)、大宗气体纯化系统(bulkgaspurifyingsystem)、气体混合系统(gasmixing
system)、气体探测系统(gasdetectingsystem)、废气处理洗 涤 塔(wastegasscrubber)、超 纯 水(ultrapure

water)、溶氧量(dissovedoxygen)、有机碳总量(totalorganiccarbon)、去离子水(deionizedwater)、废水处理

(wastewatertreatment)、废 水 排 放 系 统(processdrainsystem)、给 排 水 管 道 设 施(plumbing)、排 气 装 置

(exhaust)、工艺冷却水(processcoolingwater,PCW)、工艺真空(processvacuum,PV)、自然气(naturegas,

NG)、供电系统(powersupply)、电感耦合等离子体质谱仪(inductivelycoupledplasma-massspectrometer,ISP-

MS)、离子色谱仪(ionchromatogram,IC)、热脱附气相色谱质谱仪(thermaldesorptiongaschromatogrammass
spectrometer,TD-GC-MS)、自动电位滴定仪(titrator)、研磨液颗粒计数仪(accusizer)、液体颗粒计数仪(liquid

particlecounter,LPC)、紫外吸收光谱仪(ultra-violetabsorptionspectrometer,UVAS)、失效分析(failureanaly-

sis)、聚焦离子束(拉曼谱仪)(focusionbeam,FIB)、纳米探针台(nanoprober)、并行器件参数测试系统(multi

devicetester,MDT)、并行探针台(multi-prober)、手动参数分析仪(manualtester)、半自动探针台(semi-auto

prober)、高 温 氧 化 烘 箱(hightemperatureoxidationdryingoven)、模 块 化 集 成 可 靠 性 测 试 系 统(module
integrationreliabilityanalyzer)。

3.1.7
  光刻设备分类 classificationoflithographicequipment

在微光刻与微、纳米制造技术的光刻工艺中,进行曝光成像设备的统称。
注:也称光刻机(lithographymachine)、曝光机(photoetchingmachine)。英语中不用光刻机(lithographymachine)

这个术语,称为光刻系统(lithographysystem),或者分别采用其功能、曝光光源或曝光方式命名。广义地说,光
掩模版制造的设备也归纳在光刻机范畴内,如制造中间掩模版的光学图形发生器(opticalpatterngenerator)、制

造主掩模版或者工作掩模版的光学分步重复精密缩小照相机(简称精缩机,photorepeater)和掩模复印机(也称

翻版机,maskprinter)、激光掩模直写系统(也称激光图形发生器,laserpatterngenerator,masklesslaserlithog-

raphysystem,laserdirectwritingsystem)和电子束掩模直写系统(也称电子束图形发生器,e-beamlithography
system)等。从曝光方式上光刻机分为:接触式(contactprinting)/接近式(proximityprinting)光刻机/掩模对准

机(maskalignmentsystem,maskaligner)、投影(projectionlithography)/扫描投影式(scanningprojectionprint-

ing)/分步 重 复 投 影(stepping-repeatingprojectprinting,stepper,DSW)/扫 描 步 进 投 影(scanning-stepping

projectprinting)光 刻 机、无 掩 模 (masklesslithography,ML2)光 刻 机/直 写 式 光 刻 机 (direct-writing
lithography,DWL)。从曝光光源上光刻机分为:紫外光刻机(UV光刻机,g线436nm,i线365nm)、DUV准分

子光刻机(深紫外光刻机,KrF曝光波长248nm)、浸没式光刻机(ArF曝光波长193nm)、DMD无掩模光刻机、

极紫外(EUV)光刻机、电子束(E-beam)光刻机、X射线光刻机(softX-rayprojectionlithography)等。其中,电

子束(E-beam)光刻机主要包括电子束掩模制造系统、纳米电子束直写系统(electronbeamdirect-writinglithog-

raphy,EBLDWL)、多头电子束光刻系统(multi-electron-beamlithography,MEBL)。以至近年来把光刻机概念

拓展到后光学光刻的其他传统和非传统的纳米成像或图形化装置,如纳米压印(nanoimprint)、定向自组装(di-
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rected-self-assembly,DSA)、全息光刻(hologramlithography)、蘸笔纳米光刻(dip-pennanolithography)等。

3.1.8
  微光刻新材料 materialsformicrolithography

微光刻技术所涉及的新材料。

3.1.8.1
  纳米材料 nanomaterials

在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(1nm~100nm)或由它们作为基本单元构成的材料。
注:主要包括纳米管(nanotubes)、纳米线(nanowires)、纳米颗粒(nanoparticles)、纳米粉体(nanopowders)、纳米纤维

(nanofiber)、纳米薄膜(nano-film)、纳米涂层(nanocoatings)、纳米技术(nanotechnology)、纳米晶(nanonrystal-
line)、纳米聚合物(nanopolymers)、纳米粘土(nanoclays)、量子点(quantumdots)、量子线(quantumwire)。

3.1.8.2
  光学、电子和磁性材料 optical,electronicandmagneticmaterials

微光刻技术所涉及的光学、电子和磁性材料。
注:主要包括光学材料(opticalmaterials)、光子材料(photonicmaterials)、电子材料(electronicmaterials)、光电材料

(optoelectronicmaterials)、半导体材料(semiconductormaterials)、硅基半导体材料(silica-basedsemiconduc-
tormaterials)、碳基半导体材料(carbon-basedsemiconductormaterials)、化合物半导体材料(compoundsemi-
conductormaterials)、宽禁带半导体材料(wide-bandgapsemiconductormaterials)、金刚石材料(diamond)、用于

集成 电 路 制 造 的 化 学 品 (chemicalsforIC manufacturing)、用 于 集 成 电 路 制 造 的 气 体 (gasforIC
manufacturing)、新 型 超 导 体 材 料 (novelsuperconductors materials)、纳 米 光 子 学 材 料 (nanophotonics
materials)、超材料(metamaterials)、等离子体(plasmon)、铁电材料(ferroelectrics)、铁磁性材料(ferromagnet-
icmaterials,ferrimagnet)、亚铁磁性材料(ferrimagneticmaterials)、压电材料(piezoelectrics)、热电体(pyroelec-
trics)、磁性材料(magneticmaterials)、多铁性材料(multiferroicmaterials)、先进的自旋电子材料(advancedspin-
tronicmaterials)、激光材料(lasermaterials)。

3.1.8.3
  复合、混合材料和多功能材料 composite,hybridandmultifunctionalmaterials

微光刻技术所涉及的复合、混合材料和多功能材料。
注:主要包括高分子材料(polymermaterials)、陶瓷、玻璃和金属基复合材料(ceramic,glassandmetallicmatrix
composites)、有机半导体材料(organicsemiconductormaterials)、石墨(graphite)、富勒烯(fullerenes)、石墨烯

(graphene)、新型生物复合材料(novel/biocomposites)、纳米复合材料(nanocomposites,Al2O3-SiC纳米复合陶

瓷)、多功能复合材料(multifunctionalcomposites)、混合有机材料(hybrideorganicmaterials)、混合无机材料

(hybrideinorganicmaterials)、有机和无机杂交材料(hybridoforganicandinorganicmaterials)、多孔材料(po-
rosint)、微孔材料(cellularmaterials)、光致抗蚀剂(photoresist)、抗蚀剂(resist)、光敏材料(light-sensitivemate-
rial)、光敏涂料(light-sensitivelacquer)、感光材料(photosensitivematerials,photographicmaterials)、液晶显示

材料(liquidcrystalsfordisplay)、平板显示生产材料(flatpaneldisplaymanufacturingmaterials,FPDmanufac-
turingmaterials)、形状记忆材料(shape-memorymaterials)、智能流体材料(smartfluidmaterials)、相变材料

(phasechangematerials)、水凝胶材料(hydrogelsmaterials)、弹性体材料(elastomersmaterials)、胶黏剂(adhe-
sivesmaterials)、橡胶材料(rubbermaterials)、金属及合金材料(metalsandalloysmaterials)、焊接材料(weld-
ing)。

3.1.8.4
  其他新材料与应用 otheradvancedmaterialsandapplications

微光刻技术所涉及的其他新材料与应用。
注:主要包括能源收集材料(energyharvestingmaterials)、先进电池新材料(advancedmaterialsforadvancedbatter-
ies)、光伏(photovoltaicsmaterials)、太阳能电池(solarenergybatteries)、人工光合作用材料(artificialphotosyn-
thesismaterials)、能源转换、保存和存储的材料和技术(materialsandtechnologiesforenergyconversion,saving
andstorage)、新型环保(novelenvironmental)、绿色智能材料(greenintelligentmaterials)、新型修复材料(novel
remediationmaterials)、航空航天与航空的新材料(advancedmaterialsforaerospaceandaviation)、机器人新材料
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(advancedmaterialsforrobotics)、汽车电子新材料(advancedmaterialsforautomotiveelectronics)、自适应技术

(adaptivetechnology)、先进制造技术(advancedmanufacturingtechnology)、用于信息和通信技术的新材料(ad-
vancedmaterialsforinformationandcommunicationtechnology)、计算材料学与仿真(computationalmaterials
scienceandsimulation)。

3.1.9
  半导体材料 semiconductormaterials

具有半导体性能、用来制作半导体器件和集成电的电子材料。
3.1.9.1
  有机半导体材料 organicsemiconductormaterials

具有半导体性质的有机材料。
注:有机半导体材料分为:P型有机半导体材料、N型有机半导体材料和双极型有机半导体材料。

3.1.9.2
  宽带隙半导体材料 wide-bandgapsemiconductormaterial

室温下,禁带宽度大于2.0eV的半导体材料。
注:宽禁带材料广泛应用于高频、高温、高功率电子器件。

3.1.9.3
  类金刚石膜类 diamond-likecarbon;DLC

由碳元素构成、在性质和空间立体结构上和金刚石类似,同时又具有平面网状的石墨原子结构组成

的物质。
注:类金刚石薄膜是一种非晶态薄膜,具有高硬度、高弹性模量、低摩擦因数、耐磨损以及良好的真空摩擦学特性。

3.1.9.4
  能带隙 energygap

在固态物理学中泛指半导体或是绝缘体的价带顶端至导带底端的能量差,或者导带的最低点和价

带的最高点的能量之差。
注:在半导体材料学中通常称为禁带宽度,在微电子器件中通常称为能隙或带隙。

3.1.9.5
  低维半导体材料 lowdimensionalsemiconductormaterial

二维、一维和零维半导体材料统称。
3.1.9.6
  朗繆尔-布洛杰膜 Langmuir-Blodgettfilm

在已经形成具有两亲有机单分子浮膜的气/液界面上,利用固体基片插入和提拉不同方式的蘸液淀

积薄膜的操作,在固体基片表面形成的两亲分子有机薄膜,可选择性地形成亲水头基表面,或者疏水头

基表面。
注:也称L-B膜(L-Bfilm)。

3.1.9.7
  碳纳米管 carbonnanotube

所有键都饱和的碳原子组成的管状纳米结构材料。
注:有单壁和多壁纳米管两种主要形式。单壁碳纳米管作为单层石墨(石墨烯,graphene)卷曲而成的管状结构材

料,具有金属或半导体性质,取决于单层石墨片卷曲的方向。

3.1.9.8
  石墨烯 graphene

单层碳原子密集堆积成蜂窝状网格苯环结构的二维材料。
注:石墨烯具有完美的二维晶体结构,它的晶格是由6个碳原子围成的六边形,厚度为一个原子层。除单层石墨烯

外,还有双层石墨烯(bilayerordouble-layergraphene)、少层(3层~10层)石墨烯(few-layer)和多层(10层以上

10nm以下厚度)石墨烯(multi-layergraphene)等二维碳材料。
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3.1.9.9
  富勒烯 fullerene

一种由60个或70个碳原子结合在一起形成的封闭空心笼球状的纳米结构材料。
注:富勒烯是单质碳被发现的第三种同素异形体,任何由碳一种元素组成,以球状、椭圆状或管状结构存在的物

质,叫做富勒烯,富勒烯指的是一类物质。同义词有足球烯。

3.1.9.10
  富勒体 fullerite

富勒烯(3.1.9.9)和相关的碳纳米结构形成的一种具有晶体状晶格的固态紧凑致密的聚合体。

3.1.10
  摩尔定律 Moore’slaw

戈登·摩尔(GordonMoore)总结的集成电路单位面积上可容纳的晶体管数目,约每隔18个月便

会增加一倍,性能也将提升一倍的规律。
注:摩尔定律简单理解为:集成电路的集成度每三年翻两翻(4倍),特征尺寸每三年缩小到0.7倍。

3.1.10.1
  摩尔第二定律 Moore’ssecondlaw

周期为4年,描述了摩尔定律受经济因素制约的现象和规律。

3.1.10.2
  杰弗里·摩尔定律 GeoffreyMoore’slaw

由杰弗里·摩尔创立的关于技术产品生命周期的定律。
注:任何技术产品都有其市场寿命的规律,即任何产品都有生命周期,基本上遵从进入期、成长期、稳定期,然后衰

落期,最后被市场淘汰的整个过程。

3.1.10.3
  深化摩尔 moreMoore;MM

继续按照摩尔定律等价、等比例缩小的方向,进一步开展三维器件结构及新工艺、新材料的改进等

创新技术延伸发展,设法沿着摩尔定律的路线继续推进。
注:深化摩尔仍然延续CMOS的整体思路,在器件结构、沟道材料、连接导线、高介质金属栅、架构系统、制造工艺等

等方面进行创新研发,仍然要实现每两到三年左右,晶体管的数目翻倍。

3.1.10.4
  拓展摩尔 morethanMoore;MtM

在摩尔定律的基础上,拓展更多的方法,如新原理、新工艺、新结构、新材料等创新技术,不受等比例

缩小法则的制约,往功能多元化方向发展以维持摩尔定律的发展趋势,进一步开发在摩尔定律演进过程

中所未开发的技术,如系统集成技术、三维集成技术和三维封装技术等。

3.1.10.5
  超越摩尔 beyondMoore

在摩尔定律引领下的以CMOS工艺为主流的集成电路生产正在逼近物理极限,摩尔定律面临失

效,迫切寻找超越等比例缩小规则的替代新集成技术。
注:如多学科技术的交叉渗透技术、新的光机电集成工艺技术、第三代半导体材料和器件、二维材料及碳基材料和

器件、智能大脑和神经形态计算、量子计算器件等。也称为进入后摩尔时代,或者后CMOS时代。

3.1.10.6
  超越CMOS beyondCMOS

在摩尔定律引领下的以CMOS工艺为主流的集成电路生产正在逼近物理极限,芯片产业迫切需要

超越CMOS的替代芯片集成技术。
注:目前尚处于研发状态中的各种新的芯片生产技术,分子计算、生物计算、量子计算、二维半导体等技术将是集成

电路继续演进的方向。
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3.1.10.7
  CMOS工艺 CMOSprocess

将N沟道金属氧化物半导体(NMOS)器件和P沟道金属氧化物半导体(PMOS)器件同时制作在

同一片硅衬底上的集成电路制造工艺。
注:CMOS工艺是在PMOS和NMOS工艺基础上发展起来的集成电路芯片制造工艺,在集成电路制造工艺中最受

关注的是工艺节点(processnode)、特征尺寸(featuresize)和关键尺寸(CD),它与摩尔定律直接相关。

3.1.10.8
  反摩尔定律 reverseMoore’slaw

从相反的角度来看摩尔定律,一个IT公司与18个月前相比销售相同数量和类型的产品营业额减

半的现象。

3.1.11
  下一代光刻 nextgenerationlithography;NGL

接替现有光学光刻技术的新一代的纳米光刻技术。
注:下一代光刻技术有如下几种:

a) 传统的电子束光刻(E-beamLithography,EBL)技术;

b) 电子束投影光刻(electron-beamprojectionlithography,EBPL)技术,包括散射角限制的投影电子束光刻

(scatteringwithangularlimitationprojectionelectron-beamlithography,SCALPEL)技术、可变轴浸没透镜

电子束投影微缩曝光刻(projectionreductionexposurewithvariableaxisimmerssionlenses,PREVAIL)技
术、反射式电子束光刻(reflectiveelectronicbeamlithography,REBL)系统和电子束步进(EBstepper)系统;

c) 接近式电子光刻技术(proximityelectronlithography,PEL);

d) 多头电子束光刻技术(multielectron-beamlithography,MEBL)技术;

e) 无掩模光刻(mask-Lesslithography,ML2);

f) (电子束)投影无掩模光刻(projectionmask-Lessmithography,PML2);

g) 极紫外光刻技术(extremeultravioletLithography,EUVL);

h) 软X射线投影光刻技术(X-rayprojectionlithography,XPL);

i) 离子束投影光刻(ionbeamprojectionlithography,IPL)技术;

j) 聚焦离子束(focusedionbeam,FIB)成像技术;

k) 纳米图形压印光刻(nanoimprintlithogrphy,NIL)及其他创新的光刻技术(innovativelithogrphytechnology)。

3.1.12
  纳米加工技术 nanofabricationtechnology

采用各种传统的和非传统的方法进行纳米结构的加工技术。
注:包括无掩模光刻(masklesslithography)、基于波带片阵列的无掩模光刻(masklesslithographybasedonthezone

plate)、定向自组装(directed-self-sssembly,DSA)、光子筛(多孔结构波带片)光刻(photonsievelithography)、无
掩模激光干涉光刻(laserinterferometriclithographywithoutmasks)、全息光刻(hologramlithography)、软光刻

(soft-lithography)、接 近 式 探 针 光 刻(proximityprobelithography)、化 学 与 生 物 接 触 复 制(chemicaland
biologicalapproaches)、原子力光刻(atomicforcelithography)、原子光刻(atomlithography)、干涉光刻(interfer-
encelithography)、物质波光刻(matter-wavelithography)、表面等离子近场光刻(surface-plasmon-mediatednear-
fieldlithography)、亚波长近场光刻(subwavelengthphotolithography)、受激发射耗尽光刻(stimulatedemission
depletion,STED)、量子纠缠态光刻(quantumentanglementstatelithography)、基于偏振的浸没光刻(immersion
lithographybasedonthepolarization)、数字光刻(digitallithography)、逆向光刻(inverselithography)、蘸笔纳米

光刻(dip-pennanolithography)、喷墨打印制造(ink-jetfabricationofelectroniccomponents)等。

3.2 先进光刻技术

3.2.1
  光刻 lithography;photolithography;opticallithography

半导体制造工艺中,把集成电路器件和电路结构的图形,从掩模转移到半导体晶片的过程。
11
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注:光刻技术是在借用照相术、平版印刷术的基础上,逐渐发展起来的半导体关键工艺技术。

3.2.2
  微光刻 microlithography

应用于特征尺寸在微米到亚微米甚至纳米尺度范围的光刻工艺技术。
注:随着光刻技术的迅速发展,实际上,微光刻技术已经延伸到特征尺寸为纳米尺度的纳米光刻时代。近年来,实

际上还把微光刻概念拓展到后光学光刻范畴,如其他传统的和非传统的纳米成像技术及纳米图形化技术。

3.2.3
  图形转移技术 patterntransfertechnology

把设计图纸上的图形转移到掩模基板上,再把掩模基板上的图形转移到晶片表面抗蚀剂膜上,最后

把晶片表面抗蚀剂图形转移到晶片上的过程。

3.2.4
  光刻蚀 photoetching;photo-etching

半导体工艺技术中利用掩模的掩蔽作用,对基片表面的光致抗蚀剂进行选择性曝光,再通过显影工

序形成抗蚀剂图形,进行刻蚀工序,对基片表面未受光致抗蚀剂保护的区域进行选择性刻蚀的整个工艺

过程。

3.2.5
  光学图形合成技术 opticalpatternsynthesistechnology

基于高精度光学分步重复精密缩小照相机进行图形拼接成像的一种方法。
注:由于精缩机的图形拼接精度高于光学图形发生器,利用精缩机的分步重复功能,采用各种称之为“图形词汇”的

图形单元高效率地拼接出高精度的周期性比较强的大面积图形,采用不同的“图形词汇”拼出各种高精度复杂

的图形。

3.2.6
  准分子激光光刻 excimerlaserlithography

采用准分子激光光源作为曝光光源的光刻技术。
注:准分子激光所产生的波长有157nm、193nm、248nm、308nm、351nm~353nm。其中主流光刻技术是193nm
(ArF准分子激光)和248nm(KrF准分子激光)光源。

3.2.6.1
  准分子 excimer

在激光混合气体受到外来能量的激发所引起的一系列物理及化学反应中所形成的一种转瞬即逝的

不稳定分子。
注:转瞬即逝的不稳定分子,其寿命仅为几十纳秒。

3.2.6.2
  准分子激光器 excimerlaser

以准分子(3.2.6.1)为工作物质的一类气体激光器件。
注:在光刻技术上用的准分子激光,是以氩气和氟气为工作气体,受激二聚体(惰性气体和卤素两种元素)所产生的

激光,波长范围为157nm~353nm,属深紫外激光波段。

3.2.6.3
  深紫外光 deepultraviolet;DUV

波长为200nm~100nm范围的曝光光源。
注:目前主流光刻技术使用的曝光光源为DUV波段波长为193nm的氟化氩(ArF)准分子激光光源。通常也把波

长接近200nm的248nm的KrF准分子激光光源纳入DUV范畴。

3.2.6.4
  紫外光 ultraviolet;UV

波长为400nm~275nm范围的曝光光源。
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注:主要有波长为436nm的g线光源和波长为365nm的i线光源。

3.2.6.5
  极紫外光 extremeultraviolet;EUV

波长为10nm~14nm范围的曝光光源。
注:采用波长相当于软X射线波段13.4nm的光刻技术。

3.2.6.6
  h线 h-line

汞灯光谱中,波长为405nm的辐射光线。

3.2.6.7
  g线 g-line

汞灯光谱中,波长为436nm的辐射光线。

3.2.6.8
  i线 i-line

汞灯的光谱中,波长为365nm辐射紫外光线。

3.2.7
  激光直写技术 laserdirectwritingtechnology

采用激光束直接在基片表面的光刻胶中描绘形成图形的掩模制造技术或光刻技术。
注:激光直写系统的基本结构包括:激光光源系统(He-Cd激光器)、激光调制系统(激光汇聚、扩束系统、扫描系统

或声光调制器)、缩小投影透镜系统、精密工件台控制系统(He-Ne双频激光干涉仪定位系统)、检测系统和计算

机控制系统等。从激光直写系统的工件台的结构上分为:直角坐标方式、极坐标方式及两者混合方式;从激光

束数量上分为:单束和多束激光直写系统;从曝光原理上分为:聚焦激光束扫描曝光技术(focusedlaserbeam
scanexposuretechnology)、基于DMD的无掩模数字光刻机(laserdirectwritingtechnologybasedonDigitalMi-
cromirrorDevice)、激光干涉光刻技术(laserinterferencelithographytechnology)、双光束掩模图形干涉成像技术

和激光纳米3D打印技术(nano3dimensionprintingtechnologywithlaser)等。

3.2.7.1
  光偏转 laserdeflection

激光用于掩模制造或者光刻曝光时所采用的偏转方式。
注:由于激光不能像电子束那样采用电子透镜进行束偏转实现扫描曝光,所以激光束用其他物理方式进行束偏转

实现扫描曝光。激光束偏转通常采用机械偏转、电光偏转和声光偏转3种方式。

3.2.7.2
  激光干涉光刻技术 laserinterferencelithographytechnology

利用两个或多个相干光波所形成干涉图形并将这些图形记录于光刻胶中,经过后续的光刻工艺处

理后,对应于干涉图案中高亮度部分图形转移到高反差的抗蚀剂上,形成干涉光刻图形的技术。

3.2.7.3
  基于DMD激光直写技术 laserdirectwritingtechnologybasedonDMD

基于空间光调制器的光学无掩模光刻技术的一种,其空间光调制器为数字微镜器件的无掩模光刻

技术。
注:根据具体结构也被称为基于DMD的无掩模光刻机、DMD投影步进分步重复光刻机、DMD步进扫描光刻机、

DMD数字掩模光刻机或基于DMD的固体激光频率调制无掩模直写系统等。

3.2.7.4
  无掩模光刻 masklesslithography;ML2

带电粒子没有掩模的光刻和基于空间光调制器的光学没有掩模的光刻技术。

3.2.7.5
  激光纳米3D打印技术 nano3dimensionprintingtechnologywithlaser

采用超短激光脉冲在适当液态光敏材料中实现双光子聚合反应生成难被显影液溶解的高分子材料
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或生成凝固态的聚合物,经过显影处理后在基片上形成自我支撑的三维结构。

3.2.7.6
  飞秒激光双光子荧光成像 femtosecondlasertwo-photonfluorescenceimaging;FLTFI

在飞秒激光器产生的大流量的激发光子的条件下,基于两个能量低于激发一个光子所需能量时,在
一个量子相互作用过程中激发产生荧光团(荧光分子)的原理,实现曝光成像的技术。

3.2.7.7
  超短脉冲激光 ultrashortpulselaser

脉冲宽度小于10ps的激光。
注:目前超短脉冲已经达到飞秒(fs),正在开发阿秒(as)超短激光脉冲技术。

3.2.7.8
  飞秒激光 femtosecondlaser

脉冲宽度达到10-15s的超短激光脉冲,即脉冲宽度达到一千万亿分之一秒的激光。
注:在微纳米成像技术中,利用双光子飞秒激光技术实现3D打印成像。

3.2.7.9
  双光子效应 two-photoneffect

两个入射光子被吸收后,再发射出一个倍频新光子的现象。

3.2.7.10
  荧光 fluorescence

物质受外来光线、电子、高能粒子照射激发光子而发出特征波长的辐射,照射停止后,持续余辉时间

在10-8s以下的发光方式。
注:最常见的荧光团的激发谱介于400nm~500nm范围,而用于激发双光子荧光的激光在700nm~1000nm(红

外)范围。

3.2.7.11
  非线性光学 nonlinearoptics

现代光学的一个分支,研究物质与强相干光相互作用时出现的一系列新的光学现象及其应用,包括

物质对强相干光电磁场的反应及反作用,介质的环境随着光的电磁场的不同(包括振动方向和振幅大

小)而不同的光学现象。
注:材料只在强相干光作用下产生非线性光学效应。光学晶体禁带效应和孤波光纤传输效应也属非线性光学

范畴。

3.2.7.12
  非线性光学材料 nonlinearopticalmaterial

光学性质依赖于入射光强度的材料。
注:微光学利用光学非线性材料制备各种双稳态光学开关、光学“三极管”放大元件、光学记亿元件等光学器件。

3.2.7.13
  波带片 zoneplate

一种衍射成像的平面透镜元件。
  注:由透明和不透明圆环交替组成同心环,不透明圆环区域用以阻挡菲涅耳衍射光强度分布中的奇数半波带或偶

数半波带,在点光源照明下,所有透过的半波带的光可汇聚到焦点处,获得高强度的像点。菲涅耳衍射环的特

点是离中心越远,环带宽度越细。除典型的菲涅耳波带片(Fresnelzoneplate)外,现代波带片通常有振幅型、位
相型、透过率函数只取0和1的黑白型与正弦型波带片等。此外,还有声波和微波的波带片、X射线波带片(X-
rayzoneplate)、全息波带片(holographiczoneplate)和聚焦波带片(linearzoneplate)。

3.2.7.14
  菲涅耳波带片 Fresnelszoneplate;FZP

由相间的透射和不透射材料圆盘和同心圆环组成的光线或X射线衍射聚焦板。
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注:又称菲涅尔波带片或菲涅尔波带盘。每个同心圆环的宽度根据辐照波长和设计的焦距及孔径的数值,按照一

定的根函数规律分布,中心圆盘半径最大,中心外围的圆环的宽度依次递减,最外圈圆环的宽度最小。内圆是

透射的或不透射的。波带片具有类似光学透镜聚焦功能,能对光波进行汇聚。X射线波带片的不透射吸收材

料通常为厚的金膜构成。根据不同的应用分别有球面菲涅耳波带片(sphericalFresnelzoneplate,spherical
FZP)、阵列菲涅耳波带片(Fresnelzoneplatearrays,arrayFresnelzoneplates)、布拉格菲涅耳波带片(Bragg
Fresnelzoneplate)、位相型菲涅耳波带片(Fresnelphasewavebandplate,Fresnelphasezoneplate)和各种光子

筛(photonsieve)等衍射光学元件。

3.2.7.15
  光子筛 photonsieve

为进一步提高衍射光学元件的成像质量和分辨率,把菲涅尔波带片中的透明环,改成许许多多透明

小圆点组成的光筛环,由这些光筛环和不透明环交替组成的新型衍射光学元件。
注:光子筛衍射光学镜片能通过光的衍射,即光通过光子筛后发生的衍射光重组,会造成输出的光线以精准的模式

互相增强或互相抵消,提高分辨率。

3.2.7.16
  光孤子 soliton;solitonsinopticalfibres

经过长距离传输而保持形状不变的光脉冲。
注:光孤子是一种特殊形式的超短脉冲,或者说是一种在传播过程中形状、幅度和速度都维持不变的脉冲状行

波,又称孤立波。孤子与其他同类孤立波相遇后,能维持其幅度、形状和速度不变。光孤子是一种非线性效

应,能在光纤中传播的长时间保持形态、幅度和速度不变的光脉冲。利用光孤子特性实现超长距离、超大容量

的光通信。同样也存在声孤子和电孤子现象。

3.2.8
  掩模版误差因子 maskerrorfactor;MEF

在通过曝光转移到硅片上的线条宽度对掩模版上的线条宽度的偏导数。
注:掩模版误差因子控制、光刻分辨率增强技术和下一代光刻技术为光刻工艺的三大关键技术。

3.2.8.1
  掩模误差增强因子 maskerrorenhancementfactor;MEEF

光刻工艺在抗蚀剂中图像的尺寸相对于单位掩模图像上的尺寸改变的变化量。
注:MEEF反映图形失真的程度,图形尺寸越小,失真的程度越大。

3.2.9
  光刻分辨率增强技术 resolutionenhancementtechnology;RET

集成电路制造中为克服光刻工艺的分辨率限制而使用的调整掩模图形结构、改变掩模版材料等方

法的统称。
注1:RET通过对光学曝光系统光路中的某些光学元件的光位相参数进行调制,补偿由于光的衍射效应的不利影

响,提高成像质量和光学光刻分辨率的技术。

注2:为充分利用廉价且成熟的传统光学曝光技术满足亚微米及深亚微米加工的需要,进一步挖掘了光学曝光技术

巨大潜力。以光波前工程为代表的分辨率增强技术主要包括如下技术:移相掩模(phase-shiftingmasks,

PSM)技术、光学邻近效应校正(opticalproximitycorrection,OPC)技术、亚分辨率辅助图形(sub-resolutionas-

sistancefeature,SRAF)技术、离轴照明(off-axisillumination,OAI)技术、浸没透镜(immersion)技术、光瞳空

间滤波(pupilspatialfiltering,PF)技术、驻波效应校正(standingwavecorrection,SWC)技术、离焦宽容度增强

曝光(focuslatitudeenhancementexposure)技术和表面成像(top-surfaceimaging)技术等。光波前工程技术的

突破,使光学曝光技术的分辨能力不断地超越光学理论分辨率极限,达到亚波长、纳米级半波长,甚至1/4波

长和1/8波长的加工分辨能力。

3.2.9.1
  波前 wavefront

波面或波阵面的前面,波源发出的振动在介质中传播经相同时间所到达的各点组成的面。
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注:同一波阵面上各点的振动相位相同。把波动过程中,介质中振动相位相同的点连成的面称为波阵面,简称波

面。波传播到某一位置处等相位面组成的曲面称为波前。换个说法,它指的是某一时刻波动所达到最前方的

各点所连成的曲面。在任一时刻,只有一个波前。由于波面上各点的相位相同,所以波面是同相面。根据波前

的形状一般把波分为球面波、平面波、柱面波、或者其他特征形状的波面等。

3.2.9.2
  光波前工程 wavefrontengineering

利用控制光学曝光过程中的光位相参数,产生光的干涉效应,部分地抵消衍射效应,调制或重构光

的波前,达到提高光刻分辨率,实现超分辨率曝光的技术。

3.2.9.3
  衍射光学元件 diffractiveopticalelements;DOE

利用光的衍射,使入射光变为想要得到的角分布的光学元件。
注:由于衍射效应取决于波长,所以衍射光学元件是根据具体的波长优化的。它们在光学功能中提供折射微透镜

所无法达到的高自由度。

3.2.10
  光学邻近效应 opticalproximityeffect;OPE

在光学曝光系统中由于光的衍射效应造成像场畸变的现象。

3.2.10.1
  光学邻近效应校正 opticalproximitycorrection;OPC

一种光学分辨率增强技术,通过改变掩模图形边缘的光学位置或添加辅助图形达到减小光的衍射

和工艺窗口的限制所带来的成像误差,以达到修正由于光学邻近效应产生的图形失真的目的。
注:光学邻近效应主要是指由于光的衍射效应造成的像场光强分布偏差,同时还包括抗蚀剂显影工艺和刻蚀工艺

过程中图形邻近区域的溶剂或气氛有效成分消耗来不及得到补充而引起的光刻图形畸变和不可分辨现象,因

此,邻近效应校正处理前,首先需要进行曝光、显影和刻蚀等工艺优化。光学邻近效应校正分为两类,一类是根

据大量实验总结修正规则对掩模版上容易产生邻近效应影响的部位实施几何修正或者添加亚分辨率图形的技

术(rules-basedOPC);另一类是基于衍射理论模型的光学邻近效应校正(model-basedOPC)。

3.2.10.2
  基于规则的光学邻近效应校正 rules-basedopticalproximitycorrection;RBOPC

建立一套与图形尺寸、形状、密集程度及邻近图形情况相关的标准几何尺寸修正规则,按照规则定

义的要求,对图形尺寸形状进行修正。
注:规则制定依赖于一组标准的邻近效应校正掩模图形和在实际硅片上的抗蚀剂曝光显影后的图形测量值。

3.2.10.3
  基于模型的光学邻近效应校正 model-basedopticalproximitycorrection;MBOPC

建立一套与图形尺寸、形状、密集程度及邻近图形数据相关的更精确计算模型,通过模拟计算对图

形尺寸形状进行修正。
注:所使用的模型是基于传输交叉系统模型,需要通过考虑到典型的图形尺寸、形状、密集程度及邻近图形的标准

邻近效应校正掩模图形进行实际曝光结果进行拟合得到。

3.2.10.4
  高斯扩散阈值模型 thresholdmodelwithGaussiandiffusion

为提高光刻工艺线条宽度的均匀性,建立的一种邻近效应校正光刻胶模型。
注:用来描述光酸效应扩散的物理模型,是目前计算光学中最常用的用来模拟预测光致抗蚀剂曝光后形貌的模型

之一,认为光致反应的活性物质产生后在光致抗蚀剂中通过扩散形成的浓度遵循高斯分布。

3.2.10.5
  扩散长度 diffusionlength

光致反应后产生的活性物质在光致抗蚀剂中自由扩散的平均自由程。
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注:通常扩散长度越小,光致抗蚀剂的分辨率越好。

3.2.10.6
  高斯等效扩散模型 Guassiondiffussionmodel

用来描述光酸扩散的物理模型。
注:是目前计算光学中最常用的用来模拟预测光致抗蚀剂曝光后形貌的模型之一,认为光致酸反应的活性物质产

生后在光致抗蚀剂中通过扩散形成的浓度遵循高斯分布。

3.2.10.7
  有效扩散长度 effectivediffussionlength

根据高斯等效扩散模型计算得出的光致酸反应后产生的活性物质在光致抗蚀剂中自由扩散的平均

自由程。
注:自由扩散的平均自由程不一定是真正的扩散长度,仅用来进行光刻工艺的表征和计算模拟。

3.2.10.8
  可变阈值抗蚀剂模型 variablethresholdresist(VTR)models

为提高光刻工艺线条宽度的均匀性,建立的一种邻近效应校正模型。
注:假设抗蚀剂为一个复杂的系统,它的反应阈值同最大光强的梯度(会造成光敏感剂的定向扩散)都有关系,而且

可能是非线性关系,用以描述光刻过程中密集图形和孤立图形的线宽差异。

3.2.11
  亚分辨率辅助功能图形 sub-resolutionassistantfeature;SRAF

为减少集成电路版图中因图形密度不同引起的工艺差异,在掩模图形中图形比较稀疏的周围区域

插入亚分辨率图形,是一种提高焦深和工艺窗口均匀性的方法。
注:所插入的图形尺寸小于光刻系统成像分辨率,它是一些平行于掩模图形的细长方形线条,本身在曝光时不会形

成光刻图形,但又对附近的掩模图形光刻成像光强分布产生影响。与光学邻近效应校正类似,插入亚分辨率辅

助图形也分为基于经验规则的辅助图形(rule-basedSRAF)和基于计算模型的辅助图形(model-basedSRAF)。

3.2.11.1
  散射条 scatteringbar;sbar

掩模图形中插入的尺寸小于光刻系统分辨率但又对附近的掩模图形光刻成像产生影响的几何图

形,通常为平行的长方形线条。
注:插入散射条的根数是根据一定规则安放的,散射条本身不会被曝光出来,但是散射条的存在能增加邻近区域光

强分布的均匀性,插入散射条的技术实际上是光学邻近效应校正技术应用的一个特例。

3.2.12
  光源-掩模协同优化 source-maskoptimization;SMO

一种先进的分辨率增强方法,根据计算光刻光学成像模型推导出最适合某一特定掩模图形相对应

的数字化照明光阑结构,根据其计算结果定制光阑对光源进行可编码优化,以提高光刻分辨率。

3.2.13
  计算光刻 computationallithography;CL

一种采用计算机仿真技术,建立光刻模型,并结合实际光刻工艺中各种偏差数据,通过计算推演出

光刻过程中产生的图形失真,实施图形数据修正,实现超强光学光刻分辨率的技术。
  注:计算光刻包括用预期光刻成像结果为目标,通过掩模版图可制造性设计,实现光学光刻分辨率增强技术和利用

计算机仿真对掩模图形和光刻工艺参数进行反向设计的逆向光刻技术。计算光刻是通过计算推演光刻过

程,进行光刻图形失真修正技术的总称,既包括光学邻近效应校正(opticalproximitycorrection,OPC)技术、亚

分辨 率 辅 助 图 形 (sub-resolutionassistantfeature,SRAF)技 术、光 源-掩 模 交 互 优 化 (source-mask

optimization,SMO)技术等光学光刻分辨率增强技术,也包括逆向光刻(inverselithographytechnology,ILT)技

术等概念,其目的是提高现有的光学光刻系统的分辨率、提高曝光成像的准确性、加大成像系统的焦深、增大工

艺窗口。计算光刻是进一步突破光学成像分辨率极限以实现超高光刻分辨率的最有效的手段之一。
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3.2.13.1
  逆向光刻技术 inverselithographytechnology;ILT

将光学邻近效应校正(OPC)或光源-掩模交互优化(SMO)的过程作为逆向处理的问题,将光刻后

的目标图形设为理想的成像结果,根据已知成像结果和成像系统空间像的变换模型,反演计算出掩模图

像的技术。
  注:逆向光刻是以硅片上要实现的图形为目标,反演计算出掩模版上所需要图形的算法。

3.2.13.2
  光刻可制造性检查 lithographymanufacturabilitychecker;LMC

在光刻工艺中,根据要求检测掩模层内及层间的成像特性,如特征尺寸(CD)、特征尺寸均匀性

(CDU)、EPE、套刻精度(OVL)等,以确认工艺的可制造性。

3.2.13.3
  光刻可行性检测 lithographycompliancecheck;LCC

在集成电路光刻掩模版设计阶段,采用模拟技术,计算在光刻工艺中实施光学邻近效应校正

(OPC)和光刻规则检查(lithographyrulecheck,LRC),提前获知该芯片的设计在将来芯片制造工艺中

可能面临的可制造性问题,并在设计阶段加以解决,从而减少芯片制造工艺中可能出现的问题,提高产

品成品率。
注:通常包括线条和间隙(lineandspace)检查、线末端结构检查(endline)和归一化图像强度对数斜率(Normalized

IntensityLogSlope,NILS)检查等。

3.2.13.4
  掩模可制造性检查 maskrulecheck;MRC

集成电路电子设计自动化系统中的一部分,用于检测或限制掩模图形几何结构,使其符合预先设定

的掩模规则要求,以保证掩模版的可制造性,提高掩模版制造的成品率。

3.2.13.5
  光刻规则检查 layoutversusrulecheck;LRC

通过应用光刻成像模型,在经过光学分辨率增强技术处理的光刻版图上,检查、搜索出成像效果不

佳的区域,在实施光刻工艺前,提前获知该芯片设计将来可能面临的可制造性问题,从而尽可能降低集

成电路制造失败的概率。
注:包括关键尺寸形变检查(criticaldimensionvariation,CDV)、断路和桥接(pinchandbridge)验证、线末端(line

end)形变检查、线末端盖(endcap)形变检查、通孔覆盖(contact/viaoverlap)检查、辅助图形成像(assistantfea-

ture)检查和工艺窗口(processwindow)检查等。

3.2.13.6
  设计规则检查 designrulecheck;DRC

在集成电路光刻掩模版设计阶段,对集成电路及其版图进行几何、逻辑和物理上的检查的统称。
  注:是电子设计自动化的一个重要组成部分,它决定了指定集成电路芯片的物理版图是否满足推荐的设计规则参

数要求。

3.2.13.7
  分辨率增强技术设计检查 RETdesigninspection;RDI

在计算光刻中对光学分辨率增强技术处理的光刻版图实施热点问题检查的统称。

3.2.14
  移相掩模 phaseshiftmask;PSM

通过人为控制掩模版上特定区域透过光的相位,并利用其相邻的不同相位光之间的光强分布互相

抵消,达到增强曝光分辨率的目的。
注:移相掩模技术是光学光刻分辨率增强技术中的关键技术之一。
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3.2.14.1
  全透明移相掩模 all-transparentphaseshiftmask

移相掩模的一种,整块掩模版为全透明的,制备有位相差180°的特定图形的透明移相器及密集亚

分辨率图形的透明移相器,根据移相掩模曝光成像的原理,在所有特定图形的透明移相器的边界线上产

生高分辨率的不透光的极细线条,在所有密集亚分辨率图形的透明移相器区域产生遮光效应。
注:也称无铬移相掩模。

3.2.14.2
  交替型移相掩模 alternatingPSM;levensonPSM;altPSM

移相掩模的一种,在具有一定周期性的铬掩模版中,透光图形之间相间地制备一层光的位相器,即
交替地在掩模版透明区域增加或减少一层透明膜,光透过移相器后会产生180°相移。

3.2.14.3
  相位冲突 phaseconflict

在设计交替型移相掩模时,要求掩模版图中所有相邻的透明的图形之间的光的位相差均为

180°,由于光的相干性,因相邻透光区相位相反,互相抵消产生一个光强为零的暗区,从而实现提高成像

分辨率。
注:由于集成电路版图非常复杂,不可能所有相邻的图形都能够设计成位相差均为0°和180°交替式的结构。如版

图中遇到“T”字形或“品”字的局部区域,无法设计出所有相邻的图形都能够形成位相交替式情况,称之为“相位

冲突”。

3.2.14.4
  衰减式移相掩模 attenuatedphaseshiftmask;attPSM

这种光掩模通过人为控制透明部分的透光率和相位来提高曝光分辨率,其具体实现方法是采用部

分透光的薄膜(半透明的移相薄膜,如7%~8%的透光率)来取代常规二元掩模中不透明背景图形,这
种薄膜能同时控制光的相位差和透光率。

注:也称半透明移相掩模。

3.2.14.5
  衰减式移相掩模基板 attenuatedphaseshiftmaskblank

用于制作衰减式移相掩模的基片材料,在其表面已经生长了半透明的薄膜,且尚未制作掩模版图的

空白板材。

3.2.14.6
  半透明移相掩模 halftonephaseshiftmask

通过人为控制透明部分的透光率和相位来提高曝光分辨率,其具体实现方法是用部分透光的薄膜

(半透明移相薄膜)来取代常规的不透明图形的光掩模,这种薄膜能同时控制光的相位差和透光率。

3.2.14.7
  不透明区域 opaqueframe

位于投影光刻机的中间掩模版上有效曝光区的边缘具有一定宽度的不透光的区域。
注:它位于中间掩模版的非曝光区域,目的是在利用投影光刻机在硅片上进行分步重复曝光的工艺中,防止有效曝

光区以外的区域漏光,起到遮光作用。

3.2.14.8
  附加薄膜型衰减式移相掩模 additionalfilmtypeattenuatedphaseshiftmask

衰减式移相掩模的一种,包含一层能够遮蔽光且能达到增强分辨率目的的附加薄膜。

3.2.14.9
  附加薄膜型不透明框形区 additionalfilmtypeopaqueframe

由移相层和附加的蔽光薄膜组成的不透光区域。
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3.2.14.10
  亚分辨型不透明框形区 sub-resolutiontypeopaqueframe

由亚分辨率结构尺寸的小矩形阵列图形或线条/间隙图形组成的移相器构成的不透明框形区域。
注:称为亚分辨率型不透明框形区,也称作嵌入式移相型不透明环形区(embeddedshiftertypeopaquering)。这种

在透明基片上制作的亚分辨率结构区域同样能起到蔽光效果。

3.2.14.11
  多层衰减式移相掩模 multilayerattenuatedphaseshiftmask

一种衰减式移相掩模,含有由不同材料构成的多层薄膜,便于产生一定的相位差和透光率。

3.2.14.12
  单层衰减式移相掩模 single-layerattenuatedphaseshiftmask

一种衰减式移相掩模,只有一层由均匀材料构成的薄膜,且这层衰减式移相薄膜的成分是逐渐变化

的,用以产生一定的相位差和透射率。

3.2.14.13
  石英刻蚀衰减式移相掩模 quartzetchedattenuatedphaseshiftmask

一种衰减式移相掩模,利用刻蚀石英的方式改变光程差以达到控制移相角的目的。

3.2.14.14
  三相移相掩模 tri-tonephaseshiftmask

一种衰减式移相掩模,曝光区包含一个不透明区域,这个不透明区域包含不透明薄膜和移相薄

膜,不透明薄膜位于移相薄膜上面。

3.2.14.15
  全三相移相掩模 fulltri-tonephaseshiftmask

一种三相移相掩模,采用不透明图形改善基本图形的光刻性。
注:又称三重移相掩模。

3.2.14.16
  相移套刻误差 phaseshiftoverlayerror

附加薄膜型衰减式移相掩模的移相器和不透明薄膜图形之间的位移误差。

3.2.14.17
  亚分辨型衰减式移相掩模 sub-resolutiontypeattenuatedphaseshiftmask

一种衰减式移相掩模,含有产生一定相移和透射率的衰减式相移层,不透光区域由亚分辨率图形

构成。

3.2.14.18
  嵌入衰减式移相掩模 embeddedattenuatedphaseshiftmask;EAPSM

含有产生一定相移和透射率的衰减式相移层及不透光亚分辨结构的衰减式移相掩模。
注:在不透明材料上制备亚分辨结构图形以达到进一步增强分辨率的效果。

3.2.14.19
  玻璃面反射率 glasssidereflectivity

在制造有移相器薄膜的玻璃基片的背面,测得的反射光强与入射光强的比值。
注:反射率取决于入射角、入射光波长以及入射光的偏振方向。有不透明薄膜和没有不透明薄膜的玻璃背面检测

得的反射率是有所差别的。通常通过实测一束光在参考镜上的反射光强度来计算入射光强。

3.2.14.20
  不透明区域透射率 opaqueareatransmittance

穿过附加薄膜型不透明区域的透射光强与利用参考光穿过空气而测得的入射光强之比。
注:对于采用亚分辨型移相型不透明环形区的衰减式移相掩模,其不透明环区域的透射率,严重依赖于所用光学系

统的特性。
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3.2.14.21
  窗口区透射率 openingareatransmittance

穿过衰减式移相掩模图形窗口区的透射光强与利用参考光穿过空气而测得的垂直入射光强之比。

3.2.14.22
  移相角 phaseangle

垂直穿过移相区的透射光相位与垂直穿过窗口区的透射光相位之差。
注:窗口区包括一层厚度等于移相薄膜厚度的空气,也称相差(phasedifference)或者相移(phaseshift)或者相移角

(phaseshiftangle)。除非特别定义,移相角的参考点是未刻蚀石英的表面。相位的方向是垂直入射光的方向。

3.2.14.23
  石英参考面透射率 transmittanceatquartzreference

穿过移相区的透射光强与穿过窗口区的透射光强之比。
注:又称相对透射率(relativetransmittance)。

3.2.14.24
  移相面反射率 shiftersidereflectivity

移相薄膜表面上的反射光强与入射光强之比。
注:反射光是移相薄膜表面产生的反射光、移相薄膜与玻璃之间的界面产生的反射光以及玻璃与空气之间的界面

产生的反射光这三者之和。反射率依赖于入射角度、光波长和入射光的偏振方向。入射光强通常以参考反光

镜实测的反射光强来计算。

3.2.14.25
  空气参考透射率 transmittanceatairreference

穿过移相区的透射光与利用参考光穿过空气实测而得的垂直入射光强之比。
注:又称移相区透射率(shifterareatransmittance)。

3.2.14.26
  透射和相位调制系数 transmissionandphase;T&P

移相掩模图形的光波透射系数和相位调制系数。

3.2.15
  离轴照明 off-axisillumination;OAI

光刻分辨率增强技术的一种,让投影光刻系统中照明光学系统入射主光线与光轴方向不平行,只让

轴外部分的光进入透镜,达到提高成像质量的目的。

3.2.16
  浸没透镜技术 immersiontechnology

一种在投影光刻机镜头和硅片之间增加高折射率液体介质达到提高分辨率的曝光技术。
注:采用193nm光源的浸没光刻技术能将已经成为65nm和45nm光刻的主流技术延伸到32nm工艺技术节点。

3.2.16.1
  浸没水罩 immersionhood;IH

在浸没光刻系统中是在成像透镜的外围加装一个能与曝光同步的注水和抽水的装置。

3.2.16.2
  接触角 contactangle

浸没光刻系统镜头和基片相对静止时,镜头表面和抗蚀剂表面之间的“扁水滴”四周相对于抗蚀剂

表面的夹角。
注:为提高接触角,要求所有接触水的表面成疏水性。

3.2.16.3
  拖拽接触角 recedingcontactangle;RCA

浸没光刻系统镜头和基片相对于扫描曝光移动时,镜头表面和抗蚀剂表面之间的“扁水滴”四周相
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对于抗蚀剂表面的夹角。
3.2.16.4
  微凹透镜效应 micro-lensingeffect;MLE

浸没光刻技术中常遇到一种由液体介质(超净水)中的微细气泡干扰成像缺陷,该气泡在光路中如

同微细的凹透镜,把经过它的空间像发散,形成一个圆形区域内空间图像清晰度衰减的区域性致命缺陷

的现象。
3.2.16.5
  图形衰减 patternattenuating;PA

浸没光刻技术中常遇到一种由液体介质(超净水)中的微细气泡干扰成像的缺陷,该气泡在光路中

如同微细的凹透镜,把经过它的空间像发散,形成一个圆形区域内空间图像清晰度衰减。
3.2.16.6
  反向图形衰减 invertedpatternattenuating;IPA

浸没光刻技术中常遇到一种由液体介质在台面扫描移动过程中流失在硅片表面上的水珠造成抗蚀

剂表面顶部涂层膨胀,形成向上拱起,如同一个微细凸透镜聚光效应的现象。
3.2.16.7
  浸析 leaching

在浸没光刻中,由于基片上光刻胶表面的光酸会受到浸没式水的分子力作用而析出,降低光刻胶表

面显影速率,同时造成成像镜头表面被腐蚀的危险。
3.2.17
  双重图形化技术 doublepatterningtechnology;DPT

一种解决超光刻分辨率的光刻方法。
注:把集成电路版图按一定的规律进行间隔图形拆分,生成两个版图,使每个版图都满足光刻可分辨,通过两次光

刻,实现高分辨率光刻。

3.2.17.1
  拆分冲突 separationconflict

在双重图形化技术中,需要把集成电路版图按一定的规律进行间隔图形拆分,生成两个版图,通过

两次光刻,实现高分辨率光刻。
  注:由于集成电路版图非常复杂,不可能所有图形都能够实现图形交替式地拆分,如遇到“T”字形或“品”字的局部

区域,无法拆分。需要采用其他措施,克服拆分冲突造成的困难,如采用三重图形化技术解决绝大部分拆分冲

突问题。

3.2.17.2
  两次曝光技术 doubleexposuretechnology;DEP

光学曝光分辨率增强技术的一种,光致抗蚀剂在一次曝光完成后不进行显影,紧接着进行第二次曝

光,最后一起显影的技术,突破单次曝光的衍射极限限制。
3.2.17.3
  两次曝光两次刻蚀 litho-etch-litho-etch;LELE

采用图形数据间距分离技术,分别进行两次涂胶、两次曝光、两次显影、两次刻蚀硬掩模,最后再刻

蚀基片。
3.2.17.4
  抗蚀剂固化处理 litho-freezeprocess-litho-etch;LLE

两次图形化技术的一种,在第一次曝光显影后进行抗蚀剂固化处理后,再涂胶进行第二次曝光显

影,最后一次完成刻蚀的方法。
3.2.17.5
  间隔/自对准两次图形化 spacerorself-aligneddoublepatterning;SADP

在传统的牺牲体结构侧墙技术基础上发展起来的间隔/自对准两次图形化技术。
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注:间隔/自对准式双重图形化(SADP)技术包括间隔基于掩模(spacer-is-mas,SIM)和间隔基于沉积(spacer-is-dep-
osition,SID)两种自对准方式。

3.2.18
  双性显影 dual-tonedevelopment;DTD

一种抗蚀剂曝光后能同时进行正性显影和负性显影的技术。
注:在抗蚀剂进行正常的曝光工艺后,对潜影(latentimage)状态的基片进行两个显影步骤,在碱性水溶性的正性显

影(positive-tonedevelopment)工序中,把曝光剂量在某个阈值(thresholddose)以上的所有材料溶解掉;接着在

有机溶剂的负性显影工序中,把曝光剂量在某个特定的阈值以下的所有材料溶解掉。利用这种显影技术实现

双重图形化技术的效果,有利于减少曝光-刻蚀工艺步骤,降低成本。

3.2.19
  可制造性设计技术 designformanufacturability;DFM

一种面向半导体制造工艺的集成电路设计技术,以提高半导体工艺的可制造性。

3.2.20
  计算机辅助设计与辅助制造软件 computeraideddesign/computeraidedmanufacturing;CAD/

CAM 
  电子设计自动化软件的一种,以计算机仿真和自动布线为核心技术开发出来用于集成电路版图设

计的计算机辅助设计软件和计算机辅助制造、计算机辅助测试和计算机辅助工程技术等一系列集成电

路设计与制造软件及相应的计算机辅助制造设备。

3.2.21
  电子设计自动化 electronicdesignautomation;EDA

利用计算机辅助设计软件,来完成超大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物理设计(包括

布局、布线、版图、设计规则检查等)等流程的设计方式。

3.2.21.1
  开放式原图系统交换标准 openartworksysteminterchangestandard;OASIS

一种用于集成电路设计和制造过程中描述版图的计算机语言,定义了版图中几何图形的编码方式。
注:主要包括图形的属性、排布方式等。

3.2.21.2
  数据库单元 databaseunit;DBU

微电子电子设计自动化(3.2.21)辅助工具中的数据库是所有的图形数据所存储的最小单元。

3.2.22
  AutoCAD图形计算机辅助设计系统 autoCADsystem

计算机辅助设计软件的一种。

3.2.23
  集成电路版图编辑系统 layouteditor;L-edit

一种基于个人计算机(PC机)人机对话的交互式集成电路掩模版版图布局设计及图形编辑工具。
注:其中有代表性的是TannerEDAtools集成电路设计工具(TannerICdesigntools))软件的图形编辑器。

3.2.24
  基于JAVA的图形编辑系统 graphicseditingsystembasedonJAVA

基于面向对象编程语言JAVA的图形编辑系统可通过键盘和鼠标绘制矢量图形的平台实现基本

图形的绘制、移动、删除、着色、填充、保存、图形之间的关联线绘制,且关联线随图形的移动而自动变

化,从而高效、准确、无失真地绘制出各种图形。

3.2.25
  数据格式转换 dataformatconversion

将CAD系统的图形数据转换成曝光装置特定的数据格式形式,或者通过转换软件将一种曝光装
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置特定的曝光图形数据格式转换成另一种曝光装置所需的特定图形数据格式。
注:例如光学 掩 模 曝 光 和 电 子 束 曝 光 系 统 图 形 数 据 切 割 系 统 及 图 形 显 示 检 查 系 统(patterndatafracturing-

conversionandinspectionsystemforoptical/E-beam)。

3.2.25.1
  图形数据系统 graphicdatasystem;GDS

集成电路版图图形数据处理系统的一种。
注:业界公认的进行图形数据交换用的工业化标准格式图形数据系统。

3.2.25.2
  GDSⅡ数据格式 graphicdesignsystemversionⅡ;GDSⅡ

一种标准的表示集成电路设计系统可接受的图形数据格式。
注:在成为工业标准之前,是一种Stream图形设计系统2.0存储掩模版图信息的的文件格式,也称为Calma流式

格式。

3.2.25.3
  CIF数据格式 caltechintermediateformat;CIF

一种低层次描述集成电路几何图形的图形语言。

3.2.25.4
  PG格式 patterngeneratorformat

光学图形发生器GCA3600F采用的改进型的磁带数据格式。
注:同时兼容3000PG和2600PG磁带数据格式。

3.2.25.5
  EDIF格式 electricdesigninterchangeformat;EDIF

电路设计的一种二进制描述的集成电路版图数据的电子设计交换格式。
注:带有集成电路的单元符号(symbol)信息的纯文本文件。

3.2.25.6
  OASIS格式 openartworksysteminterchangestandard(OASIS)format

一种紧凑的开放图形系统交换标准数据格式。

3.2.25.7
  DXF格式 drawingexchangeformat;DXF

AutoCAD绘图交换文件的数据格式。

3.2.26
  掩模图形数据处理技术 maskpatterndataprocessingtechnology

采用具有图形数据处理与布尔运算功能的图形编辑软件,对掩模版版图进行形态变换和图形编辑

的技术。

3.2.27
  布尔运算 Booleanoperation

一种图形的逻辑运算方法。
注:处理二值之间关系的逻辑数学计算法,包括联合、相交、相减、挖空等复杂的图形逻辑运算,通常用于集成电路

版图及微光刻图形编辑。如集成电路版图设计软件L-Edit模块及电子束光刻邻近效应校正数据处理软件

BEAMER模块中均含有布尔运算功能。

3.2.28
  任意角度和任意数学函数曲线的复杂图形编辑器 editortogeneratepatternscomposedwithcellof
arbitraryangleandcurveoffunctions
  能绘制任意角度、圆弧、圆环和各种函数曲线组成图形的复杂图形编辑模块。
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3.2.29
  电子束光刻技术 electronbeamlithographytechnology;EBL

利用计算机输入的地址和图形数据,控制聚焦电子束在感光材料板上直写曝光的技术。
  注:电 子 束 光 刻 从 功 能 上 大 体 分 为:快 速 掩 模 制 造 电 子 束 曝 光(quick mask manufacturingelectronbeam

lithography)和高精度纳米电子束光刻(highprecisionnanometerelectronbeamlithography)。从电子束斑形状

上大体分为:高斯束电子束光刻(Gaussianbeamofelectronbeamlithography)、圆形束电子束光刻(circular
beamofelectronbeamlithography)和成形束电子束光刻(shapedbeamelectronbeamlithography)。从成像方

式上大体分为:光栅扫描式(rasterscanning)、矢量扫描式(vectorscanning)和成形束(shapedbeam)光阑成像拼

接式。应用于光掩模制造的电子束曝光系统多采用曝光效率比较高的光栅扫描和可变矩形束电子束曝光系

统。应用于纳米电子芯片直写的电子束光刻系统多采用高斯束矢量扫描曝光方式的电子束光刻或者圆形束光

栅扫描电子束曝光。

3.2.30
  扰动磁场的主动控制技术 activemagneticfieldcancelingtechnology

一种对空间磁场扰动实时自动控制的技术。采用空间磁场的主动补偿的方法,对环境磁场实时自

动控制,抵消空间磁场扰动,达到保证精密设备处于最优化工作环境。

3.2.31
  工件台微振动主动控制技术 activemicro-vibrationcontroltechnologyforstage

通过测量和跟踪,利用控制技术实时施加反向作用,抑止影响精密的微振动,达到主动防振目的的

技术。

3.2.32
  电子束字符投影光刻技术 electronbeamcharacterprojectionlithographytechnology

在电子光学透镜系统中加入一块图案字符模版替代二级光阑,能提高电子束曝光系统的效率的成

形束投影光刻技术。

3.2.33
  电子束邻近效应 electronbeamproximityeffect;EPE

由于电子的前散射和背散射造成电子束成像系统像场失真的现象。

3.2.33.1
  前散射电子 forward-scatteredelectron

当曝光的电子束射入基片表面的电子抗蚀剂膜时,因电子与抗蚀剂中的原子产生动能交换(发生弹

性碰撞和非弹性碰撞)而向前方邻近区域散射的电子和二次电子。

3.2.33.2
  内邻近效应 intrashapePE

由前散射电子产生的邻近效应现象。

3.2.33.3
  背散射电子 back-scatteredelectron

当曝光的电子束射入基片后,因电子与抗蚀剂中的原子产生动能交换(发生弹性碰撞和非弹性碰

撞)产生的,又反方向穿透过基片表面进入电子抗蚀剂中参与曝光散射的电子和二次电子。

3.2.33.4
  互邻近效应 intershapePE

由背散射电子(3.2.33.3)产生的邻近效应现象。

3.2.34
  电子束邻近效应校正 electronbeamproximitycorrection;EPC

修正由于电子束邻近效应产生的图形失真的方法。
注:邻近效应校正措施主要有两个方面:一方面是通过优化曝光———显影工艺条件;另一方面是采取软件修正
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措施。

3.2.35
  电子束邻近效应校正图形数据处理技术 dataprocessingtechnologyforE-beamproximitycorrection

采用邻近效应模拟软件实施剂量校正的电子束曝光图形处理技术。
注:电子束邻近效应校正处理功能模块(MEABERprocesscorrection)包含:

a) PEC:电子束曝光邻近效应剂量校正模块;

b)shape-PEC:电子束曝光邻近效应几何校正模块;

c) 3D-PEC:电子束曝光邻近效应三维显影模拟模块;

d) corner-PEC:电子束曝光邻近效应角域校正模拟模块;

e) FDA:电子束曝光邻近效应参数拟合校正模块。

模拟验证模块(Verification)包括:

a) E-Beam:电子束曝光邻近效应模拟模块;

b) metrology:线宽尺寸测量模块等。

3.2.36
  匹配与混合曝光 matchandmixedexposure;MME

把不同的曝光设备之间进行相互匹配,用高精度的设备曝光关键的图形层,用高效率的设备曝光其

余图形层,以不同的曝光设备完成一种集成电路或一套集成电路掩模制造或芯片制造的工业生产曝光

方式,以提高生产效率。

3.2.36.1
  电子束光刻对准标记 EBLalignmentmarks

多层次电子束光刻或电子束曝光与光学曝光进行混合光刻时,为保证套刻精度,在芯片上和光学光

刻掩模版上制备的用于进行定位、角度、倍率和畸变等参数校正的标记图形。

3.2.36.2
  光学光刻系统和电子束光刻系统之间的匹配与混合光刻技术 matchandmixedlithographytech-
nologybetweene-beamlithographysystemandopticallithographysystem
  光学曝光和电子束曝光相结合的一种曝光技术,为克服纳米电子束直写效率低而采取大部分工艺

由光学光刻技术完成,只有纳米尺度的图形层采用电子束直写完成。

3.2.36.3
  投影光刻和电子束直写系统混合曝光技术 stepper/EBDWsystemmixedlithographytechnology

投影光刻机与电子束直写系统之间的混合曝光的技术,为克服纳米电子束直写效率低而采取大部

分工艺由投影光刻技术完成,只有纳米尺度的图形层采用电子束直写完成。

3.2.36.4
  接触式光刻和电子束直写系统混合曝光技术 contact/EBDWsystemmixedlithographytechnology

光学曝光和电子束曝光相结合的一种曝光技术,为克服纳米电子束直写效率低而采取大部分工艺

由接触式光学光刻技术完成,只有纳米尺度的图形层采用电子束直写完成。

3.2.36.5
  大小束流混合曝光技术或大小孔径光阑混合曝光技术 big/smallelectronbeamcurrentorbig/

smallaperturediaphragmmixedlithographytechnology
  提高电子束曝光效率的一种方法。

注:电子束光刻工艺中,采用大尺寸的图形用大束流电子束曝光,纳米尺度图形采用小束流电子束曝光。

3.2.37
  纳米电子束直写技术 nanoelectronbeamdirectwritingtechnology

采用电子束光刻系统在基片表面抗蚀剂上直接扫描曝光纳米图形的技术。
注:主要解决纳米级电子束光刻中所需要解决的若干工艺技术问题。
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3.2.37.1
  电子束光刻数据设计可制造性 designformanufacturabilityofEBLdata

电子束曝光时涉及的曝光图形可制造性,以及电子束极限分辨率和邻近效应上涉及的曝光版图可

制造性问题。

3.2.37.2
  变剂量曝光技术 writingtechnologyofvaryingdoses

一种有效提高电子束曝光实验效率的方法。
注:为了减少实验次数,采用在同一块晶片上以不同的曝光剂量,分别曝光几组图形,通过各种后续工艺后,在晶片

上找到接近预期的图形尺寸,来提高实验成功率。

3.2.37.3
  高分辨率高反差电子抗蚀剂 highresolutionandcontrastresistforEBL

一种应用于纳米制造的高分辨率、高反差的电子抗蚀剂,应用于亚20nm甚至亚10nm的纳米结

构图形的电子束直写。

3.2.37.4
  电子束线曝光技术 writingtechnologyofsinglelines

一种电子束极限分辨能力曝光的技术。
注:电子束曝光系统允许采用0宽度的纯线条(singlelines)曝光,曝光线条宽度由电子束本身的束斑和电子散射程

度决定,反映电子束曝光系统的最佳分辨能力。

3.2.37.5
  电子抗蚀剂与基片附着力 adhesionforcebetweenresistandsubstrate

电子抗蚀剂与基片之间的附着力。

3.2.37.6
  抗蚀剂图形结构坍塌-粘连 adhesionandcollapseofresiststructure

电子束光刻高密度、高深宽比抗蚀剂图形结构发生的倒塌与粘连的现象。

3.2.37.7
  绝缘衬底电荷积累效应 chargeaccumulationeffectoninsulatingsubstrate

电子束在绝缘体衬底上曝光时,所产生的积累电荷 “排斥”直写电子束流,导致图形偏移失真,甚至

衬底表面产生火花放电的现象。

3.2.37.8
  扫描电子显微镜电荷积累效应 chargeaccumulationeffectinSEM

扫描电子显微镜在检测样品时,在基片表面或者抗蚀剂图形上产生的积累电荷 “排斥”检测用的电

子束流,导致检测图形偏移失真的现象,甚至衬底表面产生火花放电的现象。

3.2.37.9
  X射线漫散射曝光能量积累 X-raydiffusescatteringexposureenergyaccumulation

电子束中铬板上进行大面积长时间曝光时,高能电子束流在金属铬膜上激发的X射线及其他电磁

辐射的漫散射曝光积累,造成曝光后,电子抗蚀剂显影不可分辨的问题。

3.2.38
  电子束光刻抗蚀剂 resistforelectronbeamlithography

用于电子束光刻的抗蚀剂。
注:又称电子抗蚀剂,或电子束光刻胶。

3.2.39
  极紫外光刻 extremeultravioletlithography;EUVL

采用波长为13.4nm的软X射线进行光刻的技术。
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3.2.39.1
  放电等离子体源 dischargeproducedplasma;DPP

极紫外光刻(3.2.39)光源的一种,其放电等离子直接将电能转化为极紫外辐射能的高效光源。

3.2.39.2
  激光等离子体源 laserproducedplasma;LPP

一种激光激励极紫外辐射的等离子体光刻光源,具有较高的软X射线转换效率且能够长期连续运

行的低碎屑光源。

3.2.40
  散射角限制的投影电子束光刻 scatteringwithangularlimitationprojectionelectron-beamlithog-
raphy;SCALPEL
  电子束缩小投影光刻技术的一种,把电子束光刻的高分辨率成像能力与平行投影曝光系统的区域

成像技术相结合提高电子束曝光效率。

3.2.41
  可变轴浸没透镜电子束投影缩小曝光技术 projectionreductionexposurewithvariableaxisim-
mersionlenses;PREVAIL
  电子束缩小投影光刻技术的一种,采用平行像素投影和场分割拼接成像实现电子束缩小投影光刻

的技术。

3.2.42
  聚焦离子束加工技术 focusedionbeam;FIB

聚焦离子束在电场和磁场的作用下,将离子束聚焦到亚微米甚至纳米级尺寸,通过偏转系统实现聚

焦离子束无掩模加工工艺的技术。

3.2.43
  X射线光刻 X-raylithography;XRL

利用软X射线实现微纳米图形转移的技术。

3.2.44
  X射线成像技术 X-rayimagingtechniques

利用软X射线通过X射线光子晶体透镜实现微纳米图形成像的技术。

3.2.44.1
  透射式软X射线光子晶体透镜 photoniccrystaltransmission-typelensusinginsoftX-rayband

利用光子晶体各向同性的左手特性(负折射率特性),实现软X射线的发散或汇聚功能的各种组合

透镜。

3.2.44.2
  复合折射透镜 complexrefractivelens

适用于硬X射线波段聚焦与成像的X射线光学元件。
注:它通过微加工或X射线刻蚀等方法加工制成,由多达几十至几百片双凹或平凹折射单元组成。

3.2.44.3
  柯克帕特里克-贝茨型透镜 Kirkpatrick-Baezlens;K-Blens

利用X射线掠入射和全反射性质制成的X射线光学元件。

3.2.44.4
  透射式菲涅尔波带片 transmissiveFresnelzoneplate

由明暗相间同心圆环带组成的,具有聚焦功能的X射线光学衍射器件。
注:所有同心圆环(指内外边或者中心)的半径数值正比于环带的序数、光源波长和波带片焦距三者乘积的平方根。
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3.2.44.5
  多层膜劳厄透镜 multilayerfilmLauelens

利用X射线多层膜劳厄透镜设计的一种X射线衍射光学元件。

3.2.44.6
  多层膜布喇格-菲涅尔元件 multilayerfilmBragg-Fresnelelement

具备色散和汇聚成像双重功能的反射式X射线衍射光学元件。

3.2.44.7
  史瓦兹契德型显微物镜 Schwarzschildmicroscopeobjective

由两块同心球面镜组成的物镜,其中,主镜为凹面镜,副镜为凸面镜。

3.2.44.8
  弯曲晶体分析器 curvedcrystalanalyzer

X射线成像谱仪的核心光学元件。
注:通常采用反射式布拉格结构,如球面及超环面弯晶结构。

3.2.44.9
  X射线聚束透镜 X-raybunchlens

利用X射线在空心纤维导管内表面的多次反射来实现对X射线聚束的X射线光学元件。
注:成像原理类似于可见光中的光纤面板或光纤锥。

3.2.44.10
  X射线空间成像系统 X-rayspaceimagingsystem

由针孔、针孔阵列或者基于掠入射反射式成像原理的柯克帕特里克-贝茨型透镜(K-B)显微镜构成

的X射线空间成像系统。

3.2.45
  纳米压印光刻 nanoimprintlithogrphy;NIL

采用模版压印实现纳米图形转移的方法。
注:纳米压印光刻技术大体上分三大主流技术:一类是软压印技术(softimprintlithography);一类是热压雕版压印

技术(hotembossingimprintlithography)和步进热压雕版压印法;还有一类是基于紫外光可处理材料的步进-重

复式紫外光曝光固化压印技术(stepandflashUVimprintlithography)。

3.2.45.1
  模压 embossing

通过压印的方法进行三维结构图形复制转移的过程。

3.2.45.2
  软压印技术 softimprintlithography;SIL

把带有纳米浮雕图样的弹性压模上的图形转移到基底上的方法。

3.2.45.3
  热压雕版压印法 hotembossingimprintlithography;HEIL

采用热压塑性聚合物膜与等离子刻蚀相结合的压印技术。

3.2.45.4
  紫外曝光固化压印法 UVimprintlithography;UVIL

采用分歩重复紫外曝光固化的压印技术。

3.2.46
  纳米光刻 nanolithographytechnology

各种非传统的纳米加工和纳米制造技术的统称。
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3.2.46.1
  蘸笔纳米光刻 dip-pennanolithography

利用原子力显微镜的扫描探针制造具有纳米特征的分子层图形结构的技术。
  注:将被淀积的分子溶解于去离子水中形成蘸笔用的“墨水”,把探针的针尖浸入墨水蘸取液滴,提升并扫描移动到

样品衬底预定的位置,有选择性地通过针尖把微量的淀积物输运到样品表面,形成图形结构。所形成的图素大

小取决于针尖的蘸液量和样品表面的亲水(hydrophilic)或疏水(hydrophobic)性。应用于样品表面淀积纳米级

自组装单层膜图形。

3.2.46.2
  转印 inking

通过含有纳米结构的弹性印模蘸上墨水转印到基片上的图形转移技术。
注:墨水能在衬底上形成自组装(self-assembled)的单分子层,这个单分子层在后续工艺中作为刻蚀或表面反应的

掩模使用,通常选用硫醇或链烷硫醇盐,弹性印模通常由聚二甲硅氧烷制成。

3.2.46.3
  全息光刻 hologramlithography

利用光的衍射和干涉的现象、光的全息成像的原理和半导体光刻工艺技术形成的投影光刻技术。
注:全息光刻与传统投影光刻不同之处在于用全息图空间频率掩模片代替传统的二元振幅中间掩模版(铬版)。

3.2.46.4
  干涉光刻 interferencelithography

利用光的衍射和干涉的现象、光的全息成像的原理和半导体光刻工艺技术形成的无掩模光刻技术。
注:由于激光具体很好的单色性,能够充分满足相干条件,通常采用激光作为光源进行全息光刻,所以也称无掩模

激光干涉光刻(masklesslaserinterferometriclithography)。

3.2.46.5
  扫描探针光刻 scanningprobelithography;SPL

采用扫描隧道显微镜或原子力显微术的探针制造和加工表面结构的技术。
注:表面结构的大小从几百纳米一直到原子尺度。利用针尖和表面之间的强电场和电流密度进行原子工程(atomic

engineering)级尺度的处理,并结合朗繆尔-布洛杰膜(Langmuir-Blodgettfilm)和自组装单层膜(self-assem-

bledmonolayer)的修饰处理,衬底的选择性阳极氧化和材料表面淀积等方法。以针尖顶端注入的电子作为电

子束光刻(electron-beamlithography)的“笔”直接在材料上刻写沟槽,达到衬底表面纳米尺度的加工。

3.2.46.6
  原子工程 atomicengineering

用以构建原子尺寸结构的工艺技术。
注:借助存在于扫描隧道显微镜的隧道结中的相互作用,通过多种方式对原子或分子实施操作,进行重新排列。

3.2.46.7
  原子层淀积 atomiclayerdeposition;ALD

原子、分子尺度纳米薄膜生长的方法。采用化学吸附和一系列重复的自限制表面反应的方法在基

片表面逐个原子层生长所需要的纳米薄膜材料。

3.2.46.8
  近场光刻 near-fieldlithography

利用光子激发表面电荷集体振荡的表面波或利用物体表面激发的非辐射倏逝波在距离物体表面一

个波长以内实现高分辨率成像的光刻技术。

3.2.46.9
  表面等离激元 surfaceplasmon;SP

光波(电磁波)入射到金属与介质分界面时,由光子激发的表面电荷集体振荡的表面波。
注:如果采用支持表面等离子波的金属掩模就有可能进一步克服衍射极限,达到更高的分辨率,称之为表面等离子
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近场光刻(surfaceplasmonmediatednearfieldlithography)。

3.2.46.10
  表面等离激元光学 plasmonics

通过研究光与金属微纳结构中表面等离激元(3.2.46.9)的相互作用,实现纳米尺度上对光场及光与

物质相互作用的操纵、研究和利用。

3.2.46.11
  表面等离极化子 surfaceplasmonpolariton;SPP

一个由表面等离激元(3.2.46.9)和一个光子耦合形成的单元准粒子。
注:表面等离极化子产生于金属/介电材料的界面上,并沿平行于界面方向传播,同时伴随着光电场以指数形式衰

减,同时以特定衰减尺度远离表面,导致一定角度上的发射光强度减弱,吸收光强度增强。

3.2.46.12
  表面等离激元共振 surfaceplasmonresonance

电子的振荡频率与入射到金属表面的光波的频率一致时,电磁场的能量被有效地转变为金属表面

自由电子的集体振动能,电磁场被局限在金属表面很小的范围内并发生增强。
注:纳米金属晶体的表面等离子体共振存在不同的分类方式:横向(transversesurfaceplasmonresonance)、纵向

(longitudesurfaceplasmonresonance)、局域表面等离激元共振(localizedsurfaceplasmonresonance)、传播表面

等离激元共振(propagatingsurfaceplasmonresonance)、表面成像技术(topsurfaceimaging,TSI)。

3.2.46.13
  局域表面等离激元共振 localizedsurfaceplasmonresonance

表面等离激元(3.2.46.9)被紧紧束缚于金属-介质界面上,只能相对于金属离子实产生共振的现象。

3.2.46.14
  表面成像技术 topsurfaceimaging;TSI

在光学曝光中利用高分辨率图形转移工艺实现基片表面图形化的技术。
注:通常采用单层光刻胶表面改性的方法,或者利用传统的双层光刻胶图形转移工艺的方法实现基片表面图形化。

3.2.47
  量子纠缠态 quantumentanglementstate

在量子力学里,当几个粒子在彼此相互作用后,由于各个粒子所拥有的特性已综合成为整体性

质,无法单独描述各个粒子的性质,只能描述整体系统的性质的现象。

3.2.47.1
  量子 quantum

一个物理量如果有最小的单元而不可连续的分割,则这个物理量是量子化的,其中的最小的单元。
注:对于能量而言,量子是不可分的最小能量单位,“光量子”就是光的最小单位,即单光子。

3.2.47.2
  光量子 photon

传递电磁相互作用的基本粒子,是一种规范玻色子。

3.2.47.3
  波函数 wavefunction

量子力学中描写微观系统状态的函数。
注:一般来讲,波函数是空间和时间的函数,并且是复函数,即ψ=ψ(x,y,z,t)。ψ 是粒子的概率密度,即在时刻

t,在点(x,y,z)附近单位体积内发现粒子的概率,是大量事件所显示出来的一种概率分布。因此,波函数ψ也

称为概率幅。波函数模的平方对应于微观粒子在某处出现的概率密度(probabilitydensity)。

3.2.47.4
  量子力学 quantummechanics

研究原子、分子以至原子核和基本粒子的结构和性质的基本理论,研究微观粒子的运动规律的物理
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学分支学科。
注:量子力学与相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱。物理学只是解释观察并预测物理现象的,量子

力学中还有许多有待实验验证的奇异现象,对于没有办法观测的现象,是没有实际意义的,在能够被检测到之

前,只能作为假说,有待后人实验证实。在得到充分实验证实前,对各种争议的假说的取舍只能依据奥卡姆剃

刀原理,即简单有效原理。

3.2.47.5
  简单有效原理 Occam’sRazor

选择最简单的解决方案来解决问题,避免不必要的复杂性。

3.2.47.6
  量子态 quantumstate

量子力学中描述量子系统状态的基本概念。
注1:由一组量子数表征,这组量子数的数目等于粒子的自由度数。指原子、电子、中子、质子、光子等微观粒子所可

能具有的状态的统称,能表征粒子的能量、旋转、运动、磁场以及其他状态的物理特性。

注2:典型的量子态有量子纠缠态(quantumentanglementstate)、单量子态(singlequantumstate)、量子态组(quan-

tumstategroups)和量子阱态(quantumwellstates)。

3.2.47.7
  态 state

计算机中每一位,或者说每一个比特具有的各种状态。
注:如在数字计算机二进制计算中,每一位,或者说每一个比特(bit)有两个态,一个是0态,一个是1态,就是利用

这两个态实现二进制数字运算。

3.2.47.8
  量子比特 quantumbit;qubit

量子通信系统、量子计算机系统等量子信息处理系统的基本存储单元。
注:从物理学的角度,人们习惯于根据量子态的特性称为量子比特(qubit或qbit)、纠缠比特(ebit)、三重比特

(tribit)、多重比特(multibit)和经典比特(cbit)等。

3.2.47.9
  比特 bit

计算机内部数据储存的最小单位。
注:对二进制的数而言,一位只表示0或1两种状态。两位二进制的数表示00、01、10、11四种状态;三位二进制数

表示八种 状 态,即 000、001、010、011、100、101、110、111;八 位 二 进 制 数 表 示 256 种 状 态,最 小 的 数 是

00000000,最大的数为11111111。一字节包含8位二进制位,表示0~255之间的整数。

3.2.47.10
  比特流 BitTorrent;BT

一个文件分发协议,它采用高效的软件分发系统和点对点技术共享大体积文件,并使每个用户像网

络重新分配结点那样提供上传服务。

3.2.47.11
  字节 byte

计算机信息技术用于计量存储容量的一种计量单位,也是计算机中数据处理的基本单位。
注:计算机是以字节为单位存储和解释信息的,字节是指一小组相邻的二进制数码,在二进制计算机中,规定一个

字节由八个二进制位构成,即1个字节等于8个比特(1byte=8bit),即微型计算机通常是8位作为一个字

节,构成信息的一个小单位,并作为一个整体来参加操作。而字节比字小,是构成字的单位。在微型计算机

中,通常用多少字节来表示存储器的存储容量。八位二进制数最小为00000000,最大为11111111,表示256种

状态。通常1个字节存入一个ASCII码的字符,一个汉字国标码需要2个字节存放。在计算机编程语言中,字

节用于存放数据类型和语言字符。

23

GB/T44928—2024



3.2.47.12
  ASCII码 americanstandardcodeforinformationinterchange;ASCII

计算机中用得最广泛的字符集及其编码。

3.2.47.13
  字符 character

使用多种不同字符方案或代码页来表示的抽象实体。
注:电脑和通信设备会使用字符编码的方式来表达字符。意思是会将一个字符指定给某个东西。在计算机和电信

技术中,一个字符是一个单位的字形、类字形单位或符号的基本信息。计算机中使用的字母、数字、字和符

号,包括:1、2、3、A、B、C、~! ·#$%……—*()-+等等。在ASCII码中,一个英文字母字符存储需要1个字

节。在GB/T2312编码或GBK编码中,一个汉字字符存储需要2个字节。

3.2.47.14
  码元 codeelement/encodeelement

数字通信中用于表示一个二进制数字的时间间隔内的信号,数字信号的基本计量单位。
注:码元是数字信号中每一位的通称。码元用二进制或其他进制的数表示。

3.2.47.15
  波特率 baudrate

在信息传输通道中,每秒钟通过信道传输的码元数。
注:又称码元传输速率、码元速率(RB)或传码率。

3.2.47.16
  比特率 bitrate

单位时间内传输或处理的比特的数量。
注:比特率表示有效数据的传输速率,b/s、bit/s、比特/s。

3.2.47.17
  网络带宽 networkbandwidth

在一个固定的时间内(1s),能通过的最大位数据。

3.2.47.18
  内存带宽 memorybandwidth

在一个固定的时间周期内,能交换的最大数据字节数。
注:内存带宽=总线宽度×总线频率×一个时钟周期内交换的数据字节数。内存带宽相当于CPU与内存之间的

数据交换桥梁的宽窄。

3.2.47.19
  字 word

计算机进行数据处理时,其运算部件一次能够并行处理、存取、加工和传送的二进制数据串。
注:一个字通常由一个或多个(一般是字节的整数位)字节构成。

3.2.47.20
  字长 wordsize;wordlength

每个计算机字所包含的位数。

3.2.47.21
  字块 blocklength

在信息处理中,一群字作为一个单元来处理的。
注:又称字组。

3.2.47.22
  帧 frame

在网络中,计算机通信传输的是由“0”和“1”构成的二进制数据,二进制数据组成“帧”。
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注:帧是网络传输的最小单位。

3.2.47.23
  量子计算机 quantumcomputer

一种全新的基于量子理论的计算机,遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储,运行量子

算法处理量子信息的物理装置。

3.2.47.24
  普朗克常数 Planckconstant

用以描述量子大小的基本物理常数。
注:普朗克常数记为h。

3.2.47.25
  普朗克长度 Plancklength

当尺度小于某个大小,为探测它打出的光子的波长要足够小,以至于它的能量要大到足以把那个区

域变成微黑洞无法测量,这个有意义的最小可测长度。
注:普朗克长度由引力常数、光速和普朗克常数的相对数值决定,它大致等于1.6×10-35m,即1.6×10-33cm,是一

个质子直径的1022分之一。

3.2.47.26
  普朗克量子论 Planckquantumtheory

宏观的宇宙物理学,其基本性质是宇宙物质本质上是无格子结构的不可分割的量子。

3.2.47.27
  普朗克时间 Plancktime

根据量子理论,能够探测的最小时间单位,相当于光通过普朗克长度所需要的时间。
注:普朗克时间=普朗克长度/光速=10-43s。

3.2.47.28
  史瓦西半径 Schwarzschildradius

任何具重力的质量之临界半径。
注:在物理学和天文学中,尤其在万有引力理论、广义相对论中它是一个非常重要的概念。太阳的史瓦西半径约为

3km,地球的史瓦西半径只有约9mm。物体的实际半径小于其史瓦西半径的物体被称为黑洞。

3.2.48
  光电效应 photoelectriceffect

紫外线照射到某些物质上,物质内部的电子吸收光子的能量,被激发出来形成电流,这种由光能量

转换为电能的光致电变的现象。
注:分别有:

a) 在光的作用下,物体内的电子逸出物体表面向外发射的现象叫做外光电效应;

b) 在光线作用下,电子吸收光子能量从键合状态过度到自由状态,而引起材料电导率的变化,称光电导效应;

c) 在光作用下能使物体产生一定方向电动势的现象,称光生伏特效应。

3.2.49
  激光 laser

受激发射的辐射光放大所产生的光。
注:根据光与物质的共振相互作用的原理,光和物质原子的相互作用过程包含原子的自发辐射跃迁、受激辐射跃迁

和受激吸收跃迁3种过程。

3.2.49.1
  激光器 laser

发射激光的装置,利用受激辐射原理使光在某些受激发的物质中放大或振荡发射的器件。
注:简称光激射器。
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3.2.49.2
  跃迁 quantumtransition

量子力学体系状态发生跳跃式变化的过程。
注:在光和物质相互作用的过程中,原子核外电子通过吸收或释放能量从一个能级跃迁到另一个能级。

3.2.49.3
  自发辐射 spontaneousradiation

在没有任何外界作用下,激发态原子自发地从高能级(激发态)向低能级(基态)跃迁,同时辐射出一

个光子的过程。

3.2.49.4
  受激吸收 stimulatedabsorption

处于低能级的电子,受到外来光子的激励,在满足能量恰好等于低、高两能级之差时,该电子就吸收

这部分能量跃迁到高能级。

3.2.49.5
  受激辐射 stimulatedradiation

处于高能级的电子在光子的“刺激”或者“感应”下,跃迁到低能级,并辐射出一个和入射光子同样频

率的光子的过程。

3.2.49.6
  粒子数反转 populationinversion

在一个系统中,高能级的粒子数超过低能级粒子数的非平衡状态。

3.2.49.7
  波尔兹曼分布规律 L.E.Boltzmann

覆盖系统各种状态的概率分布、概率测量或者频率分布。
注:玻尔兹曼分布也叫吉布斯分布,当有保守外力(如重力场、电场等)作用时,粒子的空间位置就不再均匀分布

了,不同位置处粒子数密度不同。同义词有波耳兹曼能量分布规律。

3.2.49.8
  激光工作介质 laserworkingmedia

能够实现粒子数反转(3.2.49.6)的受激发射激光的工作介质。
注:包括气体、液体、固体或半导体等。

3.2.49.9
  激励源 drivingsource

起到激励工作介质中出现粒子数反转的手段。
注:包括电激励、光激励或热激励、化学激励等。

3.2.49.10
  谐振腔 resonantcavity

实现光波往返反射振荡提供光能反馈逐渐受激放大的空腔。

3.2.50
  显微术 microscopy

利用光学系统或电子光学系统设备,观察肉眼所不能分辨的微小物体形态结构及其特性的技术。
注:包括:

a) 各种显微的成像、显示、操作、制造、加工、探测和应用的技术;

b) 显微样品的制备技术;

c) 观察结果的表征、记录、分析和处理的技术。
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3.2.51
  扫描探针显微术 scanningprobemicroscopy

多种显微术的统称,利用原子级尖锐扫描针尖与固体表面之间相互作用的不同特性,在纳米尺度表

征相关属性的技术。
  注:扫描探针显微术广泛用于微纳表征、微纳制造和微纳成像技术中,是开发纳米光刻技术的重要手段。通常有原

子力显微术(atomicforcemicroscopy,AFM)和扫描隧道显微术(scanningtunnelingmicroscopy,STM),还有其

延伸的许多显微技术:近场扫描光学显微术(near-fieldscanningopticalmicroscopy,NSOM)或扫描近场光学显

微术 (scanning near-field optical microscopy,SNOM)、导 电 原 子 力 显 微 术 (conductiveatomicforce

microscopy,C-AFM)、动态显微术(dynamicforcemicroscopy);弹道电子发射显微术(ballisticelectronemis-

sionmicroscopy,BEEM)、化 学 力 显 微 术(chemicalforcemicroscopy,CFM)、静 电 力 显 微 术(electrostatic

forcemicroscopy,EFM)、磁力显微术(magneticforcemicroscopy,MFM)、力调制显微术(forcemodulationmi-

croscopy,FMM)、开 尔 文 探 针 力 显 微 术(Kekvinprobeforcemicroscopy,KPFM)、侧 向 力 显 微 术(lateral

forcemicroscopy,LFM)、磁共振力显微术(magneticresonanceforcemicroscopy,MFM)、压电响应力显微术(pi-

ezoresponseforce microscopy,PFM)、电 化 学 扫 描 隧 道 显 微 术 (electro-chemicalscanningtunneling
microscopy,ECSTM)、非弹性电子隧道显微术(inelasticelectrontunnelingmicroscopy,IESTM)、自旋极化扫描

隧道显微术(spin-polarizedscanningtunnelingmicroscopy,SP-STM)、同步加速器X射线扫描隧道显微术(syn-

chrotronX-rayscanningtunnelingmicroscopy,SXSTM)、光子扫描隧道显微术(photonscanningtunnelingmi-

croscopy,PSTM)、扫 描 电 容 显 微 术(scanningcapacitancemicroscopy,SCM)、扫 描 电 化 学 显 微 术(scanning
electro-chemicalmicroscopy,SECM)、扫描栅极显微术(scanninggatemicroscopy,SGM)、扫描霍尔探针显微术

(scanninghallprobemicroscopy,SHPM)、扫描离子电导显微术(scanningion-conductancemicroscopy,SICM)、

扫描扩散电阻显微术(scanningspreadingresistancemicroscopy,SSRM)、扫描热学显微术(scanningthermalmi-

croscopy,SThM)、扫描电压显微术(scanningvoltagemicroscopy,PVM)等。

3.2.51.1
  原子力显微术 atomicforcemicroscopy

用原子力和分子力取代隧道电流作为监控参数,用以在原子尺度下观测材料的表面特性,扫描探针

显微术的一种。
注:原子力显微镜有3种对样品表面作用的成像模式:接触模式、轻敲模式和非接触模式。

3.2.51.2
  导电原子力显微术 conductiveatomicforcemicroscopy;C-AFM

当探针的导电针尖与样品表面接触扫描时,在针尖和样品之间施加电压,所产生的电流图像和形貌

图像,反映样品表面传导电流量的特征的一种原子力显微术。
注:应用于多晶材料的晶界和晶间的特性研究。

3.2.51.3
  静电力显微术 electrostaticforcemicroscopy;EFM

利用动态非接触式探测探针尖端处的静电电荷的吸引和排斥的力,通过改变加载在尖端的电压进

行表面探测,改善原子力显微镜进行非接触探测成像的功能的一种原子力显微术。

3.2.51.4
  开尔文探针力显微术 Kevinprobeforcemicroscopy;KPFM

利用开尔文方法的操作原理,以非接触方式利用探针振动扫描,测量接触电位差的原子力显微术。
注:又称表面电位显微术(surfacepotentialmicroscopy)。

3.2.51.5
  侧向力显微术 lateralforcemicroscopy;LFM

根据扫描探针悬臂扭转力矩探测基片表面的摩擦力,通过摩擦力的不同分辨出物质的不同组分,有
助于增强原子力显微镜图像锐度的显微技术。
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3.2.51.6
  动态显微术 dynamicforcemicroscopy

针尖垂直于样品表面振动的动态模式的原子力显微术。
  注:通常使用振幅调制模式(轻敲模式)和自激振模式。前者主要用于大气和液态成像,后者主要用于超高真空原

子级高分辨率成像。

3.2.51.7
  磁力显微术 magneticforcemicroscopy;MFM

采用磁化针尖和磁性样品之间的相互作用,探测样品形貌信息的一种磁场成像的原子力扫描探针

技术。
注:探测微小磁力和微磁杂散场,能获得杂散磁畴的分布图像。采用静态或动态模式横向分辨率能达到50nm

以下。

3.2.51.8
  磁共振力显微术 magneticresonanceforcemicroscopy;MRFM

利用具有铁磁性粒子探针的悬臂梁,直接通过样品表面核自旋和针尖之间的相互作用调制自旋梯

度。当铁磁性针尖接近样品时,外部施加振荡磁场激发样品原子的自旋共振,使样品表面原子的核自旋

发生极化,能获得具有纳米分辨率的样品表面磁图像,甚至能达原子级分辨率的原子力显微术。

3.2.51.9
  压电响应力显微术 piezoresponseforcemicroscopy;PFM

在电场作用下,压电材料产生扩张或收缩,通过导电尖锐探针与压电或铁电样品表面相接触,获得

表面形貌,对铁电畴以纳米尺寸分辨率成像的原子力显微术。

3.2.51.10
  扫描电容显微术 scanningcapacitancemicroscopy;SCM

以连接导电探针上的超高频率共振电容传感器在样品表面扫描,通过探针和样品表面之间的静电

电容变化,获取半导体表面二维电荷载流子分布信息图谱的原子力显微术。

3.2.51.11
  扫描栅极显微术 scanninggatemicroscopy;SGM

通过针尖在半导体异质结构表面进行局域扫描,测量栅电极穿过的电流,以探测表面低微结构的电

输运性能,包括结构的电流分布、势垒位置和自由电荷载流子密度等信息的原子力显微术。

3.2.51.12
  扫描电压显微术 scanningvoltagemicroscopy;PVM

利用导电的探针针尖与正在运行着的器件表面完全接触,探测器件表面或者横截面的电位分布,从
互补的电荷载流子断面图中提取电势图的原子力显微术。

注:又称纳米电势测定术。

3.2.51.13
  力调制显微术 forcemodulationmicroscopy;FMM

利用原子力显微镜的探针垂直振动的接触式探测功能,对样品上的力进行调制,利用悬臂梁弯曲偏

转的变化探测非均匀表面的显微术。

3.2.51.14
  扫描隧道显微术 scanningtunnelingmicroscopy;STM

基于在极端接近(1nm量级)样品表面处以极高精度定位原子级尖锐针尖进行原子级操作的显微

技术。
注:又称扫描隧穿显微术。当样品和针尖之间施加适当的偏压时,通过电子隧穿针尖和样品之间的势垒,产生局域

电子态密度的分布剖面图,反映样品表面原子分布和化学性质,垂直分辨率在0.01nm~0.05nm,水平分辨率

优于0.3nm,扫描图像范围大约几百nm。
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3.2.51.15
  近场扫描光学显微术 near-fieldscanningopticalmicroscopy;NSOM

采用孔径远小于光波长的探针代替光学镜头,在距离物体表面一个波长的近场区域内,通过探测束

缚在物体表面的非辐射倏逝场,探测亚微米光学信息的扫描探针显微术。

3.2.51.16
  光子扫描隧道显微术 photonscanningtunnelingmicroscopy;PSTM

利用激光激发倏逝波近场扫描产生隧道电流,获得超衍射极限的表面立体图像微区折射率分布情

况的显微术。
注:是一种特殊的近场光学显微术,也属扫描探针显微术的一种。

3.2.51.17
  同步加速器X射线扫描隧道显微术 synchrotronX-rayscanningtunnelingmicroscopy;SXSTM

利用同步加速器X射线辐射激发电子的扫描隧道显微技术。
3.2.51.18
  针尖增强电子发射显微术 tip-enhancedelectronemissionmicroscopy;TEEEM

利用聚焦脉冲激光束激发探针针尖电流,测量样品表面的显微术。
注:在三维结构的样品表面探测时,针尖电流与激光场之间的关系呈非线性、敏感,具有超快的时间分辨率。

3.2.51.19
  量子点接触显微术 quantumpointcontactmicroscopy;QPCM

通过扫描的方式记录单原子量子点接触针尖和样品表面之间的传输电流,以取代测量穿过隧道结

的电流,通过单原子接触扫描样品表面,获得电导空间图谱的扫描隧道显微术。

3.2.51.20
  扫描电化学显微术 scanningelectro-chemicalmicroscopy;SECM

利用扫描探针探测气/液、液/液、固/液或气/固界面的电势或电流,获得探针周围带电物质的扩散、
化学或电化学反应过程信息的扫描隧道显微术。

3.2.51.21
  扫描霍尔探针显微术 scanninghallprobemicroscopy;SHPM

利用霍尔探针的高灵敏度特性,在很大的温度和磁场范围内收集微弱的电磁信号的扫描探针显

微术。
注:扫描霍尔探针显微镜直接通过探针的霍尔效应直接探测到样品表面局域场信息。

3.2.51.22
  扫描离子电导显微术 scanningion-conductancemicroscopy;SICM

由充满电解液的微纳米级玻璃注液管构成的探针扫描显微检测技术。
注:通过电极电流分析浸在电解液溶液中非导电材料的表面结构,通过测量离子流的反馈保持注液管尖端与样品

表面的间距稳定。

3.2.51.23
  扫描扩散电阻显微术 scanningspreadingresistancemicroscopy;SSRM

利用接触式原子力显微镜的导电针尖扫描半导体结构横截面的表面,通过分析,并以高分辨率绘制

出扩散电阻截面图和针尖位置的函数关系的扫描探针显微术。

3.2.51.24
  扫描超导量子干涉器件显微术 scanningSQUIDmicroscopy;SSM

采用单芯片微型超导量子干涉器作为磁力计,探测样品表面磁场扫描成像的探针显微术。

3.2.51.25
  扫描热学显微术 scanningthermalmicroscopy;SThM

采用热敏探针在固态样品表面进行纳米尺度热学探测的扫描探针显微术。
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注:采用通电加热热电偶探针的尖端的热偶结,利用反馈系统控制热偶结尖端与样品表面的距离,绘制热场图,构

成热探针光刻系统。

3.2.51.26
  弹道电子发射显微术 ballisticelectronemissionmicroscopy;BEEM

利用扫描隧道显微镜探针尖端热电子的弹道输运(ballistictransport)分析金属/半导体和一些金

属/绝缘体形成的肖特基界面性质,通过改变针尖和基片之间的电压改变电子的能量分布,绘制载流子

传输能谱和势垒分布图的扫描探针显微术。

3.2.51.27
  电化学扫描隧道显微术 electro-chemicalscanningtunnelingmicroscopy;ECSTM

利用固/液界面的电化学反应,在原子尺度上再现隧穿电流所代表的样品表面图像的扫描探针显

微术。

3.2.51.28
  非弹性电子隧道显微术 inelasticelectrontunnelingmicroscopy;IESTM

利用非弹性散射电子探测金属-绝缘体-吸附物-金属结构的隧穿电流和电压的隧道显微术。
注:非弹性散射电子隧穿谱覆盖范围达到(50~19000)/cm,在电子激发研究等方面得到成功的应用。

3.2.51.29
  化学力显微术 chemicalforcemicroscopy;CFM

利用原子力显微镜的功能化探针尖端和样品之间的化学相互作用以表征材料表面的多功能工

具,利用针尖与样品之间的范德瓦耳力保持恒定的探针与样品表面的间隙,通常使用镀金针尖联接相关

官能团的化学试剂进行表面测试或直接进行分子间力及复杂生物表面成像的扫描探针显微术。

3.2.51.30
  范德瓦耳斯力 VanderWaalsforce

存在于彼此紧密靠近的分子之间或原子之间,由于电子云相互重叠产生的静电相互作用的排斥力。
注:又称分子间作用力。范德瓦耳力又分为3种作用力:诱导力、取向力和色散力。

3.2.51.31
  诱导力 inductionforce

在极性分子的固有偶极诱导下,临近它的分子会产生诱导偶极,分子间的诱导偶极与固有偶极之间

的电性引力。

3.2.51.32
  取向力 orientationforce

极性分子与极性分子之间的固有偶极与固有偶极之间的静电引力。

3.2.51.33
  色散力 dispersionforce

分子相互靠拢时,它们的瞬时偶极矩之间产生的很弱的吸引力。
注:又称伦敦力。

3.2.52
  激光扫描共聚焦显微术 laserscanningconfocalmicroscopy;LSCM

利用激光共焦扫描成像技术提高纵向显微分辨率,用于微米及亚微米尺度测量的三维光学显微

技术。

3.2.53
  激光差动共焦显微术 laserdifferentialconfocalmicroscopy;LDCM

具有与激光扫描共聚焦显微术相似的成像原理,利用共聚焦显微术针孔探测器偏离物镜焦平面(轴
向离焦)时成像响应特性不变、仅产生成像区域轴向响应平移的特性,有效地改善系统响应的灵敏度的
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显微技术。

3.2.53.1
  激光差动共焦扫描成像技术 laserdifferentialconfocalscanningimaging

利用差动共焦特性曲线的零点进行瞄准、定位,三维扫描结构实现系统扫描成像;或利用差动共焦

曲线的线性区进行轴向微区成像,结合二维扫描机构实现三维成像,然后再利用大范围轴向扫描机构实

现大范围三维成像的技术。

3.2.53.2
  激光差动共焦光谱扫描成像技术/检测技术 laserdifferentialconfocalspectralscanningima-
ging/detection
  在普通的二维空间成像的基础上,增加一维的光谱信息,主要利用差动共焦技术对样品进行精确定

焦,并获取样品焦点处光谱信息,沿X、Y 方向进行扫描,获取拉曼光谱图像,根据光谱间的分子指纹特

性,对物质成分、结构等进行检测的技术。
注:该技术提高了拉曼光谱技术的轴向响应精度,应用于高精度微区成像与检测。

3.2.53.3
  双极性差动共焦显微测量技术 bipolarabsolutedifferentialconfocalmicroscopy;BADCM

基于二元光学整形技术的双极性差动共焦技术,利用差动共焦特性曲线的线性区,具有绝对测量和

零点跟踪的优势,根据信号的正负和大小判断样品的位置和方向的技术。

3.2.53.4
  三差动共焦显微测量技术 tri-differentialconfocalmicroscopy;TDCM

利用分光镜将共焦显微的探测系统分为放置在聚焦镜焦前、焦面、焦后位置的3个光路,每个光路

均由针孔和置于针孔后的探测器组成,分别接收光学信号,通过将接收到的三路信号两两差动相减处

理,改善共焦显微系统轴向分辨力、信噪比和环境抗干扰能力的技术。

3.2.53.5
  三维超分辨共焦显微测量技术 three-dimensionalsuper-resolutionconfocalimaging

在共焦显微技术的基础上,建立复振幅光瞳超分辨滤波参数的统一模型,通过光瞳滤波改善共焦测

量系统的三维分辨率,以恢复共焦显微技术中丢失的高频信息,突破光学衍射极限,提高系统的三维分

辨能力,实现三维超分辨测量的技术。

3.2.53.6
  超分辨复色差动共焦显微测量技术 superresolutionpolychromaticdifferentialconfocalmicroscopy

利用复色光照明通过物镜后产生聚焦轴向色散的特性,在传统差动共焦基础上,增加照明光数

量,采用多个单色光源,克服测量分辨率与量程范围扩展的矛盾关系,在不牺牲系统测量分辨率前提

下,使量程范围得到大幅度扩展的技术。

3.2.53.7
  超分辨移相共焦显微测量技术 superresolutionphaseshiftconfocalmicroscopy

基于干涉原理的扫描测量技术,利用移相干涉作用与共焦针孔的层析作用相结合,改善共焦扫描显

微技术三维分辨率的技术。

3.2.54
  荧光显微术 fluorescencemicroscopy

用某一波长的光照射被分析样品以激发自然的或人工引入的荧光分子团产生激发光波,通过一个

滤光片吸收与激发光波波长一致的光,只能传播荧光波段的成像技术。

3.2.54.1
  全内反射荧光显微术 totalinternalreflectionfluorescencemicroscopy;TIRFM

利用全内反射产生的倏逝波的能量激发样品,从而使样品表面数百纳米厚的薄层内的荧光团受到
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激发,荧光成像的信噪比大大提高,能看到样品表面单分子的活动情况的显微技术。

3.2.54.2
  倏逝场荧光显微术 evanescentfieldfluorescencemicroscopy

利用入射光在不同折射率的两种介质表面所产生的穿透极浅的倏逝场的能量来激发荧光物质。
注:因倏逝波的穿透深度极有限,一般仅能激发界面,观察邻近界面的荧光团。

3.2.54.3
  倏逝波 evanescentwave

当光波从光密介质入射到光疏介质时,通常能够在两种介质临界面上发生全反射,当入射角大于临

界角时,部分沿着与临界面平行的方向沿物体表面传播的光波。

3.2.55
  荧光纳米显微术 fluorescencenanoscopy

一系列用以克服衍射极限和阿贝分辨率极限的荧光显微技术。
注:荧光纳米显微术包括:共焦荧光显微术(confocalfluorescencemicroscopy)、结构照明显微术(structuredillumi-
nationmicroscopy,SIM)、受激发射损耗显微术[stimulatedemissiondepletion(STED)microscopy]、非相干干涉

照明显微术(incoherentinterferenceilluminationmicroscopy,I3M)、成像干涉显微术(imageinterferencemicros-
copy,I2M)、基态耗尽显微术(ground-statedepletionmicroscopy)、饱和模式激发显微术(saturatedpatternexci-
tationmicroscopy,SPEM)、光活化定位显微术(photoActivablelocalizationmicroscopy,PALM)、随机光学重建

显微术(stochasticopticalreconstructionmicroscopy,STORM)、可逆饱和光学线性荧光显微术(reversiblesatu-
rableopticallylinearfuorescencemicroscopy,RESOLFM)。

3.2.55.1
  阿贝分辨率极限 Abbe’sresolutionlimit

光学装置所能分辨的两条线之间正比于光的波长、反比于观察光的角分布的最小距离。
3.2.55.2
  德布罗意波长 DeBrogliewavelength

法国物理学家德布罗意提出的,认为物质在一定的环境下能够表现波粒二象性,呈现波动性质的波

长与呈现为粒子性质的动量成反比的物质。

3.2.55.3
  物质波 matter-wave

在空间中某点某时刻可能出现的几率,其中概率的大小受波动规律的支配。
3.2.55.4
  波粒二象性 wave-particleduality

德布罗意假说认为任何物质在一定的环境下都能够表现两种性质,尤其是微观粒子有时显示出波

动性,有时又显示出粒子性,在不同条件下分别表现为波动和粒子的性质。

3.2.55.5
  共焦荧光显微术 confocalfluorescencemicroscopy

在共焦显微镜球冠上由透镜产生的激光光波产生一个三维衍射点,在共焦区域发生荧光,一个点状

的探测器记录其大部分来自极大值的荧光,改善成像分辨率的荧光显微术。

3.2.55.6
  结构照明显微术 structuredilluminationmicroscopy;SIM

衍射光栅放在激发光的路径上,激发光在样品上产生衍射图案,该图案与激发光本身的光栅图案产

生干涉,所生成的干涉纹的周期远大于原来的衍射图案,从而低于阿贝分辨率极限的精细结构能被观察

出来的显微术。
3.2.55.7
  多光子共焦荧光显微术 multiphotonconfocalfluorescencemicroscopy

基于宽场、双光束干涉照明、对称双物镜成像技术基础上发展起来的多光子共聚焦显微技术。
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3.2.55.8
  受激发射损耗显微术 stimulatedemissiondepletion(STED)microscopy

双光束显微系统,以一束激发光激发荧光分子,使其中电子跃迁到激发态,再通过一束损耗光使部

分被激光分子退激发,以减少有效的荧光发光面积,实现超衍射极限的空间分辨率的显微术。

3.2.55.9
  非相干干涉照明显微术 incoherentinterferenceilluminationmicroscopy;I3M

结合两个成像干涉显微镜,把激发光相长干涉地汇聚到一个探测器上,构成成像干涉非相干干涉照

明显微镜,以获得更明锐的图像的方法。

3.2.56
  扫描俄歇显微术 scanningAugermicroscopy;SAM

利用高能电子束为激发源的,通过俄歇信号成像系统产生元素二维分布的俄歇图像的设备,进行表

面科学和材料科学分析的技术。
注:SAM分析区域受激原子发射出具有元素特征的俄歇电子,具有亚微米级的空间分辨率。

3.2.56.1
  俄歇电子 Augerelectron

原子内层电子被激发电离形成空位,较高能级的电子跃迁至该空位,这种多余能量有的不产生辐

射,而是使原子外层另一电子激发发射,成为自由电子。

3.2.56.2
  俄歇电子能谱仪 Augerelectronspectrometer;AES

检测俄歇电子进行样品表面分析的一种仪器。
注:不同的元素所激发出来的俄歇电子具有不同的能量峰值分布,同一种元素不同的化学键状态,会使该元素的俄

歇峰的位置产生移动,包含有丰富的物理、化学信息。

3.2.56.3
  俄歇跃迁 Augertransition

当X射线、γ射线辐射、高能光子或高能电子等高能粒子射到物体上时,由于粒子能量很高,能穿入

物体原子的外壳电子层,使原子内壳层上的束缚电子发射出来,这时,外层能量高的电子会跃迁到内层

填补这个空穴,并释放出能量。

3.2.56.4
  俄歇效应 Augereffect

原子受到辐射,导致内层电子跃迁到外层,内层电离出空位,外层其他电子又回迁填补该空位,其多

余能量没有发出辐射,而是激发外层另一个或多个电子得到能量被发射成自由电子,使原子或分子成为

高价离子的物理现象。

3.2.57
  超材料 metamaterial

利用微光刻与微纳米加工技术人工制造出对光子和电磁波进行调制,产生特异性质的微纳米结构

功能材料。

3.2.57.1
  手性材料 chiralmaterial

本身没有对称性,与其镜像只能形成对称关系,不能上下完全套合的结构材料。

3.2.57.2
  手性材料的旋波性 chiralmaterialsexhibitelectromagneticwaverotation

周期性排列的手征结构单元对左旋圆偏振光和右旋圆偏振光的光学响应不同,从而使得平面手征

结构具有的旋波性。
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注:又称旋光性。

3.2.57.3
  平面手征超常介质 planarchiralmetamaterials;PCM

手征材料的一种用周期性亚波长平面手征结构来控制光的偏振状态的人工介质材料。
注:手征介质(手性介质)具有旋光性,得经过它的电磁波的偏振面发生旋转,典型手性介质如石英、葡萄糖等。

3.2.57.4
  负折射率材料 negativeindexmaterials;NIMs

介电常数ε和磁导率μ同时为负值的材料。
注:与自然界中,入射光线穿过两种介质界面时会发生反射和正折射现象相反,它具有负群速度、负折射效应、逆多

普勒效应、逆切仑科夫辐射、理想成像等异常的物理性质。

3.2.57.5
  光子晶体 photoniccrystal;PhC

由周期性排列的不同折射率的介质制造的规则光学结构。
注:一种人造周期性电介质结构,具备光子带隙(photonicband-gap,PBG)特性,有时也称PBG光子晶体结构。所

谓的光子带隙是指某一频率范围的波不能在此周期性结构中传播,即这种结构本身存在“禁带”。故光子晶体

又称光子禁带材料。光子晶体具有波长选择的功能,有选择地使某个波段的光通过而阻止其他波长的光通

过,利用这个性质,实现通过光波长的控制,即颜色的控制,如蝴蝶翅膀和孔雀羽毛。按照光子晶体的光子禁带

在空间中所存在的维数,将其分为一维光子晶体、二维光子晶体和三维光子晶体。

3.2.58
  精密化学工程 precisionchemicalengineering

采用自上而下纳米光刻与自下而上自组装相结合的技术,达到精确控制三维纳米结构生长目的的

技术。

3.2.58.1
  自组织 self-organisation

固态结构在热力学非平衡过程中由于强相互作用的原子发生特殊排列的物理现象。
注:在过饱和的或存在应力的固体中,在热力学不平衡的条件下,固体原子有要获得最小自由能的稳定原子排列结

构的趋势,导致局部成核或生长新晶相的自发结晶化的相变现象。注意:利用热力学不平衡的条件下原子自发

形成晶核的自组织物理过程与在化学反应中利用基片表面化学键或表面官能团的吸附力实现分子堆积自组装

的机理不同。

3.2.58.2
  弗兰克-范德梅韦生长模式 Frank-VanderMerwegrowthmode

在外延生长中,出现最初逐层按晶格正常外延生长,应变能随着生长的膜增厚而增加,当增加到一

定程度,外延层上必然会出现岛或线的晶格错配降到低能态,此后沉积材料转变成局部岛状生长的

模式。

3.2.58.3
  自组装 self-assembly;SA

某些材料与外界环境相互作用下,材料的基本结构单元(原子、分子、纳米材料、微米或更大尺度的

物质)在其内部或局域的动力作用下,自发趋向热力学稳定、能量最低的、紧密的、有序结构的自主聚集

形成具有一定规则几何外观结构的过程。
注:自组装技术主要分定向自组装(directedself-assembly)和分子自组装(molecularself-assembly),而分子自组装

又有静态自组装和动态自组装之分。

3.2.58.4
  自组装膜 self-assembledmonolayers;SAMs

采用自组装技术形成的单层或者超薄有机膜,通过一个表面活性物质在固体表面吸附而形成的有
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序分子膜。

3.2.58.5
  纳米图形化 nanopatterns

利用纳米光刻技术或纳米自组装在基片表面或抗蚀剂上生成纳米结构图形的统称。

3.2.59
  定向自组装 directedself-assembly;DSA

利用材料内部的自然机制组装有序结构的技术,通过改变化学组分来适当地调整热化学作用,在高

分子材料薄膜中自然形成纳米级条纹状或孔状结构。

3.2.59.1
  嵌段共聚物 blockcopolymer;BCP

在单一线性分子中存在两种或两种以上结构不同、性质不同的聚合物链段连在一起制备而成的一

种特殊聚合物。
注:又称镶嵌共聚物。

3.2.59.2
  定向自组装光刻技术 directedself-assembly(DSA)lithography

利用嵌段共聚物材料内部的自然机制组装有序结构的技术,通过改变化学组分来适当地调整和热

化学作用,在高分子材料薄膜中自然形成纳米级条纹状或孔状结构。

3.2.59.3
  诱导模 guidingpattern

嵌段共聚物定向自组装(DSA)技术中,用以引导嵌段共聚物各种组分按一定规律排列的模版。

3.2.59.4
  原子层沉积辅助图形转移 ALDauxiliarypatterntransfer

采用原子层沉积辅助措施,把定向自组装的图形转移到基片的技术。

3.2.59.5
  基于嵌段共聚物自组装的自洽场理论 self-consistentfieldtheory;SCFT

求解全同多粒子系的定态薛定谔方程的近似方法。它近似地用一个平均场来代替其他粒子对任一

个粒子的相互作用,这个平均场又能用单粒子波函数表示,从而将多粒子系的薛定谔方程简化成单粒子

波函数所满足的非线性方程组来解。

3.2.59.6
  基于平均场的蒙特卡罗模拟方法 mean-fieldMonteCarlomethod

以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。
注:也称统计模拟方法。

3.2.59.7
  平均场近似法 meanfieldtheorymethod

在定向自组装仿真模拟中采用蒙特·卡罗方法近似法计算,将数量巨大的互相作用的多体问题转

化成每一个粒子处在一种弱周期场中的单体问题的方法。

3.2.59.8
  模拟退火 simulatedannealing;SA

源于对热力学中退火过程的模拟,在某一给定初温下,通过缓慢下降温度参数,能够在多项式时间

内给出一个近似最优解的通用概率算法。

3.2.59.9
  耗散粒子动力学 dissipativeparticledynamics;DPD

在定向自组装仿真模拟中采用蒙特·卡罗方法近似法计算,对于具有动态和流变性质的简单及复
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杂的流体的一种计算模拟方法,它是一个随机的模拟技术。

3.2.59.10
  位错 dislocation

在材料科学中,晶体材料的一种内部微观缺陷,即原子的局部不规则排列(晶体学缺陷)。
注:又称为差排。

3.2.59.11
  向错 disclination

定向自组装中常见的一类因取向错误产生的线缺陷。
注:在这种线缺陷的两侧的某一侧,由某种因素(如基片表面缺陷诱导)嵌段聚合物相列取向翻转,产生不能正常对

接的错误,破坏了嵌段聚合物本应该连续生长首尾相接的规律,这个取向反转的没能连续生长的边界线就是一

条向错线或者向错点。在定向自组装中体现在相间排列的两个组分嵌段聚合物在某处没有连续生长,而发生

取向翻转的缺陷,自组装所产生的相错影响DSA在光刻技术中应用。

3.2.59.12
  孔收缩 hole-shrink

在定向自组装技术中,利用自组装接触孔时,通过调控诱导图形结构和聚合物组分使嵌段聚合物围

出孔径收缩的技术。
注:也称化学外延模式。

3.2.59.13
  孔繁殖 hole-multiplication

自组装技术中通过调整诱导模版增加通孔图案密度的自组装技术。

3.2.59.14
  线边缘粗糙度 line-edgeroughness;LER

线边缘轮廓距离表征线宽一致性的理想中心线的偏差(RMS)或侧墙粗糙度(SER)。

3.2.59.15
  侧墙粗糙度 sideedgeroughness;SER

用半导体制造工艺光刻出来的线条的宽度或绝缘栅宽侧墙边缘轮廓距离表征线宽一致性的理想中

心线的偏差。

3.2.59.16
  孔边缘粗糙度 contact-edgeroughness;CER

定向自组装技术自组装出来的孔径边缘轮廓距离表征孔的理想中心的偏差。

3.2.60
  金属膜淀积 depositionofmetalliclayer;DML

在一定真空条件下,将金属材料沉积于基片上而获得金属薄膜的技术。
注:淀积金属薄膜的工艺技术包括真空蒸镀(vacuumvaporplating)技术、电子束蒸镀(electronbeamevaporative

coating)技术和真空溅射镀膜(vacuumsputteringevaporativecoating)技术。大部分是采用物理气相淀积

(PVD)工艺成膜,少数也采用化学气相淀积(CVD)工艺成膜。

3.2.60.1
  接触与互连 contactandinterconnection

在集成电路芯片或者其他微纳米结构器件制造过程中,把各种元器件相互连接起来成为完整的电

路的工艺。
注1:又称为金属化工艺。

注2:接触与互连的材料通常是各种金属(特别是铝及其合金、铜和钨等),此外还有掺杂的多晶硅或者金属硅化物

薄膜。
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3.2.60.2
  欧姆接触 ohmiccontact

要求金属引线与半导体的元器件引出端的接触面电阻值远小于半导体本身的电阻。不产生明显的

附加阻抗,不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变,以保证电路组件运行时,大部分的电

压降在活动区而不在接触面上。

3.2.60.3
  难熔金属硅化物 refractorymetalsilicide

熔点高于1650℃并有一定储量的金属(钨、钽、钼、铌、铪、铬、钒、锆和钛)。
注:也有将熔点高于锆熔点(1852℃)的金属称难熔金属。

3.2.60.4
  多层金属化 multilayermetallization

在大规模集成电路制造中,为降低接触电阻率、防止电迁移、避免铝层穿通浅结合,提高接触互连的

可靠性,采用替代单层金属(如铝或金)与硅直接接触的复合金属膜的接触互连结构。

3.2.60.5
  多层布线技术 multilevelinterconnecttechnology

在超大规模集成电路中,采用多层布线(金属布线层与金属布线层之间由绝缘介质隔离)以充分利

用芯片空间,达到压缩芯片面积、缩短布线长度、提高电路速度,同时能给电路版图设计提供更多的灵活

性的技术。

3.2.60.6
  芯片背面金属层 chipbacksidemetalliclayer

为了使集成电路芯片和封装管壳之间粘接强度高、接触电阻和接触热阻小、使器件具有较高的可靠

性和热稳定性,在芯片背面制作的多层金属膜。

3.2.60.7
  化学气相沉积 chemicalvapordeposition;CVD

利用加热、等离子激励或光辐射等各种能源,把一种或几种含有构成薄膜元素的气态反应剂或液态

反应剂的蒸气及反应所需其他气体通入放置有基材的反应室,借助热解、氧化、水解、还原和取代等空间

气相化学反应在基体表面上沉积固态合金和化合物薄膜的工艺技术。

3.2.60.8
  射频加热器 RFheater

利用射频感应方法进行加热的装置。

3.2.60.9
  温度控制器 thermalcontroller;temperaturecontroller

通过热电偶等测温元件将加热炉或机座的温度信号反馈至加热源电气控制系统,实现控制淀积温

度的装置。

3.2.60.10
  淀积速率 depositionrate

单位时间内材料薄膜淀积或外延生长的厚度。

3.2.60.11
  物理气相沉积 physicalvapordeposition;PVD

利用物理过程实现物质转移,将原子或分子由源转移到基材表面上的过程。
注:物理气相沉积法是直接利用气体,或者通过各种手段将物质转变为气体,使之在气体状态下发生物理变化或者

化学反应,最后在冷却过程中凝聚长大形成纳米粒子的方法。物理气相淀积方法比较多,如真空蒸发、溅射、离

子镀(空心阴极离子镀、热阴极离子镀、电弧离子镀、活性反应离子镀、射频离子镀、直流放电离子镀)。
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3.2.60.12
  磁控溅射 magnetronsputtering

在二极溅射中增加一个平行于靶表面的封闭磁场,借助于靶表面上形成的正交电磁场,把二次电子

束缚在靶表面特定区域来增强电离效率,增加离子密度和能量,从而实现高速率溅射的过程。

3.2.60.13
  湿法刻蚀技术 wetetchingtechnology

将晶片浸没于适当的化学溶液中,或将化学溶液喷洒至晶片上,经由溶液与被蚀刻物间的化学反

应,来移除薄膜表面的原子,以达到蚀刻目的的技术。

3.2.60.14
  干法刻蚀技术 dryetchingtechnology

利用具有一定能量的离子或原子通过离子的物理轰击、化学腐蚀,或者两者的协同作用达到刻蚀目

的的技术。

3.2.60.15
  等离子体刻蚀 plasmaetching;PE

在等离子体存在的条件下,以曝光后得到的抗蚀剂图形作掩模,通过物理和化学反应精确可控地除

去衬底表面上一定深度的薄膜物质的加工过程。

3.2.60.16
  反应离子刻蚀 reactiveionetching;RIE

以离子物理溅射刻蚀为主兼有等离子化学腐蚀的优点,分辨率高,同时兼有各向异性和选择性好的

优点,刻蚀速率快的物理作用和化学作用共存的刻蚀技术。

3.2.60.17
  感应耦合等离子体刻蚀 inductivelycoupledplasmaetching;ICP

在反应离子刻蚀技术的基础上发展起来的高密度等离子体刻蚀技术。

3.2.60.18
  Bosch刻蚀工艺 Boschetchingprocess

深宽比深槽刻蚀的一种工艺技术。

3.2.60.19
  Bosch气体交替切换技术 Boschgas-switchingtechnique

利用具有各向异性刻蚀反应的等离子源和通过等离子体反应形成高分子聚合物钝化层的辅助等离

子源,两者反复交替进行的方式,边刻蚀边钝化以达到硅深槽刻蚀的工艺要求的技术。

3.3 微光刻图形化和图形数据处理技术

3.3.1
  底图 masterdrawing

用于制作掩模版原图的原始设计图样。

3.3.2
  原图 artwork

用绘制方法,在玻璃板或者在红膜基片上,用切割、剥离胶膜的方法形成带掩模图案的图形。
注:如经大型照相机将原图缩小,能制成初缩版、中间掩模版或者工作光掩模版。

3.3.2.1
  刮膜 scribing

在制作原图时,将不透明涂层或者红膜从刻图后的基片上刮掉的工艺。
注:例如使用刀状切割工具,并使刀口平搁在基片材料面上进行。
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3.3.2.2
  揭膜 cutandpeel

在涂有漆膜或者红膜的柔性透明基片上,用手工或者刻图机沿选定区域周界刻图,并从基片上剥离

不需要部分的漆膜或者红膜,以产生掩模原图的工艺。

3.3.2.3
  过度刻划 overcut

用切割工具刻划红膜时超过了图形的边界或刻痕过深而损伤柔性透明基片的现象。

3.3.2.4
  可剥离漆层 peelablelacquer

制作掩模原图用的柔性透明基片上涂覆的一层漆膜或者聚脂刻图红膜,该膜层在刻膜工艺中当刻

刀沿某区域四周的刻痕穿过漆膜延伸到基片表面刻出图形轮廓后,不需要部分的漆膜或者红膜能被

剥离。

3.3.3
  布局图 layout

在图纸上或者计算机辅助设计软件的图形编辑器上以适当位置排列出的单个半导体器件或者集成

电路所要求的包括所有工艺层的全部几何图形组成的放大图样。
注:布局图是根据半导体工艺层分层绘制的。

3.3.4
  组合图 compositedrawing

根据制备红膜人工切割的规则或计算机辅助设计软件的数字化图形编辑规则,将包含所有工艺层

的单个器件或者集成电路所要求的所有几何图形以适当方位排列的放大图样。
注:在初缩版制备过程中的各个阶段绘制的一系列所有工艺层叠加起来的彩色图,也认为是组合图。组合图适用

于检查设计误差和套刻关系。同义词有布局图(layout)、原图(artwork)、设计图(designdrawing)、工程图(engi-

neeringdrawing)。

3.3.5
  图像 image

半导体器件或集成电路制造工艺过程中,所有图形化工序所呈现的任何单元的几何图形。
注:包括:

a) 作为底图或布局图一部分的绘制图形,含各种图素和单元图形(cell);

b) 所有微光刻仪器设备的屏幕上图像或目视的光学图像,通常是经过若干倍的放大或缩小的图像;

c) 在被氧化的硅片上刻蚀出的二氧化硅结构图形(含硅片上所有其他介质层和金属膜图形);

d) 光掩模版上的版图图形,包括铬版或超微粒干板乳胶层中的图形;

e) 涂在基片上的光致抗蚀剂层经曝光和显影后生成的图形。

3.3.6
  图形 pattern

光掩模版制造工艺、芯片制造的光刻工艺及图形转移工艺中,所形成有一定厚度的材料构成的

结构。

3.3.7
  图形化 patterning

通过曝光或图形转移工艺形,成有一定厚度的材料构成的图形结构的工艺过程。

3.3.8
  像素 pixel

组成图像的最小独立单元。
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3.3.9
  透镜成像能力 imagingcapabilityofthelens

由用以规定透镜分辨率和焦深的最大矩形视场面积与透镜实拍分辨率平方之比所确定的透镜一次

曝光中所通过的信息总量或成像的像素数目。

3.3.10
  功能图形 functionalpattern

在采用光刻工艺制造半导体器件或集成电路过程中,某工艺图层的所有图形。
注:如:在集成电路的基区氧化层的刻蚀工艺中,功能图形包括呈现在此工序中集成电路布局图上的所有基区扩散

电阻窗口、电极窗口、基区测试图以及对准标记图形等。

3.3.11
  测试图形 testpattern

在光掩模上用于对准、测试或两者兼用的图形。

3.3.12
  虚设辅助图形 dummypattern

在光掩模版制造或者直写光刻工艺中,为了某种工艺需要增加的原始设计中没有的辅助图形。
注:包括划片道、套准标记和标签等。同义词有虚设辅助图层(dummylayer)。

3.3.13
  阵列 array

在掩模版上或者硅片上,由精缩机或歩进投影光刻机进行分步重复曝光所产生的全部功能图形的

组合。

3.3.14
  行 row

沿光掩模或者硅片上X 轴方向排列的功能图形族。

3.3.15
  列 column

沿光掩模或者硅片上Y 轴方向排列的功能图形族。

3.3.16
  图素 element

组成光掩模图形或者芯片图形中的任一图形构件。
注:各种图素用以构成单个集成电路的功能层,或构成供测试用的图形,例如单个的基区图形、发射区图形、测试图

形和标记图形等。

3.3.17
  功能图素 functionalelement

构成器件并对该器件执行电学功能所不可缺少的相互连接的任一构件。
注:例如,扩散区、沟道、栅、电极接触孔等,不包括划片道、套准标记和标签等。

3.3.18
  单层图块 singlesegment

从完整的集成电路版图原图中分出的一个单一功能层的图形,或功能图形的组合。

3.3.19
  图形单元 cell

集成电路设计软件中光刻掩模版版图编辑器绘制版图的基本图形结构。
注:它是一个基本图素或由许多图素构成图形群,还能作为图例(instance)被引用,插入到下一级图形单元中,进一

步进行图形编辑构成更复杂的图形群。同时包含着集成电路互相嵌套的所有工艺层图素(element)的集合体。

同义词有图形胞元。
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3.3.20
  图例 instance

集成电路图形编辑器中被引用插入到下一级图形单元中进行图形编辑的图形集合体。

3.3.21
  场 field

在集成电路制造的掩模版或者芯片图形中,功能图素以外的背景区域。
注:在激光扫描直写或电子束扫描直写中,指的是扫描场。

3.3.22
  间隔 space

两个图形几何结构之间的区域。
注:也称邻近图形间的场,通常将允许的最小间隔规定为极限尺寸。

3.3.23
  间隙 clearance

相邻图形边缘间的最短距离。

3.3.24
  间距 pitch

一个图形上的一个点到相邻功能图形中的对应图形上的对应点之间的距离。
注:对于周期性的图形或者结构,分别称为节距、周期、步距、中心距等。

3.3.25
  暗区 darkarea

掩模中不透光的区域。

3.3.26
  透光区 transparentarea

掩模中透光的区域。

3.3.27
  补偿图形 serif

原图中用于防止由于光学邻近效应产生的线端缩短、方形倒角或者线条变细等现象所增加的几何

图形。
注:补偿图形通常是亚分辨率图形,有细线条图形,也有小方块图形,有补上的,也有挖掉的,根据光学邻近效应影

响的程度确定。

3.3.28
  交迭区 overlap

为保证芯片图形在分步重复中的划片道的连续性,通常在绘制原图时,在超出芯片实际边缘外特意

加上一定尺寸的附加区域,搭接的宽度根据曝光系统的精度确定。
注:在集成电路版图设计中芯片图形内部经常会出现某些图形出现不必要的交迭甚至重复,需要消除交迭和重复

部分,采用集成电路版图编辑器的合并(merge)功能实现轮廓化。

3.3.29
  桥接 bridging;BR

集成电路中不应接触的两条交叉导线采用局部绝缘层使一条导线跨越过下层导线的连接方式。

3.3.30
  线端 lineend;LE

集成电路版图几何图形末端的一段。
注:这一段图形通常在曝光和刻蚀工艺过程中会产生失真和变形,在可制造性设计中是关注的重点。
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3.3.31
  颈缩 necking

集成电路制造过程中,光刻或刻蚀后成像结果中可能发生的局部图形尺寸较目标图形尺寸缩减,变
圆、变细、变窄、变短缺陷现象的统称。

注:颈缩一词源于材料在拉伸应力下,可能发生的局部截面缩减的现象。

3.3.32
  圆角 fillet

在两线条交叉部分或线端部分因光学邻近效应和成像镜头的像差形成的圆角,包括内圆角和外

圆角。
注:在CAD图形处理中,指将一些直线,多段线,圆弧等的线端进行圆角处理。

3.3.33
  基板切角尺寸 substratecornerdimensions

为规范掩模基片尺寸,方便掩模版制造工艺或光刻工艺中识别掩模版的方向及自动装卸,在基片玻

璃的四个角进行规范化的切割,其中用于掩模版定向的一个特殊尺寸切角。

3.3.34
  定向切角 orientationcorner

为在掩模版制造工艺或光刻工艺中识别掩模版的方向,掩模玻璃基片四个切角中的一个不对称的

斜边切割。

3.3.35
  切角 cornercut

为工艺操作方便,达到倒角的目的,掩模玻璃基片四个切角中被对称地切去、或研磨去的一个小角。

3.3.36
  斜切 beveling

用以识别掩模版正反面,把掩模基片某个角切成或磨成斜边或斜角的工序。

3.3.37
  削边 chamferededge

为达到削除锋利的玻璃边缘的目的,把掩模基片边缘切成或磨成斜边的工序。

3.3.38
  去除 removal

在掩模基片制备中,切去或研磨去掉玻璃四周锋利边角的工序。

3.3.39
  圆边 radiusededge

在掩模基片制备中,切去或研磨玻璃四周锋利边角形成圆形的边。

3.3.40
  修整 shaping

在掩模基片制备中,用切边或研磨的方法对玻璃四周锋利边角进行的处理工序。

3.3.41
  磨边 grinding

在掩模基片制备中,采用研磨的方法对玻璃四周锋利边角进行的修整工序。
注:又称粗磨工序。

3.3.42
  研磨 lapping

利用涂敷或压嵌在研具上的磨料颗粒,通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行
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的精整加工。
注:也称精磨工序。研磨能用于加工各种金属和非金属材料,加工的表面形状有平面,内、外圆柱面和圆锥面,凸、

凹球面,螺纹,齿面及其他型面。

3.3.43
  X 轴 Xaxis

平面笛卡尔坐标系的水平轴或自左向右的轴,沿此轴分步重复曝光的一组芯片图形称为图形的行。

3.3.44
  Y 轴 Yaxis

平面笛卡尔坐标系的与X 轴正交的纵向轴,沿此轴分步重复曝光的一组芯片图形称为图形的列。

3.3.45
  光的反射 reflection

光在传播到不同物质时,在分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象。

3.3.46
  光的折射 refraction

光通过一种透明介质进入到另一种折射率不同的透明介质时,发生方向的改变。
注:主要是因为在两种介质中光的传播速度不同,或者说透明介质的折射率不同。曝光用的光学透镜就是利用光

学玻璃的折射率和光线与光学玻璃表面入射角的变化实现光的成像功能。采用浸入式光刻技术,也是利用折

射率为1.47的水替代折射率为1.0的空气,达到提高光学透镜分辨率的目的。

3.3.47
  光的衍射 diffraction

光为电磁波,在接近光学分辨率的曝光时,光的波动性起主导作用,光在传播过程中遇到障碍物

时,光绕过障碍物偏离直线传播路径而进入阴影区,导致不该曝光的区域也产生一定程度的曝光。

3.3.48
  光的干涉 interference

在接近光学分辨率的曝光时,光的波动性起主导作用,光波为正弦波,当相同的频率不同位相(不同

光程差)的光波相遇时,相位相同光波的光强互相叠加,相位相反光波的光强互相抵消,即产生光的干涉

效应,即相长相消效应。

3.3.49
  夫琅和费衍射图 Fraunhoferdiffractionpattern

在成像系统中,当光源和观察衍射平面均与障碍物(衍射屏或者孔)距离无限远的情况下,所观察到

的衍射图。
注:在衍射成象系统中,来自无穷远处的光源(或通过聚光镜形成的平行光),经过透镜、反射镜聚焦后,在观察平面

上也呈现夫琅和费衍射图。夫琅和费衍射在菲涅耳衍射的近场距离外观测到,又称远场衍射,是波动衍射的

一种。

3.3.50
  菲涅耳衍射图 Fresneldiffractionpattern

波场中任一点的辐射强度是波阵面上所有次波到达该点所引起振动相干叠加的结果。或者说在非

成像系统中,当光源或观察屏之一与孔径或障碍物之间的距离为有限时产生的衍射。
注:在非成像系统中光的衍射现象分为菲涅耳衍射和夫琅和费衍射两种,前者如同接触复印或者接近式光刻那

样,观察衍射图的平面离衍射屏距离较近,称为近场衍射,而后者为远场衍射。

3.3.51
  空间衍射图形 spatialdiffractionpattern

因衍射波的干涉,在观察平面上产生的光强空间分布图形。
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3.3.52
  相干光 coherentlight

两束满足相干条件的光。
  注:获得相干光源的3种方法。

a) 将同一光源上同一点或极小区域(可视为点光源)发出的一束光分成两束,让它们经过不同的传播路径

后,再使它们相遇,这时,这一对由同一光束分出来的光的频率和振动方向相同,在相遇点的相位差也是恒

定的,因而是相干光。

b) 一束光线经过介质薄膜的反射与折射,形成的两束光线产生干涉的方法。如薄膜干涉。

c) 激光光源的频率,位相,振动方向,传播方向都相同。相干光的叠加满足复振幅叠加原理,光强为复振幅的

平方。

3.3.53
  相干条件 coherentcondition

两束光在相遇区域满足振动方向相同、振动频率相同、相位相同或相位差保持恒定,在两束光相遇

的区域内就会产生干涉现象。

3.3.54
  相干因子 coherencefactor

有效光源的像充满透镜入射光瞳的程度。
注:又称充满因子。

3.3.55
  部分相干光 partiallycoherentlight

两束偏离了相干条件的光相遇时仍然有部分干涉现象的光。
注:两束偏离了相干条件光的干涉条纹的消失是逐渐的,其对比度由大到小,逐渐下降到0,干涉对比度在0与1之

间的光被称为部分相干光。对于一个光学系统,从成像镜头的光瞳平面上看,仅在光瞳中心位置有一个极小光

斑的为同一个光源同一个点发出的光,所以是相干照明;如果照明光的光斑充满整个光瞳的,为非相干照明;如

果照明光的光斑只占部分光瞳的(如中心部分区域或环形区域或某种对称的斑块),为部分相干照明。

3.3.55.1
  交叉传递系数 transmissioncrosscoefficients;TCC

描述部分相干成像系统中,光源与光瞳间的相互作用,用于计算快速计算空间像。

3.3.56
  非相干光 incoherentlight

两束不满足相干条件的光。
注:在两束非相干光相遇的区域内就不会产生干涉现象。非相干光其相位无规则变化,总光强是各束光强的总和。

一般的自然光达不到相干条件,LED也不是相干光源。

3.3.57
  空间相干性 spatialcoherence

电磁波在空间不同区域可能具有不固定的相位差,只有在一定空间范围内的光波才有相对固定的

位相差,使得只有一定空间内的光波才是相干的。

3.3.58
  时间相干性 temporalcoherence

同一点光源在不同时间发射光束的相干状态。
注:原子是一个电偶极子,其正负电荷不断振动辐射出电磁波就是光,由于原子的剧烈运动导致不断碰撞,导致原

子发光时断时续,发出的波列之间是没有固定的振动和相位关系的,即原子发出的不同波列之间是不相干的。

只有光程差小于波列长度(两次碰撞之间的时间)才有相干性,称为相干长度。
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3.3.59
  时空相关性 spatialandtemporalcorrelation

空间同一点在不同时刻电磁场的相关性。
  注:在普通光源中,原子发光过程都是自发辐射过程,各个原子的辐射都是自发地、独立进行的,因而各个原子发出

的光子在频率、发射方向和初位相上都是不相同的,在光源的不同位置发出来的光各不相同,不具备空间相干

性,所以普通光源发出的光不是相干光。激光是受激辐射光,它的波长分布范围很窄,颜色很纯,其振动、频率、
相位都高度一致,它所发射的激光单色性很好。因而激光具有很好的时间相干性和空间相干性。

3.3.60
  自相关函数 autocorrelationfunction;ACF

同一种事件在不同时刻的相关程度和依赖关系的量度,或者度量事件自身过去的行为对自己现在

的影响程度。
注:自相关函数用来探测某变量数据中的非随机性,在数据不是随机的情况下,确定一个合适的时间序列模型,是

在噪声数据中寻找弱周期信号的有力工具。

3.3.61
  点扩散函数 pointspreadfunction;PSF

描述光学系统对点源解析能力的函数,以空间频率为变量的传递的像的调制度和相移的函数。

3.3.62
  光学传递函数 opticaltransferfunction;OTF

以空间频率为变量,表征成像过程中调制度和横向相移的相对变化的函数。
注:光学传递函数是光学系统对空间频谱的滤波变换。一般说来,调制传递函数曲线整体越高,系统的成像质量

越好。

3.3.63
  调制传输函数 modulationtransferfunction;MTF

用于定义明暗对比度的参数,即分辨掩模版上明暗图形的能力,与光线的衍射效应密切相关。
注:一般通过光学系统的输出像的对比度总比输入像的对比度要差,这个对比度的变化量与空间频率特性有密切

的关系。

3.3.64
  傅里叶光学 Fourieroptics

现代光学的一个分支,将电信理论中使用的傅里叶分析方法移植到光学领域而形成的新学科。

3.3.65
  特征图形 feature

在集成电路制造中设计的一些起特殊作用的特定基本图形。
注:这些特征图形是检测图形、检测标记、套刻标记、关键尺寸(CD)图形和特征尺寸(featuresize)图形。

3.3.66
  特征图形尺寸 featuredimension

半导体工艺中值得关注的起特殊作用的特定基本图形的尺寸。
注:注意与专指集成电路工艺节点的特征尺寸(featuresize)之间的区别。特征尺寸与集成电路工艺节点相关,例如

65nm、45nm、32nm、22nm、16nm、10nm等工艺节点的特征尺寸。

3.3.67
  中心线 centerline

相对于一个特征线条图形的两边保持等距的一条参考线。
3.3.68
  最小线/缝 minimumline/space

设计版图中最小的线条/缝隙的设计尺寸,反应曝光系统分辨能力。
注:又称最小线/间。
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3.3.69
  尺寸再造 size

为补偿工艺失真,对版图图形尺寸进行放大或者缩小处理,通常是对每个独立的多边形图形每边进

行涨缩,以补偿工艺造成的偏差,涨缩的程度由相应的工艺所产生的图形尺寸偏差决定。
注:会出现涨缩处理后的图形有搭接重叠或者分离的现象。

3.3.70
  尺寸偏置 bias

为补偿工艺失真,对版图图形尺寸进行放大或者缩小处理,是对每个组合的多边形图形轮廓线每边

进行涨缩,以补偿工艺造成的偏差,涨缩的程度由相应的工艺所产生的图形尺寸偏差决定。

3.3.70.1
  掩模尺寸偏置 maskbias

对掩模版上的图形尺寸进行放大或者缩小处理。
注:根据掩模版制造工艺本身会产生图形尺寸偏差,对原始版图上的图形尺寸放大或者缩小一定的尺寸,图形对

CD尺寸也进行相应的调整,掩模制造工艺完成后,从CD尺寸判断掩模尺寸偏置的合理性。

3.3.70.2
  刻蚀偏置 etchbias

在掩模版图数据设计,或者在对图形数据进行切割和数据格式转换,对图形尺寸进行适当的放大或

者缩小的处理,以补偿光刻可能产生的偏差。

3.3.70.3
  孤立-密集图形尺寸偏置 ISO-densebias;I-Dbias;IDB

用来表征光学临近效应的大小的重要参数之一。

3.3.70.4
  CD邻近效应 CDproximity

相同线条宽度的情况下,不同空间周期的CD图形由于邻近效应的影响产生变化的情况。

3.4 微光刻感光材料、铬板与基板材料

3.4.1
  光刻掩模版基板材料 photomasksubstratematerial

制备掩模版用的带有感光膜的硬平面支撑材料。
注:作为掩模基片玻璃材料具有良好的光学透光特性、化学稳定性、表面平整度高、光洁度高、低缺陷密度。

3.4.2
  空白掩模板 maskblanks

在高质量玻璃板上涂布有感光材料的空白掩模基板。
注:掩模基板通常有3种:

a) 早期使用的直接在玻璃基板上涂布含有超微粒卤化银的感光材料的超微粒乳胶干板;

b) 在玻璃基板上镀有金属氧化物并涂布有光致抗蚀剂的透明掩模基板;

c) 目前通用的在玻璃基板上镀有金属铬并涂布有光致抗蚀剂的铬板。

3.4.3
  碱石灰白冕玻璃 whitecrownsoda-limeglass

具有良好机械、光学特性,易于加工与制作而且廉价的掩模基片材料。
注:主要用于普通光掩模版制造,也称钠玻璃。玻璃成分中含70%的二氧化硅和15%的二氧化钠及微量其他氧化

物。其缺点是热膨胀系数比较高,为9.4×10-6/℃,即100mm尺寸的基片,温度变化1℃,大约会产生1μm
的热膨胀误差。
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3.4.4
  低膨胀硼硅玻璃 lowexpansionborosilicateglass

具有较低的热膨胀系数和较高的透光率的掩模基片材料。

  注:其玻璃成分中含有60%的二氧化硅、5%的三氧化二硼、15%三氧化二铝及微量其他氧化物。具有比碱石灰白

冕玻璃更好的温度特性和光学特性,其热膨胀系数为5×10-6/℃,仅相当于白冕玻璃的1/2。

3.4.5
  石英玻璃 quartzglass

具有优异光学性能和超低热膨胀系数的光学掩模基片材料,是人工合成高纯度玻璃态二氧化硅。
注:在紫外曝光光源条件下具有90%以上的透光率,其热膨胀系数为5×10-7/℃,仅相当于白冕玻璃的1/20。是

制备高精度掩模版的基片材料。

3.4.6
  乳胶 emulsion

半导体掩模版制造工艺中使用的含有可被感光的银盐明胶或火棉胶悬浮乳状胶液。
注:将其涂覆在基片上,经曝光显影可制成乳胶板光掩模。

3.4.7
  乳胶板 emulsionphotoplate

半导体掩模制造工艺中所用的感光板。

3.4.8
  超微粒干板 ultrafinesilveremulsionplate

表面涂覆有一层可被感光形成图形的感光乳胶,半导体掩模制造工艺中所用的具有超微粒结构的

感光板。
注:相对于早期采用的不进行烘干的直接使用的湿感光板而得名的。

3.4.9
  感光板 photographicplate;photoplate;photomaskblank

表面涂覆有供制作光掩模图形的均匀感光乳胶的硬性透明玻璃或塑料板状基板。

3.4.10
  敏化感光板 sensitizedphotoplate

在微光刻技术中,用辐照敏感材料涂覆的感光板。

3.4.11
  光致抗蚀剂 photoresist

以适当厚度涂覆于基片上,经正常曝光和显影后能形成图形层的高分子光敏感材料,用来有选择地

光掩蔽或保护基片表面,使被保护的基片表面在后续工艺流程中免于发生变化。
注:化学界和光刻工艺中通常称之光刻胶,光致抗蚀剂有正性光致抗蚀剂和负性光致抗蚀剂之分。

3.4.12
  紫外光致抗蚀剂 UVphotoresist

感光灵敏度在280nm~450nm波长范围内的光致抗蚀剂。
注:如,曝光波长为g线(436nm)和i线(365nm)用的抗蚀剂。

3.4.13
  深紫外光致抗蚀剂 deepultravioletphotoresist;DUVresist

感光灵敏度在180nm~260nm波长范围内的光致抗蚀剂。
注:如,准分子激光(248nm和193nm)曝光用的光致抗蚀剂。利用深紫外光致抗蚀剂减少光衍射产生的光学邻近

效应的影响。
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3.4.14
  极紫外光致抗蚀剂 extremeultravioletphotoresist;EUVresist

应用于波长为10nm~14nm的极紫外光作为光源的光致抗蚀剂。
注:具体为采用波长为13.4nm的软X射线作为曝光光源的极紫外光刻用的抗蚀剂。

3.4.15
  电子抗蚀剂 electronbeamresist

应用于电子束光刻的抗蚀剂。

3.4.16
  光敏聚酰亚胺 lightsensitivepolyimideprecursor

兼有光致抗蚀剂性能,用于形成钝化膜或者介质膜的特种光敏树脂。
注:光敏聚酰亚胺在三维结构制造和多层布线工艺中得到广泛应用。

3.4.17
  正性光致抗蚀剂 positivephotoresist

经选择性辐照曝光后,其曝光区域经光致化学反应变成容易溶解于显影剂的光致抗蚀剂。

3.4.18
  负性光致抗蚀剂 negativephotoresist

经选择性辐照曝光后,其曝光区域经光致化学反应后可抵抗显影剂溶解作用的光致抗蚀剂。

3.4.19
  染料光致抗蚀剂 dyeresist

掺杂有染料成分的光致抗蚀剂,其掺入的染料成分能增加对光的吸收,以及降低衬底反射率和增加

光致抗蚀剂中光致反应的强度。

3.4.20
  化学增幅光致抗蚀剂 chemicalamplifyresist;CAR

具有光化学增幅作用的光致抗蚀剂。通过光致酸化学增幅放大,使具有较弱光学对比度的空间图

像在光致抗蚀剂中形成增强化学对比度的潜像,以获得更好的光刻分辨率和更高的曝光灵敏度。

3.4.20.1
  光酸剂 photoacidgenerator;PAG

光刻工艺使用的含有高酸解活性的酯缩醛聚合物的光致抗蚀剂在曝光过程中发生光致化学反

应,生成具有催化作用的活性物质,其主要成分为一种酸性物质。
注:光酸效应的结果相当于提高光致抗蚀剂的曝光灵敏度。如非离子型光致产酸剂(N-羟基邻苯二甲酰亚胺对甲

苯磺酸酯)等。

3.4.21
  铬板 chromiumplate;chromiumphotoplate

以铬膜作为光掩蔽层的光掩模制备用的感光板的基板。
注:它是利用蒸镀或者溅射方法在掩模基片材料(玻璃或石英玻璃)上沉积一层金属铬膜。根据光刻工艺要求,需

要在金属铬膜表面生成一层氧化铬膜,以减少反射光造成的驻波效应。

3.4.22
  匀胶铬板 photoresistappliedchromephotoplate

以铬膜作为光掩蔽层并涂覆有一层抗蚀剂的感光基板。
注:在沉积有金属铬膜的掩模基片上涂覆一层光致抗蚀剂或者电子束抗蚀剂,它具有高分辨率、低缺陷密度、耐磨、

易清洁处理和使用寿命长等优点。

3.4.23
  涂覆 coating

用浸渍、喷涂、滚轮或旋涂等方法在基片表面上均匀覆盖一层光致抗蚀剂的工艺过程,以及用这种
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工艺施加的其他覆盖层。

3.4.24
  浸渍涂覆 dippingcoating;dipcoating

把硅片全部浸渍在涂覆材料(如光致抗蚀剂)的溶液中再提起来,使光致抗蚀剂均匀地覆盖整个硅

片表面的操作过程。

3.4.25
  滚轮涂胶 rollercoating

通过滚轮把光致抗蚀剂均匀涂覆在硅片表面上的方法。

3.4.26
  旋转涂胶 spincoating

把滴有定量液态涂覆材料(如光致抗蚀剂)的基片绕垂直于自身表面的轴高速旋转的涂覆方法,使
光致抗蚀剂均匀地覆盖在整个硅片表面,同时有利于溶剂挥发。

注:简称旋涂。

3.4.27
  旋涂胶丝 spinwebbing

在旋涂时,从基片表面甩出来的过量的光刻胶细丝。
注:该细丝容易造成基片表面污染。

3.4.28
  喷涂 sprayingcoating

通过细小的喷嘴将涂覆材料(如光致抗蚀剂)均匀地喷洒在整个基片表面上的一种涂覆操作方法。

3.4.29
  涂覆光致抗蚀剂 photoresistcoating

把光致抗蚀剂涂覆在基片上的工艺。

3.4.30
  脱水烘烤 dehydrationbake

通过对硅片进行烘烤来降低表面的亲水成分,增加光致抗蚀剂和衬底的粘附性。

3.4.31
  疏水化处理 hydrophobictreatment

为增强抗蚀剂和硅片之间的黏附力,在涂覆抗蚀剂前对硅片表面进行亲水性置换为疏水的处理。
注:疏水化处理是让硅片处于一种称之为六甲基乙硅烷(hexamethyldisilazane,HMDS)的蒸汽汽氛中,使其表面附

着一个分子层的六甲基乙硅烷,其作用是将硅片表面上亲水性的氢氧根(OH)通过化学反应置换为疏水的

OSi(CH3)3,达到增强抗蚀剂附着力的目的。

3.4.32
  粘附性增强处理 adhesion

通过对硅片表面进行化学处理,增加光致抗蚀剂和衬底的粘附性,通常使用六甲基乙硅烷

(HMDS)进行处理,也能在HMDS中混合适量的二甲苯进行处理。

3.4.33
  六甲基乙硅烷 hexamethyldisilizane;HMDS

改进光致抗蚀剂与基片之间黏着力的化学试剂。
注:需要在涂覆光致抗蚀剂前,预先在基片表面沉积或涂覆薄薄的一层黏着力增强剂。六甲基乙硅烷的分子式为:
(CH3)3SiNHSi(CH3)3。处理的 HMDS蒸汽的温度为200℃~250℃,时间30s。

3.4.34
  省胶涂层 resistreductioncoating;RRC

为减少涂胶过程中抗蚀剂的浪费,涂胶前使用一种称为丙二醇甲醚醋酸酯的化学溶剂进行处理。
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3.4.35
  光致抗蚀剂固化 photoresistcure

消除光致抗蚀剂黏稠、柔软、流动性和黏附力差等不良性能的工艺。
注:如采用烘箱或者热板进行高温烘烤的工艺。不同的抗蚀剂采用不同的烘烤温度。

3.4.36
  光刻胶前烘 photoresistprebake

光刻胶涂层曝光前的热处理。

3.4.37
  软烤 softbake

光致抗蚀剂涂覆完成后,对其进行一定温度的烘烤,以去除其中大部分溶剂。

3.4.38
  冷却 chilledplatequench

烘烤后的硅片,需要通过降温装置使其降至室温,以保证光致抗蚀剂薄膜层在曝光时的热稳定性和

均一性。

3.4.39
  光刻胶后烘 photoresistpost-bake

光刻胶涂层通过曝光、显影后的带有光刻胶图形再进行一次热处理,以达到坚膜的作用,提高附着

力和抗蚀性能。

3.4.40
  曝光后烘 postexposurebake;PEB

化学放大光致抗蚀剂曝光后,显影之前进行的用以促进光酸反应增强抗蚀剂的灵敏度的一道烘烤

工序。
注:不同的化学放大光致抗蚀剂需要不同的烘烤温度和烘烤时间。

3.4.41
  喷嘴 nozzle

在半导体工艺中,光致抗蚀剂或其他液体都是通过泵抽取原液并通过管路和出口被喷涂到硅片表

面,根据其位置、形状不同,会产生不同的工艺效果。

3.4.42
  静态旋涂/显影 staticcoating/developing

喷嘴喷涂光致抗蚀剂或显影液或其他材料时,硅片保持静止。
3.4.43
  动态旋涂/显影 dynamiccoating/developing

喷嘴喷涂光致抗蚀剂或显影液或其他材料时,硅片保持旋转。

3.4.44
  移臂涂胶/显影 movingarmcoating/developing

喷嘴喷涂光致抗蚀剂或显影液或其他材料时,喷嘴保持移动。

3.4.45
  去胶 stripping

去除全部光刻胶的工艺。
注:根据光刻胶的种类不同,去胶的方法也不一样,有的用碱性水溶液去除,有的需要用有机溶剂去除,有的需要用

氧等离子去除,有的需要强酸煮。

3.4.46
  去胶液 strippingsolution

从基片上除去经过曝光、显影、刻蚀等工艺处理后的或者未处理的光刻胶的化学溶液。
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3.4.47
  基片 substrate

在半导体器件或者集成电路制造工艺中起着支撑作用或者基础作用的材料。
注:基片是制造半导体器件或电路时各种后续加工工艺的基础材料,在其上面进行外延、氧化、曝光、刻蚀、镀膜、注

入、扩散的工艺。注意:基片不只局限于硅片。例如:a)光刻胶基片:在其上涂覆光刻胶;b)硅基片:在其上利用

外延工艺生长硅材料;c)掩模基片:在其上涂覆铬或感光乳胶。

3.4.48
  晶片 slice

由半导体单晶锭上切割下来的,经研磨、抛光等后续加工处理的圆盘状半导体单晶薄片。
注:又称裸片。

3.4.49
  芯片 chip

半导体基片(如硅片、砷化镓片和蓝宝石片)上制造有完整功能的器件或者电路的独立矩形区域。
按照集成电路版图设计具有电路功能的最小单元。

3.4.50
  管芯 die

从圆片上切割下来的有完整功能器件的芯片。

3.4.51
  划片道 scriberlane

芯片间互相隔离的区域,后续在封装过程中会通过划片槽将不同的芯片进行物理分割。

3.4.52
  曝光单元 shot

集成电路芯片生产制造过程中,利用光刻设备的最大曝光范围,通过一次同时曝光尽可能多的芯

片,以减少总的曝光次数,从而提高制造效率。为此而设计的多个芯片的组合。

3.5 光掩模技术

3.5.1
  掩模mask

选择性地阻挡光、辐照或物质穿透的掩蔽模版。
注:作为光刻时用以阻挡曝光、辐照用的掩蔽模版称掩模版;还没有制作掩模图形的带感光材料的基片称匀胶铬板

和超微粒干板等;光刻工艺中把掩模版上的图形转移到涂覆在半导体基片表面光刻胶上,所形成的抗蚀剂图

形,用它阻挡刻蚀,或者阻挡物质穿透、阻挡离子注入和阻挡氧化等功能的掩蔽层称为掩膜;相应地,采用图形

转移技术在半导体基片表面上所形成的二氧化硅膜、金属膜图形层,同样用它阻挡刻蚀、阻挡物质穿透、阻挡离

子注入和阻挡氧化等功能的掩蔽层称为硬掩膜。

3.5.2
  光掩模 photomask

在透明基板上制作了各种光屏蔽图形,并精确定位,以用于光刻工艺中对基片表面光致抗蚀剂涂层

进行选择性曝光。

3.5.3
  掩模制造 maskmaking

制造掩模版的工艺技术。
注:掩模版制备过程大体上分如下步骤:掩模图形设计、掩模图形编辑、掩模图形数据格式转换、采用掩模制造设备

进行掩模图形曝光、显影、清洗和干燥处理、掩模缺陷检测修补等工序。
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3.5.4
  主掩模 mastermask

采用光学图形发生器制备的原版,再经分步重复机缩小,在感光板上曝光出阵列图形,其图形的尺

寸等于半导体器件实际尺寸,其图形方向极性与设计底图相反的掩模版。
注:早期需要用主掩模作为母版复制副版,再复制工作掩模版。现在通常直接用主掩模作为工作掩模版。

3.5.5
  过渡版 intermediatemask

在掩模版制造工艺中,为了达到一定的精度,对原图进行多次缩小照相制作主掩模过程中所出现的

所有掩模版。

3.5.6
  中间掩模 reticle

作为分歩重复精缩机和投影光刻机(歩进机)投影镜头的物方的掩模母版。
注:也称为投影曝光用的掩模版。

3.5.7
  副版 submaster

用于复制接触式光刻机工作版的过渡掩模版。
注:早期为降低对主掩模的磨损和开裂,通常把主掩模先复制成副版,再用副版复制成工作掩模版。为保证质

量,从主掩模复制或直接分步重复得到的光掩模,由它再复制工作版。副版属反向掩模版。

3.5.8
  工作版 workingplate

用于在半导体基片上进行选择曝光以制作半导体器件或电路的掩模版。
注:通常由主掩模复制成副版后,再复制而成,以防主掩模过度使用而损伤。由于半导体光刻工艺中掩模版的铬面

(或者乳胶面)要倒扣下来和硅片表面的抗蚀剂接触曝光的(投影光刻机中间掩模版也是倒扣下来曝光的),称
正向掩模。换句话说,常规的工作掩模的铬膜或者乳胶面图形方向相对设计图纸为反向。但是,其他微纳米加

工领域,采用微电子掩模版制造技术制备的模版,不是作为掩蔽模版使用,而是直接作为基片使用,其铬膜图形

方向相对设计图纸一致,如生物芯片模版。一定要在掩模制造流程中注明“模版的铬膜向上时,图形方向与设

计图纸一致”的特殊要求。

3.5.9
  金属掩模 metalmask

起掩蔽作用的镂空图案的金属薄片或薄膜。
注:如金属网版和金属光阑就是典型的金属掩模。一般图形尺寸都比较大,主要用于图形精度不高的图形转移工

艺,或用于阻挡光或其他粒子流起光阑作用的掩蔽模片。用于光掩蔽、喷射掩蔽、印刷掩蔽、电镀掩蔽、镀膜掩

蔽等。X射线金镂空掩模也称之为金属掩模,需要采用电子束光刻技术、微纳加工技术、薄膜生成金属和纳米

镀金技术相结合制备。

3.5.10
  金属玻璃掩模 metalonglassmask

以不透光金属薄膜选择地覆盖在玻璃基片上构成的光学掩模版。
注:铬版就是典型的金属玻璃掩模。

3.5.11
  光掩模极性 photomaskpolarity

光掩模的背景和功能图形的透光性,掩模版背景透光的定义为正性,掩模版背景不透光的定义为

负性。

3.5.12
  正性光掩模 positivephtomask

具有透明背景和不透明功能图形的光掩模,其功能图形(图形数据)起光掩蔽作用。
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3.5.13
  正向正性光掩模 obversepositivephtotomask

具有透明背景上的不透明功能图形的掩模,其取向为:将铬膜面朝下看掩模版图形的方向与底图等

同,具有透明背景和不透明功能图形,将铬膜面朝下看掩模版图形的方向与底图等同。

3.5.14
  反向正性光掩模 reversepositivephotomask

具有透明背景上的不透明图形的掩模,其取向为:将铬膜面朝下看掩模版图形的方向与底图成镜像

关系,具有透明背景和不透明功能图形,将铬膜面朝下看掩模版图形的方向与底图成镜像关系。

3.5.15
  负性光掩模 negativephotomask

具有不透明背景和透明图形的光掩模。

3.5.16
  正向负性光掩模 obversenegativephotomask

具有不透明背景上的透明图形的光掩模,其取向为将膜面朝下看掩模版图形的方位与底图相同,具
有不透明背景和透明功能图形,将铬膜面朝下看掩模版图形的方向与底图等同。

3.5.17
  反向负性光掩模 reversenegativephotomask

具有不透明背景上的透明图形的掩模,其取向为:把膜面朝下看掩模版图形在取向上是底图的镜

像,具有不透明背景和透明功能图形,将铬膜面朝下看掩模版图形的方向与底图成镜像关系。

3.5.18
  反转极性光掩模 reversepolarityphotomask

如同正向负性掩模相对正向正性掩模那样,图形与阵列的几何方位保持与基准光掩模相同,但透光

极性相反的光掩模。
注:正向正性掩模是正向负性掩模的极性反转掩模。

3.5.19
  镜像掩模 mirrorimagemask

保持掩模透光极性不变,但几何图形的位相相对原来掩模绕Y-Y 轴旋转180°形成的掩模。

3.5.20
  一套掩模 asetofmask

一种集成电路或器件制造工艺所需要的全套掩模。

3.5.21
  器件系列掩模 serialmaskofdevice

生产一种特定半导体器件所必需的所有掩模。

3.5.22
  隔离层掩模 isolationmask

在集成电路制造工艺中,为实现各元件间的电绝缘而制作介质隔离层时所用的掩模(介质隔离层通

常由扩散制成),其特征是遍及管芯区域的细线方框,这类隔离层通常用于双极型器件的制造,隔离掩模

常为一至两层。

3.5.23
  接触孔掩模 contactmask

在半导体器件制造中,在制作完有源区后,蒸镀互连金属层之前,先用绝缘层覆盖整个芯片,再在互

连金属导体同有源区接触位置的绝缘层上腐蚀若干小孔所用的掩模。
注:其特征是整个管芯区域上散布许多小的矩形。
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3.5.24
  X射线掩模 X-raymask

由X射线透射膜和X射线吸收物质组成的用于X射线选择性曝光的掩模。

3.5.25
  二元掩模 binaryintensitymask;BIM

由透光和不透光两种部分组成的光掩模版。

3.5.26
  双重金属掩模 bimetalmask

在金属膜或金属片表面上采用淀积或蒸镀上第二种金属,利用光刻方法把掩模图形转移到第二种

金属膜上,再以第二种金属膜做掩模,采用化学腐蚀的方法有选择性地刻蚀下面的金属膜或金属片,形
成具有双重金属成分的镂空掩模(hollowoutmask)。

3.5.27
  三重金属掩模 trimetalmask

在金属膜或金属片表面上的某些区域被第二层抗蚀金属保护,而第二层金属本身的某些区域又被

第三层抗蚀金属所保护,采用这种方式形成的金属掩模。

3.6 光刻工艺(曝光、蚀刻与微纳米加工)技术

3.6.1

  光掩蔽 photomasking
制备带有微光刻图形的光掩模并利用图形转移技术把光掩模上的图形转移到基片材料表面的光致

抗蚀剂涂层上,再通过显影工序在光致抗蚀剂涂层上开出工艺窗口,为后道工序进行有选择性地提供掩

蔽膜(如刻蚀、注入和氧化等)的全部工艺过程。

3.6.2
  对准 align;alignment

操作光刻机实现精确套刻的过程。
注:在光学光刻工艺中,利用人工或机械手或自动检测系统将光掩模版正确地调整至光刻机合适的位置上、使掩模

版上的对准标记与前道光刻工艺已经刻蚀在硅片上的标记图形套准。在电子束直写光刻中,直写数据与硅片

中在前道光刻工艺已经刻蚀在硅片上的标记图形套准。套刻(overlay)是指通过对准、曝光等光刻工序后实现

的硅片上芯片图形层间套准的程度,套准(registration)是指掩模制造后,检查一套掩模版图形层之间的套准的

程度。

3.6.2.1
  整片对准 full-waferalignment

在步进投影光刻工艺中,在分步重复曝光前,一次性地检测、调整晶片上的图形与上台面中间掩模

版在晶片上成像图形之间的位置和角度相对关系,达到分步重复曝光时整个阵列芯片图形都能套准。

3.6.2.2
  总体对准 globalalignment

在电子束直写光刻中,为保证直写套刻精度,对基片上前道工艺制备的对准标记进行检测,获得硅

片位移差、硅片旋转差和缩放差的数据,通过调制电子束偏转系统达到芯片图形对准的目的。

3.6.2.3
  局部对准 localalignment

完成整片对准后,为了进一步提高对准精度,在分步重复曝光中每一步都进行一次检测对准。
注:通常总体对准采用人工对准或人工对准查找标记后进行自动对准,局部对准采用计算机控制自动对准。
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3.6.2.4
  逐场对准 field-by-fieldalignment

在步进投影光刻中,为了进一步提高对准精度,在每一步曝光场对应的图形特定位置分别设置相应

的对准标记,在曝光前完成整片对准后,逐场进行的分步对准。
注:一个曝光场包括一个芯片或几个芯片图形组,或只包含芯片的一个区域的图形。

3.6.2.5
  逐芯片对准 die-by-diealignment

在步进投影光刻中,为了进一步提高对准精度,在每一个芯片特定位置也分别设置相应的对准标

记,在曝光前完成整片对准后,在曝光中进行的逐个芯片对准。

3.6.2.6
  同轴对准 on-axisalignment

采用不同于曝光光源波长的光,经成像透镜光轴观察中间掩模与晶片对准标记之间的相对位置,通
过承片台的移动实现掩模与晶片上每个芯片图形的直接对准。

3.6.2.7
  离轴对准 off-axisalignment;alignmentofftheaxis

采用对准显微镜或数码摄像机上的标记,分别对中间掩模对准标记与晶片对准标记进行间接对准。

3.6.2.8
  直接对准 directalignment

在光学光刻工艺中,当前工艺层标记图形对准和检测时,都针对前道光刻工艺层相同位置的标记图

形。即检测套刻误差的标记和对准用的标记是同一组设计上要求的套刻标记,直接检测出当前工艺层

和前工艺层的套刻误差。

3.6.2.9
  间接对准 indirectalignment

在光学光刻工艺中,当前工艺层图形在对准和检测时,不是全部针对前道光刻工艺层中设计上要求

的套刻标记,在检测时只有部分甚至不使用设计上所要对准的前工艺层的套刻标记,而是检测当前工艺

层和其他层标记间的误差,间接地推算出当前工艺层和前工艺层的套刻误差。

3.6.2.10
  零层对准 zerolevelalignment

在整个光刻工艺之前,先在硅片上制备与全部光刻工艺所有工艺层对准标记配套的零层的对准标

记图形,之后所有的光刻层次全部对准到该标记图形上,后续光刻工艺有多少层,该标记图形就需要设

计多少个,各层对准标记与零层标记一一对应不能重叠。
注:零层图形通常在接触孔形成之前都能被清晰地观测到,因此通常在接触孔层之前使用零层对准。

3.6.2.11
  层对层对准 layertolayeralignment

当前工艺层的对准标记图形被直接用做后道工艺层对准测量用的标记。
注:该对准通常在后段布线工艺中使用,因为此时随着不同金属层的堆积,除了能观测到相邻层次的对准图形以

外,其他前层图形都被布线的金属层层层覆盖,很难被观测到,相当于直接对准。

3.6.3
  套准 registration

在掩模版制造中,利用掩模比较仪把集成电路或者器件的系列掩模按阵列或子阵列迭合以确定其

套准情况。在某给定的集成电路或器件的一套掩模正确迭加时,其中每一块掩模的全部功能图形与其

他任何一块掩模版上相应图形相对位置的准确度达到允许的范围。
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3.6.4
  对准标记 registrationmark;alignmentmark

在光学光刻工艺中,利用人工或机械手或自动检测系统将光掩模版正确地调整至光刻机合适的位

置上、使掩模图形与前道光刻工艺已经刻蚀在硅片上的图形实现套准时使用的标记。在电子束直写光

刻中,供自动检测系统检测的,在硅片中经前道光刻工艺已经刻蚀在硅片上特定标记图形。
  注:各工艺层的对准标记可以是一样的,根据检测方法不同设计不同的专用图形;而套刻标记各层之间要有相互嵌

套关系的。

3.6.4.1
  工件台对准标记 fiducialmark

预先设置在工件台上,用来校准工件台坐标系的对准标记。
3.6.4.2
  硅片工件台 waferstage

曝光系统中用以承载硅片的工件台。
3.6.4.3
  掩模版工件台 reticlestage

曝光系统中用以承载中间掩模版的工件台。
注:中间掩模版上的图形特征尺寸比在硅片上成像的尺寸大数倍,决定于投影光刻机镜头的缩小倍率。

3.6.4.4
  双工件台 twinstage

使用两个工件台的曝光系统,其中一个工件台进行对准,另一个工件台进行曝光,从而有效地提高

了曝光系统的产率。

3.6.4.5
  水平校准 leveling

通过测量硅片局部区域的水平高度和倾斜度,然后通过工件台校准使之达到和光轴垂直且水平在

一定高度的过程。

3.6.4.6
  基于硅片缺口的对准 notchalignment

通过使用硅片缺口作为标记,初步将硅片放置到工件台的预设位置。
3.6.4.7
  预对准 pre-alignment

硅片被搬送到工件台后首先进行的初步对准,使硅片放置到工件台的预订位置且硅片坐标系和工

件台坐标系基本保持一致,为后续曝光的精确对准做准备。

3.6.4.8
  增强对准 enhancedglobalalignment;EGA

硅片通过粗对准后,曝光系统在硅片随机位置测量4组~10组前道光刻工艺预留的精对准标

记,以确认本道光刻工艺需要曝光的图形坐标系与硅片前道光刻工艺生成的图形坐标系之间的实际套

刻偏差,然后通过曝光控制系统对其进行补偿,使本道光刻工艺将要曝光的图形坐标系与硅片前道光刻

工艺生成的图形坐标系完全一致,以保证套刻精度。

3.6.5
  对准精度 alignmentaccuracy

掩模版或者中间掩模版上对准标记的实际对准位置与理想对准位置的偏差。
3.6.6
  分离视场显微镜 splitfieldmicroscope

通过两个可调间距的物镜,同时观察掩模版和晶片上一对对准标记的相对位置,以监视和判别掩模
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和晶片对准状况的双视场显微镜。
注:应用于接触式和接近式光刻机。

3.6.7
  自动对准系统 auto-alignmentsystem

在计算机控制下,自动调整掩模和晶片的相对位置,使掩模和晶片实现自动精确对准的机构。
注:通常需要在掩模版和硅片上分别制备有可自动识别的特殊结构的图案。

3.6.8
  空间图像识别对准 fieldimagealigment;FIA

通过光学系统对对准标记的光学图像进行识别,以确定对准标记的精确位置的方法。
注:空间图像识别对准类型的对准标记通常为任意形状的平面图形,通常工业用标准图形为一组具有一定宽度、长

度的矩形条。

3.6.9
  衍射光栅激光激励识别对准 laserstimulationalignmentwithdiffractiongrating;LSA

对准标记为一组光栅结构,通过激光激励产生衍射光信号,光学系统通过收集其衍射光来进行识

别,以确定对准标记的精确位置的方法。

3.6.9.1
  雅典娜增强法 Athena

衍射光栅激光激励识别对准(3.6.9)的一种增强型识别法,衍射光栅激光激励识别对准方法通常只

收集光栅衍射的0级或1级衍射光,该法则通过收集其高阶衍射光进行标记识别,具有更高的对准

精度。
注:雅典娜增强法实际上是ASML投影光刻机采用的一种采用高阶增强对准标记识别先进技术(advancedtechnol-

ogyusinghigh-orderenhancementofalignment)的缩写。

3.6.10
  自身套刻 overlaymachinetoitself;OMI

采用同一曝光设备进行套刻。

3.6.11
  匹配套刻 overlaymachinetomachine;OMM

采用不同曝光设备间匹配套刻。

3.6.12
  套刻 overlay;OVL

半导体集成电路制造工艺中,通过对准、曝光等各道光刻工序后,实现硅片上所有功能层之间相互

迭加,各层之间的图形相对位置的准确度达到允许的范围。在光刻工艺中,是利用当前层的光刻标记图

形和前道光刻图形层中标记图形之间的位置偏差。

3.6.12.1
  套刻标记 overlaymark

掩模版制造或者光刻工艺中,用来测量当前工艺层图形和前道工艺层图形位置偏差而特殊设计的

图形。

3.6.12.2
  套刻测试图形overlaytest

用于套刻检测的一组特征图形。

3.6.12.3
  移动标准差 movingstandarddeviation;MSD

工件台实际移动距离与理想移动距离间的均方根误差。
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3.6.12.4
  硅片位移差 wafertranslationerror

光刻工艺中,对当前工艺层套刻标记图形和前道工艺层套刻标记图形相对位置进行套刻对准时,硅
片沿任意方向硅片整体位移值,通常用X、Y 方向来表征。这个位移值通常是因由对准过程中硅片和工

件台的相对位置偏移值及前道光刻工艺层图形存在位移值组成的。

3.6.12.5
  硅片缩放差 waferscalingerror

光刻工艺中,对当前工艺层套刻标记图形和前道工艺层套刻标记图形相对位置进行套刻对准时,硅
片沿任意方向某特定点因伸缩所产生的位置偏差率,通常用X、Y 方向来表征,某个特定位置沿X、Y 方

向的偏移量与其到硅片中心的距离的比例。
注:伸缩通常是因为不同温度条件下光刻时硅片或者掩模版的热胀冷缩,或不同光刻系统间的机械系统不匹配等

原因造成。

3.6.12.6
  硅片旋转差 waferrotationerror

光刻工艺中,对当前工艺层套刻标记图形和前道光刻工艺层套刻标记图形相对位置进行套刻对准

时,沿硅片中心因旋转产生的位置偏差,通常用角度来表征。
注:旋转通常是由于预对准精度不足或硅片缺口处有物理损伤影响预对准,引起硅片在工件台上放置的位置存在

旋转引起。

3.6.12.7
  硅片正交差 waferorthognalityerror

光刻工艺中,当前工艺层图形坐标系相对前道工艺层图形其X、Y 轴不严格垂直,通常在对齐X 轴

的情况下,用Y 轴的偏离角度来表征;正交通常在扫描式设备中比较常见,其主要的产生原因是因为硅

片工件台和掩模工件台实际运动方向和预设方向产生偏差。

3.6.12.8
  曝光单元缩放差 shotscalingerror

光刻工艺中,对当前工艺层套刻标记图形和前道工艺层套刻标记图形相对位置进行套刻对准时,曝
光单元图形的位置沿任意方向因伸缩所产生的位置偏差,通常用X、Y 方向来表征,其定义为某个特定

位置沿X、Y 方向的偏移量与其到曝光单元中心的距离的比例。
注:缩放率通常是因为不同温度条件下光刻时硅片或者掩模版的热胀冷缩,或不同光刻系统间的机械系统不匹配

等原因造成。

3.6.12.9
  曝光单元旋转差 shotrotationerror

光刻工艺中,对当前工艺层套刻标记图形和前道工艺层套刻标记图形相对位置进行套刻对准时,曝
光单元图形的方位沿圆心因旋转产生的位置偏差,通常用角度来表征。

注:旋转通常是由于掩模版在工件台上没有放置好,或者掩模版工件台和硅片工件台两者坐标系未完全对好,存在

旋转引起。

3.6.12.10
  曝光单元正交差 shotorthognalityerror

光刻工艺中,对当前工艺层套刻标记图形和前道工艺层套刻标记图形相对位置进行套刻对准时,曝
光单元阵列图形的偏差,通常在对齐X 轴的情况下,用Y 轴的偏离角度来表征。

注:通常是因为不同生产厂家制造的掩模版正交性的不匹配、掩模版在工件台上放置和整个光路的光轴产生偏差

等原因。
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3.6.12.11
  倍率差 magnificationerror

光刻工艺中,对当前工艺层套刻标记图形和前道工艺层套刻标记图形相对位置进行套刻对准时,因
两层放大倍率不同造成的位置偏差,通常用两者放大倍率和标准放大倍率的比率来表征。
  注:倍率误差通常是因为两块掩模版的倍率偏差,或者光学设备中掩模版到硅片的实际距离产生偏差引起的倍率

偏差。

3.6.12.12
  模型残差 modelresidualerror

套刻精度模型中虽然使用了如位移、旋转等参数来表征硅片中任意位置的偏差量,但是实际的偏差

量和模型的预测量终归存在误差。
注:残差越大,表明模型对套刻精度的表述能力越差,相应的按照模型对硅片进行套刻精度补偿时其精度就越

差,工艺对套刻精度的控制能力就越差。残差是用来表征光刻系统的对准能力、模型精度、测量精度的整个系

统的最重要表征参数。

3.6.12.13
  线条边缘粗糙度 lineedgeroughness;LER

单位长度内同一线条上多个点在边缘距离某一给定直线的距离的标准方差,用来表征光刻工艺所

形成的图形其边缘的光滑度。

3.6.12.14
  线宽不均匀度 linewidthroughness;LWR

单位长度内同一线条上多个点在线条宽度相对于某一给定宽度的标准方差,用来表征光刻工艺所

形成的图形其线宽的不一致程度。
注:又称线宽粗糙度。

3.6.12.15
  线宽均匀性 linewidthuniformity;LU

用来表征光刻工艺所形成的图形其线宽的一致程度。
注:线宽均匀性分为两类:曝光场内(intra-field)线宽均匀性和曝光场间(inter-fieid)线宽均匀性。曝光场内线宽均

匀性主要由掩模版线宽均匀性(通过掩模版误差因子传递)、光强的稳定性、扫描狭缝内照明均匀性、焦距(fo-
cus)/找平(leveling)后曝光区域内每点的实际均匀性、镜头的像差(包括彗差、畸变和散焦)、扫描的同步精度误

差(moviogstandarddeviation,MSD)等。曝光区域之间的线宽均匀性,主要是由照明光强的稳定性、硅片衬底

表面膜厚均匀性(主要的抗蚀剂膜厚的均匀性)、硅片表面平整度、抗蚀剂烘烤温度的均匀性及显影液喷淋的均

匀性等。

3.6.12.16
  场内 intra-field

曝光区域内。

3.6.12.17
  场间 inter-fieid

曝光区域之间。

3.6.13
  步进 stepping

光掩模制造设备或者光刻设备采用步进电机或者双频激光器定位,实现工件台分步重复地移动,准
确定位,再移动,再定位等一系列动作。

3.6.14
  分步重复 stepandrepeat

光学掩模制造设备或者光刻设备采用分步重复的方法把一个(或者一组)芯片图形以阵列的排列方
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式曝光在感光基片上,实现掩模版制造或者硅片光刻。
注:如分步重复精缩机和投影光刻机(stepper)都采用这种曝光方式。利用激光直写系统和电子束直写系统制造掩

模版时,直接在掩模基片上扫描曝光出与分歩重复方式一样的阵列掩模图形。

3.6.15
  曝光单元尺寸 shotsize

步进式分步重复曝光的投影光刻机在硅片上单次曝光单元的尺寸。
注:通常是指集成电路芯片单元有效图形尺寸,它有可能设计成小于或者大于分步重复步进的尺寸,光阑尺寸需要

大于曝光单元尺寸。

3.6.16
  分步重复步进单元尺寸 repeatmarginsize

步进式分步重复曝光的投影光刻机在硅片上每次从上一个曝光单元移动到下一个曝光单元的

尺寸。
注:包括集成电路芯片单元有效图形尺寸和划片道的尺寸。

3.6.17
  曝光场尺寸 fieldsize

光刻机透镜在硅片上能够达到的最大曝光单元尺寸。
注:通常指透镜有效圆形像场内切正方形尺寸。

3.6.18
  数值孔径 numericalaperture;NA

光学曝光系统所在空间的折射率和光学系统所能收集光束的角度的正弦的乘积。
注:用来表征光学系统对光束的收集能力,NA越大,光学系统对光的收集能力越强。数值孔径是决定光学曝光系

统分辨率的重要因素,数值孔径越大,分辨率越高。

3.6.19
  分辨率 resolution

在光学曝光方面,一种曝光设备或者一种光致抗蚀剂材料所能产生清晰图像的最小图形尺寸。通

常由最小图形线宽、两个图形间的最小间距以及最小的空间周期等来表征。
注:光学曝光系统的分辨率与数值孔径成正比,与曝光光源波长成反比。通常分辨率是一种综合性的指标,包括曝

光成像系统分辨率、光致抗蚀剂分辨率和显影工艺条件对成像分辨率的影响。比如,过显影、显影不足、烘烤温

度过高等都会影响曝光图形的分辨率。

3.6.20
  线/缝图形组合 line/space;L/S

分辨率测试图形设计成不同尺寸的线条/间隙等间隔图形组合(占空比为1∶1)。用以测试曝光系

统或者抗蚀剂等感光材料的分辨能力。

3.6.20.1
  线/缝对 line-space(L/S)pairs

分辨率图形或光栅图形中不透明的线条和透明的间隙组成的一对线条。

3.6.20.2
  最小线条宽/间隙宽 minlinewidth/spacedwidth

掩模版上或光刻芯片中最小可分辨的线条/间隙对。

3.6.20.3
  线条尺寸精度 dimensionaccuracyofline

线条/间隙等间隔图形组合中线条宽度与设计值的偏差,由于邻近效应的影响,导致同一组线条/间

隙等间隔图形组的占空比不一致。
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3.6.20.4
  缝宽均匀性 uniformityofspacewidth

线条/间隙等间隔图形组合中间隙宽度与设计值的偏差,由于邻近效应的影响,导致同一组线条/间

隙等间隔图形组的占空比不一致。

3.6.20.5
  占空比 dutycycle

在周期型的现象中,现象发生的长度与周期长度之比。
注:在电学的电磁波中指脉冲宽度与周期宽度之比,或指高电平时间与周期时间之比;在光学的光栅图形中指线条

宽度与周期宽度之比,线宽与间隙宽度相等,线宽∶间隙宽度=1∶1时,则占空比为50%或0.5。

3.6.21
  光栅 grating

由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件。
注:一般常用的光栅是在玻璃片上刻出大量平行刻痕制成,刻痕为不透光部分,两刻痕之间的光滑部分透光,相当

于一狭缝。或在掩模基片上利用光掩模制造制备光栅。精制的光栅,在1mm宽度内刻有几千条乃至上万条

刻痕。这种利用透射光衍射的光栅称为透射光栅,还有利用两刻痕间的反射光衍射的光栅,如在镀有金属层的

表面上刻出许多平行刻痕,两刻痕间的光滑金属面反射光,这种光栅称为反射光栅。当光栅的周期与波长相当

时,由于光的衍射效应,会产生彩虹现象,从不同角度通过观察,将看到不同的彩色效果。利用两片光栅尺之间

产生的莫尔条纹的原理,应用于工件台精密定位。

3.6.21.1
  莫尔条纹 Moirefringe

当指示光栅上的线纹和标尺光栅上的线纹之间形成一个小角度θ,并且两个光栅尺刻面相对平行

放置时,在光源的照射下,位于几乎垂直的栅纹上,形成明暗相间的条纹。
注:莫尔条纹排列的方向是与两片光栅线纹夹角的平分线相垂直。莫尔条纹中两条亮纹或两条暗纹之间的距离称

为莫尔条纹的宽度。莫尔条纹的变化规律:两片光栅相对移过一个栅距,莫尔条纹移过一个条纹距离。由于光

的衍射与干涉作用,莫尔条纹的变化规律近似正(余)弦函数,变化周期数与光栅相对位移的栅距数同步,并且

莫尔条纹的周期相对于光栅周期起到放大作用。

3.6.22
  开口率 apertureratio

有效的透光区域与全部面积的比例,或在单元象素内,实际可透光区的面积与单元象素总面积的

比率。
注:开口率越高,光透过率也越高。

3.6.23
  空间图像 aerialimage;AI

掩模版图形在光学光刻系统理想像平面上形成的图像光强分布。

3.6.24
  空间像对比度 imagecontrast

在具有明暗图像的区域内,光强最大值与光强最小值的比例,通常采用空间像最大光强Imax与最小

光强Imin之差除以两者之和得到的比值。
注:对比度越大,反差越大,越有利于光刻工艺。在邻近分辨率极限时,空间图像对比度将明显减弱,需要采用分辨

率增强技术进行补偿。图像对比度的等级划分有各种算法,在光刻工艺中描述图像对比度简单理解为空间图

像的光强最大值与光强最小值差值与两者之和的比值,用来表征图像的清晰程度。

3.6.25
  化学对比度 chemicalcontrast

光致抗蚀剂曝光区域和没有曝光区域在显影时溶解速率最小值和最大值差值与其两者之和的比
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值,用来表征光致抗蚀剂曝光后通过显影形成的图形的清晰程度。
注:对比度(contrast)高的光致抗蚀剂所得到的曝光图形具有陡直的侧壁(sidewall)和较高的图形高宽比(aspect

ratio),显影曲线的斜率越大,光致抗蚀剂的对比度越高。对比度直接反映光致抗蚀剂的分辨能力。

3.6.26
  显影图 developmentgraph

在曝光工艺中,考察光致抗蚀剂曝光灵敏度和对比度的实验曲线,通过改变曝光剂量,在一定的显

影条件下,通过实验抗蚀剂厚度的变化值,绘制成的曝光剂量-抗蚀剂厚度变化曲线。

3.6.27
  抗蚀剂灵敏度 resistsensitivity

衡量抗蚀剂曝光敏感程度的指标,抗蚀剂的灵敏度越高,所需要的曝光剂量越小。
注:光学曝光的曝光剂量以 mJ/cm2 为单位。电子束光刻有面曝光(区域曝光)剂量和线曝光(纯线条曝光)剂量之

分,面曝光剂量以μC/cm2 为单位,线曝光剂量以nC/cm为单位。

3.6.28
  缩小倍率 demagnification

投影光刻用的中间掩模版图形尺寸和硅片实际图形尺寸的比率。
注:不同的曝光设备因为其使用的光学单元不同,其投影倍率有所不同,如初缩(firstminification)或精缩(fi-

nalminification)的倍率等。当前大规模生产使用的曝光设备其投影缩小倍率主要为4倍和5倍两种,光学分

步重复精缩机投影缩小倍率为10倍。

3.6.29
  异图分布 differentpatterndistribution

在分步重复照相机或投影光刻机曝光工序中,将两种或者两种以上的不同的中间掩模版图形以相

同的阵列布局缩小成像在同一块基片上的曝光方式。
注:又称图形合成曝光方式,同义词有插花式曝光、插入检测图形。

3.6.30
  曝光 exposure

光敏材料吸收光能或其他辐射能的感光作用。
注:曝光是光刻工艺中最重要的工序之一,早期曝光是专指光学曝光的意思,随着光刻技术的发展,曝光光源的波

长越来越短,甚至采用电子束和离子束等高能量辐照使抗蚀剂变性达到纳米尺度图形制造的目的,虽然这些高

能粒子源或者辐射源不是光源,但由于是原来光学光刻技术的延伸,所以现在仍然沿用光源、曝光、曝光量和光

刻等技术术语。

3.6.31
  调焦宽容度增强曝光 focuslatitudeenhancementexposure;FLEX

采用多焦平面曝光实现增加曝光焦深的分辨率增强技术。
注:其典型实例是焦深拓展处理(continuousdepthoffocusexpansionprocedure,CDP)技术。通过将硅片中轴线和

曝光光学系统的光轴偏离(即硅片相对于曝光镜头和中间掩模版有一个微倾斜),曝光时通过中间掩模版与硅

片相向微动或者通过微旋转硅片进行多次曝光,以达到整个抗蚀剂厚度内都经过多次不同的焦平面曝光,达到

显著增加曝光焦深(DOF)的效果。

3.6.32
  焦深拓展处理 continuousdepthoffocusexpansionprocedure;CDP

将硅片中轴线适当偏离曝光光学系统的光轴,产生倾斜,并让中间掩模版和硅片之间匹配微动,实
现抗蚀剂膜中垂直连续变焦曝光,提高抗蚀剂膜内空间图像对比度,显著增加焦深窗口。

3.6.33
  照明模式 illuminationmode

光刻工艺中选择所使用的各个照明光学单元参数为某设定值进行调制,实现分辨率增强的统称。
17
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注:通常包含照明系统和成像系统数值孔径NA相关度sigma值和照明方式等。

3.6.33.1
  西格玛值 sigma

照明系统的数值孔径与成像系统的数值孔径的比值,表征光学照明系统的相关度。

3.6.33.2
  普通照明 conventionalillumination

光学系统中没有对照明光源进行调制的照明方式,光斑通常为圆形。

3.6.33.3
  环形照明 annularillumination

光学系统中对照明光源使用环形光阑进行形状调整,其光斑通常为环形,为了在弱空间图像对比度

的情况下,削弱0级衍射光的强度,来增强整体图形对比度的一种分辨率增强方法。

3.6.33.4
  四级照明 quadrupoleillumination

光学系统中对照明光源使用四个孔形均匀分布的光阑进行形状调整,其位置通常为环形照明的基

础上沿45°对角线留下四个孔型通光区域,为了在弱空间图像对比度的情况下,在环形照明削弱0级衍

射光的强度的基础上,进一步削弱特定级数的衍射光,来增强某一级衍射光对比度的一种分辨率增强

方法。

3.6.33.5
  双极照明 dipoleillumination

光学系统中在环形照明光阑的基础上,改进为两个孔形光阑,以增强空间图像对比度的一种分辨率

增强方法。

3.6.33.6
  双重偶极光刻技术 dualdipolelithography;DDL

针对光刻图形大部分取向分为X 方向和Y 方向的特点,把一层光刻掩模版的关键性图形按照图形

取向分别做在两块掩模版上,分别采用X 方向和Y 方向偶极照明光源进行两次曝光合成,以达到更好

的光刻分辨能力的技术。

3.6.33.7
  扇形照明 quasarillumination

光学系统中对照明光源进行调制的光阑其通光区域通常为孔型,为了进一步对衍射光进行调制,采
用将通光区域从孔型更改为扇形的一种照明方式,对特定某一级衍射光对比度进行增强的一种分辨率

增强方法。

3.6.33.8
  光源可编码优化 sourcemappingoptimization

根据计算光学推导出最适合某一特定图形的照明方式,根据其计算结果定制光阑对光源进行编码

优化的一种分辨率增强方法。
注:是数字光源的一种应用实例。

3.6.33.9
  偏振照明 polarizationillumination

通过削弱与偏振方向不同的图形的衍射光,强化与偏振方向相同的图形衍射光来增强特定图形的

空间图像对比度的一种分辨率增强方法。

3.6.33.10
  透镜像差 lensaberration

因为曝光系统透镜的光学部件造成的光波前(wavefront)畸变,产生的空间图像畸变,同时会对空
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间图象对比度造成影响。

3.6.33.11
  泽尼克系数 Zernike

由泽尼克提出的通过一组数学公式对透镜像差进行描述的方法,其中各展开项对应系数的统称。
注:用来拟合光学元件表面面形,不同的泽尼克系数表征不同的光学透镜像差。

3.6.33.12
  球形像差 sphericalaberration

泽尼克系数中无对称性的像差的统称。
注:因为其像差无明显的对称轴,因此其表现为从中心到边缘的球面形不均匀性,对应光刻工艺中为密集图形和孤

立图形的最佳焦点的不一致性。

3.6.33.13
  彗形像差 commaaberration

泽尼克系数中以0°和90°直径方向为对称轴的畸变的统称。
注:表现为左右或上下的对称畸变,如彗星云的不对称分布,对应光刻工艺中为相同图形左右部分或上下部分最佳

焦点的不一致性。

3.6.33.14
  畸变 distortion

泽尼克系数中以45°或135°直径方向为对称轴的畸变的统称。
注:表现为沿45°方向或135°方向的斜向对称畸变,光刻工艺中对应为相同图形的 X 方向和Y 方向的最佳焦点的

不一致性。

3.6.33.15
  旁瓣 sidelobe

在光学光刻中,由于光学衍射产生的邻近效应,在主图形外产生的非设计需要的图形,通常发生在

拐角图形处,因衍射光的干涉效应额外出现的图形,当曝光能量过强,光致抗蚀剂能量阈值过低时,显影

后容易留下额外的图形。

3.6.33.16
  鬼影 ghostimage

在光学光刻中,在接近分辨率极限时,由于衍射光干涉效应,在设计图形以外区域额外出现的各种

奇怪图形。
注:通常发生在图形密集处,或者图形拐弯处,当曝光能量过强,光致抗蚀剂能量阈值过低时,显影后容易留下额外

的残余抗蚀剂图形。

3.6.34
  光瞳模拟器 generationofrealisticaerialilluminatorpupil;GRAIL

投影光刻机中用来预测空间光瞳的模拟器。

3.6.35
  图像对数斜率imagelogslope;ILS

在投影光刻机中用来评价空间像成像质量的指标,表示图形通过曝光系统成像后所形成的空间像

光强分布曲线的斜率。

3.6.36
  归一化图像对数斜率 normalizedimagelogslope;NILS

在投影光刻机中能更直观地评价空间像成像质量的指标,表示图形通过曝光系统成像后所形成的

空间像光强分布曲线的斜率与特性尺寸相关联(乘积)的数值。
注:归一化图像对数斜率能更直观地表征投影光刻系统的成像质量。
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3.6.37
  曝光量exposureenergy

光敏材料单位面积吸收光能或其他辐射能的剂量。
注:光学曝光中在给定的曝光光源强度的条件下,通常通过曝光时间长短调整曝光量。

3.6.38
  照明均匀性 uniformityofillumination

在同一块基片上曝光各点所接受照明光强的一致性。

3.6.39
  曝光均匀性 uniformityofexposure

在曝光有效面积内,同一块基片上多次曝光各点所接收的曝光量的一致性,或不同基片上曝光各点

所接收的曝光量的一致性。

3.6.40
  曝光实验 exposuretest

为确定能获得满意图形所需要的曝光量而进行的曝光工艺实验。
注:通常采用分步重复曝光的方法在同一片感光材料上沿 X 和Y 方向分别按照不同的焦平面和不同的曝光时间

进行曝光实验,在同一种显影条件下显影出实验图形(如分辨率图形),然后采用显微镜观察,用以确定最佳的

工艺条件(优化的焦平面和曝光时间)。

3.6.41
  聚焦-曝光量矩阵 focus-exposurematrix;FEM

采用可直观地检测曝光设备或抗蚀剂的性能的曝光实验图形阵列。
注:在硅片上X 和Y 方向上分别以递变的曝光剂量和递变的焦平面值,曝光出二维分布的测试图形阵列。用以直

观检测某光刻工艺(包括曝光-显影条件)下工艺窗口,如曝光剂量的宽容度、焦深的宽容度以及显影时间的宽

容度等。在曝光实验的掩模版中设计分辨率图形和套刻标记图形,还能利用聚焦-曝光量矩阵的曝光实验检测

曝光设备或抗蚀剂的性能,如光刻镜头的分辨率、像差、杂散光(flare)、倍率、掩模版套刻精度、掩模版误差因

子、光刻胶的分辨率、光刻胶的灵敏度、化学放大胶的光致酸扩散长度等。

3.6.42
  最小曝光量 minimumexposureenergy

在给定显影条件和胶膜厚度的条件下,使曝光区域的正性光致抗蚀剂恰好完全溶解,或者使未被曝

光区域的负性光致抗蚀剂恰好完全溶解,而曝光区域不被溶解时,所需要的曝光量。

3.6.43
  优化曝光量optimumexposureenergy

在给定厚度光致抗蚀剂和显影条件下,曝光显影后,能够获得精确掩模图形尺寸所需要的曝光量。
注:所需要的曝光量与抗蚀剂类型、曝光条件、显影条件(包括显影液的浓度,显影的温度、时间、流动性)都有关

系,需要分别实验进行条件优化。

3.6.44
  最佳条件 nominalcondition;NC

光刻曝光工艺中,通过优化实验得到的最好的曝光条件。
注:如最佳曝光剂量,最佳焦距。

3.6.45
  最佳能量 optimumenergy

Eop

在辐照曝光的场合,能够如实再现掩模设计尺寸的曝光能量。
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3.6.46
  阈值能量 thresholdenergy

Eth

在灵敏度曲线上抗蚀剂显影留膜率(显影过程中留膜厚度与抗蚀剂厚度比)变为零的点所对应的曝

光能量。
  注:光致抗蚀剂在显影液中溶解速率开始产生变化的曝光能量,对正性光致抗蚀剂,对应为溶解速率开始显著增加

的曝光能量,对负性光致抗蚀剂,对应为溶解速率开始显著降低的曝光能量。

3.6.47
  曝光后延迟时间 postexposuredelay

光致抗蚀剂曝光后到显影过程中的延迟时间。
注:因曝光系统和导轨系统并非集成在同一设备内,完成曝光的硅片被传送至导轨系统进行显影前,总会有一个延

迟时间。对于非化学增幅型光致抗蚀剂,其影响不明显,对于化学增幅型光致抗蚀剂,该时间会影响光致抗蚀

剂的CD和形貌,该时间越短越好。

3.6.48
  曝光后烘烤 postexposurebake;PEB

光致抗蚀剂被曝光后其光致化学反应并未完全结束,此时需要通过一定温度的烘烤使其反应完

全,同时通过光致反应产生的活性成分在此过程中产生扩散,从而通过化学方法增强由光强分布产生的

潜像,突破光学系统对比度对分辨率的限制。

3.6.49
  工艺窗口 processwindow

为光刻工艺能够形成符合设计要求的图形,要求各种工艺参数设定在某限定区间的统称。
注:工艺窗口包括曝光能量、光学系统的焦距、光致抗蚀剂厚度、软烤、曝光后烘烤、硬烤温度、抗反射层厚度等各种

工艺条件都有一定的上、下限范围,使光刻工艺条件限定在一定范围内才能光刻出合格的图形。工艺窗口越

大,给工艺条件预留的偏差余量越大,或者说给工艺留的宽容度越大,所以成品率越高。

3.6.49.1
  焦面/能量矩阵 focus-energymatrix;FEM

通过在一个硅片上的不同区域使用不同的曝光焦距和能量产生不同工艺条件的组合,能在一个硅

片上进行实验确定聚焦深度、曝光量所允许的范围和最佳焦距、最佳曝光能量的测试方法。

3.6.49.2
  焦深 depthoffocus;DOF

在保证投影光刻机成像透镜在整个视场内按规定分辨率清晰成像的条件下,像平面在焦平面前后

允许偏离的距离。

3.6.49.3
  总焦深 common/totalDOF

多个图形结构各自的焦深(3.6.49.2)的交集。

3.6.49.4
  最佳焦面 bestfocus

光学曝光系统达到最佳成像效果所对应的焦面参数。
注:通常有两种判定方法,其一为图形尺寸达到标准CD时的位置,此时图形和设计标准一致,其二为DOF的中间

位置,此时工艺窗口最大。在最佳曝光剂量参数的条件下,该最佳焦面可使曝光结果的特征尺寸最接近标准的

CD设计值。

3.6.49.5
  曝光量宽容度 exposurelatitude;EL

光学曝光系统能形成符合设计版图要求的曝光能量范围。
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注1:工艺窗口的重要参数之一。

注2:通常使用曝光结果检测的CD值的变化量在+/-10%范围内的曝光能量选择范围来定义。

3.6.49.6
  微笑曲线 smilecurve

反映抗蚀剂中曝光显影后的关键尺寸的宽度随不同的曝光量和散焦量之间的变化关系曲线图。
注:反映在不同的曝光剂量下,显影后抗蚀剂图形在衬底材料界面处关键尺寸的线宽与散焦量的关系曲线。

3.6.49.7
  工艺宽容度 processlatitude;PL

在光刻工艺过程中,能形成符合设计版图要求的工艺条件范围。
注:工艺窗口的重要参数之一,通常使用曝光结果检测的CD值的变化量在+/-10%范围内的工艺条件选择范围

来定义。

3.6.49.8
  最佳曝光能量 bestenergy

光学曝光系统达到最佳成像效果所对应的的曝光能量。
注:在最佳焦面参数的条件下,该曝光能量可使曝光结果的特征尺寸最接近标准的CD设计值。

3.6.49.9
  均匀性 uniformity

衡量光刻工艺重复性与稳定性的重要参数,用以表征相同的光刻图形结构在不同批次、不同硅片、
硅片不同位置、镜头内不同位置的离散度。

3.6.49.10
  批和批之间的均匀性 lottolotuniformity

相同光刻图形结构在不同批次间的离散度,生产控制上最重要的参数,在线监控主要监控的为批和

批之间的均匀性。

3.6.49.11
  片和片之间的均匀性 wafertowaferuniformity

相同光刻图形结构在同批次内,不同硅片间的离散度。
注:光刻设备监控最重要的参数,主要用来监控设备是否正常作业、设备间各部件单元间是否存在明显的差异。

3.6.49.12
  曝光单元之间的均匀性 shottoshotuniformity

相同光刻图形结构在同一硅片内,不同曝光单元间的离散度。
注1:光刻工艺和导轨设备监控最重要的参数,主要用来监控光刻工艺、导轨系统各部件单元是否正常。

注2:通常情况下,工艺、设备确定后,该均匀性为一稳定的常数,其大小也被用来表征工艺和设备的能力。

3.6.49.13
  曝光单元内均匀性 withinshotuniformity

相同光刻图形结构在同一曝光单元内,不同位置的离散度。
注:光刻系统中单元图形和光掩模版中图形曝光质量监控的最重要的参数,主要用来监控透镜视场内曝光是否均

匀、像差水平和掩模版的制造水平,也是光刻工艺的重要表征参数之一。

3.6.49.14
  形貌 topography

硅片或者掩模版表面的图形形貌的表征。

3.6.49.15
  图形密度 patterndensity

单位面积内光刻图形所占面积的比率。
注:通常给出图形密度时应当说明是曝光区域还是非曝光区域。
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3.6.49.16
  整体图形密度 globalpatterndensity

光掩模版或者硅片中曝光单元整体的图形密度。

3.6.49.17
  局部图形密度 localpatterndensity

掩模版或者硅片中曝光单元中局部区域内的图形密度。

3.6.49.18
  负载效应 loadingeffect

在光刻工艺的刻蚀工序或显影工序中,由于图形密度不均匀引起局部化学反应不均匀的现象。
注:其原因是图形密度的不均匀引起的化学反应有效的活性物质消耗不均匀和反应生成物扩散不均匀,导致光刻

结果不一致的现象。

3.6.50
  工艺窗口分析 processwindowanalysis;PWA

对单项或多项光刻工艺,如曝光能量、光学系统的焦距、光致抗蚀剂厚度、涂胶后软烘烤、曝光后烘

烤、硬烘烤温度、抗反射层厚度等进行的统计分析。
注:计算出各种工艺条件的上、下限范围,使光刻工艺条件限定在这个范围内,保证光刻出合格的图形。

3.6.51
  曝光曲线图 exposuregraph

在掩模版制造或者光刻工艺中,通过改变曝光剂量、改变焦面(离焦或散焦)实验或模拟计算,得到

不同特征尺寸线条宽度的变化,绘制成的曝光剂量-线条宽度曲线,或曝光剂量-焦面变化曲线,或者曲

线族,作为优化曝光工艺条件的依据。

3.6.52
  曝光-散焦图 exposure-defocus(E-D)graph

曝光曲线图的一种,在特征尺寸允许的变化范围内,不同曝光剂量和不同离焦量绘制成的曲线图或

者图族,是确定有效的光刻工艺窗口的依据。

3.6.52.1
  散焦 defocus

曝光成像工艺中,偏离最佳成像焦平面的现象。
注:在光刻工艺中,通常进行散焦实验确定有效的光刻工艺窗口。

3.6.52.2
  曝光-散焦树 exposure-defocus(E-D)trees

一组反映曝光能量与允许散焦量之间关系的曲线族。
注:曝光-散焦树形象化地描述光学成像系统的焦深随曝光量变化情况。在光刻工艺中,通常进行散焦实验确定有

效的光刻工艺窗口。

3.6.52.3
  曝光-散焦分支线 exposure-defocus(E-D)branches

曝光-散焦树曲线族中的一条曲线,其中典型的是曝光-散焦曲线族中心曲线和上下两条分别代表

关键尺寸(CD)变化正负10%时的曲线。

3.6.52.4
  曝光-散焦区域 exposure-defocus(E-D)regions

由两条曝光-散焦分支线包围的区域。
注:邻近曝光-散焦曲线族中心曲线上下两条分别代表关键尺寸变化±10%时的曲线所包围的区域,简称曲线开

口,反应曝光宽容度,口张的越大,曝光宽容度越大,给光刻工艺条件留下的变化空间也越大。
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3.6.52.5
  不透明空间 opaquespace

掩模版中起光掩蔽作用的区域。

3.6.53
  显影 development

对已曝光的感光材料或者超微粒干板进行化学处理以产生可见图像。或者对已曝光的光致抗蚀剂

涂覆层,进行化学处理,有选择性地去除光致抗蚀剂,以产生可见图像。

3.6.53.1
  浸泡显影 dipdeveloping

把曝光后的硅片全部浸润在显影液中,辅以超声波或机械搅拌来显影的方法。

3.6.53.2
  旋喷显影 spin-spraydeveloping

将显影液喷涂到旋转的硅片表面进行显影的方法。

3.6.53.3
  浸润显影 puddle

浸泡法显影与旋喷法的显影相结合,首先将显影液喷涂到安放在旋转台上的硅片表面并静置一段

时间,然后补充进行旋喷显影的方法。

3.6.53.4
  清洗 rinse

显影后通过去离子水旋喷硅片表面,去除显影过程中的残留物。

3.6.53.5
  硬烤 hardbake

光致抗蚀剂显影完成后的烘烤,进一步蒸发残留的溶剂和其他可挥发有机物,使光致抗蚀剂具备更

好的抗刻蚀性和抗离子注入性,并能对光致抗蚀剂的形貌做一定的修正。
注:又称坚膜。

3.6.53.6
  湿法刻蚀抗蚀性 wetetchresistance

光致抗蚀剂对刻蚀药液的抵抗能力,药液中浸泡一定时间后,其化学性质、物理性质、厚度、图形尺

寸无明显变化。

3.6.53.7
  干法刻蚀抗蚀性 dryetchresistance

光致抗蚀剂对刻蚀气体的抵抗能力,在给定的干法刻蚀条件下,单位时间内,光致抗蚀剂的厚度损

失量(刻蚀速率)。
注:为了尽可能地降低光致抗蚀剂的干法刻蚀所需要的厚度来获得较好的光刻工艺表现,通常光刻工艺希望干法

抗性越高越好。

3.6.54
  抗蚀剂形貌 resistmorphology

抗蚀剂曝光显影后的形貌异常,包括脱胶/坍塌、侧壁倾斜、足形底、底部残胶、底切、T形顶、圆顶、
工字形或者I形、胶厚损失、驻波等。

3.6.54.1
  脱胶/坍塌 peeling/patterncollapse

在光致抗蚀剂显影后发生的抗蚀剂图形脱离衬底或者倒塌和粘连现象。
注:通常因为衬底粘附力不足,或图形高宽比(aspectratio)过大,重心偏高,抗蚀剂图形底部粘附力不足以抵消显影
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或后续清洗工序中水或者其他溶剂的表面张力的影响。因此需要对衬底做表面处理、涂增黏剂或增加缓冲层

来增加底部粘附力,或者控制高宽比在合适范围。常见的安全的高宽比为3∶1,最大不应超过5∶1,否则容易

发生坍塌现象。

3.6.54.2
  侧壁倾斜角 sidewallangle

一般情况下,光刻胶顶部相对底部吸收的光强一些,显影过程中,顶部相对底部接触显影液时间长

一些,侧向溶解多一些,显影后难形成90°垂直的侧壁,光刻胶图形顶部偏细,底部偏粗。
注:通常采用强曝光、短显影、低温、低浓度的显影液的工艺措施,提高侧壁的陡直度。采用高能量的带电粒子束

(如电子束)曝光,结合高反差电子束抗蚀剂曝光显影出垂直侧壁的光刻胶剖面结构。

3.6.54.3
  底部足形剖面 footingprofiles

显影工序后抗蚀剂形貌缺陷的一种,底部有一部分光致抗蚀剂未被完全去除的现象,剖面形如

足形。

3.6.54.4
  底部残留 scumming

由于底部光刻胶吸收光强不足或显影不足,或者放大胶光酸反应不足,曝光剂量呈临界状态,显影

过程中很难显影透,留下一层残胶,造成光刻图形不可分辨。

3.6.54.5
  顶部T形剖面 T-topprofiles

显影工序后抗蚀剂形貌缺陷的一种,顶部CD比底部CD大,类似于T形字母的形状。在特殊情况

下,T形顶形貌类似底切形貌有利于剥离工艺。

3.6.54.6
  底切 undercut

由于放大光刻胶底部酸性胶高,造成底部去保护反应比较强,或者光刻胶与衬底折射率不匹配,或
者抗反射膜类型不匹配都可能出现底切现象。

注:有的抗蚀剂容易显影生成底切剖面,如电子束正性抗蚀剂过曝光、过显影的状态下容易形成底切,还有剥离工

艺专用的负性抗蚀剂曝光显影后所形成的底切形貌有利于剥离工艺。

3.6.54.7
  工字形剖面 I-shape

显影工序后抗蚀剂形貌缺陷的一种,相当于T形顶和底部残留现象同时发生,此时光致抗蚀剂形

成的图形顶部底部CD大,中间CD小,像一个工字形或英文字母的I形,此时同时具备T形和底部残

留的缺点。
注:光刻工艺需要尽量避免抗蚀剂结构出现工字形剖面。

3.6.54.8
  圆顶 toprounding

当光刻胶显影对比度不高时,对光的衍射造成的邻近效应比较敏感,导致显影过程中,抗蚀剂表面

的边角溶解速率较快,显影后抗蚀剂顶部变成圆形。

3.6.54.9
  厚度损失 thicknessloss

由于在光刻胶显影过程中,顶部直接浸泡在显影液中,抗蚀剂表面容易产生减薄现象。
注:尤其是工艺过程中漫散射光的局部曝光或者过期的光刻胶减薄比较严重。

3.6.54.10
  驻波 standingwave

由于抗蚀剂与衬底界面反射光与成像光产生的干涉,在抗蚀剂图形侧壁自下而上地形成周期性波
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纹结构。
注:在曝光后进行适当的烘烤,起到平滑侧壁波纹的作用。但不能烘烤过火,否则会降低显影速率(相当于降低抗

蚀剂灵敏度),甚至造成显影不透或者留下残胶的现象。

3.6.54.11
  反射切口效应 notchingeffect

在光刻胶曝光时,尤其是由于接触孔尺寸的偏移等原因使入射光线直接照射到金属或多晶硅上边

界上发生强的反射光,使不希望曝光的光刻胶被曝光,显影后,在光刻胶的底部出现缺口。
注:解决方案包括:

a) 提高套刻精度,防止接触孔打偏;

b) 涂覆抗反射涂层。

3.6.54.12
  氨污染 ammoniacontamination

先进光刻工艺中使用氨时对环境的污染。
注:正性光致抗蚀剂进行反转显影处理过程中,进行高温氨气氛处理工序时需防止氨泄漏。

3.6.54.13
  光致抗蚀剂中毒 resistpoisoning

光致抗蚀剂中的光致反应活性产物大部分为偏酸性,会和环境中或衬底表面的碱性物质如含氨、含
羟基等碱性物质发生中和反应导致光致反应活性产物降低,从而引起CD和形貌变化的现象。
  注:对于先进光刻工艺,需要对环境中、衬底表面的碱性物质含量进行控制,最简单的能使用底部抗反射涂层

(BARC)和顶部抗反射涂层(TARC)来隔绝来自于衬底和环境对光致抗蚀剂的污染。

3.6.54.14
  光刻缺陷 lithographydefects

掩模版缺陷主要是掩模版制造过程中产生的图形缺陷和污染。
注:光刻缺陷大体上分为三类:掩模版带来的缺陷、工艺引入的缺陷和衬底遗留的缺陷。

3.6.55
  显影后检测 afterdevelopmentinspection;ADI

在光刻或掩模版制造工艺中,对显影后的硅片或掩模基片表面抗蚀剂图形的缺陷和质量所进行的

检查工序。
注:分别有人工初检和采用缺陷自动检测系统进行精确检测统计两种。其目的是在后道工序(刻蚀或其他工序)前

对显影后的抗蚀剂图形进行检查,尽早发现缺陷,以免给后道工序造成更大的损失。

3.6.56
  刻蚀后检测 afteretchinginspection;AEI

在光刻或掩模版制造工艺中,对刻蚀后的硅片或掩模基片铬膜图形的缺陷和质量所进行的检查

工序。
注:通常采用自动缺陷检查系统(automaticdefectinspectionsystem),分别有图形比较法(die_comparisonmethod;

dietodiecomparison)和图形-数据比较法(dietodatacomparisonmethod)两种。其检测结果和数据记录为掩

模缺陷自动修补及光刻质量控制提供依据。

3.6.57
  抗反射涂层 anti-reflectivecoating;ARC

光刻工艺中,为抑制硅片或金属表面的强反射光的影响,在光致抗蚀剂的上下各涂一层抗反射膜。
注:优化抗反射涂层的厚度能调整反射光的相位,以抑制驻波效应。

3.6.57.1
  底部抗反射涂层 bottomanti-reflectivecoating;BARC

在涂覆光致抗蚀剂前,为减少底部硅片或金属表面的反射光,在基片表面生成可起到光相位相消作
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用的涂层。
注:有两种涂层材料:一种是在硅片表面旋涂有机抗反射涂层(organic),依靠有机层直接接收入射光线,减少反射

光;另一种是,在硅片表面利用等离子增强化学气相沉积形成无机抗反射涂层。一般材料为TiN或SiN。根据

特定波长通过控制材料折射率、薄膜厚度达到光的相位相消作用。

3.6.57.2
  顶部抗反射涂层 topanti-reflectivecoating;TARC

在光致抗蚀剂上涂覆一层透明的薄膜,选择材料折射率并控制薄膜厚度,以达到光线之间相位相消

作用,防止光致抗蚀剂上下层表面往返反射,达到抑制反射光与成像光之间干涉效应对线宽的影响。

3.6.57.3
  有机抗反射涂层 organicantireflectivecoating;OARC

主要成分为有机物的抗反射涂层。

3.6.57.4
  无机抗反射涂层 inorganicantireflectivecoating;IARC

主要成分为无机物的抗反射涂层。

3.6.57.5
  平坦化抗反射涂层 planarizationantireflectivecoating;PARC

对于具有台阶差的衬底,旋涂后抗蚀剂形成具有平坦的表面的抗反射涂层。

3.6.57.6
  保形化抗反射涂层 conformalantireflectivecoating;CARC

对于具有台阶差的衬底,旋涂后的抗蚀剂表面形貌和随衬底形貌变化的抗反射涂层。

3.6.57.7
  驻波效应 standingwaveeffect

在掩模版制造或者光刻工艺中进行曝光时,光在光致抗蚀剂与金属铬膜层或者硅片表面发生反

射,反射光与入射光之间将产生干涉,从而使显影后抗蚀剂图形侧壁上产生周期性起伏变化的不平整

现象。

3.6.58
  CD摆动曲线效应 CDswingcurveeffect

硅片上光致抗蚀剂层为透明的薄膜材料,曝光中在抗蚀剂与衬底的界面上会产生反射,反射光与成

像光为相干光,他们之间所产生的干涉形成驻波效应,使光刻胶在曝光时,不同厚度的光刻胶图形的关

键尺寸产生波动性误差,从而影响曝光显影后的线条宽度的均匀性。

3.6.59
  体效应 bulkeffect

因为光致抗蚀剂本身对光具有一定的吸收作用,因此随着膜厚的增加,其对光的吸收会逐渐增

强,光致抗蚀剂实际吸收的光强会随着膜厚的不同发生衰减的效应。

3.6.60
  剥离 liftoff

在微纳米制造或者半导体工艺中,一种不需要刻蚀工序的图形转移工艺技术。
注:剥离是针对难刻蚀的金属实现图形化的常用方法。在已经形成抗蚀剂图形的基片上蒸镀金属膜,利用有机溶

剂溶解金属膜覆盖下的抗蚀剂,达到剥离金属膜的目的,保留下没被抗蚀剂图形覆盖的金属膜图形。

3.6.61
  边缘去胶 edgebeadremoval;EBR

在光致抗蚀剂涂覆后,去除硅片边缘厚度很不均匀光刻胶的工序。
注:也称清边、去边胶。分有正面去胶(topEBR)和反面去胶(bottomEBR)或者双面去胶。
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3.6.61.1
  化学方法去边胶 chemicalEBR

采用喷射少量的去边有机溶剂直接溶解边缘堆积的光刻胶的方法。

3.6.61.2
  光学方法去边胶 opticalEBR

采用激光曝光硅片边缘,然后采用显影液或者特殊溶解去边胶的方法。

3.6.61.3
  背面冲洗 backrinse

去除硅片背面边缘部分的光致抗蚀剂的过程。

3.6.62
  潜影 latentimage

掩模版上的图像通过光学曝光系统形成的光强分布被传递到光敏材料或者光致抗蚀剂中引起的光

致反应产生的活性物质的分布的不可见隐形图像,需经某种显影工序才能产生有用的可见图像。

3.6.63
  定影液 fixer

固定感光材料显影后图像的化学溶液。
注:在卤化银乳胶工艺中,定影液溶解去除乳胶层中未曝光(没显影)部分的卤化银颗粒,以阻止图像产生灰雾。

3.6.64
  抗蚀剂图像反转 resistimagereversal

利用化学或物理方法,使光致抗蚀剂的图像极性发生反转。

3.6.65
  化学反转 chemicalreversal

利用乳胶板的显影工艺转变图像的极性。
注:如乳胶板通过超剂量曝光,常规的显影液让曝光区域充分显影析出黑银,采用漂白液溶解去除曝光区域的

银,再进行整块泛面曝光,进行第二次显影,使第一次未曝光的区域内卤化银经显影析出带黑色颗粒的图形,实

现乳胶板黑白反转。

3.6.66
  耐化学性 chemicalresistance

材料耐化学作用的能力。

3.6.67
  反转工艺 reverseprocess

通过特殊的化学处理过程产生黑白极性反转的乳胶板工艺。
注:如使乳胶板曝光区变成透明,而未曝光区变成不透明。工艺过程包括乳胶板经第一次曝光、显影后呈现正性图

像(曝光区不透明,背景为透明),经漂白使之消失,然后再进行代表极性反转的泛曝光、经二次显影和定影工

序,把第一次曝光时未曝光区域中卤化银还原成黑银,全部工艺过程称其为反转工艺。

3.6.68
  曝光复制 printing

以1∶1的比例把图像从一个基片表面转移到另一个基片表面的工序。
注:为了减少主掩模版的损伤,通常通过掩模版复印工序先把主掩模版复制成副版,然后再用副版复制成工作版。

3.6.69
  接触曝光复制 contactprinting

使涂覆于基片上的感光材料膜与光掩模图形面直接接触(一般采用真空吸附),通过光源照射,实现

选择性曝光以复印出光掩模图形。
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3.6.70
  非接触曝光复制 off-contactprinting

投影复印,或者接近式复印。

3.6.71
  接近曝光复制 proximityprinting

让涂覆在基片上的感光材料膜与光掩模图形面不完全接触(无真空吸附状态),通过光源照射,实现

选择性曝光以复印出光掩模图形。
注:接近曝光复印减少掩模版和感光材料膜的损伤,受到光的衍射效应影响较大,会降低复制的分辨率。

3.6.72
  投影曝光复制 projectionprinting

把掩模版图像投影到基片表面的光敏材料膜上进行复印的方法。
注:免于光掩模与光敏材料接触。通常采用1∶1投影曝光机或者1∶1狭缝扫描投影曝光机。

3.6.73
  曝光复制分辨率 printresolution

在有效面积内,单位长度可复制的线对数。

3.6.74
  化学腐蚀 chemicaletching

在酸或碱等化学腐蚀液作用下表面材料的溶解。

3.6.75
  化学机械抛光 chemical-mechanicalplanarization;CMP

半导体器件制造工艺中的一种技术,使用化学腐蚀及机械力对加工过程中的硅晶圆或其他衬底材

料进行平坦化处理。
注:又称化学机械研磨(chemical-mechanicalpolishing)或者化学机械抛光。

3.6.76
  化学铣 chemicalmilling

在酸或碱等化学腐蚀液作用下,基体材料的粗切削,使基体形状在化学铣时发生显著变化。

3.6.77
  刻蚀剂 etchant

清除基片上无用的金属镀层或其他介质层的化学活性溶液。

3.6.78
  抗蚀性 etchingresistance

腐蚀工艺或干法刻蚀工艺中使用的抗蚀剂膜抵抗刻蚀的性能,主要采用抗蚀剂膜和基片材料刻蚀

速率的比例来表征。

3.6.79
  光致抗蚀剂窗口 photoresistwindow

经曝光和显影后在抗蚀剂涂层上产生的开口。由于这些窗口上没有抗蚀剂保护,能被后道工序刻

蚀或离子注入等。

3.6.80
  湿法刻蚀工艺 wetetchingprocess

以液体化学溶剂作腐蚀媒质的刻蚀工艺。

3.6.81
  干法刻蚀工艺dryetchingprocess

以荷能离子、反应离子或等离子体为媒质的物理和化学的刻蚀工艺。
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3.6.82
  刻蚀时间 etchingtime

在给定刻蚀媒质中,清除介质层所需要的时间。

3.6.83
  刻蚀速率 etchingrate

单位时间内材料被腐蚀去除的深度。

3.6.84
  刻蚀选择比 etchingchoiceratio

同一腐蚀媒介时,被腐蚀图形的纵向刻蚀速率与作为抗刻蚀的掩蔽材料(抗蚀剂图形或金属、二氧

化硅、氮化硅等硬掩膜)刻蚀速率之比。

3.6.85
  各向异性刻蚀 anisotropicetching

同一腐蚀媒介时,被腐蚀图形的纵向刻蚀速率大于横向刻蚀速率的腐蚀过程,如大部分干法刻蚀

过程。

3.6.86
  各向同性刻蚀 isotropicetching

同一腐蚀媒介时,被腐蚀图形的纵向刻蚀速率和横向刻蚀速率相当的腐蚀过程,如湿法刻蚀过程和

不加偏压的等离子刻蚀过程。

3.6.87
  刻蚀均匀性 etchuniformity

被刻蚀基片材料表层不同点上的刻蚀速率的不一致性。

3.6.88
  薄膜渗透性 filmpermeability

化学试剂穿透薄膜速率的量度。

3.6.89
  高宽比 aspectratio

在光刻工艺中所形成的图形剖面形貌的一种描述。
注:对于条形的抗蚀剂图形来说,通常指光致抗蚀剂图形的高度与其宽度的比值,称为高宽比;对于基片通过刻蚀

工艺形成的间隙图形来说,通常指间隙图形的深度与其宽度的比值,称为深宽比。

3.7 电子束掩模制造与直写技术

3.7.1
  真空熟化 vacuumcuring

为了使负性电子抗蚀剂在电子束扫描曝光后聚合获得良好的均匀性,把扫描曝光后的基片留在电

子束曝光系统的真空腔中继续保持一定时间进行真空处理。

3.7.2
  光栅扫描 rasterscan

电子束按一定的宽度,在一定的方向上进行扫描,并通过束闸开关控制电子束的开断,形成与图形

数据相应的曝光图形的一种扫描曝光方式。

3.7.3
  矢量扫描 vectorscan

电子束在预定的扫描场内,只对需要曝光的部分进行二维扫描形成几何图形的扫描曝光方式,不需

要曝光的部分直接跳过。
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3.7.4
  高斯束 Gaussianbeam

聚焦后的电子束相对于光轴形成轴对称,其电流密度分布为高斯分布。
3.7.5
  高斯图像直径 diameterofGaussianimage

将电子枪作为假想的电子源(电子束交叉区的最小截面处),经电子透镜成像在衬底材料上,假定电

子透镜是没有像差的理想电子透镜,则电子源在衬底材料上所成像的圆斑直径。

3.7.6
  圆形束 circularbeam

在高斯分布的电子束斑上加一个小孔径的圆光阑,挡去外围电子,使电子束分布更集中。
3.7.7
  成形束 shapedbeam

将电子束的截面遮挡成特定形状的电子束,主要用在掩模版制造的电子束曝光系统上,提高曝光

效率。

3.7.8
  可变成形束 variableshapedbeam

将电子束的截面遮挡成可变矩形或平行四边形,其尺寸在每个曝光区域内可任意变化。
3.7.9
  地址增量 addressdimension

扫描曝光数据的最小单位。
注1:电子束曝光数据处理时,数据格栅的最小单位,如格栅尺寸设置为1/1000,则1μm含有1000个格栅最小单

位,格栅的最小单位1nm。
注2:电子束扫描曝光定位时,决定位置坐标分量的最小单位,即步进尺寸(stepsize)。它不但与数据的最小单位有

关,还与曝光文件中根据曝光精度和束斑大小设置的“跳步闪光”模式有关,如纳米电子束最小地址为

0.125nm,曝光文件选项中设置为“SHOT,A,8”,表示自动按照抗蚀剂灵敏度和电子束束流决定曝光强度

(ns),每跳8步曝光一次,则曝光步距为1.0nm;如设置为“SHOT,A,64”表示跳64步曝光,则曝光步距为

4.0nm。

3.7.10
  输入数据格式 inputdataformat

输入到数据处理系统或者曝光装置内的图形数据的表示形式。
注:通用的图形数据格式有工业部门常用的 GDSⅡ格式和高等院校、科研院所常用的CIF格式(可读性强)。此

外,还有AutoCAD导出的 DXF格式、光学曝光系统常用的 PG格式、电子束系统的JEOLJEOL51(j51)/

JEOL52(V30)和LeicaEBPG/EBML/MF,LEDB(ldb)等。

3.7.11
  数据压缩 datacompression

为在一定容量的记忆媒介中贮存更多的图形数据,或以提高数据传输速度为目的的图形数据内部

压缩的描述方法。

3.7.12
  曝光时间调制 flashingtimemodulation

为了提高图形尺寸精度,在每个曝光图形处,按曝光图形尺寸使曝光时间相应有所变化。相当于电

子束光刻系统中电子束邻近效应剂量调制曝光,以补偿由于电子散射和背散射引起的邻近效应对成像

质量的影响。
3.7.13
  高压扫描曝光法 highvoltagescanexposure

使用能量较高的电子束曝光装置(通常为50kV或100kV)扫描曝光制作图形的方法。
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  注:其目的是为了减少电子束在抗蚀剂胶层内的散射效应,能获得分辨率很高的清晰抗蚀剂图像。

3.7.14
  辐照剂量 radialdosage

在电子束直写系统对抗蚀剂进行曝光时,选择通过单位面积的电子束的电荷量。
注:辐照剂量与电子束的加速电压、抗蚀剂的类型、图形尺寸和图形密度等有关,通常需要实验确定最佳剂量。面

曝光剂量的单位:μC/cm2。电子束曝光还允许采用纯线条(singlelines,零宽度线条)曝光,线曝光的剂量单

位:nC/cm。

3.7.15
  最大辐照剂量 maximumradialdosage

在电子束曝光装置中可辐照的单位面积电荷量的最大值。
注:电子束光刻系统最大辐照剂量大约在C/cm2 量级。

3.7.16
  直写速度 writingspeed

单位时间内可扫描曝光的面积。
注:直写速度与扫描方式、辐照剂量、扫描状态和曝光图形等有关。

3.7.17
  电子束 electronbeam;E-Beam;EB

通过电子源发射电子(热阴极发射或场致发射),再经高压加速和控制栅的汇聚形成的电子流。
注:它能通过电场或磁场进行缩小、放大、偏转或扫描控制。

3.7.18
  电子光学系统 electronopticalsystem

将圆形或矩形的电子束经过电磁透镜缩小和聚焦在基片上,再经电磁偏转器(静电偏转板)控制进

行扫描曝光的装置系统。
注:电子光学系统由电子枪、电磁透镜和偏转器等部分组成。

3.7.19
  电子枪 electrongun

发射电子并把电子汇聚成束状的装置。
注:它是由阴极、控制栅和阳极三部分组成,有热电子发射型、场致发射型和热电场发射型三种类型。

3.7.20
  阴极 cathode

电子枪中发射电子的电极。
注:有热电子发射的钨丝阴极、六硼化镧阴极,场致或热电场发射的阴极等。

3.7.21
  阳极 anode

电子枪中为了加速从阴极上发射出电子的电极。
注:通常与电子枪容器同时接地,并在阴极上外加数千伏的负加速电压。

3.7.22
  控制栅 controlgrid;wehnaltgrid

电子枪中控制电子的发射量(发射电流),并将电子汇聚成束形的电极。
注:相对于阴极外加数百伏的负偏置电压。

3.7.23
  发射极 emitter

场致发射型或热电场致发射型电子枪的阴极。
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3.7.24
  电子透镜 electronlens

轴对称的电场或磁场,对于电子具有透镜成像作用。
  注:它是电子光学系统中的重要构成要素,在电子束扫描曝光装置中一般使用的是磁场透镜。同义词有电子光学

透镜、电磁透镜。

3.7.25
  电磁透镜 electromagneticlens

通过磁场的作用,使电子束聚焦成像的透镜。
注:一般由对称环状线圈和纯铁等磁性材料框架组成。

3.7.26
  汇聚透镜系统 condensationlenssystem

以缩小电子束图像为目的的电子光学透镜系统。

3.7.27
  成形透镜 shapinglens

在可变成形束的电子光学系统中,把第一成形光阑孔径成像在第二成形光阑孔径上的电子透镜。
注:通过两个光阑孔径的阻挡形成可变矩形束。

3.7.28
  成形光阑 shapingaperture

在成形束电子束曝光装置中,将电子束限制成所希望形状的一种模片。
注:通常这个模片上同时做几个特殊形状的光阑,靠电子束偏转选择光阑实现不同图形的拼接。

3.7.29
  物镜 objectivelens

将电子束聚焦到基片上的一个最终的电磁透镜。

3.7.30
  消隐电极 eliminatingelectrode

用于高速开断电子束的静电偏转器。
注:为了遮蔽电子束在不曝光的区域移动时产生不必要的漏光现象需要实施消隐,通常采用一对消隐电极。

3.7.31
  偏转器 deflector

利用电场或磁场使电子束在前进方向上产生偏转功能的部件。

3.7.32
  动态聚焦 dynamicfocus

用偏转器偏转电子束时,随偏转量的增大,焦点相对于光轴垂直的基准面将发生偏离,为了修正这

种焦点的偏离,需对偏转信号的大小进行随机调节,以达到修正聚焦偏离的目的。

3.7.33
  磁屏蔽 magnetismshield

用于掩蔽外部磁场,通常使用坡莫合金等高导磁率材料包围住要屏蔽的区域。
注:由于电子束对空间磁场比较敏感,例如附近地铁列车通过时,都能产生强烈的空间磁场波动,使电子束产生百

纳米级的偏移,所以在纳米电子束光刻系统周围需要安装动态空间磁场补偿仪,通过六面的线圈探测实验室空

间磁场的变化,给予实时电流补偿,抵消磁场变化。

3.7.34
  一次电子 primaryelectron

从电子枪发射出来进入固体表面的电子。
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3.7.35
  二次电子 secondryelectron

电子在与固体原子和气体分子碰撞时,从其物质上激发出新的低能量的电子。

3.7.36
  工作距离 workingdistance

在电子光学中指从电子物镜极靴的下端到基片的距离。
注:在光学曝光系统中是指镜头前面到曝光基片的距离,在光学显微镜中是指由物镜前面到观察目标物的距离。

3.7.37
  束流密度 electron-beamdensity

单位面积上电子束的电流量。
注:把电子束的聚焦束半锥角α作为参变量,束流密度=亮度×πα。纳米电子束直写系统的电子束流通常为几十

皮安到几十纳安。

3.7.38
  偏转范围 deflectionrange

通过偏转器将电子束按所需精度要求控制的偏转区域。

3.7.39
  扫描宽度 scanwidth

通过偏转器可移动电子束扫描的范围。

3.7.40
  电子束直径 electronbeamdiameter

在高斯束的电子束扫描曝光装置中,最终在基片表面上形成的圆形高斯束图像的直径。
注:在纳米电子束直写系统中,对于新更换的灯丝,电子束斑的直径达到2nm~4nm,随时间的推移,电子束斑逐

渐变大,可达到几十纳米。

3.7.41
  电子束尺寸 electronbeamdimension

在成形束的电子束扫描曝光装置中,最终在基片表面上形成的成形束图像尺寸大小。

3.7.42
  电子束漂移 electronbeamdrift

在电子光学系统(柱)的设置条件和扫描设置条件设定后,电子束的各个特性仍会随时间出现偏

移,产生偏差值。
注:这些束偏差中主要有束流的变化和束位置的偏差等。

3.7.43
  电子束偏转畸变 electronbeamdeflectiondistortion

通过偏转器将电子束偏转时,实际产生的偏转量与理想偏转量之间的偏差。

3.7.44
  扫描场 scanningfield;scanfield

在扫描曝光方式的电子束曝光系统或者激光曝光系统中,由于偏转器的偏转范围有限,根据曝光精

度要求,设定偏转器(板)控制使曝光束在衬底或基片上扫描达到一定的范围。
注:场与场之间拼接靠精密台面移动实现。

3.7.45
  子场 subfield

为提高扫描曝光拼接精度,或者在由几个偏转器构成的复合偏转系统中,在扫描场偏转区域内再细

分的小偏转区域。
注:子场与子场之间扫描曝光,精密台面不移动,整个扫描场内的子场全部曝光完成后,精密台面才移动到下一个
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扫描场位置。

3.7.46
  自动检测 self-measurement

将电子束扫描曝光装置自身作为测量工具使用,对在工件基片上扫描的图形尺寸和位置进行测量。
注:包括台面定位标记的初始化、偏转畸变校正、扫描场畸变校正和电子束束流检测等。

3.7.47
  加速电压 acceleratingvoltage

电子枪中阴极和阳极之间的电位差。从电子源产生的自由电子受到阴极和阳极之间的电位差所形

成的电场的作用,使电子得到加速达到相应的能量,以加速电压反映初级电子的平均动能。

3.7.48
  电子光柱对中 beamalignment

在电子束曝光前,进行的校准电子光学系统各构件光轴重合的操作,使电子光学柱的各个部件的中

心在一条直线上,以保证电子枪发射的电子束流达到工件台上。
注:有对各构件位置进行机械调整和对各构件之间设置偏转器进行电调整的两种方法。

3.7.49
  对准误差 alignmenterror

在需要采用电子束套刻直写工艺中,对晶片上的对准标记进行检测,由电子束光刻系统的计算机计

算出晶片相对于工件台的位置误差、角度误差和倍率误差。
注:由曝光软件自动进行曝光图形数据偏转校正,以保证曝光图形套刻精度。

3.8 光刻及掩模质量参数测量和评定

3.8.1
  光掩模缺陷 photomaskdefect

光掩模上功能图形中出现的多余或缺损。
注:在光刻工艺中这些缺陷将在基片上光致抗蚀剂涂膜上复制出来,并将危及所制造的微电子器件的正常功能。

3.8.2
  可见缺陷 visualdefects

熟练观察者无需测量与比较,借助显微镜或肉眼即可识别的缺陷。
注:如针孔、连线、污点和凸起等。

3.8.3
  光掩模粗缺陷 grossphotomaskdefect

以肉眼或不大于十倍的放大镜就容易见到的光掩模缺陷。
注:如划痕、玻璃基片裂缝和水迹等。

3.8.4
  缺陷密度 defectdensity

在半导体成像工艺中,单位面积上按标准规定的缺陷数量。
注:根据不同工艺节点,所定义的缺陷尺寸标准也不一样。

3.8.5
  最小缺陷 minimumdefect

掩模版或者光刻芯片上有效图形区域内允许存在的最小缺陷尺寸。
注:大于这个尺寸的缺陷一般会构成致命缺陷,根据不同的工艺节点,特征尺寸不同,允许的缺陷尺寸也不一样,通

常在功能图形区域,允许的缺陷尺寸小于特征尺寸的1/3。如果是投影光刻机的中间掩模,允许的缺陷尺寸由

中间掩模版上特征尺寸决定。
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3.8.6
  重复缺陷 repetitivedefect

中间掩模上存在的缺陷如污点、针孔、凸起或缺口等,分步重复时,在每个芯片图形上都被复制

出来。
3.8.7
  针孔 pinhole

穿透光致抗蚀剂涂层、光掩蔽层(如铬膜)或硅片介质层的小孔状缺陷。
3.8.8
  小岛 opaquespot

光掩模或芯片图形层内预定图形边界之外残留的未被腐蚀掉的多余材料,或者在掩模版腐蚀工序

后,在被刻蚀区中残留下来的不透明的孤立铬点缺陷。
3.8.9
  黑点 macula

在平面显示掩模版或面板目视检查中发现的小的黑色不透明缺陷的统称。
注:如黑色点状物、斑点、污点和其他瑕疵等。

3.8.10
  缺口 intrusion

半导体成像工艺中,构成图形的材料从图形边界向其内部凹陷的局部缺损。
3.8.11
  凸起 protrusion

半导体成像工艺中,构成图形的材料超出设计范围,延伸到了预定边界之外的局部缺损。
3.8.12
  鼠齿状缺口 mousenip

半导体成像工艺中或图形转移工艺中,构成图形的材料边界上出现的半圆形缺口。
3.8.13
  钻蚀 undercutting

湿法腐蚀中,因材料的各向同性或抗蚀剂与基片粘附力差,腐蚀液钻入抗蚀剂图形覆盖的下基片材

料或金属膜进行侧向腐蚀的现象。
注:在掩模版制造中,钻蚀现象使铬掩模图形产生锯齿缺陷、鼠齿状缺口缺陷、断线缺陷和线宽变细等现象。

3.8.14
  图形破裂 tornimage

由于图形媒质错动而造成的图形破损,常见于乳胶图形。
3.8.15
  断线 patterndisconnect

由于比较大的透明缺陷使完整的连续铬图形出现线条断裂。
3.8.16
  瑕疵 flaw

掩模版玻璃基片上的各种细微缺陷的统称。
3.8.17
  划伤 scratch

乳胶膜、抗蚀剂膜或者铬膜上比较深的线状性摩擦刮伤缺陷。
3.8.18
  痕迹 sleek

在掩模版玻璃表面较浅而边界光滑的轻微刮伤现象。通常出现在平板显示用的掩模中,是一种肉

眼能够观察到的缺陷。
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3.8.19
  斑痕 MURA

由平板显示掩模版产品不均匀性等因素所显现的、肉眼可觉察到的各种斑痕缺陷。
注:它通常出现在平板显示用的玻璃表面,是一种肉眼能够感觉到的较大片缺陷。

3.8.20
  小坑 pit

在平板显示掩模版玻璃表面较小的圆坑状缺陷。
注:它是一种肉眼能够观察到的缺陷。

3.8.21
  桥连 bridge

由于比较大的不透明缺陷使两个相互分离的图形边缘相连,或在掩模版中,铬材料超出设计图形边

界范围,延伸到另一图形边界,并形成完全连接的缺陷。

3.8.22
  毛剌 bleeding

图像边缘向外延伸的尖状缺陷。

3.8.23
  啁啾 chatter

刻图过程中,因刻图刀运动不均匀或刻图刀在刻图过程中发生振荡所造成的图形边缘不规则切割

线缺陷。
注:如同鸟的啁啾声那样无规律的锯齿波形而得名。

3.8.24
  锯齿 sawtooth

在图形发生器拼接图形时,由于成像可变光阑刀口不垂直,或与导轨方向不平行时,造成曝光图形

的边缘如锯齿波状的缺陷。

3.8.25
  毛边 chipping

掩模版玻璃基片由切割或处理导致玻璃边缘不规则碎裂缺陷。

3.8.26
  污斑 smear

光掩模或芯片图形层中较大面积的脱落或有较大面积外来材料的淀积,或者在工艺之间涂抹上的

污染或者残留物被后道工序固定的斑痕。
注:一般不能采用清洗的办法去除。

3.8.27
  沾污 contamination

附着在掩模版表面相对小的团簇杂质。
注:包括水迹,指纹等污染。一般采用清洗的办法去除。

3.8.28
  残留物 residue

每道工序后残留在基片上的任何不需要材料的统称。

3.8.29
  异物 foreignsubstance

在掩模版的抗蚀剂膜中或铬膜中,或玻璃基片中嵌入的其他影响曝光质量的杂质的统称。
注:通常不能采用清洗的办法去除。
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3.8.30
  颗粒 particle

附着在掩模版表面相对凸起的颗粒状异物。
注:通常能够采用清洗的办法去除。

3.8.31
  气泡 bubble

玻璃基片或介质膜中因含有空气或其他气体而形成的泡状缺陷。

3.8.32
  胶块 gelslug

乳胶涂覆工艺中,在卤化银明胶乳剂中聚集的小块透明脱水明胶,或者涂覆在基片表面抗蚀剂膜中

含有无规则的干胶块。
注:曝光后,干胶块区域内曝光的图形很难完全显影。

3.8.33
  丢失图形 missingpatternimage

设计图纸中的个别图形在制备的掩模版上完全丢失。

3.8.34
  边缘粗糙 edgeroughness

掩模图形或抗蚀剂图形边缘细微的粗糙的缺陷。

3.8.35
  圆角 roundofcorner

由于光衍射产生的光学邻近效应的影响,曝光后矩形图形的角或拐角图形的内外角变圆的缺陷。

3.8.36
  移相掩模相位缺陷 defectofphaseshiftmask

移相掩模的移相器相位误差产生的图像误差。

3.8.37
  光掩模极性错误 errorofphotomaskpolarity

掩模版透明与不透明的极性错误。
注:掩模版制造时掩模数据图形(或掩模背景)的透明或者不透明的极性做反了,掩模版上的数据图形的极性不但

与后续工艺有关(如数据图形区域是否刻蚀掉,剥离工艺中金属膜是否留下),同时与后续光刻工艺所使用的抗

蚀剂的性质有关系(如正性抗蚀剂还是负性抗蚀剂)。

3.8.38
  光掩模方向性错误 maskdirectionalerror

掩模版图形方向相对设计要求发生了镜像错误,或者相对对准标记发生定向错误。

3.8.39
  分辨力 resolvingpower;resolving

在光刻系统曝光、显影后的图像中可分辨相距最近的平行线条的能力。
注:通常以每毫米线对表示(线对/mm)。

3.8.40
  图像分辨率imageresolution

扫描电子显微镜观测图像中的任何两个点之间最小的可分辨的距离。

3.8.41
  有效分辨率 usableresolution

在给定厚度的光致抗蚀剂涂层上所能生成并可经受下道工序处理的最小可分辨平行线条的能力。
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3.8.42
  平面度 flatness

以特定的参考平面为基准,所测得的样品表面最大峰/谷偏差。
3.8.43
  平面度质量区 flatnessqualityarea

平面度测量中,样品表面需要全面测量的区域。
3.8.44
  反差鲜明度 sharpness

对图像清晰度的视觉印象,如图形反差、边缘清晰度,是物理性能变化尖锐性的主观印象。
3.8.45
  目视照相图像边缘 edgeofvisualphotographicimage

在进行尺寸测量时观察者把显微镜十字叉丝所对准的图像边缘。
3.8.46
  有效照相图像边缘 edgeofeffectivephotographicimage

在以乳胶版作工作掩模版时,乳胶版有效图形以外起曝光掩蔽作用的黑色外框图形边缘。
注:又称为有效图像边缘。

3.8.47
  照相图像边缘明锐度 edgeacutanceofphotographicimage

在以乳胶版作为工作掩模版时,对已显影的照相感光材料中,强曝光和弱曝光邻接区边界线清晰程

度的一种度量,与主观判断的图像清晰度和对比度密切相关。

3.8.48
  照相图像边缘梯度 edgegradientofphotographicimage

在乳胶掩模版中,最大光密度值和最小光密度值之差与二点沿边缘轨迹间距之比。
3.8.49
  照相图像边缘粗糙度 edgeroughnessofphotographicimage

在乳胶掩模版中,对目视边缘不规则地偏离预定光滑曲线或直线的主观印象。
3.8.50
  照相图像边缘轨迹 edgetraceofphotographicimage

在乳胶掩模版中,与照相图像黑色稠密区(最大密度)向透明区(最小密度)过渡的边界成正交的直

线上密度变化。

3.8.51
  散射 scattering

在感光乳胶曝光中,光受乳胶颗粒的散射、衍射或受颗粒及表面的反射;在电子束曝光中,电子与抗

蚀剂和基片固体材料原子的相互作用,产生的电子向周围发散的现象。

3.8.52
  感光乳胶弥散 emulsiondiffusion

由于光在感光片或感光板乳胶层中的散射,而使光线向特定曝光区之外发散的现象。
3.8.53
  晕光 halation

因乳胶支撑材料背面的反射导致光线在照相乳胶预定曝光区之外的扩展。
注:晕光不同于乳胶层里发生的光弥散。

3.8.54
  存放期 shelflife

在规定的贮存条件下,感光材料仍能保持合格性能的贮存时间间隔。
39

GB/T44928—2024



3.8.55
  光致抗蚀剂的完善性 photoresistintegrity

度量一种光致抗蚀剂的性能(如耐化学性、渗透性、边缘黏附性及针孔发生率等性能)的完善程度。

3.8.56
  保真度 fidelity

复制掩模版的图像在形状和方位上与其原始图像的一致性程度。

3.8.57
  光致抗蚀剂边缘的黏附力 photoresistedgeadhesion

在物理或化学应力的作用下,已显影的光致抗蚀剂涂层边缘对基片的黏附能力。

3.8.58
  退化 degeneration

每次复制后的掩模版,与复制前的初缩版、图形发生器制作的中间掩模版或主掩模相比较,其图像

质量(分辨率、边缘锐度、空间位移和缺陷密度等)下降的现象。

3.8.59
  图形尺寸 patterndimension

微光刻图形大小的统称。

3.8.60
  图素尺寸精度 elementdimensionaccuracy

微光刻图形元素大小、步距、间隔尺寸精度的统称。

3.8.61
  总长尺寸 longdimension

掩模图形层中最远图形元素间X 和Y 轴距离。
注:一般在大面积平面显示掩模版上,需要考虑总长尺寸整个参数。

3.8.62
  总长尺寸精度 longdimensionaccuracy

掩模图形总长尺寸的精密度。

3.8.63
  总长尺寸误差 longdimensionerror

总长距离测量值和设计值的差。

3.8.64
  总体精度 overallaccuracy

对某产品,或一批产品,或一类产品的总体技术指标的评价。

3.8.65
  正交度 perpendicularity

分歩重复精缩机制备的掩模版或者歩进投影光刻机的晶片上芯片图形的行和列的交角与直角相近

的程度,与曝光设备的台面X/Y 导轨的垂直度有关。

3.8.66
  阵列方正度 squareness

阵列的4个拐角与矩形或正方形轮廓相比较,所得符合程度的度量,与曝光设备的台面X/Y 导轨

的垂直度有关。

3.8.67
  线宽 linewidth

半导体工艺中,在图形线条的一个给定剖面上,构成线条的图形层和底层之间的界面以上特定高度
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处(或指某特定光密度处)线条两边界间距离。
注:由于线宽测量方法的物理原理不同,对于同一条线、同一个剖面将选择不同的高度,导致测量结果不同。因

此,能够预料,测量结果的不同在于测量方法的本质差别。通常以SEM线宽、光学线宽和电学线宽标明所用的

测量方法。

3.8.68
  套刻精度 overlayaccuracy

在X 和Y 轴两个方向上,两层或多层掩模图形之间的套刻偏差,或掩模版图形和晶片上的图形之

间的套刻偏差,或晶片上的两层光刻图形的套刻偏差。
注:掩模版检测中常用的两种方法:一种为两块掩模进行比较所测得的偏差;另一种是比较两个掩模关键尺寸图形

测量数据所测得的偏差。在晶片上主要根据层与层之间套刻精度检测图形之间偏离程度判断套刻的情况。

3.8.69
  同机套准精度 machineregistrationaccuracy

由同一台掩模制造设备制作的同一种集成电路各层掩模之间,互相套合时,各层相应功能图形之间

位置的偏差。

3.8.70
  异机套准精度 machinetomachineregistrationaccuracy

由两台或两台以上的掩模制造设备制作的同一种集成电路各层掩模之间,互相套合时,各层相应功

能图形之间位置的偏差。

3.8.71
  工件台重复精确度 stageprecision

工件台多次重复运动的精确程度,即工件台在全行程内的任何一点做重复定位检测时,实际位置测

量值的分散程度,用最大误差±3σmax(或±2σmax)表示。

3.8.72
  工件台定位精度 stageaccuracy

工件台定位时,实际位置与理想位置的符合程度,即工件台在全行程内的任何一点定位的准确度。

3.8.73
  步距 steppitch

在掩模阵列图形中列或者行上相邻芯片之间的分步重复的间距。

3.8.74
  步距误差 pitcherror

实测步距与规定步距之间的偏差。

3.8.75
  累积步距误差 cumulativepitcherror

分歩重复精缩机曝光步距误差的代数和。

3.8.76
  重复步距精度 repeatpitchaccuracy

测得的掩模图形阵列的分步重复间距与设计值的偏差。
注:又称为分步重复节距精度。

3.8.77
  差入 run-in

阵列光掩模中列或者行上相邻芯片之间的步距递增量小于设计步距的误差。
注:在分步重复时,因载物台标尺非线性而产生或由接触复印中掩模版形变造成的误差。
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3.8.78
  差出 run-out

阵列光掩模中列或者行上相邻芯片之间的步距递增量大于设计步距的误差。

3.8.79
  产品规格 specifications

在掩模版生产中,各种技术参数、精度指标要求的统称。

3.8.80
  图形定位精度 patternpositioningaccuracy

在掩模版制造中,玻璃掩模基板上实际描绘的掩模图形位置和预期位置的偏差关系,使描绘的掩模

图形中心与玻璃基片的中心的位置偏移量符合规定的公差。
注:在步进机或类似的分步重复曝光系统中也把步距精度称为定位精度。

3.8.81
  基准端面 endplanereference

在掩模制备过程中,以掩模玻璃基片的四个边围起来的平面为参考,确定所要描绘的掩模图形与玻

璃基片之间的相对位置,以保证掩模版图形中心位置与掩模基片中心的偏移量符合规定的公差。

3.8.82
  基准边 referenceedge

以掩模玻璃的两个相邻的边视为参考边,用以确定掩模图形与玻璃基片的相对位置,以保证掩模版

图形中心与掩模基片中心的位置偏移量符合规定的公差。

3.8.83
  中心性 centrality

掩模版芯片图形阵列的中心位置与掩模基片中心的偏移量符合规定的公差。

3.8.84
  图形旋转 patternrotation

因单元图形的边相对于玻璃基片的边不平行,导致掩模版上描绘的图形产生旋转偏差。

3.8.85
  阵列旋度 arrayrotation

阵列光掩模的整个方阵相对于基片边界旋转的角度。

3.8.86
  芯片旋转 dierotation;chiprotation

阵列掩模上的所有芯片图形绕Z 轴旋转某个小角度。
注:通常是在分步重复时中间掩模对准误差所导致。

3.8.87
  阵列图形单元旋转 cellrotationinmultiimages

采用步进机或类似的分步重复设备进行曝光时,由于中间掩模版的对准误差,造成曝光后阵列图形

沿光轴逆方向(或顺方向)产生旋转,至使所有单元图形产生相同的倾斜。
注:通常采用设置在单元图形有效区外的,用以检测拼接误差、定位误差或旋转误差的专用游标尺测试图进行观测

倾斜误差。

3.8.88
  阵列图形单元间隔差 gapsofcellsinmultiimages

设计为栅格状图形,在分步重复中各单元图形之间在X 轴和Y 轴方向上间隔不一致,主要是由步

进机或类似的分步重复曝光设备的步距精度误差引起的。
注:通常采用设置在单元图形有效区外的,用以检测拼接误差、定位误差或旋转误差的专用游标尺测试图进行观测
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间隔误差。

3.8.89
  旋转误差 rotationalerror

在分步重复制备阵列掩模版时,中间掩模对准基线偏离曝光设备台面坐标的X 轴和Y 轴某个角度

所产生的误差。
注:表示为一个图形单元的边上两个不同的点相对于基准边测量的距离之差除以两个点的距离值,θ 示(D1-

D2)/C1,通常情况下,C1 值设定为某固定值,D1-D2 值表示在C1 距离范围内的旋转误差。

3.8.90
  光密度 opticaldensity

感光板表面单位面积的入射辐射功率与透射功率之比的常用对数值。

3.8.91
  照相密度 photographicdensity

把感光板经充分泛曝光和显影工艺后,呈不透明的黑色照相乳胶板,测量其入射辐照通量与透射辐

照通量之比的常用对数值。

3.8.92
  过渡区密度 transitiondensity

曝光区与非曝光区之间过渡区域内的最大密度点和最小密度点的照相密度差。

3.8.93
  污染密度 staindensity

照相乳胶中非曝光区域,因化学作用或杂散光等造成的低照相密度。

3.8.94
  线密度 linedensity

沿光掩模中某个直线上的照相密度。

3.8.95
  间隙密度 spacedensity

照相乳胶版上与一个或多个曝光区域相邻的非曝光区的照相密度。
注:这种区域由于相邻曝光区域的杂散光造成局部曝光。

3.8.96
  灰雾度 fog

显影后的照相图像中,在非曝光区中因化学作用或由于杂散光产生灰雾区域的光密度。

3.8.97
  杂散光 straylight

在光学系统和照相系统里,在指定曝光区域之外也产生部分曝光的杂光。
注:杂散光主要是由光路中的随机反射光造成的。

3.8.98
  颗粒度 granularity

照相乳胶在均匀曝光和显影条件下,因银粒的非均匀分布,产生的照相密度变化的量度。
注:此种变化在接触复印中可能向次级复印版转移。

3.8.99
  颗粒性 graininess

对已显影的照相乳胶图像中的颗粒结构观察的主观印象。

3.8.100
  透射率 transmittance

经曝光和显影后的照相乳胶版某处,透射辐照通量I与入射辐照通量之比。
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3.8.101
  蔽光性 opacity

对半透明感光版,如玻璃照相乳胶版或薄铬层阻挡光功率的直接度量,用透射率的倒数表示。

3.8.102
  角对角 cornertocorner;C2C

两个矩形图形的角对角对接的结构。
注:在图形设计中,由两个角顶点的坐标定义一个矩形的方法。也称对顶。

3.8.103
  关键尺寸 criticaldimension;CD

半导体成象工艺中特定几何图形需要控制在设计公差以内的尺寸。
注:关键尺寸是根据某工艺技术节点上的特征尺寸,在每一道光刻工艺所用的光刻掩模版上,用以评估及控制工艺

精度所设计的检测图形尺寸。同义词有评价尺寸、临界尺寸。

3.8.104
  特征尺寸 featuresize

在集成电路领域,指半导体器件中的最小尺寸。
注:特征尺寸主要用于反映芯片制造工艺的技术节点上最小能够达到的工艺加工尺寸。

3.8.105
  关键尺寸精度 criticaldimensionaccuracy

掩模版制造工艺或者光刻工艺中检测体现集成电路关键性的特征线条的宽度与设计值的偏差。
注:通常关键尺寸的特征图形的线条宽度与集成电路版图的最细线条相匹配。这个特征线条图形称为关键尺寸图

形,检测CD精度应包括检测整块掩模版CD线宽的均匀性。

3.8.106
  关键尺寸均匀性 criticaldimensionuniformity;CDU

衡量光刻工艺重复性与稳定性的重要参数,通常为相同设计结构在不同批次、不同硅片、硅片不同

位置、镜头内不同位置检测的特征尺寸宽度值的离散度。

3.8.107
  位置精度 positionaccuracy

光掩模制造设备或者其他光刻设备所曝光的图形位置坐标、图形总长度和图形套刻的实际值与设

计值的偏差。

3.8.108
  被测图形的确定方法 measurementpatterndeterminationmethod

用于识别并确定需要测量图形的方法,有两种:一种是要由自动图形识别完成,另一种是根据操作

者指令完成。

3.8.109
  自动图形确定方法 automaticpatterndeterminationmethod

基于自动图形识别系统捕获被测试图形的方法,如电子束直写系统自动检测硅片对准标记的方法。

3.8.110
  手动图形确定方法 manualpatterndeterminationmethod

操作者使用鼠标在屏幕上选择被测试图形,或采用键盘输入坐标或操作操纵旋钮移动样品台面来

完成图形选择。
注:操作员放置光标在待测图形上的人工图形选择方法,如电子束直写系统通过操作台人工操作,把对准标记移动

到显示器屏幕中心位置,记录下标记坐标值,输入到检测界面的方法。
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3.8.111
  扫描电子显微镜关键尺寸测量 criticaldimensionmeasurementwithSEM;CD-SEM

采用电子显微镜对晶片上的特征图形进行测量。利用扫描电子显微镜对晶片上体现关键尺寸的特

征图形进行测量。
  注:通常关键尺寸的特征图形的线条宽度与集成电路版图的最细线条相匹配。

3.8.112
  放大倍率 magnification

电子显微镜显示屏上扫描偏转宽度和被测量图形范围的比例,即显示屏幕上显示的图形宽度与样

品图形宽度的比例。

3.8.113
  可测量范围 measurablerange

能够保证静态测量和动态测量的重复性和线性度的范围,即在扫描电子显微镜测量范围内应保证

静态测量和动态测量具有良好的重复性和线性度。

3.8.114
  动态重复性 dynamicrepeatability

被测量图形线条的标准尺寸和测量尺寸之间最大的离散值。

3.8.115
  静态重复性 staticrepeatability

依次对同一被测量图形进行测量所得到的平均测量值的变化。
注:测量图形时,每次按照相同的装片、晶片对准、工作台移动到测量位置、定位测量图形、测量及卸片等操作过

程,所获得的图形宽度测量值应吻合一致,即在相同测量方法步骤、相同观测者、相同测量仪器、相同场所、相同

工作条件和短时期内,对同一被测量图形进行连续测量所得结果之间的一致程度。

3.8.116
  线性度 linearity

不改变测量设备和晶片条件的情况下,测量值的变化。
注:线性度要求在不改变测量条件的情况下,重复测量图形所得值尽量一致。

3.8.117
  可再现性 reproducibility

在一定时间周期内,在改变测量条件下,依次对同一被测量图形进行测量所得到的平均测量值的

变化。
注:测量条件指:测量原理、测量方法、测量仪表、参考标准、场地和观测者等。测量图形时的步骤,每次仍然按照装

片、晶片对准、工作台移动到测量位置、定位测量图形、测量及卸片等操作过程,所获得的图形宽度测量值应吻

合一致。

3.8.118
  重复性 repeatability

在相同的检测条件下,对同一样品的同一目标分析值进行连续多次测量,所得结果之间的一致性。

3.8.119
  自动图形边缘确定方法 automaticpatternedgedeterminationmethod

通过对扫描电子显微镜接收的线条剖面二次电子或背散射电子的信号进行计算,自动确定边缘位

置的方法。
注:有多种方法,例如采用阈值方法、线性近似拟合方法和曲线拟合法等3种计算方法完成计算。

3.8.120
  手动图形边缘确定方法 manualpatternedgedeterminationmethod

操作者测量每一图形边缘区域,根据光标之间的距离人工判断,确定边缘位置的方法。
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3.8.121
  检测区域 inspectionregion;IR

集成电路芯片图形或者光学邻近效应校正数据处理及后续的检测过程的区域。
注:又称监测范围。

3.8.122
  检测窗口 inspectionwindow;IW

集成电路芯片图形或者光学邻近效应校正数据处理及后续的检测过程的窗口范围。

3.8.123
  掩模保护膜 pellicle

用金属框架固定在掩模或中间掩模图形层上方一定高度处的高透光率薄膜,用以避免尘埃对掩模

图形层的污染。
注:同时将微小缺陷挡在离掩模版图形层较远的地方,使曝光成像时缺陷的像离开掩模图形的焦平面,减少缺陷的

影响。

3.9 掩模制造设备和微光刻设备

3.9.1
  图像检查设备 imageinspectionequipment

用于图形形貌或尺寸检测的的仪器设备统称,包括各种光学显微镜、电子显微镜和扫描探针显微

镜等。
注:在实验室条件下,仍然需要采用传统的各种检测手段,如

a) 高倍光学显微镜;

b) 相切显微镜;

c) 激光共焦扫描显微镜和激光扫描差动共焦显微镜;

d) 专用光学线宽检测仪;

e) 扫描电子显微镜。

3.9.2
  光学显微镜 opticalmicroscope

用于观察微细图形的光学图像放大仪器。
注:光学显微镜是半导体集成电路制造工艺和微细加工技术中最常用的图形质量和表面形貌检测和观察的工具。

配备有明视场(brightfield)、暗视场(darkfield)、微分干涉相衬(DIC)、偏振光(polarized)、荧光(fluorescence)等
功能。通常光学显微镜最大放大倍率达到1000倍,分辨率达到1μm左右。

3.9.2.1
  物镜 objectivelens

显微镜系统中最靠近测试样品(物体)的透镜。

3.9.2.2
  目镜 ocular

显微镜中最靠近观察者眼睛的一组透镜。
注:目镜决定显微镜的最终放大倍率,通常其中装有十字叉丝或测微计。

3.9.2.3
  光学测微计 opticalfilarmicrometer

为实现测微操作,在目镜中装有成像的可动基准线的测微计。

3.9.2.4
  电视测微计 videofilarmicrometer

为实现测微操作,在电视监测器上配有与被测样品图像同时出现的可动电致基准线的测微计。
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3.9.2.5
  密度卡 steptablet

按一定密度阶梯排列的密度版。

3.9.3
  扫描电子显微镜scanningelectronmicroscope;SEM

用于测定和分析材料和器件结构及形貌,由电子枪、电子光学系统、信号收集和显示系统、真空系

统、控制系统等组成的微纳米图像放大仪器。
注:扫描电子显微镜最大放大倍率可达到几十万倍,分辨率可达到1nm左右。

3.9.4
  透射电子显微镜 transmissionelectronmicroscope;TEM

利用高能聚焦电子束与样品作用后透过样品的那部分电子所带的信息进行分析的设备。
注:电子束穿透薄膜样品的信息经电子光学系统放大后生成高衬度和高分辨率纳米结构图像,放大倍率能达到

50~100万倍,分辨率能达到0.2nm左右。

3.9.5
  离子束电子束双束系统 dualbeam(FIB/SEM)system

在同一个真空腔内电子光学柱和离子光学柱同时工作,具有电子束高分辨率截面成像和实时聚焦

离子束加工及双束诱导淀积等功能的系统。
注:一种结合了聚焦离子束工具的铣蚀功能和扫描电子显微镜的成像能力与分辨力的表征和样品制备系统,该系

统还具备截面操作能力,适用于二维和三维材料表征和分析。

3.9.6
  扫描隧道显微镜 scanningtunnellingmicroscope;STM

利用一个微细的针尖在离样品表面1nm左右的范围内进行扫描,检测探针与表面之间的隧道电

流,获得原子尺度的表面形貌的设备。
注:具有不需要任何电子光学系统能获得无像差的高分辨率图像的特点,纵向分辨率达到0.02nm,横向分辨率在

0.5nm~2nm范围内,用于表征样品表面原子尺度的形貌、密度和缺陷等。

3.9.7
  扫描俄歇显微镜 scanningAugermicroscope;SAM

利用高能电子束为激发源的表面科学和材料科学的分析显微镜,为微电子业常见的表面分析技术

之一。
注:其原理是利用高能粒子为激发源,使表面原子之内层能级的电子游离出,原电子位置则会产生空穴,导致能量

不稳定,此时外层电子会填补产生之空穴,进而释放能量传递至外层能级电子,造成接受能量的电子被激发游

离,游离的电子即为俄歇电子。

3.9.8
  共焦激光扫描显微镜 confocallaserscanningmicroscope;CLSM

采用激光作为光源,在传统光学显微镜基础上采用共轭聚焦原理和装置,并利用计算机对所观察的

对象进行数字图象处理的一套观察、分析和输出系统。
注:在它的基础上发展了激光差动共焦扫描成像技术(laserdifferentialconfocalscanningimaging),或称为外差共

焦测量系统(heterodyneconfocalmeasurementsystem,HCMS)、激光差动共焦三维成像技术(Laserdifferential

confocalthree-dimensionalimaging)和激光差动共焦光谱扫描成像技术/检测技术(Laserdifferentialconfocal

spectralscanningimaging/detection)等。

3.9.9
  扫描探针显微镜 scanningprobemicroscope;SPM

在扫描隧道显微镜的基础上发展起来的各种新型探针显微镜(原子力显微镜AFM,激光力显微镜

LFM,磁力显微镜 MFM等)的统称。
101

GB/T44928—2024



3.9.9.1
  探针台 probestation

利用金属探针将晶片上集成电路芯片的电极与测试仪连接,以完成集成电路性能参数中间测试的

电子机械设备。

3.9.9.2
  探针 probe

具有特定机械电气性能和微细针尖状结构的金属针头。
注:如晶片探针测试仪、扫描探针显微镜、扫描隧道显微镜和热探针成像系统中用的针尖接触导电或放电的针状金

属部件。

3.9.9.3
  测试探头 testhead

用以安装固定探针,并在一定范围内分别在X、Y、Z 三个方向对探针尖端进行微调的部件。
注:又称分离式测试探头。

3.9.10
  原子力显微镜 atomicforcemicroscope;AFM

通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来研究物质的表

面结构及性质的分析仪器。

3.9.10.1
  接触模式 contactmode

在整个扫描成像过程之中,探针针尖始终与样品表面保持紧密的接触的成像模式。

3.9.10.2
  非接触模式 non-contactmode

探测试样表面时,悬臂在距离试样表面上方5nm~10nm的距离处振荡的成像模式。

3.9.10.3
  敲击模式 tappingmode

介于接触模式和非接触模式之间,悬臂在试样表面上方以其共振频率振荡,针尖仅仅是周期性地短

暂地接触/敲击样品表面的成像模式。

3.9.10.4
  采用激光偏转检测的原子力显微镜 atomicforcemicroscopeemployinglaserbeamdeflectionfor
forcedetection;laser-AFM
  由二极管激光器发出的激光束经过光学系统聚焦在微悬臂背面,并从微悬臂背面反射到由光电二

极管构成的光斑位置检测器。

3.9.11
  表面轮廓仪 surfaceprofilometer

属于接触式表面形貌测量仪器。
注1:其测量原理是,当触针沿被测表面轻轻滑过时,由于表面有微小的峰、谷使触针在滑行的同时还沿峰谷作上下

运动。触针的运动情况就反映了表面轮廓的情况。传感器输出的电信号经测量电桥后,输出与触针偏离平衡

位置的位移成正比的调幅信号。

注2:也称台阶仪。

3.9.12
  膜厚测量显微镜 filmthicknessmeasurementmicroscope;FTMM

对晶片上透明介质膜进行无损检测的显微镜。
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3.9.13
  X射线膜厚测试仪 X-rayfilmthicknesstester;XFTT

通过一次X射线穿透金属元素样品时产生低能量的光子,俗称二次荧光,再通过计算二次荧光的

能量来计算厚度值的仪器。
注:也称X射线测厚仪。

3.9.14
  超声显微镜 ultrasonicmicroscope

利用材料对超声波的吸收、散射、反射及传播速度的差别来检查图形表面特征的仪器。

3.9.15
  激光扫描平整度测试仪 laserscanningflatnesstester

利用激光扫描方法,对置于真空吸盘上的晶片或铬板等不透明样品进行平面度、弯曲度及表面粗糙

度快速无接触检测的设备。

3.9.16
  斜入射干涉仪 obliqueincidentinterferometer

用以测量抛光晶体表面平面度的入射光束掠射角大于零度的光学干涉仪。

3.9.17
  掩模线宽测量设备 masklinewidthmeasurementequipment

利用光学或非光学成像测量原理,测量光掩模或芯片上集成电路图形尺寸的设备。

3.9.18
  光学图形扫描仪 opticalimagescanner

用光束扫描图形线条,经光电接收器探测线条边缘处的光强变化信号,以测得图形线宽的仪器。

3.9.18.1
  机械狭缝扫描 mechanicalslitscanning

用光电管探头记录光束经机械狭缝扫描时出现的被测图形的光强变化信号来测出图形线宽。

3.9.18.2
  激光扫描测量 laserscanmeasurement

用随工件台移动的激光束对被测样品扫描,当扫描激光在图形两侧边缘处发生偏转时,探测器所测

到的边缘信号确定图形线宽。

3.9.19
  剪切显微镜 shearingmicroscope

利用双向目镜成像原理,将显微镜对准的被测图形的像在垂直于被测线条方向连续微动一个图形

宽度,使像的一条边与图形另一条边相切,由数显线条读出的距离确定图形线条宽度的测量显微镜。

3.9.20
  反射式微小尺寸测量仪 reflectivemicrosizemeasurer

通过检测器分别接收平行激光束在被测线条两个边缘处的散射光,经光电处理后由线性编码器测

出微小尺寸绝对值的仪器。

3.9.21
  相干光束测量仪 coherentbeammeasurer

利用相干光束的衍射和干涉效应进行线宽测量的仪器。

3.9.21.1
  横向干涉测量 crosswiseinterferometry

利用一个横向移动的干涉条纹来测量样品的线条宽度,当干涉条纹间距正好等于被测线条宽度

时,透射干涉图的交流分量为零值。
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3.9.21.2
  光栅衍射测量 gratingdiffractionmeasurement

用相干光照射特制的光栅图形,通过光栅常数所决定的各级衍射光强度来反映片子图形宽度的

变化。

3.9.21.3
  衍射图形分析测量 diffractionpatternanalyzingmeasurement

利用一维光二极管阵列,对被测图形产生的衍射图形,根据傅里叶变换原理进行数值运算,测出被

测线条实际宽度。

3.9.22
  掩模检查设备 maskinspectionequipment

利用适当方法检查、测量掩模版或中间掩模版图形缺陷、线宽及套版精度的仪器设备统称。

3.9.22.1
  掩模质量检测 maskqualitychecking

为保证光刻成品率,对掩模版需要进行严格的质量检测。
注:掩模质量检测的内容有:

a) 掩模版平整度;

b) 图形线宽尺寸、畸变、反差、边缘粗糙度和图形完整性;

c) 图形位置精度、套刻精度、正交性和图形阵列间距精度;

d) 掩模版上的缺陷。
掩模质量检测的设备有:

a) 掩模版表面检测仪;

b) 掩模比较仪;

c) CD线宽测量仪;

d) 掩模缺陷检测仪等。

3.9.22.2
  掩模比较仪 maskcomparator

采用双光学台面结构分离视场显微镜,用光学比较测量的方法,检测掩模版或者中间掩模版套准精

度的仪器。
注:通常用以评估掩模版制造工艺中一套掩模版之间的套准精度,以监控光刻工艺的套刻精度。

3.9.22.3
  掩模版自动检查系统 automaticphotomaskinspectionsystem

在表面缺陷和污染检测仪基础上发展起来的综合性自动化掩模缺陷检测和掩模精度检测的仪器。

3.9.23
  掩模关键尺寸测量系统 maskCDmeasurementsystem

用于检测的仪器设备,并用以检测整块掩模版或整个圆片上所有芯片图形中关键尺寸图形的线宽

均匀性及线宽精度的仪器,通过分析发现关键尺寸图形的线宽均匀性问题及线宽精度误差的规律,以指

导工艺技术的改进,控制光刻工艺或者光掩模制造工艺的质量。

3.9.24
  掩模缺陷和污染检测系统 maskdefectandcontaminationdetectionsystem

掩模缺陷检测系统的统称。
注:分为两类,一类是表面缺陷和污染检测仪(surfacedefectandcontaminationdetector,SDCD),它是检测晶片或者

掩模版表面缺陷和沾污的仪器;另一类是采用比较法进行缺陷检测的掩模比较仪(maskcomparator)。

3.9.24.1
  表面层缺陷检查系统 subsurfacedefectdetectionsystem;SDDS

采用热波技术的晶片或掩模版表层缺陷检测分析仪器。
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3.9.24.2
  表面缺陷和沾污检测仪 surfacedefectandcontaminationdetector

利用扫描聚焦激光束进行晶片表面缺陷检测或者掩模版表面缺陷和沾污检测的仪器。

3.9.24.3
  掩模缺陷检查仪 maskdefectinspector

以比较测量方法检测掩模或中间掩模图形缺陷的类型、位置及尺寸的仪器。

3.9.24.4
  图形比较法 dietodiecomparisonmethod

用将两图形的视频信号或将图形的视频信号与其原始CAD图形数据的视频信号进行逐点比较的

方法,确定光掩模图层透明及不透明缺陷的位置和大小。

3.9.24.5
  图形-数据比较法 dietodatacomparisonmethod

用实际图形转换的数据与其原始CAD图形数据进行逐一比较的方法,确定光掩模图层透明及不

透明缺陷的位置和大小。

3.9.24.6
  缺陷检测能力 defectdetectioncapability

在一定缺陷捕获率下能检测出的掩模版最小缺陷尺寸。

3.9.24.7
  缺陷检查速度 defectdetectionrate

在缺陷检测时,单位时间能检查的掩模版版图的面积。

3.9.25
  掩模修补系统 maskrepairsystem

与掩模缺陷检查设备连接,利用各种高能辐射束及热沉积或者光化学汽相淀积材料对掩模或中间

掩模的透明缺陷或不透明缺陷进行修复的设备。
注:分为高能辐射束缺陷修补、聚焦激光束修补和聚焦离子束修补。

3.9.25.1
  掩模修补技术 maskrepairtechniques

采用高能量激光脉冲气化缺陷的方式去除残留物或采用各种高能辐射束及热沉积或者光化学汽相

淀积材料方式进行选择性沉积,达到修补的目的的工艺技术。

3.9.25.2
  激光掩模修补系统 lasermaskrepairsystem

利用适当波长的激光对特定金属有机物反应剂的光化学汽相淀积作用和对掩模图形材料的热蒸发

作用,以聚焦扫描激光束分别定域修复铬掩模或中间掩模透明缺陷和不透明缺陷的设备。

3.9.25.3
  聚焦离子束掩模修补系统 FIBmaskrepairsystem

该设备可利用聚焦离子束进行定域溅射刻蚀去除多余的铬材料,达到去除不透明缺陷的目的,同时

还具有用物理的方法打磨透明缺陷表面产生不透明的效果,实现透明缺陷的修补的设备。

3.9.26
  掩模清洗设备 photomaskcleaningequipment

用于对掩模版进行清洁处理的设备的统称。

3.9.26.1
  晶片洗刷机 waferscrubber

利用喷射高压去离子水和旋转的刷子去除晶片表面物理性污染物的设备。
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注:又称擦片机。

3.9.26.2
  化学清洗机 chemicalcleaner

采用浸泡或喷射方法,以清洗液除去基片表面化学污染的设备。
3.9.26.3
  超声清洗机 ultrasoniccleaner

利用超声波在液体介质中产生的声波振荡,以清洗晶片或掩模版表面污染和尘埃的设备。
3.9.26.4
  兆声清洗机 megasoniccleaner

利用频率20倍于超声波在液体介质中产生声波振荡,以清洗晶片或掩模版表面污染和尘埃的

设备。

3.9.26.5
  掩模干燥设备 maskbakingequipment

在掩模版清洗后去除掩模版表面水分的设备的统称。
3.9.27
  掩模制造设备 mask-makingequipment

根据集成电路版图设计的图形数据,制造集成电路光刻掩模版或中间掩模版的一系列设备。
注:在半导体工艺中,制造掩模版的工艺设备也称为制版设备。

3.9.28
  座标刻图机 coordinatograph

利用在平台表面作两维运动,相对于直角坐标轴准确定位的刻刀,对置于台面上的红膜按设计数据

刻线,并经人工剥膜,以形成适当放大倍率的集成电路原图的装置。

3.9.28.1
  刻线间误差 spanerrorinindentinglines

采用刻图机刻制集成电路版图矩形图形时,所刻的两条对应平行线间实际距离与设计图形数据的

偏差。

3.9.28.2
  圆直径误差 diametererrorinengravingartwork

采用刻图机刻制集成电路版图圆形图形时,所刻的实际直径与设计数据的偏差。
3.9.28.3
  数字化仪 digitizer

从集成电路设计平面图上读取反映图形特征点坐标值(如顶点坐标),并且把它转化为刻图机或者

其他制图设备可接受格式的图形数据处理装置。

3.9.28.4
  自动制图机 automaticdrawer;automaticdrafter

在计算机控制下,直接按照输入的图形数据,在涂有漆膜或者红膜的柔性透明基片上刻膜、揭膜的

方式制作放大的集成电路原图,或以彩色笔绘图方式在图纸上绘制放大的体现各层集成电路版图之间

套刻关系的装置。

3.9.28.5
  刻图有效面积 effectiveareaofengravingartwork

坐标刻图机可刻制原图的最大面积。
3.9.28.6
  刻线间距误差 spanerrorinindentingline

在刻制原图时,两刻线之间实际距离与设计距离的偏差。
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3.9.28.7
  刻圆直径误差 diametererrorinengravingartwork

在刻制圆形原图时,实际直径与设计直径的偏差。

3.9.29
  初缩照相机 firstreductioncamera

利用光学成像原理,将放大的集成电路原图按照适当的比例缩小,并成像在乳胶板的感光膜上,以
形成精缩机用的中间掩模版的轨道式可变倍率的大型照相机。

注:又称一次缩小照相机,简称初缩机。

3.9.30
  光学曝光设备 opticalexposureequipment

利用光辐射对基片表面感光材料膜层进行选择性曝光,形成潜像的加工设备。
注:包括光掩模制造设备和光刻设备。

3.9.31
  光学分步重复机 photorepeater

将中间掩模图形按适当比例缩小到实际尺寸,并按分步重复方式或异图分布方式在乳胶板或铬板

的感光膜上成像为图形阵列,以形成集成电路主掩模的高分辨率照相设备。
注:也称分步重复照相机(step-and-repeatcamera)、掩模重复照相机(maskstepper)或精密缩小照相机,简称精

缩机。

3.9.31.1
  微缩透镜 reductionlens

分步重复照相机或投影光刻机的缩小成像镜头。

3.9.31.2
  透镜分辨率 lensresolution

分步重复照相机或投影光刻机,在标准的工艺条件下,微缩透镜在其有效视场范围内,所能产生的

最小图像尺寸,或单位长度可分辨的最大线对数。

3.9.31.3
  透镜实拍分辨率 practicallensresolution

在光掩模制造或光刻工艺中,在实际生产工艺条件下,微缩透镜在其有效视场范围内,所能产生的

最小图像尺寸,或单位长度可分辨的最大线对数。

3.9.31.4
  自动调焦系统 automaticfocussystem

在分步重复照相机或投影光刻机中,使透镜焦平面与基片表面感光层重合,以得到最佳成像分辨率

的自动调整装置。
注:通常由红外线发生器、接收器、焦平面调节器、透镜系统上下微动的控制系统组成。

3.9.31.5
  自动调焦范围 automaticfocusrange

可自动调节像距的最大范围。

3.9.31.6
  调焦精度 focusaccuracy

自动或手动调焦时,实际焦距和理想焦距的偏差。

3.9.31.7
  版架 reticleholder;maskholder;waferholder

将中间掩模版、工作掩模版或感光板夹持固定于成像系统物面或像面上的一种金属框架。
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注:在光刻机和电子束曝光系统中夹持固定晶片的金属框架也称为片夹。

3.9.31.8
  承片台 waferstage

置于精密工件台上,承载晶片、晶片移动和定位的夹具。

3.9.31.9
  暗盒 cassette

在光学曝光系统中存放感光板的版架或投影光刻机中存放晶片片夹的密封遮光的腔体。
注:在电子束曝光系统中用以存放晶片片夹的真空腔也称之为cassette,为自动送片需要,cassette中能存放两个到

十几个片夹。

3.9.31.10
  校准台 calibrationtable

用于校准中间掩模版与分步重复曝光机对准标记相对位置的装置。

3.9.31.11
  掩模制造有效面积 effectiveareaofmask-making

在掩模制造工艺中,可制作的最大图形面积。

3.9.31.12
  单元图形面积 singlepatternarea

分步重复精缩机一次曝光可制作的最大图形面积。

3.9.32
  光学图形发生器 opticalpatterngenerator

在计算机控制下,利用可变机械狭缝(或固定矩形模块)光阑(aperture)、通过具有一定缩小倍率

(通常25倍缩小)的透镜成像系统,利用闪光灯(或汞灯与快门配合)和工件台移动协调动作,把计算机

输入的集成电路数据按顺序曝光,在工作台的感光板上拼接出完整集成电路中间掩模版的光学曝光

设备。

3.9.32.1
  X-Y 工件台 X-Ystage;X-Ytable

曝光系统中实现精确定位的机械台面,具有可加载有感光材料基片的片夹在X-Y 两个方向进行二

维高速运动和准确制动的伺服系统。
注:又称精密工件台(precisionstage)。

3.9.32.2
  导轨系统 guidancesystem

在光掩模制备和光刻中精密控制工件台运动的机械机构,需要在偏摆、俯仰、侧滚六度空间内保证

工件台面按规定坐标轴向平稳运动的承载和导向。

3.9.32.3
  精密工件台 precisionstage

曝光系统中,由承载平台和导向机构组成,用以放置感光基片,能够实施移动,并能进行精确定位的

部件。

3.9.32.4
  工件台行程 stagetraveldistance

工件台直线运动的最大距离。

3.9.32.5
  工件台尺寸 stagesize

工作台的外形尺寸。
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注:一般工件台的尺寸大于工件台行程。

3.9.32.6
  工件台运动直线性 linearityofstagemotion

工件台在其直线运动范围内的实际运行轨迹与理想运行轨迹的最大偏差量。

3.9.32.7
  工件台运动正交性 orthogonalityofstagemotions

工件台在其直线运动范围内作二维运动时,其一个运动方向的平均直线轨迹和另一个运动方向的

平均直线轨迹的交角与直角的偏差量。

3.9.32.8
  工件台加速度 stageacceleration

在一个运动方向上,工件台单位时间所能达到的速度改变量。

3.9.32.9
  工件台最高速度 maximumstagespeed

在一个运动方向上,工件台单位时间所移动的最大距离。

3.9.32.10
  工件台位置分辨率 stagepositionresolution

在X 运动方向或在Y 运动方向的实际运动中,工件台可重复实现的最小位移量。

3.9.32.11
  工件台定位精度 stageaccuracy

工件台在一个运动方向的全行程内的任一点作重复定位时,其实际定位位置与理想定位位置的符

合程度,并以其实际定位位置的平均值与理想值之偏差来评定。

3.9.32.12
  工件台计数分辨率 stageregisterresolution

工件台测长系统能分辨的最小长度。
注:又称脉冲分辨率或脉冲当量。

3.9.32.13
  工件台程序分辨率 stageprogrammableresolution

计算机控制工件台运行时,由程序所决定的最小位移量。

3.9.32.14
  工件台重复精度 stageprecision

工件台在一个运动方向的全行程内的任一点作重复定位时,其实际定位位置与多次定位的平均位

置的符合程度,并以其实际定位位置的统计分布的2倍或3倍标准偏差极限来评定。

3.9.32.15
  伺服驱动系统 servodrivingsystem

根据定位信息,对运动的工件台进行启动、停止、定位控制,并使运动的工件台作相应运动的装置。

3.9.32.16
  长度测量系统 length-measurementsystem

测量精密工件台实际位移,将位移量转换成电信号并反馈到伺服控制系统,以保证工件台实际精确

定位的系统。

3.9.32.17
  光栅测长系统 gratingmeteringsystem

以计量光栅的栅距作长度基准,通过观察两光栅干涉产生的莫尔条纹的变化测量工件台实际位

移,并将测得的位移量转换为所要求控制信号的装置。
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3.9.32.18
  激光测长系统 lasermeteringsystem

以稳频激光器的辐射波长作长度基准,通过观察双频激光干涉仪精确测量工件台实际位移,并将测

得的位移量转换为所要求控制信号的装置。

3.9.32.19
  固定图形台面 fixativestage

将具有单个或多个特定形状的图形模版放置在图形发生器物面的可选择性的固定光阑机构。
3.9.32.20
  可变光阑 variableaperture

由两组可开合的机械刀口或其他窗口组件组成,在图形发生器物面上可产生不同尺寸矩形光阑

机构。
注:又称可变狭缝、可变孔径或可变矩形光阑。

3.9.32.21
  光阑变化范围 aperturerange

以图形发生器成像面面积表示的可变光阑从最小到最大的变化量。

3.9.32.22
  光阑分辨率 apertureresolution

以图形发生器成像面图形宽度表示的可变光阑可控制的最小的变化量。
注:即光阑X 和Y 方向尺寸变化的最小单位,比如0.25μm。注意这里不是指图形发生器最小的曝光尺寸,由于机

械结构精度的限制,图形发生器最小曝光尺寸为2μm。

3.9.32.23
  光阑程序分辨率 aperture programmableresolution

以图形发生器成像面图形宽度表示的可变光阑控制系统所决定的最小的位移量。
3.9.32.24
  光阑刀口平行度 aperturebladeparallelism

在变化范围内,可变光阑的两片相对刀口之间的平行程度。

3.9.32.25
  光阑刀口正交性 aperturebladeorthogonality

在变化范围内,可变光阑的两对刀口之间的直角程度。
3.9.32.26
  光阑开口范围 aperturerange

可变光阑开口尺寸最小到最大的变化量。
3.9.32.27
  光阑转动范围 aperturerotationrange

可变光阑从零位起转动到最大的角度变化量。
3.9.32.28
  光阑转动对中性 aperturerotationcentering

可变光阑的中心相对于光阑旋转中心的偏移量。
3.9.32.29
  光阑转动程序分辨率 aperturerotationprogrammableresolution

计算机控制可变光阑转动时,由程序所决定的最小角度。

3.9.32.30
  光阑转动回零重复性 zero-degreerepeatabilityofaperturerotation

可变光阑多次转动,重复回零的一致程度,以成像面上最大误差表示。
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3.9.32.31
  光阑与工件台运动平行度 alignmentaperturewithstagemotions

可变光阑刀口在成像面上的图像与工件台直线运行方向之间平行程度。

3.9.32.32
  镜头分辨率 lensresolution

在标准的工艺条件下,在镜头视场内,单位长度可分辨的线对数。

3.9.32.33
  镜头实拍分辨率 lenspracticalresolution

在一般的工艺可接受的条件下,在镜头视场内,单位长度可分辨的线对数。

3.9.32.34
  调焦分辨率 focusresolution

在调焦范围内,调焦系统的螺旋测微器实际调节可分辨的最小位移量。

3.9.32.35
  闪光频率 flashfrequency

单位时间内,能够达到曝光要求的闪光次数或快门开关次数。

3.9.32.36
  套准精度 registrationprecision

由图形发生器或分步重复精缩机制备的一套掩模版,将其每层整体图形中心彼此重合时,其中一层

掩模上的所有功能图形中心与其他层掩模上相关的功能图形中心相对的偏离值。
注:通常采用掩模比较仪测定。

3.9.32.37
  同机套准精度 machineoverlayprecision

由同一台掩模制造设备制备的一套掩模版或中间掩模版,将其每层整体图形中心彼此重合时,其中

一层掩模上的所有功能图形中心与其他层掩模上相关的功能图形中心相对的偏离值。

3.9.32.38
  异机套准精度 machine-to-machineoverlayprecision

由不同的掩模制造设备制备的同一种集成电路的一套掩模版或中间掩模版,将其每层整体图形中

心彼此重合时,其中一层掩模上的所有功能图形中心与其他层掩模上相关的功能图形中心相对的偏

离值。

3.9.32.39
  曝光方式 schemeofexposure

光掩模制造设备曝光时,曝光顺序和工件台运行的方式。
  注:按工件台运行状态分为步进式曝光和行进式曝光;按照工件台运行轨迹分为S形轨迹曝光和E形轨迹曝光及

选择性曝光。

3.9.32.40
  停进曝光 stopexposeandgo

光掩模制造设备曝光时,每达到一个预定的曝光位置,驱动工件台的传动停止运动,系统即控制工

件台微动机构实现精确定位,同时完成自动调焦后进行一次曝光,然后再驱动工件台移动到下一个曝光

位置,逐点完成整个曝光过程。

3.9.32.41
  行进曝光 flashonthefly

光掩模制造设备的工件台在不停顿地移动过程中,每当工件台通过一个预定的曝光位置的瞬间,即
促发高能、超短脉冲的光源进行快速逐点曝光。
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3.9.33
  准分子激光图形发生器 excimerlaserpatterngenerator

以准分子激光器做闪光光源的机械狭缝扫描式或激光狭缝扫描式光学图形发生器。
注:为提高曝光效率,激光图形发生器采用多束扫描方式曝光。

3.9.34
  准分子激光掩模对准机 excimerlasermaskaligner

以准分子激光器产生的远紫外光作为曝光光源,将掩模图形转移到晶片上的光学曝光设备。
注:又称准分子激光曝光机。其光源是以高速高压放电激励含有卤素的适当混合气体,使其形成受激二聚物,从而

产生远紫外波段高能、窄谱和超短脉冲光辐射的气体脉冲激光器。其中气体分子是在激光混合气体受到外来

能量的激发所引起的一系列物理及化学反应中所形成的,但转瞬即逝的不稳定分子,其寿命仅为几十毫微秒。

3.9.35
  扫描激光直写系统 scanninglaserdirectwritesystem

利用聚焦激光束直接在涂覆有抗蚀剂的基片上描绘掩模图形的高效率光学掩模制造设备。
注:通常分为光栅扫描和矢量扫描两种方式,采用旋转多媒体反射镜实现激光束扫描功能。

3.9.35.1
  声-光调制器 acousto-opticmodulator

利用超声波在晶体中所形成的介质密度的周期变化使入射激光束产生的衍射作用,对激光束强度

进行数字调制的装置。

3.9.35.2
  声-光偏转器 acousto-opticdeflector

利用超声波在晶体中所形成的介质密度的周期变化使入射激光束产生的衍射改变激光束传播方向

的装置。

3.9.35.3
  电声换能器 electroacoustictransducer

利用晶体材料的电声特性,将电振荡能量转换为声波振荡能量的装置。

3.9.36
  基于DMD激光直写系统 laserdirectwritingsystembasedonDMD

基于空间光调制器的光学无掩模光刻系统,属于无掩模光刻的一种。
注:主要应用于光掩模制造或晶片直写,分辨率在1μm左右,可以延伸到0.6μm。

3.9.36.1
  空间光调制器 spatiallightmodulator;SLM

一种可进行数字式一维或二维空间光强调制的器件,在具有可随时间变化的电信号或其他信号控

制下,改变空间上光分布的光强、振幅、相位、偏振态、波长或相干性等功能。在光电混合处理和激光曝

光技术中起关键作用。

3.9.36.2
  数字微镜器件 digitalmicromirrordevice;DMD

一种基于半导体MEMS制造技术制造的高速数字式光反射开关阵列器件,采用二进制脉宽调制技

术能精确地控制光源。利用每个微米级反射镜下CMOS电路提供的静电力驱动微镜绕固定轴偏转,实
现控制每个光像素反射光的方向,达到控制光的“开关”的目的,广泛应用于显示技术和曝光技术。

3.9.36.3
  数字式光处理 digitallightprocessing;DLP

利用精确控制高速数字式光反射开关阵列中每个微小镜片的方向,实现调制二进制的光点形成显

示图像或曝光图形的技术。
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3.9.37
  激光布线机 laserpantography

采用选择性金属激光化学气相淀积及二氧化硅的淀积与选择刻蚀,直接在计算机控制下,按输入的

设计数据对通用的半成品集成电路芯片直写特定双层金属互连结构,完成专用集成电路芯片的金属布

线工艺。

3.9.38
  电子束掩模制造系统 electronbeamsystemformaskmaking

利用电子束直接在涂覆有抗蚀剂的基片上曝光掩模图形的掩模制造设备。
注:电子束图形发生器有三类:第一类是可变矩形束电子束曝光系统;第二类是光栅扫描式电子束曝光系统;第三

类是高斯束(圆形束)电子束曝光系统。前两者用于光掩模制造,后者主要用于纳米芯片直写。

3.9.39
  电子束光刻系统 electronbeamlithography(EBL)system

在计算机控制下,采用电子光学系统控制电子束在涂有电子抗蚀剂的晶片上按照输入的图形数据

直接描画电路版图结构图形,使电子抗蚀剂形成纳米集成电路图形潜像的曝光设备。
注:又称电子束直写光刻机、电子束直写系统(electronbeamdirectwritesystem)。

3.9.39.1
  高斯束电子束光刻系统 Gaussianelectronbeamlithographysystem

束斑的电子密度呈高斯分布的电子束光刻系统。

3.9.39.2
  圆形束电子束光刻系统 circularelectronbeamlithographysystem

束斑的电子密度呈圆形截面的电子束光刻系统。

3.9.39.3
  高斯圆形束电子束光刻系统 Gaussianroundelectronbeamlithographysystem

束斑的电子密度呈高斯分布的圆形截面的电子束光刻系统。

3.9.39.4
  光栅扫描电子束曝光系统 rasterscanelectronbeamexposuresystem

在工件台移动和电子束以光栅扫描方式相配合下构成的两维扫描场中,通过静电通断电路按输入

图形数据控制电子束通断,使晶片选择性曝光的电子束曝光设备。

3.9.39.5
  矢量扫描电子束曝光系统 vectorscanelectronbeamexposuresystem

采用矢量式扫描曝光的电子束曝光系统。
注:纳米直写电子束光刻系统多采用矢量式扫描曝光方式。

3.9.39.6
  静电偏转器 electrostaticdeflector

用一个与电子束轴向正交的静电场使电子束行进方向产生偏转的装置。

3.9.39.7
  磁偏转器 magneticdeflector

利用两对绕电子束正交排列的电磁线圈产生的磁场控制电子束行进方向产生偏转的装置。

3.9.39.8
  机械扫描 mechanicalscanning

为实现电子束在大面积晶片上进行扫描曝光,需要工件台配合电子束扫描场进行步进移动,或者一

个方向连续移动,另一个方向步进移动的曝光方式。
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3.9.39.9
  混合扫描曝光 mixedscanexposure

采用静电或电磁偏转与机械扫描相结合的扫描曝光方式。

3.9.39.10
  图形拼接精度 patternabutmentaccuracy

在电子束曝光中,通过工件台的移动,在相邻的两个扫描场上分别曝光同一个图形的两个部分

时,这两个扫描场上所曝光的图形衔接的规整程度。

3.9.40
  变形束电子束曝光系统 variableelectronbeamexposuresystem

采用偏转电极控制电子光学系统中第一光阑窗口的像和第二光阑窗口重合构成可变形电子束斑的

电子束曝光系统。

3.9.41
  成形束电子束曝光系统 shapedelectronbeamexposuresystem

采用固定矩形束或其他基本图形窗口掩模形成的固定束斑成像拼接的电子束曝光设备。
注:也称固定矩形束电子束曝光系统,常用于光掩模制造。

3.9.42
  电子束投影光刻 electron-beamprojectionlithography;EBPL

在电子光学系统中,以镂空掩模作为光阑,把镂空掩模图形成像到晶片表面电子抗蚀剂膜上,实现

电子束缩小投影曝光的设备。

3.9.43
  电子束字符投影光刻系统 electronbeamcharacterprojectionlithographysystem

用制备有系列基本图形元素的镂空模版代替电子光学柱中光阑,通过控制系统选择其中一个或者

几个在晶片表面电子抗蚀剂上曝光,如同字符式能拼写出复杂图形的电子束曝光设备。
注:采用同一个基本图形元素进行分步重复拼接出大面积图形,类似定形束扫描曝光,如圆形束扫描曝光,或者矩

形束扫描曝光。又称选择字符电子束投影曝光系统、图形字符电子束投影光刻系统。

3.9.44
  掩模复印机maskprinter

将集成电路主掩模图形进行接触复印,以复制副主掩模或者工作掩模的曝光设备。
注:俗称翻版机。

3.9.44.1
  拷贝压力 copyforce

掩模复印曝光时,施加于掩模版和感光板之间的真空压力。

3.9.44.2
  复眼透镜 fly’s-eyelens

将许多六角形小透镜按蜂窝状结构排列,把点光源转换成大面积均匀平面光源的一种组合透镜。
注:也称蝇眼透镜。掩模复印机大部分采用复眼透镜作为曝光光源。

3.9.44.3
  曝光量积分器 exposureintegrator

通过光电转换元件,将把曝光采样信号转换成电信号,对光强积分的方式进行曝光能量控制,达到

补偿由于光强波动所引起的曝光量不一致的装置。

3.9.44.4
  接触式复印 contactprinting

掩模版和涂有光致抗蚀剂的晶片(或感光板)紧密接触的状态下,通过曝光把掩模版上的图形复印
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到晶片表面抗蚀剂上。

3.9.44.5
  接近式复印 proximityprinting

掩模版和涂有光致抗蚀剂的晶片(或感光板)之间存在一定间隙的状态下,通过曝光把掩模版上的

图形复印到晶片表面抗蚀剂上。

3.9.44.6
  曝光分离间隙 wafer/maskexposureseparation

接近式曝光时,掩模版和晶片(或感光板)上光致抗蚀剂膜之间离开的距离。

3.9.44.7
  对准分离间隙 wafer/maskalignmentseparation

接触式曝光前,在进行掩模版和晶片(或感光板)之间对准操作时,调整掩模版和晶片,使他们之间

有一定的间隔,以防止对准操作过程中损伤光致抗蚀剂膜。

3.9.45
  接近/接触式曝光机 proximity/contactmaskaligner

利用分立显微镜系统观察调整掩模版和晶片上对准标记的相对位置,利用真空系统调节掩模版和

晶片之间的气压实现接触式或者接近式曝光的设备。
注:按照自动化程度分为手动、半自动和全自动三类。

3.9.46
  步进投影光刻机 stepper

一种具有分步重复功能的光学投影成像系统。
注:在光掩模制造设备分步重复照相机(photorepeater,step-and-repeatcamera)的基础上发展起来的投影光刻系统。

又称投影步进光刻机(projectionstepper)、硅片直接步进曝光机(directstepperonthewafer,DSW)、硅片直接步

进投影曝光机(direct-step-on-waferprojectionaligner)、分步重复曝光系统(step-and-repeatexposuresystem)、

缩小投影对准曝光机(reductionprojectionaligner,RPA)、硅片步进机(waferstepper)。

3.9.47
  扫描式曝光系统 scanner

一种通过弧形狭缝照明光束扫描的方式进行曝光的成像系统。
注:也称扫描投影曝光机、硅片扫描曝光机。

3.9.47.1
  弧形汞灯 capillarymercuryarclamp

灯体成弧形,可产生照度均匀的弧形光束的超高压毛细管汞灯,扫描投影曝光机的光源。

3.9.47.2
  反射投影透镜 mirrorprojectionlens

由一块梯形反射镜和一对凹凸反射镜组成,能产生一条弧形窄带成像区的无色差光学系统,扫描投

影曝光机的反射光路系统主要部件。

3.9.47.3
  扫描架 scanningcarriage

扫描投影曝光机中用于支撑掩模版和晶片进行同步扫描曝光的刚性机架。

3.9.47.4
  子场扫描曝光 subfieldscanningexposure

利用投影系统的矩形视场对掩模版和晶片在带状区域进行同步扫描曝光,以扩大曝光像场尺寸,满
足高分辨率与大视场要求的行进扫描曝光方式。
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3.9.47.5
  二维子场扫描 two-dimensionalsubfieldscanning

利用投影系统的菱形视场,在X、Y 两个方向对掩模版和晶片进行带状区域同步扫描的高速步进扫

描曝光方式。
3.9.48
  步进扫描投影曝光机 scan-stepper

同时具有子场扫描投影曝光和缩小分步重复拼接曝光方式光学曝光系统。
3.9.48.1
  硅片管理分系统 waferhandlersub-system

具有机械手操作的轨道式硅片处理和传送等操作的管理系统。
3.9.48.2
  硅片平台分系统 waferstagesub-system

光刻机中用于精确对准的检测、校正和定位操作的硅片平台。
3.9.48.3
  中间掩模版管理分系统 reticlehandlersub-system

光刻机中用于中间掩模版预对准、检查、传送掩模等操作管理的系统。
3.9.48.4
  校准与测量分系统 calibrationandmetrologysub-system

光刻机中负责套刻精度、平台对准精度、成像镜头像差、照明光强分布等校准和测量系统。
3.9.48.5
  成像分系统 imagingsub-system

光刻机中由照明系统、投影镜头及光强控制系统组成的光学成像系统。
3.9.48.6
  光源分系统 lightsourcesub-system

光刻机中的曝光光源系统。
3.9.48.7
  污染控制与温控分系统 contaminationandtemperaturecontrolsub-system

光刻机中控制镜头内部的温度和镜头表面沾污问题的分系统。
注:由于镜头在深紫外激光曝光时被加热,需要在镜头外壳配备水冷系统,在镜头内部配备洁净气冷系统。

3.9.48.8
  柯勒照明 Kohlerillumination

把光源发出的通过扩束、散射、汇聚等光学元件形成均匀平行光场的曝光照明系统。
3.9.49
  红外掩模对准机 infraredmaskaligner

利用红外光的透射性能,从反面观察晶片图形,进行晶片背面标记图形与掩模图形对准和曝光的

设备。
注:又称红外曝光机。

3.9.49.1
  红外电视显微镜 infraredTVmicroscope

由光电阴极将物体经红外光照射后获得的光学图像转换为电子图像,再由荧光屏将电子图像还原

成光学图像供目测的仪器。

3.9.50
  远紫外曝光掩模对准机deepultravioletmaskaligner

采用波长在200nm~300nm范围的曝光光源,将掩模图形转移到晶片上的光学曝光设备。
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注:又称远紫外曝光机。

3.9.51
  离子束曝光机 ionbeamexposuresystem

在计算机控制下,用聚焦离子束在晶片上按输入图形数据进行描写,使抗蚀剂层曝光,以形成微结

构图形潜像的曝光设备。

3.9.52
  掩蔽离子束曝光机 maskedionbeamexposuresystem

用准直离子束穿过与晶片接近的镂空金属箔掩模,对晶片表面的抗蚀剂层进行面曝光的离子束曝

光设备。

3.9.53
  离子束投影曝光机 ionbeamprojectionexposuresystem

利用整形后的离子束,将透过镂空中间掩模的图形缩小投影在晶片上,通过工件台的移动在晶片上

分步重复成像,使晶片表面抗蚀剂产生掩模图形潜像的离子束曝光系统。

3.9.54
  聚焦离子束扫描曝光机 focusedionbeamscanexposuresystem

在计算机控制下,通过工件台移动和静电偏转,使聚焦离子束在偏转场内按输入图形数据对晶片表

面抗蚀剂层进行分区扫描曝光直写的离子束曝光设备。

3.9.55
  X射线曝光设备 X-rayexposuresystem

用波长0.4nm~1.5nm(或0.4nm~5nm)的光辐射,以面曝光的方式将掩模图形等倍转印到基片

表面抗蚀剂层上的曝光设备。

3.9.55.1
  同步加速器X射线源 synchrotronradiationX-raysource

用电子同步加速器将电子加速到接近光速时,沿电子圆形轨道切线方向产生X射线辐射的X射

线源。

3.9.55.2
  脉冲等离子体X射线源 pulsedplasmaX-raysource

由气体脉冲高压放电或激光脉冲产生的等离子体X射线辐射源。

3.9.55.3
  小型X射线存储环 X-raycompactstoragering

专门用于X射线曝光机的小型电子同步加速器X射线源。

3.9.55.4
  X射线掩模 X-raymask

由X射线透射膜(如氮化硅膜)和由X射线吸收材料(如金膜)图形层构成的X射线曝光图形掩模。

3.9.55.5
  铍窗 berylliumwindow

用铍箔制作的可保持X射线源真空环境,由对X射线吸收率低的X射线投射窗口。

3.9.55.6
  半影尺寸 penumbrasize

由X射线源的非点光源辐射而产生的曝光模糊区的宽度。

3.9.56
  接近式X射线曝光设备 proximityX-rayexposuresystem

采用X射线曝光源,使X射线掩模与晶片精确对准并在其间保持一定间隙,以步进投影的方式,将
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X射线掩模图形等倍地转印在晶片表面抗蚀剂层上的X射线曝光设备。

3.9.57
  X射线晶片步进机 X-raywaferstepper

采用X射线曝光源,使X射线掩模与晶片精确对准并在其间保持一定间隙,以拷贝复制的方式,将

X射线掩模图形等倍地成像在以分步重复运动的晶片上,使晶片表面抗蚀剂层形成潜像的X射线面曝

光设备。

3.9.58
  聚焦离子束系统 focusedionbeam(FIB)system

通过透镜系统聚焦获得束斑达到深亚微米的离子束直写系统。
注:应用于无掩模注入、无掩模光刻、离子束刻蚀和掩模缺陷修补等。该系统的离子束能量大于用于抗蚀剂上进行

曝光的离子束曝光机所需要的能量。

3.9.58.1
  场致发射离子源 fieldionsource

在强电场作用下,直接使气体、液体或固体源材料电离而发射离子的高亮度离子源。

3.9.58.2
  液态金属离子源 liquidmetalionsource

由尖锥发射体、金属熔池和引出电极组成,以单质金属的熔体做源材料构成的场致发射离子源。

3.9.58.3
  源亮度 sourcebrightness

离子源发射表面上单位面积向单位体积立体角空间所发射的离子束电流强度。

3.9.59
  聚焦离子束掩模修补设备 focusedionbeammaskrepairsystem

利用离子束对某些反应剂的化学气相淀积作用及对玻璃基片或掩模图形铬材料的溅射刻蚀作

用,以聚焦离子束对掩模透明缺陷或不透明缺陷进行修补的设备。

3.9.60
  离子束刻蚀机 ionbeametcher;IBE

利用足够能量(低能)的荷能离子束轰击带掩蔽膜材料的基片表面,去除非掩蔽区的基片材料,以获

得微细图形的刻蚀设备,属各向异性最强的一种干法刻蚀系统。
注:又称离子铣、离子束溅射蚀刻机(ionbeamsputtering)。

3.9.60.1
  考夫曼离子源 Kaufmanionsource

以辉光放电产生的等离子体,经由一个或多个多孔电极组成的离子光学系统,引出低能量、大束径、
均匀束流离子束的离子源。

3.9.60.2
  空心阴极考夫曼离子源 hollowcathodeKaufmanionsource

利用气体放电装置引出的电子束代替热阴极发射电子源的考夫曼离子源。

3.9.60.3
  中和器 neutralizer

产生中和离子束中正电荷的电子发射器。

3.9.61
  反应离子束刻蚀机 reactiveionbeametcher;RIBE

以化学反应性气体的荷能离子轰击基片表面,使基片材料在受到溅射腐蚀的同时,又受到化学反应

腐蚀的刻蚀设备。
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注:又称反应离子束铣。

3.9.62
  化学辅助离子束刻蚀机 chemicalassistionbeametcher

将能与基片材料起化学反应的气体直接送到离子束刻蚀机中的被刻蚀基片附近,基片材料在受到

荷能离子束轰击下产生溅射腐蚀的同时,又受到化学反应腐蚀的刻蚀设备。

3.9.63
  微波反应离子束刻蚀机 reactiveionbeametcherwithmicrowave

用以微波能量激励化学反应气体产生等离子体的离子源代替普通反应离子束刻蚀机中的离子源

(如考夫曼离子源)的刻蚀系统。

3.9.63.1
  电子回旋共振微波离子源 electroncyclotronresonancemicrowaveionsource

当电子在磁场中运动的回旋频率与微波频率相一致而产生回旋谐振时,电子强烈吸收微波能,并以

足够能量激励工作气体产生等离子体的离子源。

3.9.63.2
  预抽室 prepumpingchamber

附加在主真空室进、出口端的装、卸基片的预真空腔。
3.9.63.3
  离子束径 ionbeamdiameter

离子束在离子源出口处的直径。
3.9.63.4
  有效束径 effectivebeamdiameter

打到靶上的束流密度满足均匀性误差在±5%范围的直径。
3.9.63.5
  束流均匀性 beamcurrentuniformity

离子束某一指定截面上各等距测试点间束流密度变化的最大与最小值之差与其之和的百分比。
3.9.63.6
  束流稳定性 beamcurrentstability

规定时间内束流强度变化的均方根值。
3.9.63.7
  束流密度 beamcurrentdensity

离子束某一指定截面上单位面积所通过的束流强度。
3.9.63.8
  溅射率 sputteringyield

一个入射离子从靶表溅射出的靶材料原子的平均数。
3.9.63.9
  图形的高宽比 patternaspectratio

刻蚀图形线条的高度与宽度之比。
3.9.64
  刻蚀设备 etchingequipment

在半导体光刻工艺中,用于晶片曝光、显影后,利用化学或物理腐蚀媒质对显影后的抗蚀剂涂层下

裸露的基片进行刻蚀,去除一定深度不需要膜层材料的设备。
3.9.65
  湿法刻蚀设备 wetetchingequipment

以液体化学溶剂作腐蚀媒质的刻蚀设备。
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3.9.66
  喷射刻蚀机 sprayetcher

将腐蚀液以辐射状喷向处于水平放置的旋转基片表面,去除非掩蔽区域膜层材料的加速腐蚀设备。

3.9.67
  带式喷射刻蚀机 beltingsprayetcher

将腐蚀液以辐射状喷到传送带载动的基片表面,去除非掩蔽区域膜层材料的批量生产腐蚀设备。

3.9.68
  干法刻蚀设备 dryetchingequipment

以化学反应等离子体、荷能离子或电子束作为腐蚀媒质的刻蚀设备。
注:掩模干法刻蚀设备主要是采用等离子体刻蚀设备。基本原理是在利用离子轰击作用的同时反应腔中的气相刻

蚀剂与金属铬膜发生作用生成挥发性气体并经由真空系统抽走。

3.9.69
  等离子体蚀刻机 plasmaetcher;PE

利用能与被刻蚀材料起化学反应的气体,通过辉光放电使之形成低温等离子体,对样品表面未被掩

蔽区域进行腐蚀的刻蚀设备。
注:能用于光刻胶的去胶,以及多晶硅、氮化硅、氧化硅等薄膜材料的刻蚀。

3.9.70
  桶形等离子体蚀刻机 barrelplasmaetcher

通过低压气体放电,使垂直于圆桶式反应器轴线排列的晶片表面原子与等离子体中的活性基反应

离子进行反应,产生腐蚀作用的装置。

3.9.70.1
  刻蚀反应器 etchreactor

在等离子刻蚀机中,用以容纳所产生气体等离子体,并使其与被刻蚀材料进行化学反应的硬质玻

璃、石英玻璃或陶瓷圆桶部件。

3.9.71
  隧道式等离子体蚀刻机 tunnelplasmaetcher

内部设有法拉第罩的圆桶式等离子体刻蚀机。

3.9.71.1
  法拉第罩 Faradaycage

置于圆桶形反应器内,在适当电位下可使活性基反应离子到达晶片,而阻止正离子通过的多孔金属

屏蔽管。

3.9.72
  平板型等离子体蚀刻机 planar-typeplasmaetcher

将高频能量加到一对平行平板电极的阴极上,对置于阳极的晶片进行等离子体刻蚀的设备。

3.9.73
  微波等离子体蚀刻机 microwaveplasmaetcher

以2.54GHz的微波能量激励反应室中的气体,产生等离子体,利用其中化学活性离子进行对基片

表面材料腐蚀的等离子体刻蚀设备。

3.9.74
  自偏压微波等离子体蚀刻机 microwaveplasmaetcherwithitselfbiasvoltage

利用加在载片台上的高频能量所产生的直流偏压,使材料既受由微波2.54GHz所产生等离子体

中活性基的化学腐蚀,又受到自偏压加速离子的轰击腐蚀的微波等离子体刻蚀设备。
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3.9.75
  感应耦合等离子刻蚀机 inductivelycoupledplasma(ICP)etcher

具有两个独立的射频电源,接在反应室外的大功率电感线圈,产生的交变电场激发反应室内气体产

生放电进入等离子状态,促进产生高密度等离子体;反应室内的射频电极提供偏置电压,加大等离子轰

击能量,由于自偏压独立,能在工艺允许的条件下尽可能减小损伤的高密度等离子刻蚀机。

3.9.76
  电子回旋共振微波等离子刻蚀机electroncyclotronresonancemicrowaveplasmaetcher;ECR-RIE

利用回旋电子与微波交变电场发生共振的原理增强等离子体刻蚀的设备。
注:在垂直于轴向磁场平面内,受洛伦兹力的作用而作回旋运动的电子与磁场正交的微波交变电场发生共振时,受

到交变电场的同步加速作用,产生比射频形成的等离子体具有化学活性更强,密度更高的等离子体。这种等离

子体在轴向发散磁场(轴向存在磁场强度梯度的不均匀磁场)的磁镜压缩下,由放电室的强场位置向刻蚀室的

弱场位置传输并达到晶片表面实现刻蚀。

3.9.77
  螺旋波等离子刻蚀机 helicalwaveplasmaetcher;HWPE

利用横向的电磁波与纵向的磁场发生耦合形成的螺旋波增强等离子体化学活性和等离子体密度的

等离子刻蚀机。
注:又称螺旋波共振等离子刻蚀机。

3.9.78
  反应离子刻蚀机 reactiveionetcher;RIE

一种同时兼有物理和化学两种作用的等离子刻蚀机。

3.9.79
  平板反应离子刻蚀机 planar-typereactiveionetcher;planar-typeRIE

利用加在一对平行平板电极阴极上的高频能量激励中性气体产生含活性基的等离子体,使置于阴

极上的基片既受到等离子体中活性基的腐蚀,又受到阴极暗区压降加速的正离子溅射腐蚀的反应离子

刻蚀机。

3.9.80
  六边形反应离子刻蚀机 reactiveionetcherwithhexagonalgeometry

将高频能量加到作为反应器内壁的直筒六面体阴极上,使置于其上的基片既受到等离子体中活性

基的腐蚀,又受到阴极暗区压降加速的正离子溅射腐蚀的反应离子刻蚀机。

3.9.81
  磁控反应离子刻蚀机 magnetronreactiveionetcher;MRIE

在平板电极之间或阳极背面加磁场,以通过等离子体密度的平板型反应离子刻蚀机。

3.9.82
  磁增强反应离子刻蚀机 magnetronenhancedreactiveionetcher;MERIE

等离子体中的电子在洛伦兹力的作用下作螺旋运动,增强了电子与反应气体分子的磁撞几率,增加

等离子体密度增大刻蚀速度的反应离子束蚀刻机。
注:由于设备减少电子和离子之间的有效迁移率的差别,降低等离子体与射频电极之间的直流自偏压,可有效减弱

离子对晶片轰击损伤及溅射的污染。

3.9.83
  直流溅射离子刻蚀机 DCsputteringionetcher

利用直流能量激励惰性气体产生等离子体,并以靶上的偏压加速正离子轰击基片,对非掩蔽区基片

材料进行溅射腐蚀的刻蚀设备。
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3.9.84
  高频溅射离子刻蚀机 HFsputteringionetcher

利用高频能量激励惰性气体产生等离子体,并以高频电场产生的自偏压加速正离子轰击基片,对非

掩蔽区基片材料进行溅射腐蚀的刻蚀设备。

3.9.85
  抗蚀剂处理及清洗设备 resistprocessingandcleaningequipment

光刻工艺中,对晶片进行表面处理、干燥、涂胶、前烘、显影、坚膜及清洗等工序的一系列辅助设备

统称。

3.9.86
  蒸汽预处理机 steampreprocessingsystem

在涂抗蚀剂前,采用蒸发的方式在晶片表面凝结几个分子层的增黏剂,以增强抗蚀剂与晶片的附着

力的装置。
注:由于采用喷洒或旋涂的方式对晶片表面涂增粘剂容易污染,同时增黏剂比较昂贵且有一定的毒性,通常考虑采

用六甲基乙硅烷(HMDS)蒸汽进行预处理。该装置是常压式直接用 HMDS蒸汽气氛中处理或氮气携带

HMDS气氛中处理,或烘焙式低真空蒸汽处理。

3.9.87
  涂胶机 photoresistcoater;resistcoater

利用液体的表面张力和基片高速旋转的离心力的作用,将光致抗蚀剂均匀地涂敷在基片表面的

设备。
注:又称匀胶机、甩胶机(resistspinner)。

3.9.87.1
  旋转式匀胶台 spin-coatingstage

采用真空吸附晶片,可控转速的高速旋转的涂胶装置。

3.9.87.2
  轨道式匀胶显影机 tracksystem

在半导体生产过程中,自动或者半自动完成硅片的抗蚀剂旋涂和显影工序所用的轨道式基片传输

设备。

3.9.87.3
  涂胶后延迟时间 postcoatingdelay

光致抗蚀剂涂覆后到曝光过程中的延迟时间。
注:当曝光系统和(轨道式)涂胶显影机并非集成在同一设备内,完成涂胶的硅片被传送至曝光系统进行曝光前,总

会有一个延迟时间。该时间会影响光致抗蚀剂的CD和形貌,该时间越小越好。

3.9.87.4
  产率 throughput

单位时间内曝光、导轨系统所能处理的硅片数量。

3.9.88
  烘干炉 bakingfurnace

通过红外线或其他加热方法,对表面处理、涂胶、显影等工序后的晶片进行烘干或坚膜处理的加

热炉。

3.9.89
  热板 hotplate

在较厚的金属平板下安装的温度精密可控的加热装置,对涂胶后的晶片直接烘烤,进一步去除胶膜

中残余的有机溶剂。
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注:通常与涂胶机配合使用,代替烘箱,一般只需要1min~2min的烘烤时间。

3.9.90
  掩模抗蚀剂去除装置 maskresiststripper

光刻工艺或掩模制造工艺中,曝光显影后去除基片表面抗蚀剂图形或者残留抗蚀剂的装置。
注:主要采用等离子体去胶机(plasmaresiststripper),也称为等离子清洗机(plasmacleaner)或称等离子表面处理

机(plasmatreatmentsystem)。

3.9.90.1
  等离子去胶机 plasmaresiststrippingsystem

用气体等离子体使抗蚀剂氧化成挥发性气体的设备。

3.9.90.2
  超临界态二氧化碳去胶机 supercriticalcarbondioxideresiststripper

一种去除抗蚀剂或者抗蚀剂残留物的装置。

3.9.91
  显影机 developer;resistdevelopingsystem

用显影剂对晶片上曝光形成的光致抗蚀剂潜影图形进行化学处理,去除可溶解的材料,生成实体化

抗蚀剂图形的设备。

3.9.91.1
  掩模显影机 maskdeveloper

一种掩模曝光后,对光致抗蚀剂潜影进行显影处理的设备。

3.9.91.2
  轨道式晶片自动处理系统 wafertracksystem

在计算机控制下,能对曝光后晶片连续进行表面处理、烘烤、涂胶、显影、定影、清洗、坚膜烘烤、刻蚀

和去胶等工序的独立功能部件用传送轨道联接起来的抗蚀剂综合处理系统。

3.9.91.3
  超声显影机 ultrasonicresistdevelopingsystem

利用超声波振荡产生的作用力,使显影液空化和乳化,增强显影效果的显影设备。

3.9.92
  掩模版保护膜安装仪器 pelliclemountinginstrument

用于投影光刻机用的中间掩模版上安装掩模保护膜的精密装置。

3.9.93
  化学气相淀积设备 chemicalvapordepositionequipment;CVD

以适当方法加热基片,使热基片激活气态反应物质发生化学反应,并将产生的固态反应生成物以薄

膜的形式均匀地淀积在基片表面的介质膜或金属膜的制备装置。

3.9.94
  常压化学气相淀积设备 atmospherepressurechemicalvapordepositionequipment;APCVD

在反应器内气压约0.1MPa的常压条件下,将含有构成薄膜元素的气态反应剂通过气相输运把需

要生长的材料淀积在衬底上的设备。
注:所生长的薄层不一定是单晶。其特点是结构简单、生产率高、无需真空环境。

3.9.95
  低压化学气相淀积设备 lowpressurechemicalvapordepositionequipment;LPCVD

用加热的方法,在低于一个大气压(如50Pa~133Pa)的条件下使气态化合物在基片表面反应并淀

积形成稳定固体薄膜的化学气相沉积设备。
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3.9.95.1
  热壁反应器 hotwallreactor

用于放热反应,整体置于电阻加热炉内,器壁及基片均处于加热炉管所产生的等温环境中的管状化

学气相淀积反应器。

3.9.95.2
  冷壁反应器 coldwallreactor

用于吸热反应,将加热区限制在基片周围或器壁采用水冷,以减少在器壁上产生材料淀积的化学气

相淀积反应器。

3.9.95.3
  压力控制器 pressurecontroller

将真空规所测得的反应器之气压信号反馈给真空泵或节流阀的电器控制系统,实现对反应器的真

空度进行实时控制的装置。

3.9.96
  等离子体增强化学气相淀积设备plasmaenhancedchemicalvapordepositionequipment;PECVD

利用辉光放电使其电离后在衬底上进行化学气相沉积的薄膜材料生长设备。

3.9.97
  等离子体化学气相淀积设备 plasmachemicalvapordepositionequipment;PCVD

利用反应性气体辉光放电等离子体的热能引发反应剂气体的化学反应,在热基片上淀积薄膜的低

压化学气相淀积设备。

3.9.98
  圆筒形等离子体化学气相淀积设备 cylindricplasmachemicalvapordepositionequipment;

cylindricPCVDequipment 
  石英圆筒形反应器外绕有射频加热线圈,线圈两端有环形带状电极的等离子体化学气相淀积设备。

3.9.99
  平板型等离子体化学气相淀积设备 plateplasmachemicalvapordeposition(PCVD)equipment

将射频功率输出到位于反应器内的两块对称平行板上,基片置于靠电阻加热器或红外灯辐射加热

的接地电极上的等离子体化学气相淀积设备。

3.9.100
  微波等离子体化学气相淀积设备 microwavemicrowaveplasmachemicalvapordepositionequip-
ment;microwavePCVDequipment 
  利用微波激发气体放电所产生的化学活性物质在低温、低压下发生化学反应的等离子体化学气相

淀积设备。

3.9.101
  光化学气相淀积设备 photochemicalvapordeposition(PHCVD)equipment

利用适当波长的光辐照对具有可进行单光子吸收激发产生光分解或热分解作用的低压化学气相淀

积设备。
注:光化学气相沉积又称光辅助化学气相沉积或光激化学气相淀积,简称光CVD。

3.9.101.1
  光解的光化学气相淀积 photolyticphotochemicalvapordeposition;PHCVD

用波长小于200nm的真空紫外光源使反应气体直接光解的光化学气相淀积。

3.9.101.2
  汞敏化光化学气相淀积 mercurysensitizedphotochemicalvapordeposition(PHCVD)

在反应气体中添加汞蒸汽,利用汞原子受253.7nm的紫外光激发后将能量传递给光敏反应剂气
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体,并使之热分解为固态生成物的光化学气相淀积。

3.9.102
  激光化学气相淀积设备 laserchemicalvapordeposition(LCVD)equipment

一种利用激光对具有可进行单光子吸收激发产生光分解或热分解作用的反应气体,使其分解,在半

导体基片表面淀积金属、介质或硅薄膜的低压化学气相淀积设备。

3.9.102.1
  激光热解化学气相淀积 pyrolyticlaserchemicalvapordeposition;LCVD

用高能连续波激光束照射的方法加热基片,使适当反应剂气体在被加热的基片区域表面产生热分

解反应,并淀积成相应固态生成物薄膜的选择性光化学气相淀积。

3.9.103
  电子辅助化学气相淀积设备 electron-assistedchemicalvapordeposition(CVD)equipment

用基座上加有的正偏压对基片上方热电阻丝发射的电子进行加速以促进成膜反应的低压光化学气

相淀积。

3.9.104
  电子回旋共振微波等离子化学气相淀积设备 electroncyclotronresonancemicrowaveplasma
chemicalvapordepositionequipment;ECR-MPCVD
  利用电子在微波和电磁场中的回旋共振效应,使电场的频率与电子在磁场中的回旋的频率相匹

配,在真空条件下形成高密度、高活性的等离子体进行气相化学反应,在低温下形成优质薄膜的设备。

3.9.105
  金属有机化合物化学气相淀积设备 metalorganicchemicalvapordepositionequipment;MOCVD

利用有机金属热分解反应进行气相外延生长薄膜的化学气相沉积设备。

3.9.106
  离化团束淀积系统ionizedclusterbeam(ICB)depositionsystem

利用源材料高温蒸汽在高速喷射产生原子团射束进行电荷电离和加速作用,使其在与基片撞击时

碎裂成单个低能原子,并在基片表面淀积为均匀薄膜的高真空淀积装置。

3.9.107
  原子层淀积系统 atomiclayerdeposition(ALD)equipment

在基片表面生长纳米尺度薄膜的装置,通过表面吸附和一系列重复的自限制表面反应,一个原子

层、一个原子层周期性地在基片表面淀积所期望的薄膜厚度。

3.9.108
  电子束诱导淀积 electron-beam-induceddeposition;EBID

利用电子束进行气化或气态分子的分解,在临近衬底上淀积非挥发性剩余组分(原子和原子团族)
的化学气相淀积工艺。

3.9.109
  离子束诱导淀积ion-beam-induceddeposition;IBID

利用离子束进行气化或气态分子的分解,在临近衬底上淀积非挥发性剩余组分(原子和原子团族)
的化学气相淀积工艺。

3.9.110
  金属膜淀积设备 depositionofmetalliclayerequipment;DML

在一定真空条件下,将金属材料沉积于基片上而获得金属薄膜的设备。
注:淀积金属薄膜的工艺主要包括有真空蒸镀设备(vacuumvaporplatingequipment)、电子束蒸镀设备(electron

beamevaporativecoatingequipment)和真空溅射镀膜设备(vacuumsputteringevaporativecoatingequipment)。

大部分是采用物理气相淀积(PVD)工艺成膜,少数也采用化学气相淀积(CVD)工艺成膜。
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3.9.111
  真空蒸镀设备 vacuumvaporplatingequipment

在一定真空条件下,将镀膜材料加热蒸发或者升华,使其淀积于基片上而获得薄膜的设备。

3.9.112
  真空镀膜设备 vacuumcoatingequipment

在真空环境中,用蒸发、溅射等物理方法,使金属或电介质等源材料形成气体原子,并在被加热的基

片表面淀积成均匀薄膜的设备。

3.9.112.1
  电阻加热镀膜机 resistanceheatingcoater

对以高熔点金属电阻丝或电阻带制作的加热器通电加热,使源材料蒸发并在基片上沉积成均匀膜

的真空镀膜设备。

3.9.112.2
  电阻加热器 resistanceheater

以钨、钼、钽等高阻难熔金属丝或金属带制作的用以承载镀膜源材料并对其加热熔化、蒸发的线圈

或者舟形加热器。

3.9.113
  电子束蒸镀设备 electronbeamevaporativecoatingequipment

在一定真空条件下,利用电子束加热待蒸镀材料,使之气化蒸发后淀积于基片上而获得薄膜的

设备。

3.9.114
  电子束镀膜机 electronbeamcoater

采用高能电子束直接轰击置于坩埚内的源材料,使之加热蒸发并沉积于基片上,以形成均匀薄膜的

真空镀膜设备。

3.9.115
  高频感应加热镀膜机 highfrequencyinductionheatingcoater

利用高频感应加热,使处于水冷螺旋铜管线圈中坩埚内的金属材料蒸发并沉积在基片上,以形成均

匀薄膜的真空镀膜设备。

3.9.116
  激光加热镀膜机 laserheatingcoater

将高能激光束聚焦到坩埚内的源材料上,使之加热蒸发并沉积在基片上,以形成均匀薄膜的真空镀

膜设备。

3.9.117
  离子束镀膜设备 ionbeamcoatingequipment

用适当方法使固态源材料蒸发、电离形成离子束,并以低能离子束直接在基片表面淀积均匀薄

膜,或以低能聚焦扫描离子束直接在基片表面沉积成薄膜图形的真空镀膜设备。

3.9.118
  溅射淀积设备 sputteringdepositionequipment

用荷能的惰性气体离子轰击源材料靶,使源材料原子从靶面逸出并沉积在邻近基片表面形成均匀

薄膜的设备。

3.9.119
  直流二极溅射设备 DC-diodesputteringequipment

由置于阴极上的金属靶材和置于阳极上的基片构成的溅射系统,在直流高压作用下,自由电子使靶

与基片之间所充的适当气压的氩气形成氩等离子体轰击靶材,使溅射出来的金属原子淀积到基片表面
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生成均匀表面的溅射淀积设备。

3.9.119.1
  溅射靶 sputteringtarget

它在受高能惰性气体离子轰击时,其表面的原子吸收离子动能脱离表面飞溅出来,并淀积在邻近基

片表面形成均匀薄膜。

3.9.119.2
  靶阴极 targetcathode

给溅射靶提供水冷的金属电极基座,在其上施加负电压构成阴极,承受高能惰性气体离子的轰击。

3.9.119.3
  阳极-基片支座 anode-substrateholder

用于放置或粘附基片的接地金属支座,接受由靶材溅射出来的原子,在基片上淀积薄膜。

3.9.120
  真空溅射镀膜设备 vacuumsputteringevaporativecoatingequipment

在一定真空条件下,在靶材上加负电位,在电场的作用下利用荷电正离子轰击待蒸镀靶材料,引起

靶材表面粒子(原子与分子等)从母体逸出后淀积于基片上而获得薄膜的设备。

3.9.121
  等离子溅射设备 plasmasputteringsystem

用热阴极发射的电子或高频激励等方法使低压惰性气体放电,形成等离子体的低压、低能、高离子

电流的溅射设备。

3.9.122
  射频溅射设备 RFsputteringsystem

在直流二极或直流平面磁控溅射装置的阴极上施加交变的射频电压,以达到可将绝缘体靶材溅射

淀积在基片上的溅射淀积装置。

3.9.123
  射频溅射镀膜设备 radiofrequencysputteringevaporativecoatingequipment

在一定真空条件下,在靶材背面的金属电极上加射频电压,在射频交变电场的作用下交替地利用荷

电正离子轰击待蒸镀靶材料,引起靶材表面粒子(原子与分子等)从母体逸出后淀积于基片上而获得薄

膜的设备。

3.9.124
  磁控溅射镀膜设备 magnetronsputteringevaporativecoatingequipment

在直流二极溅射的基础上增加磁控溅射源发展起来的溅射镀膜设备。

3.9.125
  直流平面磁控溅射设备 DCplanarmagnetronsputteringsystem

在阴极侧后方设有永磁体或电磁铁,利用磁场控制电子飞行轨迹,以提高离化率和降低溅射电压的

直流二极溅射设备。

3.9.126
  射频平面磁控溅射设备 RFplanarmagnetronsputteringequipment

在非对称的两块平面板电极上,将面积较小的阴极通过隔直电容与射频电源耦合而产生自偏置负

电位,源材料靶与阴极相连,基片置于接地阳极上的磁控溅射设备。

3.9.127
  圆柱形磁控溅射设备 cylindricalmagnetronsputteringequipment

由内部设有电磁铁的圆柱形阴极和其同轴的圆筒形阳极组成的磁控溅射设备。
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3.9.128
  空心阴极磁控溅射设备 hollowcathodemagnetronsputteringequipment

由圆柱形阳极和其同轴的圆筒形阴极组成的磁控溅射设备。

3.9.129
  S型枪磁控溅射设备 Sgunmagnetronsputteringequipment

在外部设有环状永磁体的圆环形阴极和中心阳极间加上直流或射频电压以形成环状等离子体的磁

控溅射设备。

3.9.130
  三极溅射设备 triodesputteringequipment

在二极溅射系统中增加一个电极,控制靶和基座衬底之间的阻抗,可调节在较低的电压下发生溅射

的溅射淀积装置。

3.9.131
  吸气剂溅射设备 gettersputteringequipment

利用溅射薄膜对杂质气体具有极强吸附作用的特性,先向无需溅射薄膜的基片周围区域溅射适当

材料的薄膜,使之吸附杂质气体,净化溅射气体,然后再对基片溅射淀积所需的材料,以达到制备纯净薄

膜的溅射设备。

3.9.132
  非对称交流溅射设备 asymmetricACsputteringequipment

在阴、阳二极之间加有正、负大小不同的射频交流电压,以使杂质气体原子从淀积薄膜中逸出的纯

净薄膜的射频二极溅射设备。

3.9.133
  反应溅射设备 reactivesputteringequipment

在惰性气体中混入适当比例的反应气体或仅用反应气体进行溅射的设备。

3.9.134
  离子束溅射淀积设备 ion-beamsputteringdepositionequipment

以从独立的氩离子源引出的荷能离子束轰击源材料靶面,使源材料溅射并均匀淀积到基片表面的

溅射淀积设备。

3.9.135
  反应离子束溅射淀积设备 reactiveion-beamsputteringdepositionequipment

以从独立的氩离子源引出的荷能离子束轰击源材料靶面的同时,将反应气体添加到基片附件,或直

接用含有反应离子和氩离子的荷能离子束轰击源靶材,以在基片表面均匀淀积源靶材料反应物的薄膜

溅射淀积设备。

3.9.136
  外延设备 epitaxialequipment

以热能激励适当反应剂的化学反应,或直接以半导体元素做源,在被加热的单晶基片上定向生长具

有所需电阻率的同质或异质单晶薄膜的设备。

3.9.137
  气相外延系统 vapor-phaseepitaxysystem;VPE

通过热气相反应的方法在单晶衬底材料的基片上生长外延膜的设备。

3.9.138
  气相外延炉 vapourepitaxialfurnace

使适当反应剂的化学反应产生的半导体材料蒸汽在与被加热的单晶基片表面原子的相互作用,沿
基片的结晶轴向生长出所需厚度和电阻率的半导体单晶层的外延设备。
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3.9.138.1
  外延反应器 epitaxialreactor;epitaxialreactorchamber

使通入的反应气流与置于托盘上的单晶基片以恰当接触角度有效、均衡地发生作用,在基片表面均

匀生长单晶膜层的石英腔体。
注:又称外延反应室。

3.9.138.2
  卧式反应器 horizontalreactor

水平放置,反应气体由一端进入,另一端排出,并从置于托盘上的基片表面流过的管状外延反应器。
3.9.138.3
  立式反应器 verticalreactor

垂直放置,反应气体从平置于旋转托盘上的基片表面自上而下流过的钟罩式外延反应器。
3.9.138.4
  桶式反应器 barrelreactor;cylinderreactor

垂直放置,单晶基片贴置于绕轴线旋转的圆筒形托盘的凹壁处,反应气流从基片表面自上而下流过

的圆筒形外延反应器。

3.9.138.5
  托盘 susceptor

承载单晶基片,直接或间接地向基片提供均匀加热,并使之以恰当角度与反应气流均衡接触的固定

或旋转式石墨制品。
注:又称基座。

3.9.138.6
  厚度均匀性 thicknessuniformity

基片上外延或单晶材料膜层各点厚度的一致性程度。
3.9.138.7
  电阻率均匀性 resistivityuniformity

外延层上各点电阻率的一致性程度。
3.9.138.8
  蒸金台 vaporAuset

在外延层上蒸金,以形成测量外延层电阻率的二极管装置。
3.9.139
  低压外延炉 lowpressureepitaxialfurnace

反应室内气压低于0.1MPa的气相外延炉。
3.9.140
  部分离化外延系统 partiallyionizedbeamepitaxialsystem

将气相中的中性分子进行部分离化后进行外延生长的设备。
3.9.140.1
  离化掺杂 ionizeddoping

在外延生长过程中,将加速到1keV~2keV的离化掺杂剂分子注入到外延层中的掺杂方法。
3.9.141
  液相外延系统 liquid-phaseepitaxysystem;LPE

通过低温液相析出的方法在单晶衬底材料的基片上定向生长外延膜的设备。
3.9.142
  液相外延炉 liquidphaseepitaxialfurnace

逐渐降低覆盖在单晶衬底上的半导体材料混合溶液的温度,使其从过饱和溶液中不断析出,并沿衬

921

GB/T44928—2024



底结晶轴向再结晶而生长成半导体单晶层的外延设备。

3.9.142.1
  起始温度 startingtemperature

溶液进入过饱和点所对应的温度。
3.9.142.2
  冷却速率 coolingrate

维持半导体材料从过饱和状态析出与衬底上正常生长的动态平衡时,单位时间内控制溶液温度降

低的落差值。

3.9.143
  微处理机控制的液相外延炉 microcomputercontrolliquidepitaxialfurnace

采用微处理器代替程序控制对炉温进行闭环控制,及对石英舟和炉体进行开环控制的液相外延炉。
3.9.144
  分子束外延系统 molecularbeamepitaxysystem;MBE

利用一束或者多束热能原子束或分子束流在具有适当温度的单晶基片上进行物理沉积单晶薄膜的

设备。

3.9.144.1
  蒸发源 effusioncell

在真空环境中,以电子加热或电子束轰击加热使适当单质固体材料汽化并形成相应元素原子或分

子束的部件。

3.9.144.2
  裂解炉 crackingfurnace

由升华器和裂化器组成的,在加热和催化剂作用下使高分子聚合物汽化、分解,形成单质材料原子

或分子束的装置。

3.9.144.3
  电子束蒸发器 electronbeamevaporator

在真空室内用电子束轰击加热使高熔点固体材料汽化成单质原子或分子束的装置。
3.9.144.4
  高能电子衍射仪 high-energyelectrondiffractometer

利用高能电子束在材料表面上产生弹性散射所形成的电子衍射图像,以分析薄膜晶体结构的监测

仪器。

3.9.144.5
  真空锁 vacuumlock

在含有真空腔的工艺设备中,为保证主真空腔的真空度,设置的一种传送样品装置。
3.9.145
  离子束外延系统 ionclusterbeamepitaxysystem;ICB

固体源材料在坩埚中经高温加热而蒸发,通过小孔喷向基片,由于绝热膨胀,急剧冷却而饱和,形成

原子团或者分子团束,经过电离区时被部分离化,通过负电位加速,在基片上外延生长出所需要的薄膜

的外延生长设备。

3.9.146
  低能离子束外延系统 lowenergyionclusterbeamepitaxysystem;LIBE

直接利用低能离子束实现外延生长薄膜的设备。
3.9.147
  化学束外延系统 chemicalbeamepitaxysystem;CBE

集分子束外延和金属有机化合物化学气相淀积的长处于一体的外延生长设备。
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3.9.148
  金属有机物分子束外延系统 metalorganicmolecularbeamepitaxysystem;MOMBE

利用有机金属热分解反应在被加热的单晶基片表面按其结晶轴向外延生长进行单晶薄膜的外延

设备。
注:把传统的分子束外延中的固体靶材替换成类似金属有机化合物化学气相淀积设备过程中的前驱体。

3.9.149
  掩模图形数据处理系统 maskpatterndataprocessingsystem

在光掩模制造工艺中,各种进行掩模图形数据处理和数据格式转换系统的统称。
注:软件系统通常包括计算机辅助设计与辅助制造软件、集成电路版图编辑器、基于JAVA的图形编辑软件、数据

格式转换软件、任意角度和任意数学函数曲线的复杂图形编辑器等。
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导轨系统 3.9.32.2…………………………………
德布罗意波 3.2.55.2………………………………
等离子溅射设备 3.9.121…………………………
等离子去胶机 3.9.90.1……………………………
等离子体化学气相淀积设备 3.9.97……………
等离子体刻蚀 3.2.60.15…………………………
等离子体蚀刻机 3.9.69…………………………
等离子体增强化学气相淀积设备 3.9.96………
低能离子束外延系统 3.9.146……………………
低膨胀硼硅玻璃 3.4.4……………………………
低维半导体材料 3.1.9.5…………………………
低压化学气相淀积设备 3.9.95…………………
低压外延炉 3.9.139………………………………
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底部残留 3.6.54.4…………………………………
底部抗反射涂层 3.6.57.1…………………………
底部足形剖面 3.6.54.3……………………………
底切 3.6.54.6………………………………………
底图 3.3.1…………………………………………
地址增量 3.7.9……………………………………
点扩散函数 3.3.61………………………………
电磁透镜 3.7.25…………………………………
电化学扫描隧道显微术 3.2.51.27………………
电声换能器 3.9.35.3………………………………
电视测微计 3.9.2.4………………………………
电子辅助化学气相淀积设备 3.9.103……………
电子光学系统 3.7.18……………………………
电子光柱对中 3.7.48……………………………
电子回旋共振微波等离子化学气相淀积设备

3.9.104

…
………………………………………

电子回旋共振微波等离子刻蚀机 3.9.76………
电子回旋共振微波离子源 3.9.6.3.1……………
电子抗蚀剂 3.4.15………………………………
电子抗蚀剂与基片附着力 3.2.37.5………………
电子枪 3.7.19……………………………………
电子设计自动化 3.2.21…………………………
电子束 3.7.17……………………………………
电子束尺寸 3.7.41………………………………
电子束镀膜机 3.9.114……………………………
电子束光刻对准标记 3.2.36.1……………………
电子束光刻技术 3.2.29…………………………
电子束光刻抗蚀剂 3.2.38………………………
电子束光刻数据设计可制造性 3.2.37.1…………
电子束光刻系统 3.9.39…………………………
电子束邻近效应 3.2.33…………………………
电子束邻近效应校正 3.2.34……………………
电子束邻近效应校正图形数据处理技术 3.2.35…
电子束偏转畸变 3.7.43…………………………
电子束漂移 3.7.42………………………………
电子束投影光刻 3.9.42…………………………
电子束线曝光技术 3.2.37.4………………………
电子束掩模制造系统 3.9.38……………………
电子束掩模制造与直写技术 3.7…………………
电子束诱导淀积 3.9.108…………………………
电子束蒸镀设备 3.9.113…………………………
电子束蒸发器 3.9.144.3…………………………
电子束直径 3.7.40………………………………

电子束字符投影光刻技术 3.2.32………………
电子束字符投影光刻系统 3.9.43………………
电子透镜 3.7.24…………………………………
电阻加热镀膜机 3.9.112.1………………………
电阻加热器 3.9.112.2……………………………
电阻率均匀性 3.9.138.7…………………………
淀积速率 3.2.60.10………………………………
顶部T形剖面 3.6.54.5…………………………
顶部抗反射涂层 3.6.57.2…………………………
定向切角 3.3.34…………………………………
定向自组装 3.2.59………………………………
定向自组装光刻技术 3.2.59.2……………………
定影液 3.6.63……………………………………
丢失图形 3.8.33…………………………………
动态聚焦 3.7.32…………………………………
动态显微术 3.2.51.6………………………………
动态旋涂/显影 3.4.43……………………………
动态重复性 3.8.114………………………………
断线 3.8.15………………………………………
对准 3.6.2…………………………………………
对准标记 3.6.4……………………………………
对准分离间隙 3.9.44.7……………………………
对准精度 3.6.5……………………………………
对准误差 3.7.49…………………………………
多层布线技术 3.2.60.5……………………………
多层金属化 3.2.60.4………………………………
多层膜布喇格-菲涅尔元件 3.2.44.6……………
多层膜劳厄透镜 3.2.44.5…………………………
多层衰减式移相掩模 3.2.14.11…………………
多光子共焦荧光显微术 3.2.55.7…………………

E

俄歇电子 3.2.56.1…………………………………
俄歇电子能谱仪 3.2.56.2…………………………
俄歇效应 3.2.56.4…………………………………
俄歇跃迁 3.2.56.3…………………………………
二次电子 3.7.35…………………………………
二维子场扫描 3.9.47.5……………………………
二元掩模 3.5.25…………………………………

F

法拉第罩 3.9.71.1…………………………………
发射极 3.7.23……………………………………
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反差鲜明度 3.8.44………………………………
反摩尔定律 3.1.10.8………………………………
反射切口效应 3.6.54.11…………………………
反射式微小尺寸测量仪 3.9.20…………………
反射投影透镜 3.9.47.2……………………………
反向负性光掩模 3.5.17…………………………
反向图形衰减 3.2.16.6……………………………
反向正性光掩模 3.5.14…………………………
反应溅射设备 3.9.133……………………………
反应离子刻蚀 3.2.60.16…………………………
反应离子刻蚀机 3.9.78…………………………
反应离子束溅射淀积设备 3.9.135………………
反应离子束刻蚀机 3.9.61………………………
反转工艺 3.6.67…………………………………
反转极性光掩模 3.5.18…………………………
范德瓦耳斯力 3.2.51.30…………………………
放大倍率 3.8.112…………………………………
放电等离子体源 3.2.39.1…………………………
飞秒激光 3.2.7.8…………………………………
飞秒激光双光子荧光成像 3.2.7.6………………
非弹性电子隧道显微术 3.2.51.28………………
非对称交流溅射设备 3.9.132……………………
非接触模式 3.9.10.2………………………………
非接触曝光复制 3.6.70…………………………
非线性光学 3.2.7.11………………………………
非线性光学材料 3.2.7.12…………………………
非相干干涉照明显微术 3.2.55.9…………………
非相干光 3.3.56…………………………………
菲涅耳波带片 3.2.7.14……………………………
菲涅耳衍射图 3.3.50……………………………
分辨力 3.8.39……………………………………
分辨率 3.6.19……………………………………
分辨率增强技术设计检查 3.2.13.7………………
分步重复 3.6.14…………………………………
分步重复步进单元尺寸 3.6.16…………………
分离视场显微镜 3.6.6……………………………
分子电子学 3.1.4…………………………………
分子束外延系统 3.9.144…………………………
缝宽均匀性 3.6.20.4………………………………
夫琅和费衍射图 3.3.49…………………………
弗兰克-范德梅韦生长模式 3.2.58.2……………
辐照剂量 3.7.14…………………………………
负性光掩模 3.5.15………………………………

负性光致抗蚀剂 3.4.18…………………………
负载效应 3.6.49.18………………………………
负折射率材料 3.2.57.4……………………………
附加薄膜型不透明框形区 3.2.14.9………………
附加薄膜型衰减式移相掩模 3.2.14.8……………
复合、混合材料和多功能材料 3.1.8.3……………
复合折射透镜 3.2.44.2……………………………
复眼透镜 3.9.44.2…………………………………
副版 3.5.7…………………………………………
傅里叶光学 3.3.64………………………………
富勒 3.1.9.9………………………………………
富勒体 3.1.9.10……………………………………

G

感光板 3.4.9………………………………………
感光乳胶弥散 3.8.52……………………………
感应耦合等离子刻蚀机 3.9.75…………………
感应耦合等离子体刻蚀 3.2.60.17………………
干法刻蚀工艺 3.6.81……………………………
干法刻蚀技术 3.2.60.14…………………………
干法刻蚀抗蚀性 3.6.53.7…………………………
干法刻蚀设备 3.1.6.6,3.9.68……………………
干涉光刻 3.2.46.4…………………………………
高分辨率高反差电子抗蚀剂 3.2.37.3……………
高宽比 3.6.89……………………………………
高能电子衍射仪 3.9.144.4………………………
高频感应加热镀膜机 3.9.115……………………
高频溅射离子刻蚀机 3.9.84……………………
高斯等效扩散模 3.2.10.6…………………………
高斯扩散阈值模型 3.2.10.4………………………
高斯束 3.7.4………………………………………
高斯束电子束光刻系统 3.9.39.1…………………
高斯图像直径 3.7.5………………………………
高斯圆形束电子束光刻系统 3.9.39.3……………
高压扫描曝光法 3.7.13…………………………
隔离层掩模 3.5.22………………………………
各向同性刻蚀 3.6.86……………………………
各向异性刻蚀 3.6.85……………………………
铬板 3.4.21………………………………………
工件台程序分辨率 3.9.32.13……………………
工件台尺寸 3.9.32.5………………………………
工件台定位精度 3.8.72,3.9.32.11………………
工件台对准标记 3.6.4.1…………………………
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工件台行程 3.9.32.4………………………………
工件台计数分辨率 3.9.32.12……………………
工件台加速度 3.9.32.8……………………………
工件台微振动主动控制技术 3.2.31……………
工件台位置分辨率 3.9.32.10……………………
工件台运动正交性 3.9.32.7………………………
工件台运动直线性 3.9.32.6………………………
工件台重复精度 3.9.32.14………………………
工件台重复精确度 3.8.71………………………
工件台最高速度 3.9.32.9…………………………
工艺测量和检测设备 3.1.6.8……………………
工艺窗口 3.6.49…………………………………
工艺窗口分析 3.6.50……………………………
工艺宽容度 3.6.49.7………………………………
工字形剖面 3.6.54.7………………………………
工作版 3.5.8………………………………………
工作距离 3.7.36…………………………………
功能图素 3.3.17…………………………………
功能图形 3.3.10…………………………………
汞敏化光化学气相淀积 3.9.101.2………………
共焦激光扫描显微镜 3.9.8………………………
共焦荧光显微术 3.2.55.5…………………………
孤立-密集图形尺寸偏置 3.3.70.3………………
固定图形台面 3.9.32.19…………………………
刮膜 3.3.2.1………………………………………
关键尺寸 3.8.103…………………………………
关键尺寸精度 3.8.105……………………………
关键尺寸均匀性 3.8.106…………………………
关键通用部件 3.1.6.10……………………………
管芯 3.4.50………………………………………
光波前工程 3.2.9.2………………………………
光的反射 3.3.45…………………………………
光的干涉 3.3.48…………………………………
光的衍射 3.3.47…………………………………
光的折射 3.3.46…………………………………
光电效应 3.2.48…………………………………
光孤子 3.2.7.16……………………………………
光化学气相淀积设备 3.9.101……………………
光解的光化学气相淀积 3.9.101.1………………
光刻 3.2.1…………………………………………
光刻分辨率增强技术 3.2.9………………………
光刻工艺(曝光、蚀刻与微纳米加工)技术 3.6…
光刻规则检查 3.2.13.5……………………………

光刻及掩模质量参数测量和评定 3.8……………
光刻胶后烘 3.4.39………………………………
光刻胶前烘 3.4.36………………………………
光刻可行性检测 3.2.13.3…………………………
光刻可制造性检查 3.2.13.2………………………
光刻缺陷 3.6.54.14………………………………
光刻设备 3.1.6.3…………………………………
光刻设备分类 3.1.7………………………………
光刻蚀 3.2.4………………………………………
光刻掩模版基板材料 3.4.1………………………
光阑变化范围 3.9.32.21…………………………
光阑程序分辨率 3.9.32.23………………………
光阑刀口平行度 3.9.32.24………………………
光阑刀口正交性 3.9.32.25………………………
光阑分辨率 3.9.32.22……………………………
光阑开口范围 3.9.32.26…………………………
光阑与工件台运动平行度 3.9.32.31……………
光阑转动程序分辨率 3.9.32.29…………………
光阑转动对中性 3.9.32.28………………………
光阑转动范围 3.9.32.27…………………………
光阑转动回零重复性 3.9.32.30…………………
光量子 3.2.47.2……………………………………
光密度 3.8.90……………………………………
光敏聚酰亚胺 3.4.16……………………………
光偏转 3.2.7.1……………………………………
光酸度 3.4.20.1……………………………………
光瞳模拟器 3.6.34………………………………
光学、电子和磁性材料 3.1.8.2……………………
光学测微计 3.9.2.3………………………………
光学传递函数 3.3.62……………………………
光学方法去边胶 3.6.61.2…………………………
光学分步重复机 3.9.31…………………………
光学光刻系统和电子束光刻系统之间的匹配与混

合光刻技术 3.2.36.2………………………………
光学邻近效应 3.2.10……………………………
光学邻近效应校正 3.2.10.1………………………
光学曝光设备 3.9.30……………………………
光学图形发生器 3.9.32…………………………
光学图形合成技术 3.2.5…………………………
光学图形扫描仪 3.9.18…………………………
光学显微镜 3.9.2…………………………………
光掩蔽 3.6.1………………………………………
光掩模 3.5.2………………………………………
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光掩模粗缺陷 3.8.3………………………………
光掩模方向性错误 3.8.38………………………
光掩模极性 3.5.11………………………………
光掩模极性错误 3.8.37…………………………
光掩模技术 3.5……………………………………
光掩模缺陷 3.8.1…………………………………
光源分系统 3.9.48.6………………………………
光源可编码优化 3.6.33.8…………………………
光源-掩模协同优化 3.2.12………………………
光栅 3.6.21………………………………………
光栅测长系统 3.9.32.17…………………………
光栅扫描 3.7.2……………………………………
光栅扫描电子束曝光系统 3.9.39.4………………
光栅衍射测量 3.9.21.2……………………………
光致抗蚀剂 3.4.11………………………………
光致抗蚀剂边缘的黏附力 3.8.57………………
光致抗蚀剂窗口 3.6.79…………………………
光致抗蚀剂的完善性 3.8.55……………………
光致抗蚀剂固化 3.4.35…………………………
光致抗蚀剂中毒 3.6.54.13………………………
光子晶体 3.2.57.5…………………………………
光子扫描隧道显微术 3.2.51.16…………………
光子筛 3.2.7.15……………………………………
归一化图像对数斜率 3.6.36……………………
硅片工件台 3.6.4.2………………………………
硅片管理分系统 3.9.48.1…………………………
硅片平台分系统 3.9.48.2…………………………
硅片缩放差 3.6.12.5………………………………
硅片位移差 3.6.12.4………………………………
硅片旋转差 3.6.12.6………………………………
硅片正交差 3.6.12.7………………………………
硅片制备设备 3.1.6.1……………………………
轨道式晶片自动处理系统 3.9.91.2………………
轨道式匀胶显影机 3.9.87.2………………………
鬼影 3.6.33.16……………………………………
滚轮涂胶 3.4.25…………………………………
过度刻划 3.3.2.3…………………………………
过渡版 3.5.5………………………………………
过渡区密度 3.8.92………………………………

H

行 3.3.14…………………………………………
耗散粒子动力学 3.2.59.9…………………………

黑点 3.8.9…………………………………………
痕迹 3.8.18………………………………………
横向干涉测量 3.9.21.1……………………………
烘干炉 3.9.88……………………………………
红外电视显微镜 3.9.49.1…………………………
红外掩模对准机 3.9.49…………………………
厚度均匀性 3.9.138.6……………………………
厚度损失 3.6.54.9…………………………………
弧形汞灯 3.9.47.1…………………………………
互邻近效应 3.2.33.4………………………………
划片道 3.4.51……………………………………
划伤 3.8.17………………………………………
化学对比度 3.6.25………………………………
化学反转 3.6.65…………………………………
化学方法去边胶 3.6.61.1…………………………
化学辅助离子束刻蚀机 3.9.62…………………
化学腐蚀 3.6.74…………………………………
化学机械抛光 3.6.75……………………………
化学力显微术 3.2.51.29…………………………
化学气相沉积 3.2.60.7……………………………
化学气相淀积设备 3.9.93………………………
化学清洗机 3.9.26.2………………………………
化学束外延系统 3.9.147…………………………
化学铣 3.6.76……………………………………
化学增幅光致抗蚀剂 3.4.20……………………
环形照明 3.6.33.3…………………………………
灰雾度 3.8.96……………………………………
汇聚透镜系统 3.7.26……………………………
彗形像差 3.6.33.13………………………………
混合扫描曝光 3.9.39.9……………………………

J

机械扫描 3.9.39.8…………………………………
机械狭缝扫描 3.9.18.1……………………………
切角尺寸 3.3.33…………………………………
基片 3.4.47………………………………………
基于DMD激光直写技术 3.2.7.3………………
基于DMD激光直写系统 3.9.36…………………
基于JAVA的图形编辑系统 3.2.24……………
基于规则的光学邻近效应校正 3.2.10.2…………
基于硅片缺口的对准 3.6.4.6……………………
基于模型的光学邻近效应校正 3.2.10.3…………
基于平均场的蒙特卡罗模拟方法 3.2.59.6………
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基于嵌段共聚物自组装的自洽场理论 3.2.59.5…
基准边 3.8.82……………………………………
基准端面 3.8.81…………………………………
畸变 3.6.33.14……………………………………
激光 3.2.49………………………………………
激光布线机 3.9.37………………………………
激光测长系统 3.9.32.18…………………………
激光差动共焦光谱扫描成像技术/检测技术

3.2.53.2

……
………………………………………

激光差动共焦扫描成像技术 3.2.53.1……………
激光差动共焦显微术 3.2.53……………………
激光等离子体源 3.2.39.2…………………………
激光干涉光刻技术 3.2.7.2………………………
激光工作介质 3.2.49.8……………………………
激光化学气相淀积设备 3.9.102…………………
激光加热镀膜机 3.9.116…………………………
激光纳米3D打印技术 3.2.7.5…………………
激光器 3.2.49.1……………………………………
激光热解化学气相淀积 3.9.102.1………………
激光扫描测量 3.9.18.2……………………………
激光扫描共聚焦显微术 3.2.52…………………
激光扫描平整度测试仪 3.9.15…………………
激光掩模修补系统 3.9.25.2………………………
激光直写技术 3.2.7………………………………
激励源 3.2.49.9……………………………………
极紫外光 3.2.6.5…………………………………
极紫外光刻 3.2.39………………………………
极紫外光致抗蚀剂 3.4.14………………………
集成电路版图编辑系统 3.2.23…………………
集成电路测试设备 3.1.6.11………………………
集成电路制造设备 3.1.6…………………………
计算光刻 3.2.13…………………………………
计算机辅助设计与辅助制造软件 3.2.20………
加速电压 3.7.47…………………………………
价带 3.1.2.12………………………………………
价电子 3.1.2.13……………………………………
间隔 3.3.22………………………………………
间隔/自对准两次图形化 3.2.17.5………………
间接对准 3.6.2.9…………………………………
间距 3.3.24………………………………………
间隙 3.3.23………………………………………
间隙密度 3.8.95…………………………………
检测窗口 3.8.122…………………………………

检测区域 3.8.121…………………………………
剪切显微镜 3.9.19………………………………
简单有效原理 3.2.47.5……………………………
碱石灰白冕玻璃 3.4.3……………………………
溅射靶 3.9.119.1…………………………………
溅射淀积设备 3.9.118……………………………
溅射率 3.9.63.8……………………………………
交叉传递系数 3.3.55.1……………………………
交迭区 3.3.28……………………………………
交替型移相掩模 3.2.14.2…………………………
胶块 3.8.32………………………………………
焦面/能量矩阵 3.6.49.1…………………………
焦深 3.6.49.2………………………………………
焦深拓展处理 3.6.32……………………………
角对角 3.8.102……………………………………
接触角 3.2.16.2,3.4.35…………………………
接触孔掩模 3.5.23………………………………
接触模式 3.9.10.1…………………………………
接触曝光复制 3.6.69……………………………
接触式复印 3.9.44.4………………………………
接触式光刻和电子束直写系统混合曝光技术

3.2.36.4

…
………………………………………

接触与互连 3.2.60.1………………………………
接近/接触式曝光机 3.9.45………………………
接近曝光复制 3.6.71……………………………
接近式X射线曝光设备 3.9.56…………………
接近式复印 3.9.44.5………………………………
揭膜 3.3.2.2………………………………………
杰弗里·摩尔 3.1.10.2……………………………
结构照明显微术 3.2.55.6…………………………
金属玻璃掩模 3.5.10……………………………
金属膜淀积 3.2.60………………………………
金属膜淀积设备 3.9.110…………………………
金属掩模 3.5.9……………………………………
金属有机化合物化学气相淀积设备 3.9.105……
金属有机物分子束外延系统 3.9.148……………
近场光刻 3.2.46.8…………………………………
近场扫描光学显微术 3.2.51.15…………………
浸没水罩 3.2.16.1…………………………………
浸没透镜技术 3.2.16……………………………
浸泡显影 3.6.53.1…………………………………
浸润显影 3.6.53.3…………………………………
浸析 3.2.16.7………………………………………
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浸渍涂覆 3.4.24…………………………………
禁带 3.1.2.17………………………………………
晶片 3.4.48………………………………………
晶片洗刷机 3.9.26.1………………………………
精密工件台 3.9.32.3………………………………
精密化学工程 3.2.58……………………………
颈缩 3.3.31………………………………………
静电力显微术 3.2.51.3……………………………
静电偏转器 3.9.39.6………………………………
静态旋涂/显影 3.4.42……………………………
静态重复性 3.8.115………………………………
镜头分辨率 3.9.32.32……………………………
镜头实拍分辨率 3.9.32.33………………………
镜像掩模 3.5.19…………………………………
局部对准 3.6.2.3…………………………………
局部图形密度 3.6.49.17…………………………
局域表面等离激元共振 3.2.46.12………………
锯齿 3.8.24………………………………………
聚焦离子束加工技术 3.2.42……………………
聚焦离子束扫描曝光机 3.9.54…………………
聚焦离子束系统 3.9.58…………………………
聚焦离子束掩模修补设备 3.9.59………………
聚焦离子束掩模修补系统 3.9.25.3………………
聚焦-曝光量矩阵 3.6.41…………………………
绝缘衬底电荷积累效应 3.2.37.7…………………
均匀性 3.6.49.9……………………………………

K

开尔文探针力显微术 3.2.51.4……………………
开放式原图系统交换标准 3.2.21.1………………
开口率 3.6.22……………………………………
抗反射涂层 3.6.57………………………………
抗蚀剂处理及清洗设备 3.9.85…………………
抗蚀剂固化处理 3.2.17.4…………………………
抗蚀剂灵敏度 3.6.27……………………………
抗蚀剂图像反转 3.6.64…………………………
抗蚀剂图形结构坍塌-粘连 3.2.37.6……………
抗蚀剂形貌 3.6.54………………………………
抗蚀性 3.6.78……………………………………
考夫曼离子源 3.9.60.1……………………………
拷贝压力 3.9.44.1…………………………………
柯克帕特里克-贝茨型透镜 3.2.44.3……………
柯勒照明 3.9.48.8…………………………………

颗粒 3.8.30………………………………………
颗粒度 3.8.98……………………………………
颗粒性 3.8.99……………………………………
可变成形束 3.7.8…………………………………
可变光阑 3.9.32.20………………………………
可变阈值抗蚀剂模型 3.2.10.8……………………
可变轴浸没透镜电子束投影缩小曝光技术

3.2.41

……
…………………………………………

可剥离漆层 3.3.2.4………………………………
可测量范围 3.8.113………………………………
可见缺陷 3.8.2……………………………………
可再现性 3.8.117…………………………………
可制造性设计技术 3.2.19………………………
刻蚀反应器 3.9.70.1………………………………
刻蚀后检测 3.6.56………………………………
刻蚀剂 3.6.77……………………………………
刻蚀均匀性 3.6.87………………………………
刻蚀偏置 3.3.70.2…………………………………
刻蚀设备 3.9.64…………………………………
刻蚀时间 3.6.82…………………………………
刻蚀速率 3.6.83…………………………………
刻蚀选择比 3.6.84………………………………
刻图有效面积 3.9.28.5……………………………
刻线间距误差 3.9.28.6……………………………
刻线间误差 3.9.28.1………………………………
刻圆直径误差 3.9.28.7……………………………
空白掩模板 3.4.2…………………………………
空带 3.1.2.11………………………………………
空间光调制器 3.9.36.1……………………………
空间图像 3.6.23…………………………………
空间图像识别对准 3.6.8…………………………
空间相干性 3.3.57………………………………
空间像对比度 3.6.24……………………………
空间衍射图形 3.3.51……………………………
空气参考透射率 3.2.14.25………………………
空心阴极磁控溅射设备 3.9.128…………………
空心阴极考夫曼离子源 3.9.60.2…………………
空穴 3.1.2.5………………………………………
孔边缘粗糙度 3.2.59.16…………………………
孔繁殖 3.2.59.13…………………………………
孔收缩 3.2.59.12…………………………………
控制栅 3.7.22……………………………………
宽带隙半导体材料 3.1.9.2………………………
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扩散长度 3.2.10.5…………………………………

L

朗繆尔-布洛杰膜 3.1.9.6…………………………
类金刚石膜类 3.1.9.3……………………………
累积步距误差 3.8.75……………………………
冷壁反应器 3.9.95.2………………………………
冷却 3.4.38………………………………………
冷却速率 3.9.142.2………………………………
离化掺杂 3.9.140.1………………………………
离化团束淀积系统 3.9.106………………………
离轴对准 3.6.2.7…………………………………
离轴照明 3.2.15…………………………………
离子束电子束双束系统 3.9.5……………………
离子束镀膜设备 3.9.117…………………………
离子束溅射淀积设备 3.9.134……………………
离子束径 3.9.63.3…………………………………
离子束刻蚀机 3.9.60……………………………
离子束曝光机 3.9.51……………………………
离子束投影曝光机 3.9.53………………………
离子束外延系统 3.9.145…………………………
离子束诱导淀积 3.9.109…………………………
离子注入及扩散设备 3.1.6.4……………………
力调制显微术 3.2.51.13…………………………
立式反应器 3.9.138.3……………………………
粒子数反转 3.2.49.6………………………………
两次曝光技术 3.2.17.2……………………………
两次曝光两次刻蚀 3.2.17.3………………………
量子 3.2.47.1………………………………………
量子比特 3.2.47.8…………………………………
量子点接触显微术 3.2.51.19……………………
量子计算机 3.2.47.23……………………………
量子纠缠态 3.2.47………………………………
量子力学 3.2.47.4…………………………………
量子态 3.2.47.6……………………………………
列 3.3.15…………………………………………
裂解炉 3.9.144.2…………………………………
零层对准 3.6.2.10…………………………………
六边形反应离子刻蚀机 3.9.80…………………
六甲基乙硅烷 3.4.33……………………………
螺旋波等离子刻蚀机 3.9.77……………………

M

码元 3.2.47.14……………………………………

脉冲等离子体X射线源 3.9.55.2………………
满带 3.1.2.16………………………………………
毛边 3.8.25………………………………………
毛剌 3.8.22………………………………………
密度卡 3.9.2.5……………………………………
敏化感光板 3.4.10………………………………
模拟退火 3.2.59.8…………………………………
模型残差 3.6.12.12………………………………
模压 3.2.45.1………………………………………
膜厚测量显微镜 3.9.12…………………………
摩尔第二定律 3.1.10.1……………………………
摩尔定律 3.1.10…………………………………
磨边 3.3.41………………………………………
莫尔条纹 3.6.21.1…………………………………
目镜 3.9.2.2………………………………………
目视照相图像边缘 3.8.45………………………

N

纳电子学 3.1.3……………………………………
纳米材料 3.1.8.1…………………………………
纳米电子束直写技术 3.2.37……………………
纳米光刻 3.2.46…………………………………
纳米加工技术 3.1.12……………………………
纳米图形化 3.2.58.5………………………………
纳米压印光刻 3.2.45……………………………
耐化学性 3.6.66…………………………………
难熔金属硅化物 3.2.60.3…………………………
内存带宽 3.2.47.18………………………………
内邻近效应 3.2.33.2………………………………
能带 3.1.2.9………………………………………
能带理论 3.1.2.7…………………………………
能带隙 3.1.9.4……………………………………
能级 3.1.2.8………………………………………
逆向光刻技术 3.2.13.1……………………………

O

欧姆接触 3.2.60.2…………………………………

P

旁瓣 3.6.33.15……………………………………
喷射刻蚀机 3.9.66………………………………
喷涂 3.4.28………………………………………
喷嘴 3.4.41………………………………………
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批和批之间的均匀性 3.6.49.10…………………
铍窗 3.9.55.5………………………………………
匹配套刻 3.6.11…………………………………
匹配与混合曝光 3.2.36…………………………
偏振照明 3.6.33.9…………………………………
偏转范围 3.7.38…………………………………
偏转器 3.7.31……………………………………
片和片之间的均匀性 3.6.49.11…………………
平板反应离子刻蚀机 3.9.79……………………
平板型等离子体化学气相淀积设备 3.9.99……
平板型等离子体蚀刻机 3.9.72…………………
平均场近似法 3.2.59.7……………………………
平面度 3.8.42……………………………………
平面度质量区 3.8.43……………………………
平面手征超常介质 3.2.57.3………………………
平坦化抗反射涂层 3.6.57.5………………………
普朗克常数 3.2.47.24……………………………
普朗克量子论 3.2.47.26…………………………
普朗克时间 3.2.47.27……………………………
普朗克长度 3.2.47.25……………………………
普通照明 3.6.33.2…………………………………

Q

其他新材料与应用 3.1.8.4………………………
起始温度 3.9.142.1………………………………
气泡 3.8.31………………………………………
气相外延炉 3.9.138………………………………
气相外延系统 3.9.137……………………………
器件系列掩模 3.5.21……………………………
前散射电子 3.2.33.1………………………………
潜影 3.6.62………………………………………
嵌段共聚物 3.2.59.1………………………………
嵌入衰减式移相掩模 3.2.14.18…………………
敲击模式 3.9.10.3…………………………………
桥接 3.3.29………………………………………
桥连 3.8.21………………………………………
切角 3.3.35………………………………………
清洗 3.6.53.4………………………………………
球形像差 3.6.33.12………………………………
取向力 3.2.51.32…………………………………
去除 3.3.38………………………………………
去胶 3.4.45………………………………………
去胶液 3.4.46……………………………………

全内反射荧光显微术 3.2.54.1……………………
全三相移相掩模 3.2.14.15………………………
全透明移相掩模 3.2.14.1…………………………
全息光刻 3.2.46.3…………………………………
缺口 3.8.10………………………………………
缺陷检测能力 3.9.24.6……………………………
缺陷检查速度 3.9.24.7……………………………
缺陷密度 3.8.4……………………………………

R

染料光致抗蚀剂 3.4.19…………………………
扰动磁场的主动控制技术 3.2.30………………
热板 3.9.89………………………………………
热壁反应器 3.9.95.1………………………………
热压雕版压印法 3.2.45.3…………………………
任意角度和任意数学函数曲线的复杂图形编辑器

3.2.28…………………………………………
乳胶 3.4.6…………………………………………
乳胶板 3.4.7………………………………………
软烤 3.4.37………………………………………
软压印技术 3.2.45.2………………………………

S

三差动共焦显微测量技术 3.2.53.4………………
三极溅射设备 3.9.130……………………………
三维超分辨共焦显微测量技术 3.2.53.5…………
三相移相掩模 3.2.14.14…………………………
三重金属掩模 3.5.27……………………………
散焦 3.6.52.1………………………………………
散射 3.8.51………………………………………
散射角限制的投影电子束光刻 3.2.40…………
散射条 3.2.11.1……………………………………
扫描场 3.7.44……………………………………
扫描超导量子干涉器件显微术 3.2.51.24………
扫描电化学显微术 3.2.51.20……………………
扫描电容显微术 3.2.51.10………………………
扫描电压显微术 3.2.51.12………………………
扫描电子显微镜 3.9.3……………………………
扫描电子显微镜电荷积累效应 3.2.37.8…………
扫描电子显微镜关键尺寸测量 3.8.111…………
扫描俄歇显微镜 3.9.7……………………………
扫描俄歇显微术 3.2.56…………………………
扫描霍尔探针显微术 3.2.51.21…………………
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扫描激光直写系统 3.9.35………………………
扫描架 3.9.47.3……………………………………
扫描宽度 3.7.39…………………………………
扫描扩散电阻显微术 3.2.51.23…………………
扫描离子电导显微术 3.2.51.22…………………
扫描热学显微术 3.2.51.25………………………
扫描式曝光系统 3.9.47…………………………
扫描隧道显微镜 3.9.6……………………………
扫描隧道显微术 3.2.51.14………………………
扫描探针光刻 3.2.46.5……………………………
扫描探针显微镜 3.9.9……………………………
扫描探针显微术 3.2.51…………………………
扫描栅极显微术 3.2.51.11………………………
色散力 3.2.51.33…………………………………
闪光频率 3.9.32.35………………………………
扇形照明 3.6.33.7…………………………………
设计规则检查 3.2.13.6……………………………
射频加热器 3.2.60.8………………………………
射频溅射镀膜设备 3.9.123………………………
射频溅射设备 3.9.122……………………………
射频平面磁控溅射设备 3.9.126…………………
深化摩尔 3.1.10.3…………………………………
深紫外光 3.2.6.3…………………………………
深紫外光致抗蚀剂 3.4.13………………………
生产线其他相关设备 3.1.6.12……………………
生物电子学 3.1.5…………………………………
声-光偏转器 3.9.35.2……………………………
声-光调制器 3.9.35.1……………………………
省胶涂层 3.4.34…………………………………
湿法工艺设备 3.1.6.7……………………………
湿法刻蚀工艺 3.6.80……………………………
湿法刻蚀技术 3.2.60.13…………………………
湿法刻蚀抗蚀性 3.6.53.6…………………………
湿法刻蚀设备 3.9.65……………………………
石墨烯 3.1.9.8……………………………………
石英玻璃 3.4.5……………………………………
石英参考面透射率 3.2.14.23……………………
石英刻蚀衰减式移相掩模 3.2.14.13……………
时间相干性 3.3.58………………………………
时空相关性 3.3.59………………………………
史瓦西半径 3.2.47.28……………………………
史瓦兹契德型显微物镜 3.2.44.7…………………
矢量扫描 3.7.3……………………………………

矢量扫描电子束曝光系统 3.9.39.5………………
手动图形边缘确定方法 3.8.120…………………
手动图形确定方法 3.8.110………………………
手性材料 3.2.57.1…………………………………
手性材料的旋波性 3.2.57.2………………………
受激发射损耗显微术 3.2.55.8……………………
受激辐射 3.2.49.5…………………………………
受激吸收 3.2.49.4…………………………………
倏逝波 3.2.54.3……………………………………
倏逝场荧光显微术 3.2.54.2………………………
疏水化处理 3.4.31………………………………
输入数据格式 3.7.10……………………………
鼠齿状缺口 3.8.12………………………………
束流均匀性 3.9.63.5………………………………
束流密度 3.7.37,3.9.63.7………………………
束流稳定性 3.9.63.6………………………………
数据格式转换 3.2.25……………………………
数据库单元 3.2.21.2………………………………
数据压缩 3.7.11…………………………………
数值孔径 3.6.18…………………………………
数字化仪 3.9.28.3…………………………………
数字式光处理 3.9.36.3……………………………
数字微镜器件 3.9.36.2……………………………
衰减式移相掩模 3.2.14.4…………………………
衰减式移相掩模基板 3.2.14.5……………………
双工件台 3.6.4.4…………………………………
双光子效应 3.2.7.9………………………………
双极性差动共焦显微测量技术 3.2.53.3…………
双极照明 3.6.33.5…………………………………
双性显影 3.2.18…………………………………
双重金属掩模 3.5.26……………………………
双重偶极光刻技术 3.6.33.6………………………
双重图形化技术 3.2.17…………………………
水平校准 3.6.4.5…………………………………
四级照明 3.6.33.4…………………………………
伺服驱动系统 3.9.32.15…………………………
隧道式等离子体蚀刻机 3.9.71…………………
缩小倍率 3.6.28…………………………………

T

态 3.2.47.7…………………………………………
探针 3.9.9.2………………………………………
探针台 3.9.9.1……………………………………

241

GB/T44928—2024



碳纳米管 3.1.9.7…………………………………
套刻 3.6.12………………………………………
套刻标记 3.6.12.1…………………………………
套刻测试图形 3.6.12.2……………………………
套刻精度 3.8.68…………………………………
套准 3.6.3…………………………………………
套准精度 3.9.32.36………………………………
特征尺寸 3.8.104…………………………………
特征图形 3.3.65…………………………………
特征图形尺寸 3.3.66……………………………
体效应 3.6.59……………………………………
调焦分辨率 3.9.32.34……………………………
调焦精度 3.9.31.6…………………………………
调焦宽容度增强曝光 3.6.31……………………
调制传输函数 3.3.63……………………………
停进曝光 3.9.32.40………………………………
同步加速器X射线扫描隧道显微术 3.2.51.17…
同步加速器X射线源 3.9.55.1…………………
同机套准精度 3.8.69,3.9.32.37…………………
同轴对准 3.6.2.6…………………………………
桶式反应器 3.9.138.4……………………………
桶形等离子体蚀刻机 3.9.70……………………
投影光刻和电子束直写系统混合曝光技术

3.2.36.3

……
………………………………………

投影曝光复制 3.6.72……………………………
透光区 3.3.26……………………………………
透镜成像能力 3.3.9………………………………
透镜分辨率 3.9.31.2………………………………
透镜实拍分辨率 3.9.31.3…………………………
透镜像差 3.6.33.10………………………………
透射电子显微镜 3.9.4……………………………
透射和相位调制系数 3.2.14.26…………………
透射率 3.8.100……………………………………
透射式菲涅尔波带片 3.2.44.4……………………
透射式软X射线光子晶体透镜 3.2.44.1………
凸起 3.8.11………………………………………
图例 3.3.20………………………………………
图素 3.3.16………………………………………
图素尺寸精度 3.8.60……………………………
图像 3.3.5…………………………………………
图像对数斜率 3.6.35……………………………
图像分辨率 3.8.40………………………………
图像检查设备 3.9.1………………………………

图形 3.3.6…………………………………………
图形比较法 3.9.24.4………………………………
图形尺寸 3.8.59…………………………………
图形单元 3.3.19…………………………………
图形的高宽比 3.9.63.9……………………………
图形定位精度 3.8.80……………………………
图形化 3.3.7………………………………………
图形密度 3.6.49.15………………………………
图形拼接精度 3.9.39.10…………………………
图形破裂 3.8.14…………………………………
图形-数据比较法 3.9.24.5………………………
图形数据系统 3.2.25.1……………………………
图形衰减 3.2.16.5…………………………………
图形旋转 3.8.84…………………………………
图形转移技术 3.2.3………………………………
涂覆 3.4.23………………………………………
涂覆光致抗蚀剂 3.4.29…………………………
涂胶后延迟时间 3.9.87.3…………………………
涂胶机 3.9.87……………………………………
退化 3.8.58………………………………………
托盘 3.9.138.5……………………………………
拖拽接触角 3.2.16.3………………………………
脱胶/坍塌 3.6.54.1………………………………
脱水烘烤 3.4.30…………………………………
拓展摩尔 3.1.10.4…………………………………

W

外延反应器 3.9.138.1……………………………
外延设备 3.9.136…………………………………
弯曲晶体分析器 3.2.44.8…………………………
网络带宽 3.2.47.17………………………………
微凹透镜效应 3.2.16.4……………………………
微波等离子体化学气相淀积设备 3.9.100………
微波等离子体蚀刻机 3.9.73……………………
微波反应离子束刻蚀机 3.9.63…………………
微处理机控制的液相外延炉 3.9.143……………
微电子学 3.1.1……………………………………
微电子学光刻技术 3.1……………………………
微光刻 3.2.2………………………………………
微光刻感光材料、铬板与基板材料 3.4…………
微光刻图形化和图形数据处理技术 3.3…………
微光刻新材料 3.1.8………………………………
微缩透镜 3.9.31.1…………………………………
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微笑曲线 3.6.49.6…………………………………
位错 3.2.59.10……………………………………
位置精度 3.8.107…………………………………
温度控制器 3.2.60.9………………………………
卧式反应器 3.9.138.2……………………………
污斑 3.8.26………………………………………
污染控制与温控分系统 3.9.48.7…………………
污染密度 3.8.93…………………………………
无机抗反射涂层 3.6.57.4…………………………
无掩模光刻 3.2.7.4………………………………
物镜 3.7.29,3.9.2.1………………………………
物理气相沉积 3.2.60.11…………………………
物质波 3.2.55.3……………………………………

X

西格玛值 3.6.33.1…………………………………
吸气剂溅射设备 3.9.131…………………………
瑕疵 3.8.16………………………………………
下一代光刻 3.1.11………………………………
先进光刻技术 3.2…………………………………
显微术 3.2.50……………………………………
显影 3.6.53………………………………………
显影后检测 3.6.55………………………………
显影机 3.9.91……………………………………
显影图 3.6.26……………………………………
线/缝 3.6.20.1……………………………………
线/缝图形组合 3.6.20……………………………
线边缘粗糙度 3.2.59.14…………………………
线端 3.3.30………………………………………
线宽 3.8.67………………………………………
线宽不均匀度 3.6.12.14…………………………
线宽均匀性 3.6.12.15……………………………
线密 3.8.94………………………………………
线条边缘粗糙度 3.6.12.13………………………
线条尺寸精度 3.6.20.3……………………………
线度 3.8.116………………………………………
相干光 3.3.52……………………………………
相干光束测量 3.9.21……………………………
相干条件 3.3.53…………………………………
相干因子 3.3.54…………………………………
相位冲突 3.2.14.3…………………………………
相移套刻误差 3.2.14.16…………………………
向错 3.2.59.11……………………………………

像素 3.3.8…………………………………………
肖特基接触 3.1.2.1………………………………
消隐电极 3.7.30…………………………………
小岛 3.8.8…………………………………………
小坑 3.8.20………………………………………
小型X射线存储环 3.9.55.3……………………
校准台 3.9.31.10…………………………………
校准与测量分系统 3.9.48.4………………………
斜切 3.3.36………………………………………
斜入射干涉仪 3.9.16……………………………
谐振腔 3.2.49.10…………………………………
芯片 3.4.49………………………………………
芯片背面金属层 3.2.60.6…………………………
芯片旋转 3.8.86…………………………………
行进曝光 3.9.32.41………………………………
形貌 3.6.49.14……………………………………
修整 3.3.40………………………………………
虚设辅助图形 3.3.12……………………………
旋喷显影 3.6.53.2…………………………………
旋涂胶丝 3.4.27…………………………………
旋转式匀胶台 3.9.87.1……………………………
旋转涂胶 3.4.26…………………………………
旋转误差 3.8.89…………………………………
削边 3.3.37………………………………………

Y

压电响应力显微术 3.2.51.9………………………
压力控制器 3.9.95.3………………………………
雅典娜增强法 3.6.9.1……………………………
亚分辨率辅助功能图形 3.2.11…………………
亚分辨型不透明框形区 3.2.14.10………………
亚分辨型衰减式移相掩模 3.2.14.17……………
研磨 3.3.42………………………………………
衍射光学元件 3.2.9.3……………………………
衍射光栅激光激励识别对准 3.6.9………………
衍射图形分析测量 3.9.21.3………………………
掩蔽离子束曝光机 3.9.52………………………
掩模 3.5.1…………………………………………
掩模版保护膜安装仪器 3.9.92…………………
掩模版工件台 3.6.4.3……………………………
掩模版和中间掩模版制造设备 3.1.6.2…………
掩模版误差因子 3.2.8……………………………
掩模版自动检查系统 3.9.22.3……………………
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掩模保护膜 3.8.123………………………………
掩模比较仪 3.9.22.2………………………………
掩模尺寸偏置 3.3.70.1……………………………
掩模复印机 3.9.44………………………………
掩模干燥设备 3.9.26.5……………………………
掩模关键尺寸测量系统 3.9.23…………………
掩模检查设备 3.9.22……………………………
掩模抗蚀剂去除装置 3.9.90……………………
掩模可制造性检查 3.2.13.4………………………
掩模清洗设备 3.9.26……………………………
掩模缺陷和污染检测系统 3.9.24………………
掩模缺陷检查仪 3.9.24.3…………………………
掩模图形数据处理技术 3.2.26…………………
掩模图形数据处理系统 3.9.149…………………
掩模误差增强因子 3.2.8.1………………………
掩模显影机 3.9.91.1………………………………
掩模线宽测量设备 3.9.17………………………
掩模修补技术 3.9.25.1……………………………
掩模修补系统 3.9.25……………………………
掩模制造 3.5.3……………………………………
掩模制造设备 3.9.27……………………………
掩模制造设备和微光刻设备 3.9…………………
掩模制造有效面积 3.9.31.11……………………
掩模质量检测 3.9.22.1……………………………
阳极 3.7.21………………………………………
阳极-基片支座 3.9.119.3…………………………
液态金属离子源 3.9.58.2…………………………
液相外延炉 3.9.142………………………………
液相外延系统 3.9.141……………………………
一次电子 3.7.34…………………………………
一套掩模 3.5.20…………………………………
移臂涂胶/显影 3.4.44……………………………
移动标准差 3.6.12.3………………………………
移相角 3.2.14.22…………………………………
移相面反射率 3.2.14.24…………………………
移相掩模 3.2.14…………………………………
移相掩模相位缺陷 3.8.36………………………
异机套准精度 3.8.70,3.9.32.38…………………
异图分布 3.6.29…………………………………
异物 3.8.29………………………………………
阴极 3.7.20………………………………………
荧光 3.2.7.10………………………………………
荧光纳米显微术 3.2.55…………………………

荧光显微术 3.2.54………………………………
硬烤 3.6.53.5………………………………………
优化曝光量 3.6.43………………………………
有机半导体材料 3.1.9.1…………………………
有机抗反射涂层 3.6.57.3…………………………
有效分辨率 3.8.41………………………………
有效扩散长度 3.2.10.7……………………………
有效束径 3.9.63.4…………………………………
有效照相图像边缘 3.8.46………………………
诱导力 3.2.51.31…………………………………
诱导模 3.2.59.3……………………………………
预抽室 3.9.63.2……………………………………
预对准 3.6.4.7……………………………………
阈值能量 3.6.46…………………………………
原图 3.3.2…………………………………………
原子层沉积辅助图形转移 3.2.59.4………………
原子层淀积 3.2.46.7………………………………
原子层淀积系统 3.9.107…………………………
原子工程 3.2.45.6…………………………………
原子力显微镜 3.9.9.4……………………………
原子力显微术 3.2.51.1……………………………
圆边 3.3.39………………………………………
圆顶 3.6.54.8………………………………………
圆角 3.3.32,3.8.35………………………………
圆筒形等离子体化学气相淀积设备 3.9.98……
圆形束 3.7.6………………………………………
圆形束电子束光刻系统 3.9.39.2…………………
圆直径误差 3.9.28.2………………………………
圆柱形磁控溅射设备 3.9.127……………………
源亮度 3.9.58.3……………………………………
远紫外曝光掩模对准机 3.9.50…………………
跃迁 3.2.49.2………………………………………
晕光 3.8.53………………………………………
匀胶铬板 3.4.22…………………………………
允许带 3.1.2.14……………………………………

Z

杂散光 3.8.97……………………………………
载流子 3.1.2.6……………………………………
泽尼克系数 3.6.33.11……………………………
增强对准 3.6.4.8…………………………………
沾污 3.8.27………………………………………
粘附性增强处理 3.4.32…………………………
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占空比 3.6.20.5……………………………………
蘸笔纳米光刻 3.2.46.1……………………………
长度测量系统 3.9.32.16…………………………
兆声清洗机 3.9.26.4………………………………
照明均匀性 3.6.38………………………………
照明模式 3.6.33…………………………………
照相密度 3.8.91…………………………………
照相图像边缘粗糙度 3.8.49……………………
照相图像边缘轨迹 3.8.50………………………
照相图像边缘明锐度 3.8.47……………………
照相图像边缘梯度 3.8.48………………………
针尖增强电子发射显微 3.2.51.18………………
针孔 3.8.7…………………………………………
帧 3.2.47.22………………………………………
真空镀膜设备 3.9.112……………………………
真空溅射镀膜设备 3.9.120………………………
真空熟化 3.7.1……………………………………
真空锁 3.9.144.5…………………………………
真空蒸镀设备 3.9.111……………………………
阵列 3.3.13………………………………………
阵列方正度 3.8.66………………………………
阵列图形单元间隔差 3.8.88……………………
阵列图形单元旋转 3.8.87………………………
阵列旋度 3.8.85…………………………………
蒸发源 3.9.144.1…………………………………
蒸金台 3.9.138.8…………………………………
蒸汽预处理机 3.9.86……………………………
整片对准 3.6.2.1…………………………………
整体图形密度 3.6.49.16…………………………
正交度 3.8.65……………………………………
正向负性光掩模 3.5.16…………………………
正向正性光掩模 3.5.13…………………………
正性光掩模 3.5.12………………………………
正性光致抗蚀剂 3.4.17…………………………
直接对准 3.6.2.8…………………………………
直流二极溅射设备 3.9.119………………………
直流溅射离子刻蚀机 3.9.83……………………
直流平面磁控溅射设备 3.9.125…………………
直写速度 3.7.16…………………………………
中和器 3.9.60.3……………………………………
中间掩模 3.5.6……………………………………
中间掩模版管理分系统 3.9.48.3…………………
中心线 3.3.67……………………………………

中心性 3.8.83……………………………………
重复步距精度 3.8.76……………………………
重复缺陷 3.8.6……………………………………
重复性 3.8.118……………………………………
啁啾 3.8.23………………………………………
逐场对准 3.6.2.4…………………………………
逐芯片对准 3.6.2.5………………………………
主掩模 3.5.4………………………………………
驻波 3.6.54.10……………………………………
驻波效应 3.6.57.7…………………………………
转印 3.2.46.2………………………………………
准分子 3.2.6.1……………………………………
准分子激光光刻 3.2.6……………………………
准分子激光器 3.2.6.2……………………………
准分子激光图形发生器 3.9.33…………………
准分子激光图形发生器 3.9.33…………………
准分子激光掩模对准机 3.9.34…………………
子场 3.7.45………………………………………
子场扫描曝光 3.9.47.4……………………………
紫外光 3.2.6.4……………………………………
紫外光致抗蚀剂 3.4.12…………………………
紫外曝光固化压印法 3.2.45.4……………………
自动对准系统 3.6.7………………………………
自动检测 3.7.46…………………………………
自动调焦范围 3.9.31.5……………………………
自动调焦系统 3.9.31.4……………………………
自动图形边缘确定方法 3.8.119…………………
自动图形确定方法 3.8.109………………………
自动制图机 3.9.28.4………………………………
自发辐射 3.2.49.3…………………………………
自偏压微波等离子体蚀刻机 3.9.74……………
自身套刻 3.6.10…………………………………
自相关函数 3.3.60………………………………
自组织 3.2.58.1……………………………………
自组装 3.2.58.3……………………………………
自组装膜 3.2.58.4…………………………………
字 3.2.47.19………………………………………
字长 3.2.47.20……………………………………
字符 3.2.47.13……………………………………
字节 3.2.47.11……………………………………
字块 3.2.47.21……………………………………
总焦深 3.6.49.3……………………………………
总体对准 3.6.2.2…………………………………
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总体精度 3.8.64…………………………………
总长尺寸 3.8.61…………………………………
总长尺寸精度 3.8.62……………………………
总长尺寸误差 3.8.63……………………………
组合图 3.3.4………………………………………
组装与封装设备 3.1.6.9…………………………
钻蚀 3.8.13………………………………………
最大辐照剂量 3.7.15……………………………
最佳焦面 3.6.49.4…………………………………
最佳能量 3.6.45…………………………………
最佳曝光能量 3.6.49.8……………………………
最佳条件 3.6.44…………………………………
最小曝光量 3.6.42………………………………
最小缺陷 3.8.5……………………………………
最小线/缝 3.3.68…………………………………
最小线条宽/间隙宽 3.6.20.2……………………
座标刻图机 3.9.28………………………………

ASCII码 3.2.47.12………………………………

AutoCAD图形计算机辅助设计系统 3.2.22……

Bosch刻蚀工艺 3.2.60.18………………………

Bosch气体交替切换技术 3.2.60.19……………

CD摆动曲线效应 3.6.58…………………………

CD邻近效应 3.3.70.4……………………………

CIF数据格式 3.2.25.3……………………………

CMOS工艺 3.1.10.7………………………………

EDIF格式 3.2.25.5………………………………

GDSII数据格式 3.2.25.2…………………………

g线 3.2.6.7………………………………………

h线 3.2.6.6………………………………………

i线 3.2.6.8…………………………………………

N型半导体 3.1.2.4………………………………

OASIS格式 3.2.25.6………………………………

PG格式 3.2.25.4…………………………………

PN结 3.1.2.2………………………………………

P型半导体 3.1.2.3………………………………

S型枪磁控溅射设备 3.9.129……………………

X-Y 工件台 3.9.32.1………………………………

X射线曝光设备 3.9.55…………………………

X射线成像技术 3.2.44…………………………

X射线光刻 3.2.43………………………………

X射线晶片步进机 3.9.57………………………

X射线聚束透镜 3.2.44.9…………………………

X射线空间成像系统 3.2.44.10…………………

X射线漫散射曝光能量积累 3.2.37.9……………

X射线膜厚测试仪 3.9.13………………………

X射线掩模 3.9.55.4………………………………

X射线掩模 3.5.24………………………………

X 轴 3.3.43………………………………………

Y 轴 3.3.44…………………………………………

英文对应词索引

A

asetofmask 3.5.20……………………………………………………………………………………………

Abbe’sresolutionlimit 3.2.55.1………………………………………………………………………………

acceleratingvoltage 3.7.47……………………………………………………………………………………

ACF 3.3.60……………………………………………………………………………………………………

acousto-opticdeflector 3.9.35.2………………………………………………………………………………

acousto-opticmodulator 3.9.35.1……………………………………………………………………………

activemagneticfieldcancelingtechnology 3.2.30……………………………………………………………

activemicro-vibrationcontroltechnologyforstage 3.2.31…………………………………………………

additionalfilmtypeattenuatedphaseshiftmask 3.2.14.8…………………………………………………

additionalfilmtypeopaqueframe 3.2.14.9…………………………………………………………………

addressdimension 3.7.9………………………………………………………………………………………

adhesion 3.4.32…………………………………………………………………………………………………

adhesionandcollapseofresiststructure 3.2.37.6……………………………………………………………
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